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К1ЛИ041,  К1ЛИ042,  К1ЛИ043,  К1ЛИ044,  К1ЛИ045, 

К1ЛБ041,  К1ЛБ042,  К1ЛБ043,  К1ЛБ044,  К1НД041, 
К1НД042,  К1НД043,  К1НД044  425 


Микросхемы  серии  К106 430 

К1ЛБ061 , К1ЛБ062,  К1ЛБ063,  К1ЛБ064,  К1ЛБ065,' 

К1ЛБ066,  К1ЛБ067,  К1ЛБ068,  К1ЛБ069,  К1ЛБ0610, 
К1ЛР061,  К1ЛР062.  К1ЛР063,  К1ЛР064,  К1ЛП061, 

К1ЛП062,  К1ЛП063,  К1ЛП064,  К1ЛП065,  К1ЛП066, 

К1ЛП067,  К1ЛП068,  К1ТР061,  К1ТР062,  К1ТР063, 

К1ТР064,  К1ИС061А,  К1ИС061Б,  К1ИР061А,  К1ИР061Б  431 


Микросхемы  серии  К108 ■,  . . 439 

К1ЖЛ081,  К1КТ081,  К1ЛР081,  К1ТК081 ! ! 440 

Микросхемы  серии  КПЗ 443 

К1ЛБ13І,  К1ЛБ132,  КШБ’133,  КІЛБ134,  К1ЛБ135, 

К1ИЛ131,  К1ТР131,  К1ЛС131 443 


Микросхемы  серии  КП4.  

К1ЛП141  (А,  Б),  К1ЛП142  (А.  Б),  К1ЛП143  (А,  Б),  "к'і  ЛГТ144 
(А,  Б),  К1ЛП145  (А,  Б),  К1ЛБ141  (А,  Б),  К1ЛБ142  (А,  Б), 
К1ЛБ143(А,  Б),  К1ИЛ141  (А,  Б).  К1ИР141  (А,  Б), 

К1ТР141  (А,  Б) 


449 


450 


Микросхемы  серии  К115 460 

К1ЛБ151,  К1ЛБ152,  К1ЛБ153,  К1ЛБ154,  К1ЛШ51,’ 

К1ЛС151,  К1ТР151 461 


Микросхемы  серии  К120 465 

К1ЛЛ201,  К1ЛБ20І,  К1ЛБ202,  КШР201,  К1ЙР202,' 

К1ИЕ201,  К1ИС201,  К1ИД201,  К1ИД202,  К1ИШ201, 
К1ЛП201  466 

Микросхемы  серии  К121 478 

К1ЛБ211  (А,  Б,  В,  Г),  К1ЛБ212  (А,  Б).  К1ЛП211  . .’  .’  .’  .'  .'  478 

Микросхемы  серии  К128 480 

К1ЛС281  (А,  Б,  В),  К1ЛР281  (А,  Б,  В),  К1ЛП281  481 

Микросхемы  серии  К130  483 

К1ЛБ301,  К1ЛБ302.  К1ЛБ303,  К1ЛБ304,  К1ЛБ306, 

К1ЛР301,  К1ЛР303,  К1ЛР304,  К1ЛП301,  К1ТК301  . . . 484 

Микросхемы  серии  К131 492 

К1ЛБ311,  К1ЛБ312,  К1ЛБ313,  К1ЛБ314,  К1ЛБ316, 

К1ЛР311,  К1ЛР313,  К1ЛР314,  К1ЛП311,  К 1 Т КЗ  1 1 493 

Микросхемы  серии  К133 500 
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К1ЛБ331,  К1ЛБ332,  К1ЛБЗЗЗ,  КІЛБ334,  К1ЛБ336, 

К1ЛБ337,  К1ЛБ338,  К1ЛП331,  К1ЛПЗЗЗ,  К1ЛР331, 

К1ЛРЗЗЗ,  К1ЛР334,  К1ТК331,  К1ТК332  501 

Микросхемы  серии  К434  510 

К1ЛБ341,  К1ЛБ342,  КІЛР341,  К1ЛР342,  К1ЖЛ341, 

К1ТК341,  К1ТК342,  К1ТК343  511 

Микросхемы  серии  К136 519 

К1ЛБ361 , К1ЛБ362,  К1ЛБ363,  К1ЛБ364,  К1ЛР361, 

К1ЛР363,  К1ЛР364,  К1ТК361 519 

Микросхемы  серии  К 137 ' 525 

К1ЛБ371,  К1ЛБ3719,  К1ЛБ372,  К1ЛБ379,  К1ЛБ375, 

К1ЛБ376,  К1ЛБ3717,  К1ЛБ378,  К1ЛБ3710,  К1ЛБ3716, 
К1ЛБ3718,  К1ЛП371,  К1ЛП372,  К1ИЛ371,  К1ИЛ373, 
К1ТР371,  К1ТР373,  КИР374  526 

Микросхемы  серии  К138  535 

К1ЛБ381,  К1ЛБ382,  К1ЛБ383,  К1ЛБ384,  К1ЛП381, 

К1ТР381,  К1ТР382  536 

Микросхемы  серии  К155  542 

К1ЛБ551,  К1ЛБ552,  К1ЛБ553,  К1ЛБ554,  К1ЛБ556, 
К1ЛБ557,  К1ЛБ558,  К1ЛР551,  К1ЛР553,  К1ЛР554, 
К1ЛП551,  К1ЛП553,  К1ТК551,  К1ТК552,  К1ЖЛ551, 

К1ИЕ551  543 

Микросхемы  серии  К158  553 

К1ЛБ581,  К1ЛБ582,  К1ЛБ583,  К1ЛБ584,  К1ЛР581, 

К1ЛР583,  К1ЛР584,  КИК581  555 

Микросхемы  серии  К172  561 

К1ЛБ721,  К1ЛБ722,  К1ЛИ72І,  К1ЛР721,  К1ТР721  ....  561 

Микросхемы  серии  К187  565 

К1ЛБ873,  К1ЛБ871 1,  К1ЛБ874,  К1ЛБ8713,  К1ЛБ877, 

К1ЛБ8715,  КИР872,  К1ТР875.  К1ЛП871,  К1ЛП872.  ..  566 

Микросхемы  серии  К194  569 

К1ЛБ941  (А,  Б),  К1 ЛБ942  (А,  Б),  К1ЛБ943(А,  Б),  К1ЛБ944 
(А,  Б),  К1ЛБ945  (А,  Б),  К1ЛБ946  (А,  Б),  К1ЛБ947  (А,  Б), 
К1ЛБ948  (А,  Б),  К1ЛБ949  (А,  Б),  К1ЛБ9410  (А,  Б), 
К1ЛБ9411  (А,  Б),  К1ЛБ9412  (А,  Б),  К1ЛБ9413(А,  Б), 
К1ТК941  (А,  Б),  К1ЛИ941  570 

Раздел  двадцать  четвертый.  Полупроводниковые 

линейно-импульсные  микросхемы 581 

Микросхемы  серии  КЮ1 581 

К1КТ01ЦА,  Б)  582 

Микросхемы  серии  КИ8 582 

К1УС181  (А,  Б,  В,  Г,  Д),  К1УТ181  (А,  Б,  В),  К1УТІ82 

(А,  Б,  В),  К1ТШ181  (А,  Б,  В.  Г,  Д),  К.1УБ181  (А,  Б,  В,  Г)  583 

Микросхемы  серии  К119 587 

К1УС191,  К1УС192,  К1УТ191,  К1УБ191,  К1УЭ191, 

К1ГФ191.  К1ГФ192,  К1ПП191,  К 1 МА  191,  К1ДА191, 
К1ТШ191  (А,  Б),  К1  КП  191 , К1СВ191,  К1СС191  (А,  Б), 
К1СС192  587 

Микросхемы  серии  К122 595 
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К1УБ221  (А,  Б,  В,  Г),  К1УС221  (А,  Б,  В,  Г,  Д),  К1УС222  (А, 

Б,  В),  К1УТ221  (А,  Б,  В),  К1ТШ221  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . . . 595 

Микросхемы  серии  К123  599 

К1УС231  (А,  Б,  В) 600 

Микросхемы  серии  К124  601 

К1КТ241  601 

Микросхемы  серии  К140 601 

К1УТ401  (А,  Б),  К1УТ402  (А,  Б) * 602 

Микросхемы  серии  К142  606 

К1НД421,  К1НД422,  К1НД423,  К1НД424,  К1НД425, 

К1ЕН421  (А,  Б,  В,  Г),  К1ЕН422  (А,  Б,  В,  Г) 607 

Микросхемы  серии  К.149  609 

К1  КТ 491  (А,  Б,  В)  609 

Микросхемы  серии  К153 610 

К1УТ531  (А,  Б)  610 

Микросхемы  серии  К167 611 

К1УС671  612 

Микросхемы  серии  К173 612 

К1УС731  (А,  Б,  В),  К1УС732  (А,  Б,  В) 613 

Микросхемы  серии  К177 615 

К1УТ771  (А,  Б),  К1УС771  615 

Микросхемы  серии  К190 616 

К1КТ901,  К1КТ902  617 

Микросхемы  серии  К 198 617 

К1УТ981  (А,  Б),  К1УС981  (А.  Б,  В),  К1НТ981  (А,  Б), 
К1НТ982  (А,  Б),  К1НТ983  (А,  Б),  К1НТ984(А,  Б), 
К1НТ985  (А,  Б),  К1НТ986  (А,  Б),  К1НТ987(А,  Б), 
К1НТ988  (А,  Б) 618 

Микросхемы  серии  К504  622 

К5УС041  (А,  Б,  В),  К5УС042  (А,  Б,  В),  К5НТ041  (А,  Б,  В), 
К5НТ042  (А,  Б.  В),  К5НТ043  (А,  Б,  В),  К5НТ044  (А, 

Б,  В) 622 

Раздел  двадцать  пятый.  Гибридные  логические 

микросхемы 624 

Микросхемы  серии  К201 624 

К2ЛБ011,  К2ЛБ012,  К2ЛБ013,  К2ЛБ014,  К2ЛБ015, 

К2ЛБ016,  К2ЛБ017,  К2ЛС011,  К2НТ011,  К2НТ012, 
К2НТ013 625 

Микросхемы  серии  К202  629 

К2ЛП021,  К2ЛП022,  К2ЛН021,  К2ЛН022,  К2УИ021, 

К2НД021,  К2НД022,  К2ЛС021,  К2ЛС022,  К2ЛС023, 
К2ЛС024,  К2ЛС025.  К2ЛС026  630 

Микросхемы  серии  К204  635 

К2ТК041.  К2ЛБ041,  К2ЛБ042,  К2НК041,  К2ЛИ041  ....  635 

Микросхемы  серии  К205 639 

К2 Н К05 1 , К2 Л Б05 1 , К2 Л Б052 , К2ЛБ053,  К2ЛН051,  К2ТС051  639 

Микросхемы  серии  К215 643 
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К2УИ151 , К2ЛН151,  К2ЛС151,  К2ЛС152,  К2ПН151, 

К2ПН152 

Микросхемы  серии  К217 

К2ЛП171,  К2ЛП172,  К2ЛП173,  К2ТК171  (А,  Б), 

К2ЛБ171  (А,  Б),  К2ЛБ172  (А,  Б),  К2ЛБ173,  К2ЛБ173А, 
К2ЛБ174  (А,  Б),  К2НТ171,  К2НТ172,  К2НТ173, 

К2ЛР171,  К2ТР171  (А,  Б) 

Микросхемы  серии  К223  

К2ЛБ231,  К2ЛБ232,  К2ЛБ233,  К2ИЕ231,  К2ИД231, 

К2ИЛ231,  К2ТК231,  К2ТР231 

Микросхемы  серии  К230 

К2ИЕ302  (А,  Б),  К2ИР301  (А,  Б),  К2ИР302  (А,  Б), 

К2ИП301,  К2ПК301 

Микросхемы  серии  К243  

К2ЛБ431,  К2ЛБ432,  К2ЛБ433,  К2ЛБ434,  К2ЛБ435, 

К2ЛБ436,  К2ЯП431,  К2ЛН431,  К2ЛН432,  К2ЛН433. 

К2УП431 

Микросхемы  серии  К264 

К2ЛН641 

Раздел  двадцать  шестой.  Гибридные  линейно- 
импульсные микросхемы 

Микросхемы  серии  К21? 

К2УИ181,  К2УИ182,  К2УИ183,  К2УС181,  К2ДА181, 

К2ТК181,  К2ГФ181,  К2ГФ182,  К2ЛБ181,  К2ЛН181, 

К2ЛН182,  К2ЛН183,  К2УЭ181,  К2УЭ182 

Микросхемы  серии  К224  

К2УБ241,  К2УС241,  К2УС242.  К2УС243.  К2УС244, 

К2УС245,  К2УС246,  К2УС247,  К2УС248,  К2УС249, 
К2ЖА241,  К2ЖА242,  К2ЖА243,  К2ЖА244,  К2ДС241, 

К2УП241,  К2ПП241,  К2ТС241,  К2КТ241 

Микросхемы  серии  К226 

К2УС261  (А,  Б,  В),  К2УС262  (А,  Б,  В),  К2УС263  (А,  Б,  В), 

К.2УС264  (А,  Б,  В),  К2УС265  (А,  Б.  В) 

Микросхемы  серии  К228  

К2УС281,  К2УС282,  К2УС283,  К2УС284,  К2СА281, 

К2КД281,  К2НК281,  К2НЕ281,  К2ПД281,  К2ПД282 

Микросхемы  серии  К237  

К2ЖА371,  К2ЖА372.  К2ЖА373,  К2УС371,  К2УС372, 

К2УС373,  К2ГС371 

Микросхемы  серии  К245 

К2УП451,  К2УП452,  К2УП453.  К2УП454,  К2УП455, 

К2ПН451,  К2ПН452,  К2СА451,  К2СА452.  К2ГФ451, 

К2ГФ452  

Приложение 

Алфавитно-цифровой  указатель  приборов,  помещенных  в спра- 
вочнике   


643 

648 


648 

656 

656 

663 

665 

672 


672 

680 

681 

682 

682 


683 

692 


693 

708 

709 

711 

712 

718 

719 
725 


726 

736 

742 


ПРЕДИСЛОВИЕ 

После  выхода  в свет  в 1972  г.  третьего  издания  «Справочника  по 
полупроводниковым  диодам,  транзисторам  и интегральным  схемам» 
отечественная  промышленность  освоила  массовое  серийное  производ- 
ство новых  полупроводниковых  приборов  и интегральных  микросхем. 
Справочные  сведения  о новых  диодах,  транзисторах,  интегральных 
схемах  в настоящем  издании  составлены  на  основе  промышленных 
технических  условий  и государственных  стандартов  на  отдельные  типы 
приборов.  Включение  сведений  о новых  приборах  и микросхемах  потре- 
бовало существенного  увеличения  объема  справочника.  По  этой  причине 
было  признано  целесообразным  исключить  некоторые  разделы,  имею- 
щиеся в третьем  издании  справочника.  В частности,  исключены  разделы 
с описаниями  систем  параметров  отдельных  классов  приборов,  методы 
измерения  параметров  диодов  и транзисторов,  общие  рекомендации 
по  применению  полупроводниковых  приборов. 

Исключены  графики  характеристик  и другие  зависимости,  отно- 
сящиеся к приборам  старых  типов,  полные  сведения  о которых  приво- 
дились в предыдущих  изданиях  Справочника.  Не  приводятся  также 
графики  вольт-амперных  характеристик  диодов  (за  исключением  тун- 
нельных). При  расчетах  схем,  как  правило,  достаточно  знания  коорди- 
нат некоторых  точек  на  прямой  и обратной  ветвях  характеристики. 
Эти  характеристики  приведены  в .Справочнике  для  диодов  всех  типов. 

В настоящем  издании  Справочника  сохранена  прежняя  система 
обозначений  параметров  полупроводниковых  приборов. 

Четвертое  издание  Справочника  подготовлено  Н.  Н.  Горюновым, 
А.  Ю.  Клейманом,  Н.  Н.  Комковым,  Н.  Ф.  Терехиным,  Я.  А.  Толка- 
чевой. 

Отзывы  и замечания  о Справочнике  авторы  просят  направлять 
по  адресу:  113114,  Москва,  М-114,  Шлюзовая  наб.,  10.  Издательство 
«Энергия». 


Авторы 


Часть  первая 

КЛАССИФИКАЦИЯ  И СИСТЕМА 
ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ 
И ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 


Раздел  первый 

КЛАССИФИКАЦИЯ  И СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ 

1-1.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ 

Классификация  полупроводниковых  приборов  по  их  функциональ- 
ному назначению  в радиоэлектронных  схемах  приведена  в табл.  1-1. 

Подавляющее  число-  приборов  содержит  один,  два,  три  и более 
электронно-дырочных  р-п  переходов.  Электронно-дырочным  переходом 
называется  промежуточный  переходный  слой  между  двумя  областями 
полупроводника,  одна  из  которых  имеет  электронную  электропровод- 
ность (га-типа),  а другая  — дырочную  (р-типа). 

В табл.  1-1  отдельную  группу  составляют  беспереходные  полупро- 
водниковые приборы,  применение  которых  основано  на  использовании 
физических  процессов,  происходящих  в объеме  полупроводникового 
материала.  Некоторые  из  этих  приборов  выпускаются  серийно  (тер- 
мисторы, фоторезисторы,  варисторы,  болометры),  и справочные  сведе- 
ния о них  публикуются  достаточно  широко.  Некоторые  приборы  еще 
не  освоены  в массовом  производстве.  По  этим  причинам  в настоящее 
издание  Справочника  сведения  о беспереходных  приборах  не  включены. 

Самостоятельную  группу  представляют  интегральные  схемы  — 
полупроводниковые  и гибридные.  Активными  элементами  этих  схем 
являются  диодные  и транзисторные  структуры,  т.  е.  приборы  с одним 
или  несколькими  переходами. 

Наибольшее  количество  типов  приборов  относится  к диодам  и тран- 
зисторам. 

Кроме  деления  по  функциональному  назначению  диоды  и транзис- 
торы классифицируются  по  значениям  предельной  мощности  и частоте. 
В табл.  1-2  приведена  классификация  транзисторов  по  мощности  и 
частоте. 
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Т а б /і  и ц а 1-2 


1-2.  СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

У приборов,  разработанных  до  1964  г.  и выпускающихся  сейчас, 
условные  обозначения  состоят  из  двух  или  трех  элементов. 

Первый  элемент  обозначения  — буква:  Д — для 
диодов,  П — для  плоскостных  транзисторов. 

Второй  элемент  обозначения  — число  (номер), 
которое  указывает  на  область  применения. 


Диоды 


Точечные  германиевые 

1 

ДО 

100 

Точечные  кремниевые  

101 

ДО 

200 

Плоскостные  кремниевые 

201 

ДО 

300 

Плоскостные  германиевые 

301 

до 

400 

Смесительные  СВЧ  детекторы 

401 

до 

500 

У множительные 

501 

ДО 

600 

В идео  детекторы 

601 

ДО 

700 

Параметрические  германиевые 

701 

до 

749 

Параметрические  кремниевые 

759 

до 

800 

Стабилитроны 

801 

до 

900 
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Варикапы  . 

Т уннельные  диоды 

Выпрямительные  столбьі 

Транзисторы 

Маломощные  германиевые  низкочастотные  . 
Маломощные  кремниевые  низкочастотные  . 
Мощные  германиевые  низкочастотные  . . . 
Мощные  кремниевые  низкочастотные  . . . . 
Маломощные  германиевые  высокочастотные 
Маломощные  кремниевые  высокочастотные  , 
Мощные  германиевые  высокочастотные  . . , 
Мощные  кремниевые  высокочастотные  . . . 


От 

901 

ДО 

1 950 

От 

951 

ДО 

і 1000 

От 

1001 

до 

і 1100 

От 

1 

ДО 

100 

От 

101 

до 

200 

От 

201 

ДО 

300 

От 

301 

до 

400 

От 

401 

до 

500 

От 

501 

до 

600 

От 

601 

до 

700 

От 

701 

до 

800 

Третий  элемент  обозначения  — буква,  указываю- 
щая разновидность  прибора. 

Начиная  с 1964  г.  была  утверждена  новая  система  обозначений 
диодов  и транзисторов  (ГОСТ  10862-64). 

В соответствии  с этой  системой  вновь  разработанным  приборам 
присваивались  обозначения  из  четырех  элементов. 

Первый  элемент  — буква  или  цифра  — обозначает  ис- 
ходный материал: 

Г или  1 — германий; 

К или  2 — кремний; 

А или  3 — арсенид  галлия  или  другие  соединения  галлия. 

Второй  элемент  — буква,  указывающая  класс  или  груп- 
пу приборов: 

Д — выпрямительные,  универсальные,  импульсные  диоды; 

Т — транзисторы; 

В — варикапы; 

А — сверхвысокочастотные  диоды;  , 

Ф — фотоприборы; 

Н — динисторы  (диодные  тиристоры); 

У — тринисторы  (триодные  тиристоры); 

И — туннельные  диоды; 

С — стабилитроны; 

Ц — выпрямительные  столбы  и блоки. 

Третий  элемент  — число,  указывающее  назначение  или 
электрические  свойства  прибора  в соответствии  с приведенной  таблицей. 
Диоды  низкой  и высокой  частоты: 


выпрямительные  диоды  . 
универсальные  диоды  . , 
импульсные  диоды  . . . . 

варикапы 

Сверхвысокочастотные  диоды: 

смесительные  . 

в идео  детекторы 

модуляторные  

параметрические  

переключающие 

умножительные 

Фотодиоды 

Фототранзисторы 


. . От 

101 

до 

399 

. . От 

401 

до 

499 

501 

до 

599 

. . От 

ІЯ 

до 

999 

. . От 

101 

до 

199 

201 

до 

299 

. . От 

301 

до 

399 

401 

до 

499 

. . От 

501 

до 

599 

. . От 

601 

до 

699 

. . От 

101 

до 

199 

. . От 

201 

до 

299 

17 


Динисторы: 

малой  мощности  От  101  до  199 

средней  мощности . От  201  до  299 

большой  мощности  От  301  до  399 

Тринисторы: 

малой  мощности  . От  101  до  199 

средней  мощности От  201  до  299 

большой  мощности От  301  до  399 

Туннельные  диоды: 

усилительные От  101  до  199 

генераторные От  201  до  299 

переключающие От  301  до  399 

обращенные От  401  до  499 

Стабилитроны  малой  мощности  ( Р ^ 0,3  Вт): 

напряжение  стабилизации  от  0,1  до  9,9  В . . . От  101  до  199 

напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В ...  От  210  до  299 

напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В От  301  до  399 

Стабилитроны  средней  мощности  (0,3  < Р < 5 Вт): 

напряжение  стабилизации  от  0,1  до  9,9  В ..  . От  401  до  499 

напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В ..  . От  510  до  599 

напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В . . . От  601  до  699 

Стабилитроны  большой  мощности  (Р  > 5 Вт): 

напряжение  стабилизации  от  0,1  до  9,9  В . . . От  701  до  799 

напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В ..  . От  810  до  899 

напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В . . . От  901  до  999 

Выпрямительные  столбы  малой  мощности 

(^пр. ср  < 0,3  А) От  101  до  199 

Выпрямительные  столбы  средней  мощности 

(V  ср  > 0,3  А) От  201  до  299 

Выпрямительные  блоки  малой  мощности 

(/пр.  ср  < 0,3  А)  От  301  до  399 

Выпрямительные  блоки  средней  мощности 

(0,3  А < /„ р.  С1,  < 10  А) От  401  до  499 

Выпрямительные  блоки  большой  мощности 

(/пр.  ср  > 10  А)  От  501  до  599 

Транзисторы  малой  мощности: 

низкой  частоты От  101  до  199 

средней  частоты От  201  до  299 

высокой  частоты  и СВЧ От  301  до  399 

Транзисторы  средней  мощности: 

низкой  частоты От  401  до  499 

средней  частоты  . .• От  501  до  599 

высокой  частоты  и СВЧ От  001  до  699 

Транзисторы  большой  мощности: 

низкой  частоты От  701  до  799 

средней  частоты - От  801  до  899 

высокой  частоты  и СВЧ От  901  до  999 

Четвертый  элемент  — буква,  указывающая  разновид- 
ность типа  из  данной  группы  приборов. 

Примеры  обозначения  полупроводниковых  приборов: 

ГТ108А  — германиевый  маломощный  низкочастотный  транзистор, 
разновидность  типа  А. 

КД503Б  — кремниевый  импульсный  диод,  разновидность  типа  Б. 
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Начиная  с 1973  г.  вновь  разрабатываемым  приборам  присваиваются 
обозначения  в соответствии  с ГОСТ  10862-72.  Обозначения  состоят 
из  4 элементов. 

Первый  элемент  — буква  или  цифра  обозначает  материал: 
Г или  1 — германий  или  его  соединения; 

К или  2 — кремний  или  его  соединения; 

А или  3 — соединения  галлия. 

Второй  элемент  — буква,  указывающая  класс  прибора: 
Т — транзисторы  биполярные; 

П — транзисторы  полевые; 

Д — диоды; 

Ц — выпрямительные  столбы  и блоки; 

А — диоды  СВЧ; 

В — варикапы; 

И — диоды  туннельные  и обращенные; 

Н — тиристоры  диодные; 

У — тиристоры  триодные; 

Л — излучатели; 

Г — генераторы  шума; 

Б — диоды  Ганна; 

К — стабилизаторы  тока; 

С — стабилитроны  и стабисторы. 

Третий  элемент  — число,  указывающее  назначение  и ка- 
чественные свойства  приборов,  а также  порядковый  номер  разработки 
в соответствии  с нижеприведенной  таблицей. 


Транзисторы  биполярные  и полевые 
Малой  мощности: 

низкой  частоты  От  101  ДО  199 

средней  частоты От  201  до  299 

высокой  частоты  и СВЧ  От  301  до  399 

Средней  мощности: 

низкой  частоты  От  401  до  499 

средней  частоты От  501  до  599 

высокой  частоты  и СВЧ  От  601  до  699 

Большой  мощности: 

низкой  частоты  От  701  до  799 

средней  частоты От  801  до  899 

высокой  частоты  и СВЧ  От  901  до  999 

Диоды 

Выпрямительные: 

малой  мощности,  / < 0,3  А От  101  до  199 

средней  мощности,  0,3  < / < 10  А От  201  до  299 

универсальные  (/<  ІГГц)  От  401  до  499 

Импульсные: 

тВ0ССт  > 150  нс  От  501  до  599 

30  < тВ0ССТ  < 150  нс  От  601  до  699 

5 < Твосст  ^ 30  нс От  701  до  799 

1 < тЕ0.ст  < 5 нс От  801  до  899 

Твосст  < 1 нс От  901  до  999 

Выпрямительные  столбы: 

малой  мощности,  / < 0,3  А От  10!  до  199 

средней  мощности,  0,3  < / < 10  А От  201  до  299 

Выпрямительные  блоки: 

малой  мощности,  / < 0,3  А От  301  до  399 

средней  мощности,  0,3  < 1 < 10  А От  401  до  499 
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Диоды  СВЧ: 

смесительные От  101  до  199 

детекторные  . . г От  201  до  299 

параметрические От  401  до  499 

регулирующие  От  501  до  599 

умножительные От  601  до  699 

генераторные От  701  до  799 

Варикапы: 

подстроечные От  101  до  199 

умножительные  От  201  до  299 

Туннельные  диоды: 

усилительные  От  101  до  199 

генераторные От  201  до  299 

переключательные От  301  до  399 

обращенные От  401  до  499 

Тиристоры  диодные: 

малой  мощности,  1 < 0,3  А От  101  до  199 

средней  мощности,  0,3  < / < 10  А От  201  до  299 

Тиристоры  триодные 
Незапираемые: 

малой  мощности,  / < 0,3  А От  101  до  199 

средней  мощности,  0,3  <С  / < 10  А От  201  до  299 

Запираемые: 

малой  мощности,  / <0,3  А От  301  до  399 

средней  мощности,  0,3  < / < 10  А От  401  до  499 

Симметричные  незапираемые: 

малой  мощности,  I < 0,3  А От  501  до  599 

средней  мощности,  0,3  < / < 10  А От  601  до  699 

Излучатели: 

Инфракрасного  диапазона От  101  до  199 

Видимого  диапазона: 

с яркостью  <С  500  нт От  301  до  399 

с яркостью  > 500  нт От  401  до  499 

Стабилитроны  и стабисторы: 

Малой  мощности,  Р < 0,3  Вт: 

напряжение  стабилизации  до  10  В От  101  до  199 

напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В . . . От  210  до  299 

напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В . . От  30!  до  399 

Средней  мощности,  0,3  < Р <5  Вт: 

напряжение  стабилизации,  до  10  В От  401  до  499 

напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В . . . От  510  до  599 

напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В От  601  до  699 

Большой  мощности,  Р > 5 Вт: 
напряжение  стабилизации  до  10  В Ог  701  до  799 


напряжение  стабилизации  от  10  до  99  В От  810  до  899 
напряжение  стабилизации  от  100  до  199  В От  901  до  999 

Четвертый  элемент  — буква,  указывающая  разновид- 
ность типа  из  данной  группы  приборов  (деление  на  параметрические 
группы). 

В технической  документации  и в специальной  литературе  следует 
применять  условные  графические  обозначения  приборов,  приведенные 
в ГОСТ  2.730-73  (табл.  1-3). 
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Таблица  1-3 

Графические  обозначения  полупроводниковых  приборов 


Наименование  приборов 

Обозначения 

Диод.  Вентиль  полупроводниковый.  Вы- 
прямительный столб.  Общее  обозначение 

-й- 

Диод  туннельный 

-й- 

Диод  обращенный 

чя- 

Стабилитрон 

-м- 

Стабилитрон  двусторонний 

— {#3— 

Варикап 

ЧХЬ 

Тринистор 

Л 

Динистор 

чи- 

Фотодиод 

чч 

-Ѳ- 

Светодиод 

Однопереходный  транзистор  с п-  и р- ба- 
зой 
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Продолжение  табл.  1-3 


Наименование  приборов 


. п-р-п 

Транзистор  типа  р-п-р 

Р-п-р 

Транзистор  типа  п-р-п 


Обозначения 


Полевой  транзистор  с каналом  п-  и 
р-типа 

Полевой  транзистор  с изолированным 
затвором: 

обедненного  и обогащенного  типа 
с р-каналом 


обедненного  и обогащенного  типа 
с п-каналом 


Полевой  транзистор  с двумя  изолиро- 
ванными затворами  обедненного  типа 
с я-каналом  и с выводом  от  подложки 


Полевой  транзистор  с изолированным 
затвором  обогащенного  типа  с р-кана- 
лом с выводом  от  подложки 


Фототранзистор  типа  р-п-р 


Раздел  второй 

КЛАССИФИКАЦИЯ  И СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 


2-1.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 

Интегральные  микросхемы  (в  дальнейшем  будем  называть  их  ин- 
тегральными схемами  — ИС)  — это  микроэлектронные  изделия,  со- 
стоящие из  активных  элементов  (транзисторов,  диодов),  пассивных  эле- 
ментов (резисторов,  конденсаторов,  индуктивностей)  и соединительных 
проводников,  которые  изготавливаются  в едином  технологическом 
процессе  в объеме  или  на  поверхности  материала  основания,  электри- 
чески соединены  между  собой,  заключены  в общий  корпус  и.  представ- 
ляют неразделимое  целое. 

Интегральные  схемы  классифицируют  по  технологическим  принци- 
пам их  изготовления  и по  их  функциональному  назначению. 

По  технологии  изготовления  интегральные  схемы  делятся  на  полу- 
проводниковые и гибридные. 

Элементы  полупроводниковых  (твердых,  монолитных)  ИС  форми- 
руются в объеме  и (или)  на  поверхности  полупроводникового  материала 
(подложки). 

Элементы  гибридной  ИС  выполняются  в виде  пленок,  наносимых 
на  поверхность  диэлектрического  материала  (подложки),  а некоторые 
из  них  имеют  самостоятельное  конструктивное  оформление  и крепятся 
к поверхности  подложки. 

В свою  очередь  каждый  из  этих  больших  классов  имеет  свои  под- 
разделения по  технологическим  принципам  изготовления. 

Полупроводниковые  ИС  в зависимости  от  применяемых  активных 
элементов  подразделяют  на  микросхемы  на  основе  обычных  (биполяр- 
ных) и униполярных  структур  (в  частности,  МОП-транзисторов).  В зави- 
симости от  технологических  методов  изоляции  элементов  они  делятся 
на  микросхемы  с изоляцией  диффузионными  р-п  переходами  и микро- 
схемы с изоляцией  диэлектриком. 

Гибридные  интегральные  схемы  в зависимости  от  толщины  пленок 
и методов  их  нанесения  на  поверхность  диэлектрической  подложки 
делят  на  тонкопленочные  и толстопленочные,  а в зависимости  от  техно- 
логии изготовления  бескорпусных  активных  элементов  — на  микро- 
схемы с гибкими  и с жесткими  («шариковыми»)  выводами. 

Как  полупроводниковые,  так  и гибридные  ИС  подразделяются 
по  степени  интеграции  (по  суммарному  количеству  входящих  в данную 
микросхему  активных  и пассивных  элементов)  на  схемы  малой,  средней 
и большой  степени  интеграции. 

К схемам  малой  степени  интеграции  обычно  относят  схемы,  содер- 
жащие 10 — 30  элементов;  схемы  средней  степени  интеграции  содержат 
40—150  элементов;  схемы,  содержащие  больше  150 — 200  элементов, 
относят  к большим  интегральным  схемам.  В последнее  время  наметилась 
тенденция  выделять  класс  сверхбольших  ИС,  содержащих  свыше  10  000 
элементов. 
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По  функциональному  назначению  ИС  делятся  на  два  больших  клас- 
са: логические  (или  цифровые)  схемы  и линейно-импульсные  (или  ана- 
логовые). Логические  ИС  используются  в электронных  вычислительных 
машинах,  устройствах  дискретной  обработки  информации,  системах 
автоматики.  Активные  элементы  этих  схем  работают  в ключевом  ре- 
жиме. 

Линейно-импульсные  схемы  используются  для  усилителей  сигналов 
низкой  и высокой  частоты,  видеоусилителей,  генераторов,  смесителей, 
детекторов  и других  устройств,  где  активные  элементы  работают  в ли- 
нейном режиме  или  осуществляют  нелинейные  преобразования  входных 
сигналов. 

Большинство  полупроводниковых  ИС  изготавливается  на  крем- 
нии по  планарно-эпитаксиальной  технологии.  Технология  и груп- 
повые методы  изготовления  переходов  в настоящее  время  наиболее 
полно  разработаны  именно  для  этого  материала. 

При  изготовлении  ИС  используются  те  же  методы  создания  струк- 
тур, что  и для  дискретных  полупроводниковых  приборов.  Однако 
принципиальное  отличие  полупроводниковой  ИС  заключается  в том, 
что  активные  и пассивные  элементы,  созданные  в едином  кристалле, 
должны  быть  электрически  изолированы  друг  от  друга  и в то  же  время 
соединены  между  собой  в соответствии  с функциональным  назначением 
схемы.  Для  электрической  изоляции  элементов  их  формируют  в спе- 
циально созданных  в кристаллах  кремния  и изолированных  друг  от 
друга  участках.  Изоляция  создается  либо  с помощью  обратносмещен- 
ного  диффузионного  перехода,  либо  слоем  диэлектрика  (окисла  кремния). 

В полученных  тем  или  другим  способом  изолированных  участках 
кремния  создаются  активные  и пассивные  элементы  полупроводниковой 
микросхемы. 

Транзисторы  (в  том  числе  и многоэйиттерные.  применяемые  в логи- 
ческих схемах)  получают  обычными  методами  планарной  технологии. 
Диоды  изготавливают  в едином  технологическом  цикле  с транзисторами. 
Однако  чаще  всего  в качестве  диодов  используют  переходы  транзистор- 
ных структур.  В зависимости  от  требуемых  свойств  диодов  осуществля- 
ется необходимая  коммутация  переходов  транзисторной  структуры. 

Резисторы  получают  диффузией  примесей  в отведенных  для  этого 
узких  прямых  или  зигзагообразных  дорожках,  на  концы  которых  на- 
пыляют контактные  выводы.  Обычно  это  производится  одновременно 
с изготовлением  базовых  областей  транзисторов. 

В качестве  конденсаторов  используются  обычно  обратносмещенные 
переходы  диодных  или  транзисторных  структур. 

Конструкция  ИС  на  основе  униполярных  транзисторов  с МОП- 
структурой  оказывается  проще  конструкции  ИС  с биполярными  тран- 
зисторами, потому  что  изготовленные  на  одной  подложке  МОП-тран- 
зисторы  оказываются  полностью  изолированными  друг  от  друга  и 
специальной  изоляции  элементов  указанными  выше  способами  не  тре- 
буется. Поэтому  плотность  размещения  элементов  ИС  с МОП-структу- 
рами  может  быть  значительно  большей,  чем  с биполярными  транзисто- 
рами. 

Изготовление  гибридных  микросхем  состоит  из  двух  основных 
технологических  процессов.  Вначале  на  подложке  из  диэлектрика  с по- 
мощью пленочной  технологии  создают  пассивные  элементы  (в  основном 
резисторы,  конденсаторы),  токовздущие  дорожки  и контактные  площад- 
ки. Затем  производятся  сборка  — закрепление  навесных  активных 
элементов  (бескорпусных  кремниевых  транзисторов,  диодов  и диодных 
матриц)  и подсоединение  их  выводов  к контактным  площадкам. 
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Подложками  гибридных  ИС  служат  пластины  из  изоляционного 
материала  с высокими  диэлектрическими  свойствами  размерами  от 
10  х 10  до  60  X 60  мм  и толщиной  от  0,3  до  1,5  мм.  На  шлифованную 
и очищенную  поверхность  подложки  наносят  пленки  из  соответствую- 
щих материалов.  По  толщине  пленки  делятся  на  тонкие  (до  1 мкм)  и 
толстые  (свыше  1 мкм).  В зависимости  от  этого  гибридные  ИС  бывают 
тонкопленочными  и толстопленочными. 

Пассивные  элементы  тонкопленочных  гибридных  ИС  наносят  на 
подложку  преимущественно  методами  термовакуумного  осаждения  и 
катодного  распыления. 

Пассивные  элементы  гибридных  толстопленочных  ИС  изготавли- 
вают с помощью  шелкографии,  используя  пасты  с высоким  удельным 
сопротивлением.  После  нанесения  паста  вжигается  в подложку.  Далее 
производится  коррекция  сопротивлений  резисторов  либо  путем  анодного 
окисления  (для  тонких  пленок),  либо  обработкой  лучом  лазера  (для  тол- 
стых пленок). 

Монтаж  навесных  активных  элементов  на  подложках  гибридных 
ИС  может  производиться  двумя  способами. 

Если  бескорпусные  диоды  и транзисторы  имеют  гибкие  выводы, 
то  кристаллы  приклеиваются  к подложке,  а выводы  привариваются 
к контактным  площадкам. 

Другой  способ  монтажа  заключается  в следующем.  Диоды  и тран- 
зисторы изготавливаются  с жесткими  (так  называемыми  «шариковыми») 
выводами.  При  монтаже  кристаллы  поворачиваются  шариковыми  выво- 
дами к подложке,  ориентируются  относительно  контактных  площадок 
и привариваются  к ним  ультразвуковой  сваркой. 

Так  как  активные  элементы  гибридных  ИС  изготавливаются  как 
обычные  планарные  приборы,  они  имеют  лучшие  параметры,  чем  актив- 
ные элементы  полупроводниковых  ИС.  По  этой  причине  гибридные  ИС 
могут  работать  при  больших  напряжениях  питания  (до  50  В),  имеют  луч- 
шую помехоустойчивость,  рассеивают  значительные  мощности  (до  50  Вт), 

2-2.  СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 

По  характеру  выполняемых  функций  в радиоэлектронной  аппара- 
туре ИС  подразделяются  на  классы  (логические  схемы,  усилители, 
генераторы  и пр.)  и на  группы  в пределах  каждого  класса  (например, 
усилители  импульсные,  синусоидальные,  постоянного  тока).  Классифи- 
кация ИС  по  функциональному  назначению  приведена  в табл.  2-1. 

Условные  обозначения  интегральных  микросхем  отражают  их 
принадлежность  к классам  и группам,  указанным  в табл.  2-1,  и,  кроме 
того,  к определенной  серии  схем.  Серия  объединяет  ряд  отдельных 
функциональных  схем  по  их  технологическому  признаку,  согласован- 
ности по  напряжениям  источников  питания;  входным  и выходным  со- 
противлениям и уровням  сигналов,  конструктивному  оформлению  и 
способам  крепления  и монтажа.  Как  правило,  серия  содержит  такой 
набор  функциональных  схем,  из  которых  можно  построить  вполне  за- 
конченное радиоэлектронное  устройство  (например,  цифровую  вычисли- 
тельную машину). 

Условное  обозначение  серии  состоит  из  двух  элементов. 

Первый  элемент  — цифра,  указывающая  на  технологическую 
разновидность  микросхем  серии. 

Полупроводниковые  микросхемы  — 1,  5,  7... 

Гибридные  микросхемы  — 2,  4,  6... 

Пленочные  микросхемы  — 3. 
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Таблица  2-1 


:± 


Класс 

Группа  - 

Обозна- 

чение 

сочета- 

ния 

класса  и 
группы 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

класса 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

группы 

Усилители 

У 

Синусоидальные 

с 

УС 

Постоянного  тока 

т 

УТ 

Видеоусилители 

Б 

УБ 

Импульсные 

И 

УИ 

Повторители 

э 

УЭ 

Прочие 

п 

УП 

Генераторы 

г 

Синусоидальных  коле- 

с 

ГС 

баний 

Сигналов  специальной 

ф 

ГФ 

формы 

Преобразователи 

п 

Частоты 

с 

ПС 

Фазы 

ф 

ПФ 

Формы 

м 

пм 

Напряжения 

н 

пн 

- 

Кодирующие 

к 

ПК 

Декодирующие 

д 

пд 

Прочие 

п 

пп 

Модуляторы 

м 

Амплитудные 

А 

МА 

Частотные 

С 

мс 

Фазовые 

Ф 

МФ 

Импульсные 

И 

МИ 

Прочие 

п 

МП 

Детекторы 

д 

Амплитудные 

А 

ДА 

Частотные 

С 

дс 

Фазовые 

Ф 

ДФ 

Импульсные 

И 

ДИ 

Прочие 

п 

ДП 

Триггеры 

т 

Со  счетным  запуском 

с 

тс 

С раздельным  запу- 

р 

ТР 

ском 

С комбинированным 

к 

тк 

запуском 

Шмитта 

ш 

тш 

Динамические 

д 

тд 

Электронные  ключи 

к 

Транзисторные 

т 

кт 

Диодные 

д 

кд 

Оптоэлектронные 

э 

кэ 

Прочие 

п 

КП 

Фильтры 

ф 

Верхних  частот 

в 

ФВ 

Нижних  частот 

н 

ФН 

Полосовые 

п 

ФП 

Заградительные 

г 

ФГ 

Сглаживающие 

с 

ФС 
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П родолжение  табл.  2-1 


Класс 

Группа 

Обозна- 

чение 

сочета- 

ния 

класса  и 
группы 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

класса 

Наименование 

Обоз- 

наче- 

ние 

группы 

Линии  задержки 

ш 

Схемные 

с 

шс 

Прочие 

п 

шп 

Логические  схемы 

л 

Схемы  И 

И 

ли 

Схемы  ИЛИ 

л 

лл 

Схемы  НЕ 

н 

лн 

Схемы 

И-НЕ/ИЛИ-НЕ 

Б 

ЛБ 

Схемы  И-ИЛИ 

с 

лс 

Схемы  И-ИЛИ-НЕ 

р 

ЛР 

Прочие 

п 

лп 

Запоминающие  устрой- 

я 

На  магнитных  плен- 

л 

ял 

ства 

ках 

Матрицы 

м 

ям 

Прочие 

п 

ЯП 

Элементы  арифмети- 

и 

Регистры 

р 

ИР 

ческих  и дискрет- 

Сумматоры 

с 

ис 

ных  устройств 

Полусумматоры 

л 

ил 

Счетчики 

Е 

ИЕ 

Шифраторы 

ш 

иш 

Дешифраторы 

д 

ид 

Комбинированные 

к 

ик 

Прочие 

п 

ИП 

Наборы  элементов 

н 

Резисторов 

с 

НС 

Конденсаторов 

Е 

НЕ 

Диодов 

д 

нд 

Транзисторов 

Т 

нт 

Комбинированные 

К 

НК 

Схемы  селекции  и 

с 

Амплитудные 

А 

СА 

сравнения 

Временные 

В 

СВ 

Частотные 

С 

сс 

Фазовые 

Ф 

СФ 

Многофункциональ- 

ж 

Аналоговые 

А 

ЖА 

ные  схемы 

Импульсные 

И 

жи 

Логические 

Л 

жл 

Аналого-импульсные 

Е 

ЖЕ 

Аналого-логические 

В 

жв 

Импульсно-логические 

Г 

жг 

Аналого-импульсно-ло- 

К 

жк 

гические 
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Второй  элемент  — двузначное  число,  указывающее  номер  дан- 
ной серии. 

Условное  обозначение  интегральной  микросхемы  состоит  из  шести 
элементов. 

Первый  элемент  — цифра,  указывающая  на  технологичес- 
кую разновидность  микросхемы  и совпадающая  с цифрой  первого  эле- 
мента обозначения  серии. 

Второй  элемент  — буква,  указывающая  на  функциональ- 
ный класс  микросхемы  в соответствии  с табл.  2-1. 

Третий  элемен  т — буква,  указывающая  на  группу  данного 
функционального  класса  в соответствии  с табл.  2-1. 

- Четвертый  элемент  — двузначное  число,  указывающее 
на  номер  серии  (совпадает  со  вторым  элементом  обозначения  серии). 

Пятый  элемент  — число,  указывающее  номер  разработки 
микросхемы  из  данной  серии.  ' 

Шестой  элемент  — буква  (от  А до  Я),  с помощью  которой 
маркируются  микросхемы  по  значению  величин  отдельных  электричес- 
ких параметров,  их  разбросу,  предельным  эксплуатационным  режимам 
и другим  признакам,  различие  которых  вызывается  неизбежными  откло- 
нениями технологического  процесса  производства  от  некоторого  сред- 
него уровня. 

Если  технологический  разброс  параметров  микросхем  несуществен 
для  их  нормального  функционирования,  то  разделение  на  подгруппы 
не  производится  и шестой  элемент  обозначения  отсутствует. 

Буква  может  быть  заменена  маркировкой  микросхем  цветным  кодом 
(цветная  точка).  Конкретные  значения  параметров  микросхем  данной 
подгруппы  и цветной  код  маркировки  указываются  в технических 
условиях  на  микросхемы. 

В условном  обозначении  микросхем,  выпускаемых  для  широкого 
применения,  проставляется  также  индекс  К,  стоящий  впереди  всех 
элементов  обозначения  микросхемы  и серии. 

Примеры  обозначения  микросхем: 

К1ТР061  — полупроводниковая  микросхема,  представляющая  со- 
бою триггер  с раздельными  входами  из  серии  КЮ6,  порядковый  номер 
разработки  — первый. 

К1ЛБ211  (А,  Б)  — полупроводниковая  микросхема,  представляю- 
щая собой  логическую  схему  И-НЕ/ИЛИ-НЕ  из  серии  К121,  поряд- 
ковый номер  разработки  — первый. 

Начиная  с 1974  г-,  вновь  разрабатываемым  и модернизируемым  ин- 
тегральным микросхемам  присваиваются  обозначения  в соответствии 
с ГОСТ  18682-73. 

Обозначение  состоит  из  следующих  элементов: 

Первый  элемент  — цифра,  обозначающая  группу  микро- 
схемы (1,  5,  7 — полупроводниковые;  2,  4,  6,  8 — гибридные;  3 — пле- 
ночные, вакуумные,  керамические  и др.). 

Второй  элемент  — двузначное  число,  обозначающее  по- 
рядковый номер  разработки  серии  микросхемы  (от  0 до  99). 

Третий  элемент  — две  буквы,  обозначающие  подгруппу 
и вид  микросхемы  в соответствии  с ее  функциональным  назначением, 
показанным  в табл.  2-2. 

Четвертый  элемент  — порядковый  номер  разработки 
микросхемы  по  функциональному  признаку  в данной  серии. 

Первые  два  элемента  дают  обозначение  серии  микросхем.  При  необ- 
ходимости разделения  микросхем  по  значениям  некоторых  электричес- 
ких параметров  в качестве  пятого  элемента  обозначения  применяется 
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Таблица  2-2 


Подгруппа 

Вид 

Буквенные 

обозначе- 

ния 

Генераторы 

Гармонических  сигналов 

ГС 

Прямоугольных  сигналов 

гг 

Линейно-изменяющихся  сигналов 

гл 

Сигналов  специальной  формы 

ГФ 

Шума 

гм 

Прочие 

гп 

Детекторы 

Амплитудные 

ДА 

Импульсные 

ДИ 

Частотные 

дс 

Фазовые 

Дф 

Прочие 

дп 

Коммутаторы  и 

Тока 

кт 

КЛЮЧИ 

Напряжения 

КН 

Прочие 

КП 

Логические  эле- 

И 

ЛИ 

менты 

ИЛИ 

лл 

НЕ 

лн 

И-ИЛИ 

лс 

И-НЕ/ИЛИ-НЕ 

ЛБ 

И-ИЛИ-НЕ 

ЛР 

И-ИЛИ-НЕ/И-ИЛИ 

лк 

ИЛИ  НЕ/ИЛИ 

лм 

Расширители 

лд 

Прочие 

лп 

Многофункцио- 

Аналоговые 

ХА 

нальные  схемы 

Цифровые 

хл 

Комбинированные 

хк 

Прочие 

хп 

Модуляторы 

Амплитудные 

МА 

Ч астотные 

мс 

Фазовые 

МФ 

Импульсные 

ми 

Прочие 

МП 

Наборы  элементов 

Диодов 

нд 

Транзисторов 

нт 

Резисторов 

НР 

Конденсаторов 

НЕ 

Комбинированные 

нк 

Прочие 

нп 

Преобразователи 

Частоты 

ПС 

Фазы 

ПФ 

Длительности 

пд 

Напряжения 

пн 

Мощности 

пм 

Уровня  (согласующие) 

ПУ 

Код — аналог 

ПА 

Аналог — код 

пв 

Код  — код 

ПР 

Прочие 

пп 
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П родолжение  табл.  2-2 


Подгруппа 

Вид 

Буквенные 

обозначе- 

ния 

Схемы  вторичных 

Выпрямители 

ЕВ 

ИСТОЧНИКОВ  пи- 

Преобразователи 

ЕМ 

тания 

Стабилизаторы  напряжения 

ЕН 

Стабилизаторы  тока 

ЕТ 

Прочие 

ЕП 

Схемы  задержки 

Пассивные 

БМ 

Активные 

БР 

Прочие 

БП 

Схемы  селекции  и 

Амплитудные  (уровня  сигнала) 

СА 

сравнения 

Временные 

СВ 

Частотные 

СС 

Фазовые 

СФ 

Прочие  * 

СП 

Триггеры 

Типа  1 — К 

ТВ 

Типа  К — 5 

ТР  , 

Типа  О 

тм  ' 

Типа  Т 

тт 

Динамические 

тд 

Шмитта 

тл 

Комбинированные  (типов  й — Т, 

К — 8 — Т и др.) 

тк 

Прочие 

тл 

Усилители 

Высокой  частоты 

УВ 

Промежуточной  частоты 

УР 

Низкой  частоты 

УН 

Импульсные 

УИ 

Повторители 

УЕ 

Считывания  и воспроизведения 

УЛ 

Индикации 

УМ 

Постоянного  тока 

УТ 

Операционные  и дифференциальные 

УД 

Прочие 

УП 

Фильтры 

Верхних  частот 

ФВ 

Нижних  частот 

ФН 

Полосовые 

ФЕ 

Режекторные 

ФР 

Прочие 

ФП 

Формирователи 

Импульсов  прямоугольной  формы 

АГ 

Импульсов  специальной  формы 

АФ 

Адресных  токов 

АА 

Разрядных  токов 

АР 

Прочие 

АП 
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Продолжение  табл.  2-2 


Подгруппа 

Вид 

Буквенные 

обозначе- 

ния 

Элементы  запоми- 

Матрицы  — накопители  оперативных 

РМ 

нающих  уст- 

ЗУ 

ройств  (ЗУ) 

Матрицы  — накопители  постоянных 

ЗУ 

РВ 

Матрицы — накопители  оперативных 

РУ 

ЗУ  со  схемами  управления 

Матрицы  — накопители  постоянных 

РЕ 

ЗУ  со  схемами  управления 

Прочие 

РП 

Элементы  арифме- 

Регистры 

ИР 

тических  и ди- 

Сумматоры 

ИМ 

скретных  уст- 

Полусумматоры 

ИЛ 

ройств 

Счетчики 

ИЕ 

Шифраторы 

ИВ 

Дешифраторы 

ИД 

Комбинированные 

И К 

Прочие 

ип 

буква  (от  А до  Я)  или  маркировка  цветными  точками,  смысл  которых 
устанавливается  в технической  документации  на  конкретные  микро- 
схемы . 

Для  микросхем,  используемых  в устройствах  широкого  приме- 
нения, в начале  обозначения  проставляется  буква  К (она  входит  и в обоз- 
начение серии). 

Пример  обозначения  микросхемы:  К121ЛБ2  — полупроводнико- 
вая логическая  схема  И-НЕ/ИЛИ-НЕ  из  серии  К121,  порядковый  номер 
разработки  схемы  в серии  — второй. 

2-3.  ПАРАМЕТРЫ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 

Как  правило,  ИС  характеризуются  совокупностью  параметров, 
соответствующих  их  функциональному  назначению.  Например,  логи- 
ческие схемы  характеризуются  быстродействием,  а усилительные  ИС  — 
коэффициентом  усиления,  входным  и выходным  сопротивлением,  поло- 
сой усиливаемых  частот.  Значения  этих  параметров  приводятся  в ТУ 
и справочных  данных. 

Поскольку  указываемые  параметры  характеризуют  ИС  в целом, 
то  нет  необходимости  приводить  данные  отдельных  резисторов  и кон- 
денсаторов, тем  более  что  технология  изготовления  предусматривает 
значительный  разброс  параметров  этих  элементов.  Кроме  того,  данные 
этих  элементов  не  могут  быть  непосредственно  измерены  и заменены 
в готовой  загерметизированной  ИС.  Не  приводятся  также  параметры 
отдельных  транзисторов  и диодов,  входящих  в состав  сложных  ИС  (за 
исключением  ИС,  представляющих  собой  диодные  или  транзисторные 
сборки). 

Как  правило,  кремниевые  планарные  (или  планарно-эпитаксиаль- 
ные) диоды  и транзисторы,  входящие  в ИС,  имеюг  хорошее  быстродей- 


31 


ствие  и высокую  предельную  частоту.  Время  восстановления  обратного 
сопротивления  диодов  лежит  в диапазоне  10 — 100  нс,  предельная  частота 
усиления  тока  биполярных  транзисторов  30 — 300  МГц. 

Особенностью  диодов  и транзисторов  полупроводниковых  ИС 
являются  сравнительно  малые  допустимые  рабочие  обратные  напряже- 
ния на  переходах.  Размеры  отдельных  элементов  и всего  кристалла 
весьма  незначительны:  элементы  могут  опасно  нагреваться  даже  при 
небольшом  превышении  мощности.  Поэтому  нельзя  превышать  напря- 
жения источников  питания  ИС  сверх  указанных  пределов,  а также 
устанавливать  режимы,  при  которых  на  ИС  рассеивается  мощность 
выше  указанной  предельной. 

Для  некоторых  линейно-импульсных  ИС  приводятся  типовые 
схемы  включения  и присоединения  внешних  деталей,  входных  и выход- 
ных цепей. 

Для  всех  логических  ИС  даны  основные  их  параметры:  потреб- 
ляемая мощность,  средняя  задержка  распространения  сигнала,  поме- 
хоустойчивость, выходные  напря- 
жения, соответствующие  двум  со- 
стояниям схемы,  коэффициент  объ- 
единения по  входу  и коэффициент 
разветвления  по  выходу. 

Потребляемая  мощность  равна 
средней  мощности,  потребляемой 
ИС  от  источников  питания  в двух 
крайних  состояниях:  открытом  и 
закрытом.  Этот  параметр  служит 
для  расчета  мощности,  необходимой 
для  питания  сложного  устройства, 
содержащего  большое  число  ИС. 

Средняя  задержка  распростра- 
нения сигнала  характеризует  быст- 
родействие ИС.  Она  определяет 
время  прохождения  сигнала  через 
одну  ИС.  Задержка  распространения  сигнала  через  ИС  возникает  вслед- 
ствие задержек  переключения  схемы  из  одного  крайнего  состояния  в дру- 
гое и обратно.  На  рисунке  приведены  эпюры  входного  и выходного 
сигнала  и время  задержки  включения  и задержки  выключения 
С101,  которые  отсчитываются  на  половинном  уровне  перепада  напряже- 
ний на  входе  и выходе  в двух  логических  состояниях.  Средняя  задержка 
распространения  сигнала 

'з.  ср  = °.5('з01,  + 'Г). 

Этот  параметр  используется  для  расчета  задержки  распространения 
сигнала  по  цепи  из  нескольких  соединенных  последовательно  логичес- 
ких ИС.  Полное  время  задержки  распространения  сигнала  равно  сумме 
із.  ср.  вносимых  отдельными  ИС.  Для  некоторых  ИС  приводятся  графики 
зависимости  Г3011,  і1'01  и (3,  ср  от  температуры  и режима  работы. 

Помехоустойчивость  ИС  характеризуется  максимальным  значением 
напряжения  помехи,  одновременно  действующей  на  входах  (или  выхо- 
дах) всех  включенных  последовательно  ИС,  при  котором  еще  сохраняется 
нормальное  функционирование  схемы.  Обычно  наибольшие  по  амплитуде 
помехи  возникают  на  проводниках,  соединяющих  «общие»  выводы  ИС 
(шина  «земля»),  а также  на  шине  питания  (там,  где  протекают  значитель- 
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а — входной  сигнал;  б — выходной. 


чі 


ные  токи).  Чем  больше  напряжение  допустимой  помехи,  тем  выше 
помехоустойчивость  данной  ИС  и всего  устройства,  собранного  из  этих 
ИС,  тем  меньше  сбоев  и нарушений  нормальной  работы  аппаратуры, 
вызываемой  случайными  флуктуациями  питающих  напряжений,  вход- 
ных и выходных  сигналов. 

Выходные  напряжения,  соответствующие  двум  логическим  состоя- 
ниям схемы,  характеризуют  величину  перепада  напряжения,  возни- 
кающего при  переключении  ИС.  Выходное  напряжение  1 — напряже- 
ние на  выходе,  соответствующее  логической  единице;  выходное  напря- 
жение 0 — напряжение,  соответствующее  логическому  нулю. 

Полярность  выходных  напряжений  совпадает  с полярностью  на- 
пряжения источника  питания  относительно  «общего»  вывода  (если  не 
используются  дополнительные  источники  питания  с иной  полярно- 
стью). 

Коэффициент  объединения  по  входу  равен  максимально  возможному 
числу  логических  входов  ИС.  Для  увеличения  числа  входов  исполь- 
зуются специальные  ИС  — расширители  по  входу.  Возможность  под- 
ключения расширителя  по  входу  обычно  предусмотрена  для  некоторых 
ИС  серии. 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  равен  максимально  воз- 
можному числу  схем,  аналогичных  данной,  которые  могут  одновременно 
подключаться  в качестве  нагрузки  к ее  выходу.  Если  нужно  присоеди- 
нить к выходу  данной  ИС  большое  число  входов  других  схем,  то  исполь- 
зуются специальные  ИС  — усилители  мощности  (или  так  называемые 
элементы  с большой  нагрузочной  способностью). 

Чем  больше  коэффициент  объединения  по  входу  и нагрузочная 
способность  ИС,  тем  шире  ее  логические  возможности  и тем  меньше 
количество  ИС,  необходимых  для  построения  сложного  цифрового 
устройства. 

В справочнике  принят  следующий  порядок  сведений  об  интеграль- 
ных микросхемах.  Вначале  приводится  общая  характеристика  схем 
серии,  состав  серии  и общие  для  всех  схем  серии  предельные  условия 
и режимы  эксплуатации.  Серии  располагаются  в порядке  возрастания 
их  номера.  Далее  даются  сведения  об  электрических  параметрах  и ре- 
жимах работы  отдельных  микросхем  данной  серии. 

На  корпусе  ИС  имеется  маркировка,  а в некоторых  случаях  и ну- 
мерация выводов.  На  габаритных  чертежах,  приводимых  в справочных 
данных,  нумерация  и порядок  расположения  выводов  указаны  относи- 
тельно ключа  или  специальной  метки,  которые  также  имеются  на  кор- 
пусе. Эти  же  номера  выставлены  на  принципиальных  схемах. 

Для  сложных  логических  элементов,  выполненных  в единой  кон- 
струкции, приводятся  также  функциональные  логические  схемы  с обоз- 
начением на  них  входов  и выходов,  а также  номеров  выводов  схемы. 
Если  в составе  серии  имеются  несколько  аналогичных  элементов,  то 
в справочнике  приводится  одна  принципиальная  схема  с наибольшим 
числом  входов. 

В тех  случаях,  когда  в общей  конструкции  размещены  два  или  боль- 
ше одинаковых  элементов,  приводятся  принципиальная  схема  одного 
элемента  и логические  схемы  всех  элементов. 

Для  схем,  содержащих  большое  число  элементов  и выполняющих 
сложные  логические  функции,  приводится  только  функциональная 
схема  с указанием  входов  и выходов. 

Микросхемы,  сведения  о которых  приводятся  в настоящем  справоч- 
нике, предназначены  для  использования  при  следующих  предельных 
эксплуатационных  механических  и климатических  воздействиях. 


2 Зак.  428 
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Относительная  влажность  воздуха  при  температуре 

20°  С 

Давление  окружающего  воздуха 

Вибрация  в диапазоне  частот  5 — 600  Гц  с ускорением 

Многократные  удары  с ускорением  

Линейные  нагрузки 


До  98% 
От  2,7-  10* 
до  3 • 1С6  Па 
До  5 § 

До  15  § 

До  25^ 


Для  каждой  серии  микросхем  указывается  диапазон  рабочей  тем- 
пературы окружающей  среды. 

Условные  графические  обозначения  логических  элементов  согласно 
ГОСТ  2.743-72  и ГОСТ  2.743-68  приведены  в таЗл.  2-3. 


Таблица  2-3 


Логический 

элемент 


Условное  обозначение 

ГОСТ  2.743-72  I ГОСТ  2.743-68 


И 

х, 

ъ — 

1 

—.у 

х, — 1 

х4^-г 
х 1 

или 

Ч — 

ПН 

4—  у 

НЕ 

—О-» 

-СЬ- 
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Часть  вторая 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ДИОДОВ 


Раздел  третий 

ДИОДЫ,  СТОЛБЫ  И БЛОКИ  ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 


ГД107А,  ГД107Б 

Диоды  германиевые  точечные.  Предназначены  для  использо- 
вания в ЭКВМ.  Маркируются  цветными  точками.  Приборы  группы 
А — черной  точкой,  группы  Б — серой.  Масса  диода  не  более  0,3  г. 


22 


ГД  107: 


7,5 


Ъ'І 


22 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  температуре  25°  С: 

для  ГД107А  

для  ГД107Б  

при  температуре  60°  С: 

для  ГД107А 

для  ГД107Б  

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА 
для  ГД107А  и /пр  = 1,5  мА  для  ГД107Б  не  более 
при  температуре  25°  С: 

для  ГД107А  

для  ГД107Б  

при  температуре  —60°  С: 

для  ГД107А  

для  ГД107Б  


20  мкА 
100  мкА 


200  мкА 
1000  мкА 


1 В 
0,4  В 


1 В 
0,8  В 


2* 
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Область  разброса  зависимо- 
сти прямого  тока  от  темпе- 
ратуры. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Средний  выпрямленный  ток: 


при  температуре  от  — 60  до  35°  С: 

для  ГДІ07А . 20  мА 

для  ГД107Б  2,5  мА 

при  температуре  60°  С: 

для  ГД107А 17  мА 

для  ГД107Б 2,0  мА 

Обратное  напряжение: 

при  температуре  от  — 60  до  60°  С: 

для  ГД107А 15  В 

для  ГД107Б 20  В 


Диапазон  рабочей  температуры  окру» 
жающей  среды  от  — 60  до  +60°С 

Примечание.  В диапазоне  тем- 
пературы от  35  до  60°  С средний  выпрям- 
ленный ток  снижается  линейно. 


Д7А,  Д7Б,  Д7В,  Д7Г,  Д7Д,  Д7Е,  Д7Ж 

Диоды  германиевые  сплавные.  Предназначены  для  выпрямления 
переменного  тока  частотой  50  Гц.  Выпускаются  в металлическом  свар- 
ном корпусе.  Масса  диода  не  более  1,4  г. 


Д7Я-Д71Н 

77 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более 0,5  В 

Средний  обратный  ток  при  (/о6р  = (/„бр.  макс  не  более  100  мкА 
Емкость  диодов  при  ІІ0 бр  = 10  В не  более 20  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д7А 

Д7Б 

Д7В 

Д7Г 

Д7Д 

Д7Е 

Д7Ж 

Обратное  напряжение  (ам- 
плитудное значение)  не 
более,  В: 

при  температуре  от 
—55  до  +20°С  . . . 

50 

100 

150 

200 

300 

350 

400 

при  50°  С 

35 

60 

90 

125 

190 

220 

250 

при  70°  С 

25 

35 

50 

65 

90 

ПО 

130 

300  мА 
210  мА 


От  —55 
до  +70  °С 

Относительная  влажность 

при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего 

воздуха  . . . От  7- 102 

до  2-  ІО5  Па 

Постоянные  и ударные 

ускорения] До  120  д 

Вибрационные  ускорения 
в диапазоне  частот  10— 

600  Гц До  10  § 

Гарантийная  наработка 
не  менее 5000  ч 


Средний  выпрямленный 
ток  не  более: 

при  температуре  от 
—55  до  +55°  С . . . 

при  70°  С 

Диапазон  рабочей  темпе- 
ратуры окружающей 
среды 


Зависимость  максимально  допу- 
стимого  обратного  напряжения 
от  температуры. 


Д202,  Д203,  Д204,  Д205 

Диоды  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с винтом  для 
крепления  на  теплоотводящем  радиаторе.  Масса  диода  не  более  8,75  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более 1 В 

Средний  обратный  ток  не  более 500  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 

для  Д202  100  В 

для  Д203  . . . 200  В 

для  Д204  300  В 

для  Д205  . . . 400  В 

Средний  выпрямленный  ток  не  более 400  мА 
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Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +85с  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  7- ІО3 

до  2-  ІО5  Па 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10 — 

ООО  Гц  До  7,5  ё 

Постоянные  и ударные  ускорения  До  150^ 

Гарантийная  наработка  не  менее  5000  ч 


Примечание.  Значения  выпрямленного  тока  и обратного  напря- 
жения измерены  в схеме  однополупериодного  выпрямления  при  работе  на 
активную  нагрузку. 

Д206,  Д207,  Д208,  Д209,  Д210,  Д211 

Диоды  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  вы- 
воды. Масса  диода  не  более  2 г. 


Д206-Д211 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более 1 В 

Средний  обратный  ток: 

при  температуре  от  —55  до  +20°  С 100  мкА 

при  100°  С 200  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение: 

для  Д206  100  В 

для  Д207  200  В 

для  Д208  300  В 

для  Д209  400  В 

для  Д210  500  В 

для  Д211 600  В 

Выпрямленный  ток  не  более  100  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +100°  С 

Давление  окружающего  воздуха От  7-10 2 

до  3 - 1 06  Па 

Постоянные  ускорения  и многократные  удары  с ус- 
корением   • До  150  § 
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Вибрации  в диапазоне  частот  от  5 до  2000  Гц  с ус- 


корением   До  15 

Одиночные  удары  с ускорением До  50  § 

Гарантийная  наработка  не  менее  5000  ч 


Д217,  Д218 

Диоды  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлическом  сварном  корпусе  и имеют  гибкие, 
выводы.  Масса  диода  не  более  2 г. 


Д2Л,Д218 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  температуре 


-60,  20,  100°  С не  более 1,0  В 

Средний  обратный  ток  не  более: 

при  20  и — 40°  С . . . 50  мкА 

при  100°  С 150  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 
20,  100  и —40°  С: 

для  Д217  800  В 

для  Д218  1000  В 

Выпрямленный  ток: 

при  температуре  от  — 40  до  60°  С 100  мА 

при  100°  С 50  мА 

при  85°  С 70  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

-(- 1 00°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Постоянные  ускорения  и многократные  удары  с ус- 
корением   До  75  § 

Вибрации  в диапазоне  частот  от  10  до  600  Гц  с ус- 
корением   До  7,5  § 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- ІО4 

до  3-  ІО6  Па 

Гарантийная  наработка  не  менее 10  000  ч 
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Д226Б,  Д226В,  Д226Г,  Д226Д 

Диоды  кремниевые  сплавные. 

Могут  применяться  вместо  диодов  Д7А— Д7Ж  в схемах,  где  вели- 
чина прямого  падения  напряжения  не  является  критической. 

Выпускаются  в металлическом  сварном  корпусе  и имеют  гибкие 
выводы.  Масса  диода  не  более  2 г. 


Д226Б-Д22БД 

7.3 


Сч  <СГ 

[ 

. ю 

еГ 

іі  Ч 

_ „ 

і т 

г 

со 

8 _ 

г- 

г 

31 

во 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  20  и 80°  С 


не  более 1,0  В 

Средний  обратный  ток  не  более: 

при  -(-20  и —60°  С 100  мкА 

при  80°  С 300  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение 

(ампли- 

тудное  значение),  В, 
при  температуре: 

От  — 60  до  + 50° 

для  Д226Б  .... 

для  Д226В 

300 

для  Д226Г  .... 

200 

для  Д226Д  .... 

100 

Средний  выпрямленный 

ток  не  более: 

при  температуре  от 
при  80°  С 

—60  до  +50°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Постоянные  и ударные  ускорения  

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20— 

600  Гц  

Гарантийная  наработка  не  менее  


При  +80°  С 
300 
200 
150 
70 

300  мА 
200  мА 
От  —60 
до  +80с  С 
До  98% 

До  150  § 

До  10  § 
5000  ч 


Примечание.  Значения  выпрямленного  тона  и обратного  напря- 
жения измерены  в схеме  однополупериодного  выпрямления  при  работе  на 
активную  нагрузку. 


Д229В,  Д229Г,  Д229Д,  Д229Е,  Д229Ж, 
Д229И,  Д229К,  Д229Л 

Диоды  кремниевые  диффузионные. 

Изготавливаются  в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  диода 
не  более  3,5  г. 


40 


Д 22Э 


при  25  и —60°  С . 
при  85°  С 


200  мкА 
500  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  синусоидальной  формы: 

для  Д229  (В,  Ж)  100  В 

для  Д229  (Г,  И) 200  В 

для  Д229  (Д,  К) 300  В 

для  Д229  (Е,  Л) 400  В 

Средний  прямой  ток 

при  температуре  от  —60  до  50°  С: 

для  Д229  (В.  Г,  Д,  Е) 400  мА 

для  Д229  (Ж,  И,  К,  Л)  700  мА 

при  85°  С: 

для  Д229  (В,  Г,  Д,  Е) 300  мА 

для  Д229  (Ж,  И,  К,  Л)  500  мА 

Частота  без  снижения  режимов 1 кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  85°  С 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  50  до  85°  С средний 
прямой  ток  снижается  линейно. 


Зависимость  среднего  прямого  тока  от 
частоты. 


Зависимость  обратного  тока 
от  напряжения. 
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Д242,  Д242А,  Д242Б,  Д243,  Д243А,  Д243Б, 
Д245,  Д245А,  Д245Б,  Д246,  Д246А,  Д246Б, 
Д247,  Д247Б,  Д248Б 


Диоды  кремниевые  сплавные.  Предназначены  для  выпрямления 
переменного  тока  частотой  до  1 кГц. 

Оформлены  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклянными 
изоляторами  и винтом  для  крепления.  Масса  диода  не  более  18  г. 

дш-дгш 


Электрические  параметры 


Средний  обратный  ток  не  более 3,0  мА 

Прямое  напряжение  (среднее  значение): 

для  Д242А,  Д243А,  Д245А,  Д246А 1,0  В 

для  Д242,  Д243,  Д245,  Д246,  Д247  1,2  В 

для  Д242Б,  Д243Б,  Д245Б,  Д246Б,  Д247Б, 

Д248Б  1,5  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 

для  Д242,  Д242А,  Д242Б 100  В 

для  Д243,  Д243А,  Д243Б 200  В 

для  Д245,  Д245А,  Д245Б 300  В 

для  Д246,  Д246А,  Д246Б 400  В 

для  Д247,  Д247Б 500  В 

для  Д248Б 600  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  температуре  корпуса  от  — 55  до  +75°  С 

для  группы  Б 5А 

для  остальных Ю А 

при  температуре  корпуса  125°  С 

для  группы  А 10  А 

для  группы  Б . . . 2,0  А 

для  остальных 5,0  А 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 55 

до  + 125° I 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 
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Давление  окружающего  воздуха От  2,7' ІО4 

до  3-  ІО5  Па 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10— 

1000  Гц  с ускорением До  10^ 

Многократные  ударные  нагрузки  с ускорением  До  150  § 

Линейные  нагрузки  с ускорением До  150  § 

Гарантийная  наработка  не  менее  8000  ч 


50  75  100  120  °С 


Зависимость  максимально  допусти- 
мого среднего  прямого  тока  от  тем- 
пературы корпуса:  / — группа  А; 
3 — группа  Б;  2 — остальные. 


Зависимость  среднего  выпрямлен* 
ного  тока  от  частоты 


Д302,  Д302А,  ДЗОЗ,  ДЗОЗА,  Д304,  Д305 

Диоды  германиевые  сплавные.  Выпускаются  в металлическом 
сварном  герметизированном  корпусе  с винтом  и гайкой  для  крепления 
на  теплоотводящем  шасси.  Масса  без  радиатора  не  более  25  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более: 

для  Д302,  Д302А,  Д304  0,3  В 

для  ДЗОЗ,  ДЗОЗА,  Д305  0,35  В 

Средний  обратный  ток  при  (Уобр  = і/обр.  макс: 

для  Д302  ....  . 0,8  мА 

для  Д302А,  ДЗОЗА 1,2  мА 
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для  ДЗОЗ 1,0  мА 

для  Д304  2,0  мА 

для  Д305  2,5  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д302 

Д302А 

ДЗОЗ 

ДЗОЗА 

Д304 

Д305 

Средний  выпрямленный 
ток,  А: 

при  температуре  от 

20  ЭС  до  — 60  «С 
(— 55°С) 

1,0 

1,0 

3,0 

3,0 

5,0 

10 

при  50 °С  (45 °С)  . . 

1.0 

1,0 

2,5 

2,5 

5,0 

6,5 

при  70 ’С  (55  *С)  . . 

0,8 

0,8 

1,5 

1,5 

1,8 

3,0 

при  20®С  и /=5000  Гц 

1.0 

1,0 

3,0 

з,о 

2,5 

5,0 

Обратное  напряжение  (ам- 
плитудное значение).  В: 
при  температуре  от 
+20  до  —60  °С 
(— 55  °С) 

200 

200 

150 

150 

100 

50 

при  50 °С  (45 °С)  . . 

120 

120 

120 

120 

100 

50 

при  70  “С  (55  °С)  . . 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

при  20 °С  и при 
/=5000  Гц 

150 

150 

100 

100 

100 

50 

Примечание.  Температурный  режим,  указанный  в скобках,  относится 
к диодам  Д302А,  ДЗОЗА. 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды: 


для  Д302А,  ДЗОЗА От  —55 

до  +55°  О 

для  Д302,  ДЗОЗ,  Д304,  Д305  От  —60 

до  +70°  О 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  7- ІО2 

до  2*  10й  Па 

Вибрация  в диапазоне  частот  от  10  до  600  Гц  с ус- 
корением   До  7,5^ 

Постоянные  Линейные  ускорения До  25  з 
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Ударные  ускорения До  75  ^ 

Гарантийная  наработка  не  менее  5000  ч 


- бо-чо-го  о го  чо  °с 


Зависимость  максимально  допусти-  Зависимость  максимально  выпрям* 
мого  обратного  напряжения  от  ленного  тока  от  температуры, 
температуры. 


Д1004,  Д1005А,  Д1005Б,  Д1006,  Д1007, 
Д1008 

Диоды  (столбы)  кремниевые. 

Выпускаются  в прямоугольном  пластмассовом  корпусе.  Масса 
столбов  Д1004,  Д 1005 А — 35  г,  столбов  Д1005Б,  Д1006,  Д1007,  Д1008-— 
60  г. 


Д 1004  -Д 7008 


Электрические  параметры 

Прямое  напряжение  (среднее  значение), 

В,  при  температуре:  20  и 100°  С —40°  С 

для  Д1005Б,  Д1006,  Д1007  ....  11  12,5 

для  Д1004,  Д1005А 6 6,5 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 


20,  100  и —40°  С: 

для  Д 1004  2000  В 

для  Д1005А,  Д1005Б 4000  В 

для  Д 1006  6000  В 

для  Д 1007  8000  В 

для  Д1008  Ю 000  В 
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Средний  прямой  ток  в диапазонах 

температуры: 

( — 40ч-  +60°  С) 

+ 100° 

для  Д1004,  Д1005Б,  Д1006  . . . . 

100 

40 

для  Д 1005 А,  Д1008  

50 

20 

для  Д1007  

75 

30 

Диапазон  рабочей  температуры  окру- 
жающей среды 

Относительная  влажность  при  40°  С . 
Давление  окружающего  воздуха  . . . 

Многократные  ударные  нагрузки  с 
Динейные  нагрузки  с ускорением  . . . 
Гарантийная  наработка  не  менее  . . . 


От  -40  до  +100°  С 
До  98% 


ускорением 


От  2,7- 104 
до  3-  ІО5  Па 
До  150  у 
До  75  § 
8000  ч 


01 

-40  -го  о го  чо  со  во  °с 


Зависимость  максимально  выпрямленного  тока  от  температуры. 


Д1009,  Д1009А,  Д10І0,  ДІ010А,  ДЮНА 

Диоды  (столбы)  кремниевые.  Предназначены  для  применения  в 
качестве  высоковольтных  выпрямителей  в радиолокационной  и тран- 
зисторной телевизионной  аппаратуре. 

Выпускаются  в прямоугольном  пластмассовом  корпусе.  Масса 
столбов  Д1009,  Д 1009 А,  Д101  ІА  не  более  53  г,  столбов  Д1010,  Д1010А  — 
не  более  90  г. 


Д1009-Д 1011/1 
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Электрические  параметры 


Параметры 

Д1009 

Д1009А 

Д1010 

Д1010А 

ДЮНА 

Постоянное  прямое  напряже- 

ние  не  более,  В: 

при  20  и 70”  С ... 

4,0 

3,0 

8,0 

5,0 

2,5 

при  — 40°  С 

5,0 

3,7 

9,5 

6,0 

3,0 

Средний  обратный  ток,  мкА: 

при  —40  и -}-20“  С . 

100 

100 

100 

100 

100 

при  70°  С 

300 

300 

300 

300 

300 

Примечания:  1.  Прямое  напряжение  измерено  в схеме  однополупериод- 
ного  выпрямления  1 = 50  Гц  при  / =/ВЬІП макс  и работе  на  активную  нагрузку. 
2.  Обратный,  ток  измерен  в схеме  выпрямителя  при  I)  ^ =1/  ^ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 

для  Д1009,  Д1010  2000  В 

для  Д1009А,  Д1010А  1000  В 

для  Д1011А  500  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

для  Д1009,  Д 1009 А 100  мА 

для  Д1010,  Д1010А,  ДЮНА 300  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  4-70°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха  От  2,7- 104 

до  3-  ІО5  Па 

Постоянные  ускорения До  75  § 

Вибрации  в диапазоне  частот  от  10  до  600  Гц  с ус- 
корением   До  7,5  § 

Многократные  удары  с ускорением До  150  § 

Гарантийная  наработка  не  менее 5000  ч 


КД  102 А,  КД  102  Б 


Диоды  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  без  корпуса.  Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  (/о6р  = Цо6  макс: 

для  КД  102 А 

для  КД102Б 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  прямой  или  выпрямленный  ток  * 
не  более: 

при  температуре  от  —55  до  4-55°  С 


1 В 

0,1  мкА 
1,0  мкА 


100  мА 


* В диапазоне  температуры  от  + 55  до  4 100°  С ток  уменьшается  ли- 
нейно. 
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при  100°  С 30  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 50 

до  +100°  С 

Постоянное  обратное  напряжение: 

для  КД102А 250  В 

для  КД102Б 300  В 

Прямой  импульсный  ток  в диапазоне  рабочих  тем- 
ператур * при  тимп  < 10  мкс  и среднем  прямом 
токе  30  мА 0,5  А 


* При  температуре  не  свыше  90°  С допускается  прямой  импульсный 
ток  2 А.  При  этом  импульс  отрицательной  полярности  должен  подаваться  не 
менее  чем  через  20  мкс  после  окончания  импульса  прямого  тока. 


МКА 

100 

10 

1 

5 -ІО2  5- ІО3  Гц 


1 обр 

/кдюгл 

А 

-У*вь 

кд  юг  б 

Ир=250В 

Пр=50мД 

25°  С 

Г 

Зависимость  обратного  тока  от 
частоты. 


КД  ЮЗА,  КДЮЗБ 

Диоды  кремниевые  сплавные.  Предназначены  для  работы  в ка- 
честве импульсных  и выпрямительных  элементов. 

Выпускаются  без  корпусов.  Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Зависимость  обратного  тока  от 
частоты. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п  = 50  мА 
не  более:  н 

для  КД103А 

для  КД  ЮЗ  Б " I ' " 

Прямое  (установившееся)  напряжение  при  /пр.  „мп  = 
= 2А,  /Вы пр  = 30  мА,  тимп=10  мкс  не  более: 

для  кдіоза 

для  КД103Б 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр.  имп  = 2 А, 

тимп  = 10  мкс  не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  ІІобр  — 50  В не  более 

Емкость  диода  при  Нобр  = 5 В не  более 

Время  установления  прямого  сопротивления  при 
/пр.  имп  2 А,  /ср>  вмпр  ~~  00  мА  не  более  . . . 
Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
^обр.  имп  20  В,  /цр.  ими  = 0,05  А,  /0тсч  ~ 
= 1 мА  не  более  . 


1,0  В 
1,2  В 


2.5  В 

3.5  В 

5.0  В 
1,0  мкА 
20  пФ 

1.0  мкс 


4,0  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 

Прямой  импульсный  ток  при  /пр.  ср  = 30  мА, 

тимп  ~ Ю МКС  

Прямой  импульсный  ток  при  среднем  прямом  токе 

60  мА,  тимп  = 10  мкс 

Среднее  значение  выпрямленного  тока: 

при  температуре  от  —55  до  +55°  С 

при  100°  С . 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха  

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10— 

600  Гц  

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением  . . . 
Линейные  нагрузки  с ускорением 


50  В 

2.0  А 

1.0  А 

100  мА 
30  мА 
От  —55 
до  +100°  С 
До  98% 
От  2,7- 104 
до  3-105  Па 

До  7,5  § 
До  75  § 
До  25  § 


КД  104  А 

Диоды  кремниевые  диффузионные  в пластмассовом  корпусе. 
Плюсовой  вывод  маркируется  красной  точкой.  Масса  диода  не  более 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  Іпо  = 10  мА  не  более- 
при  25°  С “ . 

при  —60°  с !!!!!!.!!' 

Постоянный  обратный  ток  при  С/0'бо  = збо'  В не  более’: 
при  25  С 

при  70°  с ;;;;;;;;; 


1 в 
1,3  в 
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3 мкА 
100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток  или  среднее  значение  выпрям 

ленного  тока 

Импульсный  прямой  ток  (при  сохранении  среднего  зна 

чения  тока  не  более  50  мА  в течение  1с) 

Предельная  частота  выпрямления 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  . 


300  В 
10  мА 
1 А 

20  кГц 
От  —60 
до  70°  С 


Примечание.  В диапазоне  частот  от  10  до  20  кГц  допустимая  ве- 
*жчина  выпрямленного  тока  уменьшается  линейно  до  5 мА. 


МА 

10 


?выпр 

макс 

кдіс 

ПА 

Г 

10  15  КГЦ  ' 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  частоты. 


КДЮ5Б,  КД105В,  КД  105 Г 


Диоды  кремниевые  диффузионные  в пластмассовом  корпусе. 
Маркируются  цветными  точками  на  боковой  поверхности:  точка 
зеленого  цвета  — для  КД105В,  точка  красного  цвета  — для  КД105Г. 
У диодов  типа  КДЮ5Б  точка  отсутствует.  Полярность  диодов  обозна- 
чается полосой  желтого  цвета  у плюсового  вывода.  Масса  диода  не  более 
0,5  г. 

К ДМ  5 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  /п„.  ср  = 300  мА  не  более: 

при  25°  С 1 

при  85°  С 1 

Средний  обратный  ток  при  (7о6р  = Г/0бр.  Имп.  макс  не 
более: 

при  25°  С 100 

при  85°  С 300 

50 


мкА 

мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение  синусоидальной  формы 
на  частоте  50  Гц  при  температуре  от  — 60  до  55°  С: 


для  КДЮЗБ 400  В 

для  КД  Ю5В 600  В 

для  КДІ05Г 800  В 

при  85°  С: 

для  КДЮ5Б 300  В 

для  КД  Ю5В 450  В 

для  КДЮ5Г 600  В 

Импульсный  прямой  ток  (однократная  нагрузка)  при 

тимп  <20  мкс 15  А 

Средний  прямой  ток 300  мА 

Частота  без  снижения  режимов  1 кГц 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  55  до  85°  С импульсное 
обратное  напряжение  и средний  прямой  ток  снижаются  линейно. 


КД  109 А,  КД109Б,  КД109В 


Диоды  кремниевые  диффузионные. 
Положительный  вывод  обозначен  цвет- 
ной точкой. 

Выпускается  в пластмассовом  корпусе. 
Масса  диода  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение 
при  ^пр.  ср  = 300  мА  не 
более: 

при  25  и 85°  С 

при  —40°  С 

Средний  обратный  ток 

при  Н0(5р  = Уобр-  макс  Не 
более: 

при  25  и — 40°  С 

при  85°  С 


1 В 
1 В 


100  мкА 
300  мкА 


клюя 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение 
при  температуре  от  — 40  до  50°  С: 


для  КД  109 А 100  В 

для  КД109Б 300  В 

для  КД  Ю9В 600  В 

при  85°  С: 

для  КД  109 А 70  В 

для  КДЮ9Б 200  В 

для  КД109В 400  В 
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Прямой  постоянный  и средний  ток: 

при  температуре  от  —40  до  50е  С 300  А 

при  85°  С 200  мА 

Температура  окружающей  среды От  — 40 


до  85  °С 

Примечание.  В диапазоне  температуры  50—85°  С ток  и напря- 
жения снижаются  линейно. 

КД202А,  КД202Б,  КД202В,  КД202Г, 
КД202Д,  КД202Е,  КД202Ж,  КД202И, 
КД202К,  КД202Л,  КД202М,  КД202Н, 
КД202Р,  КД202С 

Диоды  кремниевые  сплавные.  Предназначены  для  работы  в ка- 
честве выпрямителей  переменного  тока  частотой  до  5000  Гн. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  диода 
не  более  6 г. 


КД202Д-НД202С 


Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  не  более: 

при  /„ р,  ср  = 5 А для  групп  А,  В,  Д,  Ж,  К,  М,  Р 0,9  В 

при  ^пр.  ср  = 3,5  А для  групп  Б,  Г,  Е,  И,  Л,  Н,  С 0,9  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр.  юаКс 0,8  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Прямой  ток: 

для  групп  Б,  Г,  Е,  И,  Л,  Н,  С 3,5  А 

для  групп  А,  В,  Д,  Ж,  К,  М,  Р . 5,0  А 

Ток  перегрузки  в течение  1,5  с: 

при  2 5°  С 9 А 

при  130°  С: 

для  групп  А,  В,  Д,  Ж,  К,  М,  Р 9 А 

для  групп  Б,  Г,  Е,  И,  Л,  Н,  С ЗА 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 

для  групп  А,  Б 50  В 

для  групп  В,  Г 100  В 

для  групп  Д,  Е 200  В 
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Зависимость  среднего  Зависимость  обратно- 
прямого тока  от  час-  го  тока  от  частоты, 
тоты. 


Зависимость  допустимого 
среднего  или  постоянного 
прямого  тока  от  температу- 
ры корпуса. 


/ — для  КД202  (А,  В,  Д,  Ж. 
К,  М,  Р);  2 — для  КД202 
(Б,  Г,  Е,  И,  Л,  Н,  Н.  С). 


О 20  40.  60  80  100  °С 

Зависимость  среднего  или  постоянно- 
го  прямого  тока  от  температуры. 


о го  чо  во  во  юо  °с 


Зависимость  среднего  или  постоян- 
ного прямого  тока  от  температуры. 


70 
8 
6 
4 

г 
о 

10°  г 4 6 в ІО1  2 4 68 10 2 2 4 68100  мне 

Зависимость  коэффициента  перегрузки  от  длительности  импульсов:  К 

имп. макс 

«=  / // 

ими.  макс'  ср.  макс* 


п.макс 

НД202 

"'Ъимп 
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для  групп  Ж,  И 

для  групп  К,  Л 

для  групп  М,  Н 

для  групп  Р,  С 

Постоянное  обратное  напряжение  ІІ0  бР  = 

= 0,7  (7обр.  макс  в диапазоне  частот: 

без  снижения  (У0бр.  макс  и Лір.  ср 

со  снижением  /пр.  ср  

Температура  окружающей  среды  наименьшая  . . . 

Температура  корпуса  наибольшая  

Давление  окружающего  воздуха 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10— 

2000  Гц 

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением 

Линейные  ускорения 

Гарантийная  наработка  не  менее 


300  В 
400  В 
500  В 
600  В 


До  1,2  кГц 
От  1,2 
до  5 кГц 
—60°  С 
130°  С 
От  2,7- ІО4 
до  3- 10*  Па 
До  98% 

До  15  я 
До  150  я 
До  150  я 
10  000  ч 


КД203А,  КД203Б,  КД203В,  КД203Г, 
КД203Д 


Диоды  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  диода 
в комплекте  не  более  18  г,  без  крепежа — не  более  12  г. 


Электрические  параметры 

Среднее  прямое  напряжение  при  среднем  прямом 

токе  10  А,  не  более  1 В 

Средний  обратный  ток  при  максимальном  обратном 

напряжении,  не  более  1,5  м. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 
температуре  корпуса  от  — 55  до  + 100°  С: 

для  группы  А 600  В 
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для  групп  Б,  В 

для  групп  Г,  Д 

Постоянное  обратное  напряжение: 

для  группы  А 

для  групп  Б,  В ’ ’ 

для  групп  Г,  Д ' ' 

Постоянный  прямой  ток  (или  среднее  значение 
выпрямленного  тока): 

при  температуре  корпуса  от  —55  до  +55°  С 
при  100°  С: 

для  групп  А,  В,  Д 

для  групп  Б,  Г 

Частота  в предельном  режиме 

Перегрузка  по  прямому  току  при  частоте  50  Гц- 
в течение  15  с и при  Побр  < Нобр.  яакс  . . . 
в течение  50  с и при  Нобр  < 2Но6р.  макс  . . . 
Диапазон  температуры  окружающей  среды  .... 


800  В 
1000  В 

420  В 
560  В 
700  В 


10  А 

10  А 
5 А 

1000  Гц 

3-кратная 
5- кратная 
От  —55 
до  +100°  С 


л 

Іпр 

Тг 

— 

1 

І — , . 1 

дгозд \ 

к п?ть 

N 

ндгозд' 

«А 

НА 

2035 

203Г 

і 

НД203Л 

НД203Д 

— 1 1 і 1 

У- 

г 

■55  10  го  30  ЧО  50  60  70  6050  °С 


Зависимость  "допустимого  среднего 
или  постоянного  прямого  тока  от 
температуры. 


д 

*п 

Р 

о 

\ 

4 ндгозд 

\ндгрзв  _ 

7 

ОМ 

ндгозБ  , 
нлгозг 

/ 

с 

7 

/ 

ТН 

55  0 10  го  30  40  50  50  70  80  °С  , 


Зависимость  допустимого  среднего 
или  постоянного  прямого  тока  от 
температуры  корпуса. 


л 

?пр 

“Г 

ндгозд 

ндгозв 

мгозд 

_ 

_І 

10 

Но 

іи мп  -50 М с 

ч 

-ІЬ 

30 

6р- 

$0,211обр 

6=50  Г Ц 

маис 

НД2 

036 ^ 

го 

ндгизг 
— ■ . I т* 

і— ■ ■ 1 '* 

■55  0 10  20 30  40 50  60  70  80  °С 


Зависимость  тока  перегрузки  от  тем- 
пературы корпуса. 


о 

Іпр 

ндгозд 

НА 

гозв 

(Д203Д 

— 

го 

ч 

іимп=Ь5с 

10 

0 оі 

К 

иобр.мш 
=50  Гц 

<с 

НД203Б 

НД203Г 

Гм 

55  О 10  2030  4050  80  7060  °С 


Зависимость  тока  перегрузки  от  тем- 
пературы корпуса. 
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КД204А,  КД204Б,  КД204В 

Диоды  кремниевые  диффузионные.  Предназначены  для  работы 
при  повышенной  частоте  питающего  напряжения. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  диода  не 
более  5,1  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 600  мА 


не  более: 

при  25  и 85°  С 1,4  В 

при  — 55°  С 1,6  В 

Постоянный  обратный  ток 

при  1Л>бР=  Ѵ0ъ р.  макс  и температуре  25°  С и 
— 55°  С не  более: 

для  КД204А 150  мкА 

для  КД204Б 100  мкА 

для  КД204В 50  мкА 

при  85°  С: 

для  КД204А 2000  мкА 

для  КД204Б 1000  мкА 

для  КД204В  . . . 500  мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
при  1/0бр.  имп  ~ 30  В,  /Пр.  има  — 1 А,  тимп  — 

= 10  мкс  не  более 1,5  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  и импульсное  обратное  напряжение  при  тем- 
пературе от  —55  до  85°  С: 

для  КД204А .. 400  В 

для  КД204Б 200  В 

для  КД204В 50  В 

Средний  прямой  ток ІА 

Постоянный  прямой  ток  /„ р.  макс>  А: 


КД204  А 

КД204Б 

КД204В 

с радиатором  60  x 60  мма: 

прй  температуре  от 

—55  до  55 

0,4 

0,6 

1,0 

при  85  °С 

0,2 

0,25 

0,4 

без  радиатора: 

при  температуре  от 

— 55  до  55  СС 

0,3 

0,35 

0.6 

при  85  °С 

0,15 

0,175 

0,2 

I 


Импульсный  прямой  ток  при  прямом  напряжении  прямо- 
угольной формы  с длительностью  переднего  фронта 
импульса  не  менее  1 мкс  и длительностью  импульса  на 


уровне  0,1  не  более  половины  периода  2 А 

Частота  питающего  напряжения  с длительностью  перед- 
него фронта  импульса  не  менее  1 мкс 50  кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 55 


до  85  °С 

Примечание.  В диапазоне  температуры  55— 85°  С предельный 
прямой  ток  снижается  линейно. 


40  кГц 


Зависимость  выпрямленного  тока 
от  частоты. 


н 

0,3 

0,2 

0,1 


^пр.ср. 

— 
маме  | 

ИД 20 4 5 

^рез  распатора  1 

радио/ 

ѵаромГ*  — — 
85  е? 

Л?3?]  >“ 

10 


20  30  40  НГц 


Зависимость  выпрямленного  тока 
от  частоты. 

Зависимость  выпрямленного  тока 
от  частоты. 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. 
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КД205А,  КД205Б,  КД205В,  КД205Г, 
КД205Д,  КД205Е,  КД205Ж,  КД205И, 
КД205К,  КД205Л 

Диоды  кремниевые  диффузионные. 

В пластмассовом  корпусе  собираются  по  два  электрически  не  сое- 
диненных диода.  Масса  прибора  не  более  6 г. 


КД  20  5 


Электрические  параметры 


Среднее  прямое  напряжение  при  /пр  = /пр.  ср.  макс  и 
температуре  от  — 40  до  85°  С не  более . . . 

Средний  обратный  ток  при  Цобр  = ІІ о6р.  ыакс  не  более: 

при  25°  С 

при  85°  С 


1 В 


100  мкА 
200  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

для  КД205  (А,  Е)  500  В 

для  КД205Б 400  В 

для  КД 205 В 300  В 

для  КД205  (Г,  Л) 200  В 

для  КД205  (Д,  К)  100  В 

для  КД205Ж  600  В 

для  КД205И 700  В 

Средний  прямой  ток: 

для  КД205  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Ж,  И) 500  мА 
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для  КД205Е 300  мА 

для  КД205  (К,  Л)  70Э  мА 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 40 

до  85°  С 


65  70  75  30  85  90  95  °С 


1,0 
0,8 
О, в 

ОД 

о, г 

О 2,5  5,0  7,5  10  НГц 


V 

КД2 

05 

Іпр.ср.манскт;\ 

7 по.  со.  макс  1 ^5 кГц 

Т =25°С 

и= 

ио6р 

макс 

Г 

Зависимость  среднего  прямого  тока 
от  температуры. 


Зависимость  среднего  прямого  тока 
от  частоты. 


Зависимость  импульсного  тока  пе- 
регрузки от  длительности  импульса. 


КД206А,  КД206Б,  КД206В 

Диоды  кремниевые  меза-днффузионные  лавинные.  Выпускаются 
в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  диода  с гайкой,  шайбой  и 
лепестком  не  более  9 г. 

КД  20 6 


Б9 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение 

при  /пр  = 1 А не  более 1,2  В 

при  /вр  = 10  А не  более 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  (7обр  = (7обр.  макс  не  более  0,7  мА 
при  125°  С . . . 1,5  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Однократный  импульс  прямого  тока 

при  тимп  < 100  мкс,  не  более 500  А 

Импульсный  прямой  ток 

ПРИ  тимп  < Ю мкс.  не  более 100  А 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодично- 
сти при  температуре  корпуса  от  — 60  до  125°  С: 

для  КД206А 400  В 

для  КД206Б 500  В 

для  КД206В 600  В 

Постоянный  или  средний  прямой  или  выпрямленный 
ток  при  температуре  корпуса: 

от  —60  до  70°  С 10  А 

при  85°  С 5 А ѵ. 

при  125°  С ІА 

Импульсный  перегрузочный  обратный  ток 
при  тимп  = 50  мкс: 

для  КД206А ЗА 

для  КД206Б ' ІА 

для  КД206В 0,5  А 

ПРИ  тимп  = 20  мкс 5 А 

Мощность  при  температуре  корпуса: 

от  —60  до  85°  С 10  Вт 

при  125°  С 1,5  Вт 

Частота  до 1000  Гц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 


до  125°  С 

Примечание.  В интервале  температуры  от  70  до  85”  С и от  85  до 
125’  С выпрямленный  ток  и мощность  снижаются  линейно. 


Зависимость  установившегося  Зона  разброса  зависимости  импульс-, 

прямого  напряжения  от  тока.  ного  прямого  тока  от-  напряжения. 

Указана  зона  разброса. 
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-4Н — — и — I. -ч  - 

- 55  0 20  НО  60  8065 100°С 


Зависимость  выпрямленного  Зависимость  перегрузочного  импульса 

тока  от  температуры  корпуса.  обратного  тока  от  длительности  им- 

пульса. 


КД208А 

Диоды  кремниевые  диффузионные  в пластмассовом  корпусе 
Предназначены  для  работы  в ЭКВМ. 

Положительный  вывод  обозначен  цветной  точкой.  Масса  диода 
не  более  0,7  г. 


КД208А 

С-  эр 

<чі[  іі 

7 

и — I? 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п  — 1 А 
не  более: 

при  25  и 85°  С . 

при  — 40°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  і/о6„  = ЮО  В 
не  более:  ѵ 

при  25  и —40°  С 

при  85°  С 


1 В 
1,3  В 


50  мкА 
200  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение  100  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  .......  1,5  А 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  40 

до  85°  С 
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КД209А,  КД209Б,  КД209В 


Диоды  кремниевые  диффузионные  в пластмассовом  корпусе. 

Маркируются  цветными  точками  и полосами  КД209А  — точка 
отсутствует,  полоса  красного  цвета;  КД209Б  — точка  зеленого  цвета, 
полоса  красного  цвета;  КД209В  — точка  красного  цвета,  полоса  крас- 
ного цвета.  Масса  диода  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = /пр.  макс 


не  более: 

при  25°  С 1 В 

при— 60°  С 1,2  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Н0бр  = П0бр.  макс  и тем- 
пературе 85°  С не  более  300  мкА 

при  25°  С не  более 100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение: 

для  КД209А 400  В 

для  КД209Б 600  В 

для  КД209В 800  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

для  КД209  (А,  Б) 700  мА 

для  КД209В  500  мА 

при  85°  С: 

для  КД209А 700  мА 

для  КД209Б 500  мА 

для  КД209В 300  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  т„мп  < 20  мкс  и интервале 
между  двумя  последовательными  импульсами  не  менее 

5 мин 15  А 

Частота  без  снижения  режимов 1 кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 60 


' / 
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КЦ106А,  КЦ106Б,  КШ06В,  КЦ106Г,  КЦ106Д 

Диоды  (столбы)  кремниевые  диффузионные.  Изготавливаются  в 
пластмассовом  корпусе.  Положительный  вывод  обозначен  черной  точ- 
кой на  торце  корпуса.  Масса  диода  не  более  25  г. 


КЦ106р\,Б,В,ПА) 


Е-—  / I..  ... 

Ф0, 6 

Со 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА  не  более: 

при  25°  С 25  В 

при— 55°  С 35  В 

Постоянный  обратный  ток  при  Добр  = (/обр.  макс  не  более: 

при  25°  С Ю мкА 

при  85°  С 30  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение: 

для  КЦЮ6А 4 кВ 

для  КЦЮ5Б 6 кВ 

для  КЦЮЗВ 8 кВ 

для  КЦЮ6Г 10  кВ 

для  КЦ106Д 2 кВ 

При  температуре  85°  С (/0бр.  макс  снижается  в два  раза 
Постоянный  или  средний  выпрямленный  ток  при  темпе- 
ратуре от  —55  до  85°  С Ю мА 

при  85°  С 2 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  среднем  значении  прямого 
тока  не  более  10  мА 60  мА 

Прямой  ток  в импульсе  при  ткмп  = 50  мкс  и частоте  еле- 
дования  импульсов  не  более  1 имп.  в мин ІА 

Частота До  20  кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 55 

до  85°  С 
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КЦ201А,  КЦ201Б,  КЦ201  В,  КЦ201Г, 
КЦ201Д,  КЦ201Е 

Диоды  (столбы)  кремниевые,  состоящие  из  диффузионных  лавин- 
ных переходов. 

Предназначены  для  работы  в выпрямителях  статических  пре- 
образователей. Изготавливаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса 
столба  КЦ201  (А,  Б)  — 40  г,  КЦ201  (В,  Г,  Д)  — 70  г,  КЦ201Е  — 90  г. 


КЦ201(А,Б) 


КЦ201Е'  м ди- 


электрические параметры 

Прямое  напряжение  при  /пр.  макс  = 500  мА  и темпера- 
туре 25°  С не  более: 

для  КЦ201  (А,  Б)  

для  КЦ201  (В,  Г.  Д) 

для  КЦ201  Е 
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3 В 
6 В 
10  В 


при  температуре  — 60°  С: 

для  КЦ201  (А,  Б)  

для  КЦ201  (В,  Г)  . 

для  КЦ201  (Д,  Е)  ....  " ' ' • 

Средний  ратный  ток  при  (Уо6р  = Добр.‘  имп‘.  ма^с‘„е  более:' 

при  юо°  с . . ! . ..!.!!  і і | 


3,5  В 
7.0  В 
12  В 

100  мкА 
250  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  обратное  напряжение  (синусоидальной 
формы)  при  / = 50  Гц  и температуре  от  —60 
до  100  : 


для  КЦ201А 

для  КЦ201Б ; ; * 

для  КЦ201В 

для  КЦ201Г  ... 
для  КЦ201Д  ... 

для  КЦ201Е і ) ; ; ; ; ; ; * ; ; ; ; ; 

Средний  прямой  ток  в диапазоне  давлений  от 
3-105  до  6,7.  10*  Па 
при  температуре  от  —60  до  55  °С  . 

при  85°  С 

при  100°  С 

при  давлении  2,7 • 10*  Па  в диапазоне  темпе- 
ратуры от  —60  до  55°  С . . 

при  100°  С ’ | | ‘ * ' ’ 

Средний  прямой  ток  при  работе  столбов  в трансфор- 
маторном масле  при  температуре  от  —40  до  90°  С- 
для  КЦ201  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  ...  . 

для  КЦ201Е 

Импульсный  перегрузочный  ток  (прямоугольной 
формы)  при  тимп  = 0,1  с (длительность  переднего 
фронта  импульса  5 мкс  <[  т*  100  мкс  с интер- 
валом следования  импульсов  15  с в течение 
30  мин): 

при  работе  в трансформаторном  масле  при  тем- 
пературе от  —40  до  90°  С: 
для  КЦ201  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . 

для  КЦ201Е 

при  работе  столбов  на  воздухе: 
при  температуре  от  —60  до  55°  С . 

при  85°  С . . , ..... 

при  100°  С ’ ' 

Частота  при  работе  на  воздухе  без  снижения  элект- 
рнческих  режимов  при  температуре  от  — 60  до 
85  С и длительности  фронта  импульса  не  менее 
50  мкс 

Общее  тепловое  сопротивление  столбов- 
для  КЦ201  (А,  Б)  . . 

для  кц2оі  (в— е) 

Температура  переходов 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ..... 


2 кВ 
4 КВ 
6 кВ 
8 кВ" 
10  кВ 
15  кВ 


500  мА 
200  мА 
100  мА 

300  мА 
50  мА  4 


1000  мА 
700  мА 


6 А 

4.2  А 

3,0  А 

1.2  А 
0,6  А 


1000  Гц 


32°  С/Вт 
15°  С/Вт 
150°  С 

—60  -= — Т 1 00°  С 


3 ' Зак.  428 
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КЦ401А,  КЦ401Б 

Диоды  (блоки)  кремниевые  сплавные.  Внутри  блоков  диоды  могут 
быть  соединены  по  схеме  моста  (КЦ401Б)  и по  схеме  удвоителя  напря- 
жения (КЦ401А,  КЦ401Б). 

Выпускаются  в прямоугольном  пластмассовом  корпусе. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  (на  каждом  плече) 2,5  В 

Постоянный  обратный  ток 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Тип  блока 

Параметры 

КЦ401 А 

КЦ401Б 

КЦ401Б 

Схема  удвоения 

Схема 

моста 

Средний  выпрямленный  ток,  мА: 

1-е  плечо 

400 

200 

250 

2-е  плечо  

300 

200 

250 

Постоянное  обратное  напряжение  при 
соединении  диодов  в 'мост  или  на 
каждое  плечо  при  соединении  по 
схеме  удвоения,  В ........ 

500 

500 

500 

Температура  корпуса 85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  1)0°  С 

Постоянное  и ударное  ускорение До  75  д 

Вибрационное  ускорение  в диапазоне  частот  от  5 

до  600  Гц До  7,5  д 

Гарантийная  наработка  не  менее  . . 10  000  ч 
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I I 

Схема  соединения  диодов  в блоке  КЦ401А. 

4 — къ- Й— I КЗ 4 

^ — КЬ-КЫ<1 — ф* 

>1 — >1 — М ф'' 

*'Ъ >Ы>Ы>1 *5 

I ^ 

а) 

Схема  соединения  диодов  в блоке  КЦ401Б. 
а — однополупериодная;  б — для  удвоителя. 


Средняя  точка. 


*) 


КЦ402А,  КЦ402Б,  КЦ402В,  КЦ402Г,  КЦ402Д, 
КЦ402Е,  КЦ402Ж,  КЦ402И,  КЦ403А,  КЦ403Б, 
КЦ403В,  КЦ403Г,  КЦ403Д,  КЦ403Е,  КЦ403Ж, 
КЦ403И,  КЦ404А,  КЦ404Б,  КЦ404В,  КЦ404Г, 
КЦ404Д,  КЦ404Е,  КЦ404Ж,  КЦ404И,  КЦ405А, 
КЦ405Б,  КЦ405В,  КЦ405Г,  КЦ405Д,  КЦ405Е, 
КЦ405Ж,  КЦ405И 


Диоды  (блоки)  кремниевые  диффузионные.  Предназначены  для 
работы  в аппаратуре  широкого  применения.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Собраны  по  однофазной  мостовой  схеме. 

Масса  блоков  КЦ402А— КЦ402И— 7 г,  КЦ403А— КЦ403И— 15  г, 
КЦ404А— КЦ404И— 15  г,  КЦ405А  — КЦ405И— 20  г. 

Габаритный  чертеж  дан  только  для  столбов  типа  КЦ402 


КЦЧ02 

г+т 

ііі- 

26  ' 


3* 
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Электрические  параметры 

Напряжение  короткого  замыкания  при  максимальном 


среднем  выпрямленном  токе  не  более: 

при  25°  С 4 В 

при  —40°  С 4,5  В 

Ток  холостого  хода  при  (Уо6р  = (Уобр.  макс  не  более: 

при  25°  С 125  мкА 

при  85°  С 250  мкА 


Распределение  значений  нап-  Распределение  значений  тока  холостого  хода 
ряжения  короткого  замыка-  при  максимальном  входном  напряженнн. 
ния  при  максимальном  вы- 
. прямленном  токе. 


% 

80 

80 

ио 

20 


1 1 

КЦЧ02- 

КНЧ05 

*выпр 

^вы 

ір.  маис 

Г/гГі 

1 

иоб[ 

,=“о 

6р.  мак  с 

т 
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75 


85 


95° С 


Зависимость  выпрямленного  тока 
от  температуры. 


% 

75 

50 


*выпр 

Івыпр.макс 

1 

нцч 

нцч 

02- 

05 

о г 

^ ’обр 

~ио6р.маис 
і 



8 

2,5  5,0  7,5  10  12,56Гц 


Зависимость  выпрямленного  тока  от 
частоты. 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 


для  групп  А,  Ж 600  В 

для  групп  Б,  И 500  В 

для  группы  В .....  .' 400  В 

для  группы  Г 300  В 

для  группы  Д 200  В 

для  группы  Е 100  В 
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I 0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35  с 

і і і I і і і 1 1 

П 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  0,0 


Зависимость  импульсного  прямого  тока  перегрузки  от  длительности  импульса. 


КЦ407А 


Диоды  (блоки)  кремниевые  в пластмассовом  корпусе.  Внутри 
блока  четыре  диода,  изготовленных  по  меза-диффузионной  техноло- 
гии и соединенных  по  схеме  моста.  Масса  блока  не  более  0,5  г. 


4 


е* 
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Электрические  параметры 

Напряжение  короткого  замыкания  при  токе  короткого 


замыкания  200  мА  не  более: 

при  25°  С . 2,5  В 

при  —60°  С 2,7  В 

Ток  холостого  хода  при  максимальном  обратном  напряже- 
нии не  более: 

при  25°  С . 5 мкА 

при  85°  С . . 100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 
при  включении  блока  в качестве  выпрямительного  моста 
при  работе  на  активную  нагрузку 

Напряжение  на  входе  (амплитудное  значение) 300  В 

Импульсное  переменное  напряжение  на  входе  (амплитуд- 
ное значение) 400  В 

Средний  выпрямленный  ток  на  выходе: 

при  температуре  от  — 60  до  55°  С . 500  мА 

при  85°  С 300  мА 

Однократная  перегрузка  по  величине  выпрямленного  тока 
на  выходе  (время  между  однократными  импульсами 
не  менее  1ч): 

в течение  10  мкс . ЗА 

в течение  1 мс ІА 

Частота  • До  20  кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60  . 

до  55°  С 


Предельные  эксплуатационные  данные 
при  включении  блока  выводами  1 (6)  и 
3 ( 4 ),  выводы  2 и 5 изолированы 

Обратное  напряжение  (амп- 
литудное значение)  при  тем- 
пературе от  — 60  до  85°  С 500  В 
Постоянный  или  средний 
прямой  ток: 

при  температуре  от  — 60 

до  55°  С 300  мА 

при  85°  С 150  мА 

Прямой  импульсный  ток  при 
т„мп  10  мкс  и среднем  зна- 
нии прямого  тока  200  мА  ЗА 
Однократная  перегрузка  по 
прямому  току  (время  между 
однократными  импульсами 
не  менее  1 ч)  при  темпе- 
ратуре от  —60  до  85°  С: 


и і__1 

1 ІО2  Юѵ  10е  мне 


Зависимость  однократного 
перегрузочного  импульса 
тока  от  длительности  им- 
пульса. 


в течение  10  мкс 
в течение  1 мс  . 
Частота  ....... 


ЗА 
1 А 

До  20  кГц 


Примечания:  1.  В диапазоне  температуры  от  55  до  85°  С токи 
снижаются  линейно. 

2.  Подача  импульса  обратной  полярности  не  ранее  чем  через  10  мкс 
после  окончания  прямого  импульса  тока. 
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Раздел  четвертый 

ДИОДЫ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 


ГД402А,  ГД402Б 

Диоды  германиевые.  Предназначены  для  работы  в коммутацион- 
ных и ограничительных  схемах  аппаратуры  связи. 

Выпускаются  в стеклянном  герметичном  корпусе.  Масса  диода 
не  более  0,2  г. 


ГД  М2 


Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток  при  і/обр  = 10  В не  более  ....  100  мкА 

Емкость  диода  при  напряжении  смещения  5 В не  более: 

для  ГД402А 0,8  пФ 

для  ГД402Б 0,5  пФ 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр  = 15  мА: 

для  ГД402А 4,5  Ом 

для  ГД 402 Б 6,0  Ом 

Диапазон  частот,  в котором  выпрямленный  ток  составляет 
0,7  значения  на  низкой  частоте,  не  менее 100  МГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  температуре  от  —55°  С до  25°  С . 25  мА 

при  60°  С 20  мА 

В диапазоне  от  25  до  60°  С ток  снижается  линейно 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодичности  ...  15  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 55 

до  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7  • 104 


Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10 — 600  Гц  До  7,5  § 
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Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением 
Линейные  ускорения 


До  75  з 
До  25  § 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  прямого  тока. 


Зависимость  емкости  от  обратного 
напряжения. 


ГД403А,  ГД403Б,  ГД403В 

Диоды  германиевые.  Предназначены  для  работы  в качестве  детек-- 
торов  амплитудно-модулированных  сигналов  в радиовещательных 
приемниках  и другой  аппаратуре  широкого  применения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  диода  0,6  г. 


-во  -го  о го  чо  во  автора 


25  , 72 _ _ 25 


I II  1 

-а.,,* 

Г 

' \ 

♦ 11  ' 

- > 

ІУ 

|»г-1 

Зависимость  входного 
сопротивления  детектора 
от  температуры. 


Электрические  параметры 


Постоянное  обратное  напряжение 5 В 

Постоянный  прямой  ток  при  (У„ р=  0,5  В 5 мА 

Коэффициент  передачи  детектора: 

на  ГД403А 0,33—0,47 

на  ГД403Б 0,4—0,56 

на  ГД403В 0,47—0,66 
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Входное  сопротивление  детектора:  ■ 

на  ГД403А 15—30  кОм 

на  ГД403Б 11— 24  кОм 

на  ГД 403 В 8—20  кОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры. От  — 25 

до +55°  О 


Д2Б,  Д2В,  Д2Г,  Д2Д,  Д2Е,  Д2Ж,  Д2И 

Диоды  германиевые  точечные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  диода  1,3  г. 

Д2Б-Д2И 


Электрические  параметры 


Параметры 

Д?Б 

Д2В 

Д2Г 

Д2Д 

Д2Е 

Д2Ж 

Д2И 

Постоянное  прямое  на- 
пряжение до  1 В при 
/Пр.  мА 

5,0 

9,0 

2,0 

4,5 

4,5 

2,0 

2,0 

Постоянное  обратное  на- 
пряжение В: 
при  25°  С 

10 

30 

50 

50 

100 

150 

100 

при  60°  С 

10 

30 

50 

50 

60 

80 

60 

Постоянный  обратный  гок 
не  более*,  мкА: 
при  25°  С 

100 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

при  60°  С 

400 

1000 

1000 

1000 

700 

700 

700 

* Значения  обратного  тока  соответствуют  указанным  выше  обратным  по- 
стоянным напряжениям  при  25  и 60 ’С. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д2Б 

Д2В 

Д2Г 

Д2Д 

Д2Е 

Д2И 

Д2Ж 

Средний  выпрямлен- 
ный ток  при  25, 
60  и — 55°  С,  мА 

16 

25 

16 

16 

16 

16 

8,0 

Выпрямленный  ток 

(амплитудное  зна- 
чение) при  25, 
60  и — 55°  С,  мА 

50 

78 

50 

50 

50 

50 

25 

Постоянное  обратное 
напряжение,  В: 
при  25  и — 55°  С 

30 

40 

75 

75 

100 

150 

100 

при  60э  С . . . . 

30 

40 

56 

56 

75 

112 

75 

Пробивное  напряже- 
ние, В 

45 

60 

100 

100 

150 

150 

200 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +60°  С 

Примечание.  Выпрямленный  ток  измерен  в схеме  однофазного 
однополупериодного  выпрямления  на  частоте  50  Гц  при  работе  на  активную 
нагрузку. 


Д9Б,  Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9Е,  Д9Ж,  Д9И, 
Д9К,  Д9Л 


Диоды  германиевые  точечные. 

Выпускаются  в стеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы.  Мар- 
кируются цветными  точками  на  средней  части  корпуса.  Полярность 
диодов  обозначается  красной  точкой  со  стороны  плюсового  вывода. 
Масса  диода  не  более  0,3  г. 


ДЭБ-ДЭЛ 

ВО 


А 


с 


в 


-о 


ж 


1 


Место  маркировки  Обозначение  ' 
плюсового  вывода 


Маркировка  диодов:  Д9Б  — красная  точка;  ДЭЗ  — оранжевая;  Д9Г  — 
желтая;  Д9Д  — белая;  Д9Е  — голубая;  Д9Ж  — зеленая  и голубая; 
Д9И  — две  желтые;  Д9К  — две  белые;  Д9Л  — две  зеленые  точки. 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более  1 В при  /• 

для  Д9Б 

для  Д9В,  Д9Ж 

для  Д9Г,  Д9Е,  Д9И,  Д9Л 

для  Д9Д,  Д9К 

Постоянный  обратный  ток  при  предельном  значении  об- 
ратного напряжения  не  более: 
для  Д9Б,  Д9В,  Д9Г,  Д9Д,  Д9Е,  Д9Ж,  Д9Л 

для  Д9И 

Для  Д9К 


90  мА 
10  мА 
30  мА 
60  мА 


250  мкА 
120  мкА 
60  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

14 

о 

СО 

<Л 

и 

о> 

ЕС 

О 

И 

а 

X 

СТ> 

* 

О 

ЕС 

п 

ес 

сі 

ЕС 

ЕС 

ЕС 

ЕС 

ЕС 

Выпрямленный  ток  (ам- 

плитудное  значение), 
мА: 

при  температуре  25 
и —55°  С 

125 

62 

98 

98 

62 

48 

98 

98 

48 

при  60°  С 

105 

54 

80 

80 

54 

38 

80 

80 

38 

Средний  выпрямленный 
ток,  мА, 

/ 

при  температуре  от 
+25  до  —55°  С . . . 

40 

20 

30 

30 

20 

15 

30 

30 

15 

Обратное  напряжение 

(амплитудное  значе- 
ние), В: 

при  температуре  от 
+25  до  — 55°  С . . . 

10 

30 

30 

30 

50 

100 

30 

30 

100 

при  60°  С 

10 

20 

20 

20 

30 

45 

20 

20 

45 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  60°  С 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7  • 104 

до  3- 10&  Па 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Вибрация  на  фиксированной  частоте  50  Гц  с уско- 
рением   До  12  § 

Постоянные  ускорения До  100  д 

Многократные  удары  с ускорением До  100  д 

Вибрационные  нагрузки  на  частоте  10—600  Гц 

с ускорением До  7,5  д 

Гарантийная  наработка  не  менее  .....  8000  ч 


Примечание.  Выпрямленный  ток  и обратное  напряжение  измерены 
в схеме  однофазного  однопол  упер  йодного  выпрямления  с активной  нагрузкой 
на  частоте  50  Гц. 
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ДМ,  Д10А,  ДМБ 

4 

Диоды  германиевые  точечные.  Предназначены  для  использования 
в широкополосных  ограничительных  и детекторных  схемах  на  часто- 
тах до  150  МГц. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  диода  не  более  1,3  г. 


діа -д  га  6 

ів 


«1 

•о 

1 
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Электрические  параметры 


■Постоянный  обратный  ток  при  (Уойр  = 10  В при  темпера- 
туре +20  и — 60°  С: 

для  Д10 

для  Д10А,  Д10Б 

при  температуре  60°  С: 

для  Д10 

для  ДІрА,  Д10Б 


0,1  мА 
0,2  мА 

0,2  мА 
0,4  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 

температуре  от  — 55  до  +60°  С 10В 

Средний  выпрямленный  ток,  мА,  при  тем- 
пературе: 20  и 60°  С — 60°  С 

для  Д10 3 2,4 

для  Д10А 5 4,0 

для  Д10Б 8 6,4 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  +66°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- ІО4 

до  3-  10й  Па 


Вибрация  в диапазоне  частот  от  10  до  600  Гц  с уско- 


рением   До  7,5  § 

Постоянные  ускорения До  150  § 
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Многократные  удары  с ускорением До  75  & 

Гарантийная  наработка  не  менее 4000  ч 


Примечание.  Выпрямленный  ток  измерен  на  частоте  70  МГц  в ре- 
жиме короткого  замыкания  при  напряжении  1,5  В (действующее  значение). 


% 


Зависимость  выпрямленного  тока  от  частоты. 


ДП,  Д12,  Д12А,  Д13,  Д14,  ДНА 


Диоды  германиевые  точечные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выво- 
ды. Масса  диода  на  более  2,3  г. 


Электрические  параметры 


Постоянный  прямой  ток 
при  і/„„  = 0,5  В: 

для  Д11,  Д12А,  Д13,  Д14А 5 мА 

для  Д12,  Д14  2 мА 

при  ^пп  = 1 В: 

для  Д11,  Д12А,  Д13,  Д14А  100  мА 

Для  Д12 50  мА 

Для  Д14 30  мА 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /о6р  = 

= 250  мкА: 

Для  Д11 30  В 

для  Д12,  Д12А 50  В 

для  Д13 75  В 

для  Д14,  ДНА 100  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение: 

для  Д11 40  В 

для  Д12,  Д12А 75  В 

для  Д13 100  В 

для  Д14,  Д14А 125  В 

Средний  выпрямленный  ток  20  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  +70°  О 


Примечания!  1.  При  работе  диодов  в цепи  постоянного  тока  он 
не  должен  быть  более  50  мА. 

2.  При  температуре  70°  С значения  обратных  напряжений  следует  сни" 
жать  на  40%  по  сравнению  с приводимыми  в таблице. 


Зависимость  выпрямленного  тока 
от  частоты. 


Зависимость  выпрямленного  тока 
от  частоты. 


Д20 

Диод  германиевый  точечный. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  и имеет  гибкие  вы- 
воды. Масса  диода  не  более  0,6  г. 


Д20 


60 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 20  мА 

не  более  

Постоянный  обратный  ток  при  (/обр  = 10  В не 

более 

Прямое  импульсное  сопротивление  при  /пр  = 50  мА 
не  более  . 


1,0  В 
100  мкА 
100  Ом 
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Выходное  напряжение  при  работе  в качестве  детек- 
тора ВЧ  сигнала  на  частоте  40  МГц  при  входном 


напряжении  1 В не  менее 0,7  В 

Изменение  выходного  напряжения  в диапазоне 
частот  30—40  МГц  не  более 5% 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 20  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток 16  мА 

Выпрямленный  ток  (среднее  значение) 16  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С . . До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7-  ІО4 

до  3-  ІО5  Па 

Вибрации  в диапазоне  частот  20—600  Гц  с ускоре- 
нием   До  10  § 

Многократные  ударные  воздействия  с частотой 

20 — 30  ударов  в минуту  с ускорением До  20  § 

Длительное  постоянное  ускорение  До  15  % 

Гарантийная  наработка  не  менее  3500  ч 


Зависимость  выходного  напряжения  детектора  от  частоты. 


Д101,  Д101А,  Д102,  Д102А,  ДЮЗ,  ДЮЗА 

Диоды  кремниевые  точечные.  Предназначены  для  работы  в видео- 
каналах телевизоров,  в схемах  АРУ  и дискриминаторов  ЧМ  и АМ 
приемников. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе.  Масса  диода  не  более 


'Ы 


Щ 

зіТ 


«•а 

ю' 


Д101-Д103 

Тип  диада  То  барный  знак 
\ \ Дата 

Знак  полярности  \ \ выпуска  I 

*1.  ' ' 1 1 
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М101 


12.67  5 


37.6 


7 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  Ч 

для  Д101,  Д102,  ДЮЗ 2 В 

для  Д101А,  Д102А,  ДЮЗА 1В 

Постоянный  обратный  ток 

при  температуре  25°  С:  > 

для  Д101,  Д101А,  Д102,  Д102А 10  мкА 

для  ДЮЗ,  ДЮЗА 30  мкА 

при  температуре  100°  С: 

для  ДЮ1,  ДЮ1А 150  мкА 

для  ДЮ2,  ДЮ2А,  ДЮЗ,  ДЮЗА 100  «кА 

Постоянное  обратное  напряжение  2: 

для  ДЮ1,  ДЮ1А 75  В 

для  ДЮ2,  ДЮ2А 50  В 

для  ДЮЗ,  ДЮЗА 30  В 


1 Значения  указаны  при  Г = 25°  С.  / = 2мА  для  Д 101  — ДЮЗ  и 1 мА 

для  Д101А— ДЮЗА.  р 

2 Значения  указаны  при  Т = 25°  С,  /о6о  = Ю мкА  для  Д101,  ДЮ1А, 
Д102,-  Д102А  и 30  мкА  для  ДЮЗ,  ДЮЗА  Р 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  напряжение  (амплитудное  значение): 


для  ДЮ1,  ДЮ1А 75  В 

для  ДЮ2,  ДЮ2А 50  В 

для  ДЮЗ,  ДЮЗА 30  В 

Средний  выпрямленный  ток: 

при  температуре  от  —55  до  25“  С 30  мА 

при  100°  С . . 8 мА 


Примечание.  Эксплуатационные  данные  припедены  для  схем 
однофазного  одиополупериодного  выпрямления  синусоидального  напряжения 
частотой  50  Гц  с активной  нагрузкой. 


Д104,  Д104А,  Д105,  Д105А,  Д106,  Д106А 

Диоды  кремниевые  точечные.  Предназначены  для  работы  в измери- 
тельных устройствах  и в аппаратуре  связи  на  частотах*  до  600  мГц. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  диода  не  более  0,53  г. 


ДШ-Д106А 


г 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  не  более  1 2: 

для  Д104,  Д105,  Д106 2 В 

для  Д104А,  Д105А,  Д106А 1 В 

Постоянный  обратный  ток  не  более  г 
при  температуре  25°  С 5 мкА 

при  температуре  100°  С . .......  100  мкА 

Постоянное  обратное  напряжение: 

для  Д104,  Д104А 75  В 

для  Д 1 05,  Д105А 50  В 

для  Д106,  Д106А 30  В 

Проходная  емкость  не  более: 

без  обратного  смешения 0,7  пФ 

при  обратном  смещении  10  В 0,6  нФ 


1 При  / = 1 мА  для  ДІ04А,  Д105А,  Д106А:  / = 2 мА  для  Д104, 

Д 105,  Д106.  Р 

2 При  н0бр=  75  В для  Д104,  ДІ04А;  V - = 50  В для  Д105,  Д105А; 

П0бр  = 30  В для  Д106,  Д106А.  Р 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Прямой  ток  30  мА 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 
температуре  от  —55  до  +25'  С : 

для  Д104,  Д104А 100  В 

для  Д105,  Д105А  75  В 

для  Д106,  Д106А  30  В 

при  температуре  100°  С: 

для  Д104,  Д104А  50  В 

для  Д105,  ДІ05А,  Д106,  Д106А 20  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  + 100°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Вибрация  на  фиксированной  частоте  50  Гц  с уско- 
рением   До  12  § 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10 — 

600  Гц . До  7,5  § 

Постоянные  и ударные  ускорения  До  100  § 

Гарантийная  наработка  не  менее 5000  ч 


Примечание.  Выпрямленный  ток  и обратное  напряжение  изме- 
рены в схеме  однополупериодного  выпрямления  при  работе  на  активную 
нагрузку  на  частоте  50  Гц. 
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Д223,  Д223А,  Д223Б 

Диоды  кремниевые  микросплавные.  Предназначены  для  работы 
в схемах  радиоэлектронных  устройств  на  частотах  до  20  МГц. 

Выпускаются  в металлостеклянном  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Для  указания  полярности  диода  утолщенная  часть 
его  плюсового  вывода  окрашена  в красный  цвет,  минусового  — в чер- 
ный. Масса  диода  не  более  0,53  г. 


Д223 


— + 

Т 

\ 

12 

' 



- ■ 

60 


Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток  не  более: 

при  предельном  (Уо6р.  1,0  мкА 

при  100°  С . 50  мкА 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА 
и температуре  —25  и 100°  С,  не  более  ........  1,0  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Средний  выпрямленный  ток: 

при  температуре  от  — 55  до  25°  С . . 

при  100°  С 

Обратное  напряжение  (амплитудное  значение)  при 
температуре  от  — 55  до  +100°  С: 

для  Д223  

для  Д223А 

для  Д223Б ’ 

Импульс  тока  длительностью  ! —2  с ' 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  температуре  40°  С 
Давление  окружающего  воздуха 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10 — 

600  Гц  с ускорением  . . . 

Длительная  вибрация  на  частоте  50  Гц  с ускорением 
Многократные  ударные  воздействия  с ускорением 

Длительное  постоянное  ускорение 

Гарантийная  наработка  не  менее  . . 


50  мА 
20  мА 


50  В 
100  В 
150  В 
500  мА 
От  —55 
до  +100°  С 
До  98% 
От  2,7- 101 
до  3-  ІО6  Па 

До  7,5  § 
12  8 

До  100  ^ 
До  100  8 
8000  ч 
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КД401  А,  КД401Б 


Диоды  кремниевые  меза-сплавные.  Предназначены  для  детекти- 
рования сигналов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  диода  не  более  0,53  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /по  = 5 мА  для 
КД401А  и 10  мА  для  КД401Б: 

при  25°  С 

при  — 55°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  (/„«„  = 75  В: 

при  25°  С Р 

при  100°  С 

Емкость  диода  при  1/о6о  = 5 В не  более: 

для  КД401А  . . . 

для  КД401Б  . . 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
переключении  с прямого  тока  10  мА  на  30  В обратного 
напряжения  при  отсчетном  значении  обратного  тока  1 мА 
не  более '.  


1,0  В 
1,2  В 

5 мкА 
100  мкА 

1 пФ 
1,5  пФ 


2 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Среднее  значение  выпрямленного  тока  или  постоянный 


прямой  ток: 


при  температу- 
ре от  — 55 
до  25°  С . 

30  мА 

при  100°  С . . 

16  мА 

при  25°  С и 
давлении 

2,7- 103  Па  . 

20  мА 

Амплитуда  выпрям- 
ленного тока  при 
25°  С 

92  мА 

Диапазон  рабочей 
температуры  ок- 
ружающей среды 

От  —55 

до  100°  С 

*выпр  ****** 

№ 

101 

Івыг 

рЮі 

15МГц 

> 

II 

Сс 

Оні 

м 

Г 

5 10  20  50  100  200  500 МГц 


Зависимость  выпрямленного  тока  от 
частоты. 


83 


КД407А 

Диоды  кремниевые  планарно-эпитаксиальные.  Предназначены  для 
работы  в коммутационных  схемах  аппаратуры  широкого  применения. 
Выпускаются  в стеклянном  корпусе.  Масса  диода  не  более  0,3  г. 


Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток  при  і/об„=  ^обо  макс  не  более: 

при  25°  С 

при  100°  С ....  •. 

Емкость  диода  при  (/о6р=  5 В 

Дифференциальное  сопротивление  при  /по  = 10  мА,  / = 
= 50-Т-300  МГц  не  более ; . . . , 


0,5  мкА 
10  мкА 
1,0  пФ 

1,0  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  любой  формы  и периодичности  при 


температуре  от  —60  до  100°  С 24  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С 50  мА 

при  100°  С 25  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  тимп  <10  мкс  и скважности 
10: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С 500  мА 

при  100°  С 250  мА 


В диапазоне  температуры  от  35  до  100°  С средний  или  им- 
пульсный прямой  ток  снижается  линейно. 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  100°  С 


Ом 

0,8 

0,6 

0,4 

-50  -10  30  70  °С 


Зависимость  дифференциального  сопро- 
тивления от  тока. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  температуры. 
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Зависимость  заряда  переключения  от  пря- 
мого тока. 


КД409А 

Диоды  кремниевые  эпитаксиальные  в пластмассовом  корпусе. 
Предназначены  для  работы  в селекторах  телевизионных  каналов 
и другой  аппаратуре  широкого  применения.  Масса  диода  не  более  0,16  г. 


Постоянный  обратный  ток  при  (Уойп  = 24  В не  более: 

при  25°  С . . 0,5  мкА 

при  100°  С 10  мкА 

Емкость  диода  при  ІІ0 6р=  15  В не  более  . 2 пФ 

Дифференциальное  сопротивление  при  /п„  = 10  мА,  / = 

= 50-г- 1000  МГц  не  более 1 Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С . 50  мА 

при  100°  С 25  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  т„мп  < 10  мкс  и скваж- 
ности 10: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С 500  мА 

при  100°  С 250  мА 
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Постоянное  или  импульсное  обратное  напряжение  любой 
формы  и периодичности  при  температуре  от  — 60  до 

100°  С 24  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 

до  100°  С 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  35  до  100°  С / 
и /пр.имп.макс  снижаются  линейно.  . 


пр. макс 


Ом 

0,8 

0,6 

0,4 


ГА 

№ 

'ОВД 

ѵ 35 

ОМГц 

6 

/2501- 
^5  ОМ 

ігц 

СцГ°2' 

7±10°С 

*пр 

ІО 


Ом 

0,8 

0,6 

0,4 


20  30  40  мд  -70  -30 


ГА 

КД 

1: 

Іпр-1 

Ом 

4 

6=50-1 03 МГц 

— 

ІО 


30  эо°с 


Зависимость  дифференциального  соп- 
ротивления от  прямого  тока. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  температуры. 


ПФ 

г 

і 

о 

Зависимость  емкости  от  напряжения. 


А 

Щ41 

19 Д 

4 С 



- — 

и- 

сэ 

°С 

ио6р 

4 в 12  16  го  В 


Раздел  пятый 

ДИОДЫ  ИМПУЛЬСНЫЕ 


АД110А 


Диоды  арсенидогаллиевые  меза-диффузионные.  Масса  диода  не 
более  0,15  г. 


Положительный. 


Зависимость  выпрямленного 
тока  от  частоты. 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение: 

при  /пр=  10  мА  1,5  В 

при  —60°  С 1,8  В 

Постоянный  обратный  ток  при  II 0 др  = 20  В: 

при  — 60  и 25°  С 5 мкА 

при  85°  С 100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от  — 60 

до  35°  С 30  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  температуре  от  — 60  до  35°  С 10  мА 

при  85°  С 5 мА 

Температура  перехода 100°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 60 


до  100°  С 


~т6 

’ОСС 

т 

■I, 

ур 

О г Ц е в па 


Зависимость  времени  восстановле-  Зависимость  времени  восстановления 
ния  от  прямого  тока.  от  обратного  напряжения. 


АД516А,  АД516Б 


Диоды  арсенидогаллиевые  точечные. 

Предназначены  для  работы  в быстродействующих  импульсных 
схемах.  Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  диода  не  более  0,6  г. 


АД  51  5 


л 

1 1 

Т I 

І._| 

6,1 

9,5 


Ѳ. ' ©. 


Электрические  параметры 

Прямое  напряжение  при  /пр=  2 мА  не  более: 

при  температуре  25  и 100°  С 

при  — 60°  С 


1,5  В 
1,8  В 
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Постоянный  обратный  ток  при  і/об0  = 10  В не  более: 
при  температуре  от  —60  до  25°  С . 

при  100°  С ‘ | ‘ ‘ | 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более- 

для  АД516А 

для  АД516Б 

Емкость  корпуса  не  более 

Индуктивность  выводов  не  более 

Дифференциальное  сопротивление  при  = 2 мА  не 
более ф 

Заряд  переключения  при  /пр=  5 мА,’{/обо  = Ш В не  бо- 
лее   г 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при  пере- 
ключении с Іпр—  5 мА  на  і/0бр  = 10  В,  сопротивлении 
нагрузки  500  Ом  и отсчетном  токе  0,1  мА  не  более  .... 


2 мкА 
100  мкА 

0,5  пФ 
0,35  пФ 
0,2  пФ 
1,7  нГ 

150  Ом 

5 пКл 


1 нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение 

Прямой  ток: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С . . 

при  100°  С ! ......  . 

Прямой  Импульсный  ток  при  длительности  импульса  не  бо- 
лее 10  мкс  и скважности  не  менее  1000: 
при  температуре  от  —60  до  85°  С . . 

при  юо°  с !.'!.’!!!! 

Температура  перехода  

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ........ 


10  В 

2 мА 
1 мА 


30  мА 
15  мА 
100°  С 
От  —60 
до  100°  С 


Примечание.  1 
„ о с „ і а а о ПР*  имп-  макс 

от  35  до  100°  С снижаются  линейно. 


и 


пр.  макс  в Диапаз<>не  температуры 


Зависимость  емкости  от  напряже-  Зависимость  максимально  допусти- 
ния*  мого  импульсного  тока  от  длитель- 

ности импульса. 
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Зависимость  заряда  переключения 
иот  прямого  тока. 


Зависимость  заряда  переключения 
от  обратного  напряжения. 


МА 


1,0 


о 

-80  -00  0 00  во  °С  -80  -00  О 00  60  °С  ■ 

Зависимость  максимально  допусти-  Зависимость  максимально  допусти- 
мого прямого  тока  от  температуры.  мого  прямого  импульсного  тока  от 

температуры. 


I ' 

1пр.макс 

— 1 

N 

АД 

57^/7, 

г 

^ ПВ.ИМП 

N 

N 

к 

едете) 

Т 

ГД507А 

Диод  германиевый  с золотой  связкой.  Выпускается  в стеклянном 
корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  диода  не  более  0,2  г. 

ГД 5 07 А 


25  7.5 25 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 5 мА  не  более: 

при  температуре  25  и 40°  С 0,5  В 

при  -40°  С 0,7  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  ивп=50  мА  . . . 4 В 

Постоянный  обратный  ток  при  (/0бр=  20  В не  более  . . . . 50  мкА 

Нестабильность  обратного  тока  не  более 2 мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
/пр=  20  мА,  ІІ обр.имп  =1°  /отс*=  1 “А  не  более  ...  0,1  мкс 
Емкость  диода  при  (У0бв=  5 В не  более  . . . 0,8  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение .' 20  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности  им- 
пульса 2 мкс  и скважности  не  менее  4 30  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток 16  мА 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  снижении  обрат- 
ного напряжения  любой  формы  и периодичности  до  12  В 35  мА 
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Импульсный  прямой  ток  длительностью  10  мкс  без  превы- 
шения среднего  прямого  тока 100  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 

до  +60°  С 


Зависимость  обратного 
тока  от  температуры. 

1 — максимальные  зна- 
чения; 2 — типичные 
значения  тока. 


Зависимость  времени 
восстановления  обрат- 
ного сопротивления  от 
прямого  тока. 


Зависимость  импульс- 
ного прямого  напряже- 
ния от  амплитуды  им- 
пульса прямого  тока. 


О 5 ІО  15  В 


Зависимость  емкости  от 
напряжения.. 


МЛ 
150 

100 

50 
О 

Зависимость  допустимо- 
го импульса  прямого  то- 
ка от  длительности  им- 
пульса. 


\*Лр 

ГД 

■,07/1 

у Х35МЯ 
\ 16 МА 
Ъимп 

/ І&ПотШс 


ГД508А,  ГД508Б 


Диоды  германиевые  микросплавные. 

Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Масса 
диода  не  более  0,2  г. 


ГД508 

Маркировочная  точка-пшсовой  вывод 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА  и темпе- 
ратуре 55  и 25°  С не  более: 

для  ГД508А 

для  ГД508Б 

Импульсное  прямое  напряжение  при  ІПТ,ЛІМП=  12  мА  . . . 
Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0 б0  = 8 В не  более: 

для  ГД508А 

для  ГД508Б 

при  55°  С: 

для  ГД508А  ......  .* 

для  ГД508Б 

Емкость  диода  при  {/0ер=  0,5  В не  более 

Заряд  переключения  при  /пр=  10  мА,  (Уо6р.  имп=  5 В 
не  более  


0,7  В 
0,65  В 
1,5  В 

60  мкА 
100  мкА 

150  мкА 
200  мкА 
0,75  пФ 

20  пКл 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 8 В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности  им- 
пульса 5 мкс  и скважности  >4 10В 

Прямой  трк . . 10  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  длительности  импульса  не  бо- 
лее 10  мкс  без  превышения  среднего  прямого  тока  . . . . 30  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 

до  55°  С 


Зависимость  обРатного  тока  от  тем-  Зависимость  обратного  тока  от  тем- 
пеРатуРы..  пеРатуРы. 


Зависимость  емкости  от  напРяже-  Зависимость  заРяда  пеРеключения 
ния.  от  прямого  тока. 
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ГД511А,  ГД511Б,  ГД511В 

Диоды  германиевые  точечные. 

Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Марки- 
руются цветными  точками  на  корпусе  диода:  две  Голубые  точки  — для 
ГД51ІА,  голубая  и желтая  точки— для  ГД511Б,  голубая  и оранжевая 
точки  — для  ГД511В.  Масса  диода  не  более  0,3  г. 

ГД511 


•о  | іо 

•©.*  чэ' 

НН 

■! 

г л 

<5Г 

1 

— 1! -1 

— НН 

ч.  У 

— і 

22,7 

^ м ^ 

- г2-7  г 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  = 5 мА  не  более. 

при  25°  С 

при  — 60°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  (Уойп  = 10  В не  более: 

для  ГД511А 

для  ГД511Б 

для  ГД511В  . . 

при  70°  С : 

для  ГД51  ІА 

для  ГД511Б 

для  ГД511В 

Емкость  диода  при  ІІо6р  = 5 В не  более 

Заряд  переключения  при  переключении  с /пр  = 10  мА  на 
^обр  = 10  В не  более: 

для  ГД511  (А,  В) 

для  ГД511Б 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 12  В 

Средний  выпрямленный  ток 15  мА 

Импульсный  прямой  ток 50  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  70е  С 


-60-40-20  0 20  ча  60 °С 
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_ 
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-80  -60-40-20  О 20  40  60  °С 


Зависимость  прямого  напряжения  от 
температуры. 


0,6  В 
1,5  В 

50  мкА 
100  мкА 
200  мкА 

200  мкА 
400  мкА 
600  мкА 
1 пФ 


100  пКл 
40  пКл 
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Зависимость  обратного  тока  от 
температуры. 


Д18 

Диод  германиевый  точечный.  Выпускается  в металлостекляпном 
корпусе  и имеет  гибкие  выводы.  Масса  диода  не  более  0,6  г. 

Д 16 


о ГТСЭ 

У] 

Т 

1 . ♦ 

“Г 

II 

г •©■ 

1 

іі. 

У 

25-Ъ 

25 

72 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=  20  мА  не  более  1,0  В 
Постоянный  обратный  ток  при  1/0бр  — 20  В не  более  ....  50  мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
/„ р =60  мА  и і/0бр.  имп=  10  В,  /0 тс=  1 “А  не  более  . . 0,1  мкс 

Время  установления  прямого  сопротивления  при 

/„р.  имп=50мА  не  более  . . ' 0,08  мкс 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /Пр.имп=  50  мА  . . . 5 В 

Емкость  диода  при  {/о6о  = 3 В не  более • . 0,5  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от 

—40  до +60°  С 20  В 

Импульсный  прямой  ток  при  длительности  импульса  до 

10  мкс  и скважности  более  4 50  мА 

Постоянный  прямой  или  средний  выпрямленный  ток  при 

температуре  от  — 40  до  60°  С 16  мА 

Диапазон  рабочих  температур  окружающей  среды  ....  От  —40 

до  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7  • 104 


^ 4АѴ/  с»  * ѵ і 

Вибрация  в диапазоне  частот  от  10  до  600  Гц  с ускорением  До  10  § 


Ом 
200 
7 00 
50 

20 

Характеристики  времени  установ-  10 
ления  прямого  сопротивления.  0 0,04  0,0в  0,12  0,16  мне 
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Я гір 

Т •ЗмД 

Д18 

— ч 

‘ ПР 

Ч 

20  ~ 

— і 

і 

Зависимость  времени  восстановле-  Зависимость  времени  восстановле- 
ния обратного  сопротивления  от  ния  обратного  сопротивления  от 

обратного  напряжения.  прямого  тока. 


1 — для  5%;  2 — 50%;  3 — 95% 
диодов. 


/ — для  5%;  2 — 50%;  3 — 95% 
диодов. 


Зависимость  импульсного  прямого 
напряжения  от  прямого  ,тока. 

/ - для  5%;  2 — 50%;  3 — 95% 

диодов. 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. 

1 — для  5%;  2 — 50%;  3 — 95% 
диодов. 


Д219А,  Д220,  Д220А,  Д220Б 

Диоды  кремниевые  микросплавные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Диоды  маркируются:  Д220;  Д220А;  Д220Б  — желтой  точкой, 
Д219А  — красной.  На  минусовой  вывод  диодов  Д219А,  Д220А  нане- 
сена черная  точка,  Д220  — синяя,  Д220Б  — зеленая.  Плюсовой  вывод 
отмечен  красной  Точкой.  Масса  диода  не  более  0,5  г. 
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Д219А-Д220Б 


НЬч 

п 

ггтгі 

п 

і! 

<о 

с? 

—II — 

ігіп 

12 

и 

— чн- — 

60 

Электрические  параметры 


/пр  1 50  мА 


Постоянное  прямое  напряжение  при 
не  более,  В,  при  температуре: 

для  Д219А  . 

для  Д220,  Д220А,  Д220Б 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр=50  мА, 
25  С: 


для  Д219А 

для  Д220,  Д220А,  Д220Б  

Постоянный  обратный  ток  при  (7обр=  і/0бр.макс 

не  более . . 

при  100°  С: 

для  Д219А,  Д220  

для  Д220  

для  Д220Б 

Стабильность  обратного  тока  при  100°  С : 

для  Д219А,  Д220А 

для  Д220  

для  Д220Б 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
при  /пр  - • 30  мА,  ^обр.имп  = 50  В,  /отс~0>4  мА 

. не  более 

Емкость  диода  при  Добр  = 5 В не  более 


25°  С 100°  С 

1,0  1,1 

1,5  1,9 


2,5  В 
3,75  В 

1,0  мкА 

30  мкА 
20  мкА 
40  мкА 

±8  мкА 
±6  мкА 
± 10  мкА 


0,5  мкс 
15  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от  —55  до  + 100°  С: 

для  Д219А,  Д220А 

для  Д220  

для  Д220Б 

Выпрямленный  ток: 

при  25°  С 

при  100°  С 

В интервале  от  25  до  100°  С выпрямленный  ток 
снижается  линейно. 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

» 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха 

Постоянные  и ударные  ускорения 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10 — 

600  Гц 

Вибрационные  ускорения  на  частоте  50  Гц 

Гарантийная  наработка  не  менее 


70  В 
50  В 
100  В 

50  мА 
20  мА 


От  -55 
до  +100°  С 
До  98% 
От  2,7- 104 
до  3 - ІО5  Па 
До  100  ^ 

До  7,5  § 
До  12  § 
5000  ч 
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Д310 

Диод  германиевый  сплавной.  Выпускается  в металлостеклянном 
корпусе  и имеет  гибкие  выводы.  Масса  диода  не  более  0,5  г, 

ДЗЮ 


18 


60 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 500  мА 

не  более 

Постоянный  обратный  ток  при  і/обр  = 20  В не  бо- 
лее   , . 

Нестабильность  обратного  тока  при  0обр  = 20  В 
Время  установления  прямого  сопротивления  при 

/ггр.имп  = 800  мА  не  более 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
при  /пр=  500  мА,  Но6р.имп.маІ(с  = 20  В не  более 

Емкость  диода  при  Добр=  20  В не  более 

Импульсное  сопротивление  при  /Пр.І,Мп=  800  мА 
не  более 


0,55  В 

20  мкА 
±2  мкА 

0,15  мкс 

0,3  мкс 
15  пФ 

3 Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 20  В 

Постоянный  прямой  ток 500  мА 

Средний  выпрямленный  ток 250  мА 

Рассеиваемая  мощность  при  20°  С 275  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —55 

до  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- 104 

до  3-  ІО6  Па 

Вибрации  в диапазоне  частот  10 — 600  Гц  с ускоре- 
нием   До  7,5  § 

Многократные  удары  с ускорением  До  75  § 

Линейные  ускорения До  25^ 

Гарантийная  наработка  не  менее 10  000  ч 


і і _і 

0 2 ч 6 8 10  12  14  16  18  20В 


Зависимость  емкости  от  напря- 
жения (заштрихована  зона  раз- 
броса возможных  положений 
графиков  зависимости). 
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Д311,  Д311А,  Д311Б 


Диоды  германиевые  с мезаструктурой. 

Диоды  выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Масса  диода  не  более  0,6  г. 


Зависимость  импульсного  прямого  тока  от  скважности.  Скважность 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА 
не  более:  и 

для  Д311,  Д311А 

для  Д311Б 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр.  имп=  50  мА 
не  более: 

для  Д311  . 

для  Д311А 

для  Д311Б " 

Постоянный  обратный  ток  при  6'обр=  30  В не  бо- 
лее   Г 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
при  /пр.имп  50  мА,  6^0бр.имп  ~ Ю В, /отсч  = 1 мА 

не  более  

Емкость  диода  при  Цобр  = 5 В не  более: 

для  Д31 1 . '. 

для  Д311А 

для  Д311Б 


0,4  В 
0,5  В 


1,25  В 
1,0  В 
1,5  В 


100  мкА 


0,05  мкс 

1,5  пФ 

3.0  пФ 

2.0  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от -40  до +60°  С ЗОВ 


4 Зак,  428 
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Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 40 
до  +25°  С: 

для  Д311 40  мА 

для  Д311А 80  мА 

для  Д311Б 20  мА 

при  60°  С для  всех  групп 20  мА 

Импульсный  прямой  ток,  мА,  при  тимп  = 10  мкс 
и температуре:  От  — 40  до  +20°  С 60° 

для  Д311  500  - 250 

для  Д311А 600  300 

для  Д311Б 250  200 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  95 — 98% 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  5— 

2000  Гц До  15  § 

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением  ...  До  150^ 
Одиночные  удары  с ускорением До  150^ 


Зависимость  времени  восстановле-  Зависимость  емкости  от  напряжения, 
ния  обратного  сопротивления  от  пря- 
мого тока. 


В 

1,0 

0,75 

0,5 

0.25 


^пр.і 

— — 1 

імп.  макс 
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311  -,д  311 

й\ 
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100  МЙ 
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120 

50 

60 

30 


?обр 
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т 

Зависимость  максимального  импульс- 
ного напряжения  от  прямого  тока. 


-40-30-20-10  О 10  20  30  40  50  °С 


Зависимость  обратного  тока  от  тем- 
пературы. 
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-40-20  О 20  40° С 


-40  -20  0 20  40  °С 


Зависимость  допустимого  пря- 
мого тока  от  температуры. 


Зависимость  допустимого  прямого  им-* 
пульсного  тока  от  температуры. 


Д312,  Д312А,  Д312Б 

Диоды  германиевые  с мезаструктурой. 

Диоды  выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  диода  не  более  0,6  г. 


Д312-Д312Б 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр=  10  мА 

не  более 0,5  В 

Импульсное  прямое  напряжение  при  /пр,  имп  = 

= 50  мА  не  более: 

для  Д312,  Д312А  1,25  В 

для  Д312Б 1,0  В ' 

Постоянный  обратный  ток  при  (Уобр  = і/об  макс 

не  более Ю мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
при  /пр  50  мА,  6^0бр,  имп  —10  В,  /ртсч  “ 1 мА 
не  более: 

для  Д312,  Д312А 0,5  мкс 

для  Д312Б 0,7  мкс 

Емкость  диодов  при  і/0бр=  5 В не  более 3 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от  —40  до  +60°  С: 

для  Д312,  Д312Б  100  В 

для  Д312А 75  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  температуре  от  —40  до  +20°  С .....  . 50  мА 

при  60°  С 20  мА 

4*  99 


Импульсный  прямой  ток  при  тнмп  < 10  мкс: 

при  температуре  от  —40  до  +20°  С 500  мА 

при  60°  С 200  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

Л „ ' До  +60°  С 

Относительная  влажность  при  40  С До  95 98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- 104  до 

„ 3-’і0«  Па 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  5 — 

Л ,2000  Гп До  15  ё 

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением  ...  До  150  § 
Линейные  нагрузки  с ускорением  ..........  До  150  ^ 


мне 
0,3' 

0,2 

0,1 

О 

Зависимость  времени  восстановле- 
ния обратного  сопротивления  оттока. 


20  40  60  80  МД 


О 20  40  60  дОмД 


Зависимость  максимального  импульс- 
ного напряжения  от  прямого  тока. 


Зависимость  импульса 
прямого  тока  от  скваж- 
ности. 


КД503А,  КД503Б 

Диоды  кремниевые  планарные. 

Выпускаются  в стеклянном  герметичном  корпусе  и имеют  гибкие 
выводы.  Масса  диода  не  более  0,3  г. 


КД503А,  КД503В 

•о 

с* 

( 

Г=г -|| 

II 

II 

25 

25 

7,5 

100 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  / 

для  КД503А 

для  КД503Б . . . 

Импульсное  прямое  напряжение  при  / 
не  более: 


Пр  = 1 0 мА  не  более: 

, 1,0  В 

1,2  В 

пр.  имп  = 50  мА 


для  КД503А 2,5  В 

для  КД503Б 3,5  В 

Обратный  ток  при  і/0ер  = 30  В не  более  10  мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
/Пр  — 10  мА,  и об  р.  имп.  макс " 10  В,  / отсч  = 2 мА  не  более  10  нс 
Емкость  диода  при  Е/обр  = 0 В: 

для  КД503А 5,0  пФ 

для  КД503Б  . . . . 2,5  нФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от  — 40 


до  +70°  С г 30  В 

Постоянный  прямой  ток: 

при  температуре  от  — 40  до  +25°  С 20  мА 

при  70°  С 15  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  тимп  < 10  мкс: 

при  температуре  от  — 40  до  +25°  С 200  мА 

при  70°'С  .'с г,  ...  . 150  мА 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 

до  +70°  С 

Относительная  влажность  при  40°  С До  95 — 98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- ІО4  до 

3- ІО5  Па 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10— 

600  Гц До  7,5  § 

Одиночные  удары  с ускорением До  500  § 

Линейные  ускорения '. До  25  § 

Гарантийная  наработка  не  менее  5000  ч 


Зависимость  максимального  им-  Зависимость  емкости  от  напря- 

пульсного  напряжения  от  прямого  жения. 

тока. 
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Зависимость  допустимого  тока  в 
импульсе  от  длительности  импульса. 


2 10  20  50  мЛ 


Зависимость  времени  восстановле- 
ния обратного  сопротивления  от 
тока.  Переключение  на  обратное 
напряжение  10  В,  /отсч  = 2 мА, 
сопротивление  нагрузки  — 150  Ом. 


КД504А 

Диод  кремниевый  микросплавной.  Выпускается  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п„  = 100  мА: 

при  25°  С 

при  — 40°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0ла  — 40  В: 

при  25°  С . . 

при  100°  С 

Заряд  переключения  при  /пр=  300  мА,  /У0бР  = 
= 30  В не  более  


1,2  В 
1,4  В 

2 мкА 
100  мкА 

1,5-10-в  кл 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 

от  —60  до  100°  С 40  В 

Средний  выпрямленный  или  прямой  ток 
при  т„мп  < 10  мкс  и амплитуде  импульса  1,5  А, 
при  ТцМП  > 10  мкс  и амплитуде  импульса  1 А 


не  более: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С 240  мА 

при  100°  С 80  мА 


Прямой  средний  ток  при  длительности  импульса 
10  мкс  и амплитуде  2А: 

при  35°  С 

при  100°  С 
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160  мА 
80  мА 


Аварийная  перегрузка  при  однократном  импульсе 
тока  длительностью  0,5  с и температуре  25°  С 1000  мА 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  100°  С 

Примечание.  В интервале  температуры  от  35  до  100°  С токи  сни- 
жаются  линейно. 


0,2  0,4  Л 


Зависимость  емкости  от  напряже-  Зависимость  прямого  импульсного 

ния.  Дана  зона  разброса.  напряжения,  измеренного  через 

0,2  мкс  от  начала  импульса  от 
прямого  тока. 


КД509А 

Диод  кремниевый  эпитаксиально-планарный. 

Выпускается  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Масса 
диода  не  более  0,25  г. 


05ч.  і 

КД 509 А 

ІО 

■©-'  г 

25 

75 

25 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /по  = 100  мА: 

при  25°  С 1,1  В 

при— 55°  С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  1/о6р  = 50  В: 

при  25°  С 5 мкА 

при  85°  С 100  мкА 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  (/обр=  10  В 
не  более 400  пКл 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток: 

при  температуре  25°  С 100  мА 

при  85°  С . 50  мА 

Импульсный  прямой  ток  при  тнмя  < 10  мкс  без  превыше- 
ния среднего  тока: 

при  температуре  25°  С 1,5  А 

при  85°  С 0,5  А 
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Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности 
импульса  не  более  2 мкс  и скважности  не  менее  10  ...  . 70  В 


Примечание.  Значения  максимальных  токов  в интервале  темпе- 
ратуры от  25  до  85°  С снижаются  линейно. 


0 10  20  30  40  50  60  мА 


Зависимость  заряда  переключения  от 
прямого  тока. 


Зависимость  емкости  от  напря- 
жения. Дана  зона  разброса. 


Зависимость  прямого  импульс- 
ного напряжения  от  тока. 
Дана  зона  разброса. 


КД510А 


Диод  кремниевый  эпитаксиально-планарный. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  диода  не  более  0,7  г. 


Л 


КД  57  ОД 


■в- 

1 

12 


«а 


25 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 200  мА  не  более: 

при  25  и 85°  С 1,1В 

при—  60°  С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0^„  = 50  В не  более: 

при  25  и —60°  С 5 мкА 

при  85°  С 100  мкА 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более 4 пФ 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  ІІ0 6р.  имп  = 10  В 
не  более 400  пКл 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток: 

при  температуре  от  — 60  до  25°  С 200  мА 

при  85°  С ; . . . 100  мА 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности 

импульса  не  более  2 мкс  и скважности  не  менее  10  . . . 70  В 

Импульсный  прямой  ток  при  длительности  импульса 

не  более  10  мкс  и температуре  от  — 60  до  85°  С 1500  мА 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 60 


до  85°  С 


О ГО  20  30  ЧО  мА 


Зависимость  заряда  переключе- 
ния от  прямого  тока. 


Зависимость  прямого  импульсного 
напряжения-  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. Дана  зона  разброса. 


и 1 

ипр.имп.  маис 

* 

Д510Л 

✓ . 

іс 

/ / 

Іпр.и 

МП 

... 

0| ггу.чгги 

50  100  200  500  ЮООмй 
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КД512А 

Диоды  кремниевые  планарно-эпитаксиальные. 

Диоды  выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами 
Масса  диода  не  более  0,3  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА  не  более 

при  —40°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  і/обр  = 15  В не  более: 

при  25°  С 

при  85°  С 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
^пр.  имп  10  мА,  і/0бр.  имп  = Ю В,  /отсч  = 2 мА  не  более 

Заряд  переключения  при  /пр  = 10  мА . . . 

Емкость  диода  при  Добр  = 5 В не  более  


1 В 
1,5  В 

5 мкА 
100  мкА 

1 нс 
30  пКл 
1 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от 40 

до  1 00  С 

Постоянный  или  средний  прямой  ток1: 

при  35°  С 

при  100°  С 

при  —40°  С 

Прямой  импульсный  ток2  при  тимп  < 10  мкс: 

при  35°  С 

при  100°  С 


15  В 

20  мА 
10  мА 
20  мА 

200  мА 
100  мА 


1 в 
! в 
«инейно. 


диапазоне  температурь,  от  35  до  100°  С /пр  макс  снижается  линейно, 
диапазоне  температуры  от  35  до  100°  С /пр.имп.макс  снижается 
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при  —40°  С 200  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 

до  100°  С 


о 5 іо  15  гама 


Зависимость  заряда  переклю-  Зависимость  емкости  от  напряжения, 

чения  от  прямого  тока. 


КД513А 

Диод  кремниевый  эпитаксиально-планарный  в пластмассовом  кор- 
пусе. Масса  диода  не  более  0,11  г. 

КД5ІЗА 


•о 


ЗА 

\ вывод, ,+“  Г 

-Ч— 


4,5 


со  I 
с? 


Постоянный  обратный  ток  при  11 0 бр  = 50  В не  более: 

при  25  и — 60°  С 

при  85°  С 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 100  мА  не  бо- 
лее: 

при  25  и 85°  С 

при  — 60°  С 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  1/0бр.  имп  = Ю В 
не  более  


5 мкА 
100  мкА 


1,1  В 
1,5  В 

400  пКл 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности 

импульса^ 2 мкс  и скважности  не  менее  10 

Постоянный  или  средний  прямой  ток1: 
при  температуре  от  —60  до  35°  С . . 

при  85°  С 

Импульсный  прямой  ток1  длительностью  10  мкс  при 
скважности  не  менее  20  без  превышения  среднего  пря- 
мого тока:  г 

при  температуре  от  —60  до  35°  С . 

при  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  .... 


50  В 

70  В 

100  мА 
50  мА 


1,5  А 
0,5  А 
От  —60 
до  85°  С 


1 В интервале  температуры  от  35  до  85°  С токи  снижаются  линейно. 


от  прямого  тока. 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния.  Дана  зона  разброса. 


Зависимость  прямого  им- 
пульсного напряжения 
от  тока  Дана  зона  раз- 
броса. 
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КД514А 

Диод  кремниевый  с контактом  металл  — полупроводник. 

Диоды  выпускаются  в стеклянном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  диода  не  более  0,35  г. 


КД51ЧА 


1. 

А 

-4—] 

25 

1 

25 

7,5 

Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 10  мА: 

при  20°  С 

при  +70  и — 40°  С . 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр~  6 В и температуре 

от  — 40  до  +70°  С не  более  . . . . 

Дифференциальное  прямое  сопротивление  при/пр  = 10  мА 

не  более 

Эффективное  время  жизни  неравновесных  носителей 

заряда  

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более  . . . . . 


1.0  В 
1,5  В 

5.0  мкА 

30  Ом 

0,1  нс 
0,9  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Постоянный  прямой  ток 10  мА 

Прямой  импульсный  ток  1 при  тИмп  < Ю мкс: 

при  температуре  от  —40  до  25°  С 50  мА 

при  70°  С . . 20  мА 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 40 

до  +70°  С 

Гарантийная  наработка  не  менее 5000  ч 


1 При  среднем  прямом  токе,  не  превышающем  максимальный  постоянный 
прямой  ток. 


Зависимость  дифференциального  сопро- 
тивления от  прямого  тока. 


Зависимость  емкости  от  напря- 
жения. 
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КД518А 

Диод  кремниевый  эпитаксиально-планарный  в пластмассовом 
корпусе. 

Предназначен  для  работы  на  прямой  ветви  вольт-амперной  харак- 
теристики. Масса  диода  не  более  0,11  г. 


+ 


КД518А 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /п  = 1 мА  и темпе- 
ратуре 25°  С не  менее  . 

при  85°  С 

при  —бо°  с ;;;;;;;;;;;; 

ПРИ  Лір  = 100  мА  не  более: 
при  25  и 85°  С 

при  —бо°  с 

В диапазоне  температуры  от  —60  до  85°  С значение  пря- 
мого напряжения  изменяется  по  закону  II „„  (/„„  = 

ТКН  =Мй^22^В/°СГ  = 25°  С)  + ТКН  (25  ~ где 


0,57  В 
0,44  В 
0,75  В 

1,1  В 
1,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  или  средний  прямой  ток: 
при  35°  С 

при  85°  с 

Импульсный  прямой  ток  длительностью  10  мкс  при  скваж- 


100  мА 
50  мА 


НО 


ности  не  менее  20  без  превышения  среднего  прямого  тока: 

при  температуре  354  С 1,5  А 

при  85°  С . . ! 0,5  А 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 

до  85°  С 

Примечание.  Токи  в диапазоне  температуры  от  35  до  85*  С сни- 
жаются линейно. 


КД519А,  КД519Б 


Диоды  кремниевые  эпитаксиально-планарные. 

Выпускаются  в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Марки- 
руются цветной  точкой  со  стороны  плюсового  вывода:  КД519А 

белая  точка,  КД519Б  — красная  точка.  Масса  диода  не  более  0,2  г. 


фз  ; 
, 4 -X1 

" I4 /Г“ 

1 1 

1 

ч-11— 

1 1 
. Б чі 

1 ' 1 

25 

7,5 

Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пп  = 100  мА  не  более: 

при  25  и 85°  С . Т 

при  —40°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  1/об„  = 30  В не  более: 

при  85°  С 

при  — 40  и 25°  С . 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более: 

для  КД519А 

для  КД519Б 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  (Уобр  имп  = 10  В 
не  более  


1,1  В 

1,5  В 

100  мкА 
5 мкА 

4 пФ 
2,5  пФ 

400  пКл 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . . . 30  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности 

импульса  2 мкс  и скважности  не  менее  10 40  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток 30  мА 


Ш 


Импульсный  прямой  ток  длительностью  10  мкс  без  пре- 
вышения среднего  прямого  тока 300  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 

до  85°  Г 


Зависимость  заряда  переключения 
от  прямого  тока. 


сд 

V 

\ 

V. 

\ " 
\ 



Т=2 

5°  С 

КДі 

■19Д 

----- 

. 

— 

КД5І96 

иобр 

0,4' -ГГт- 

О 5 10  15  20  25  В 


Зависимость  емкости  от  напряжения. 
Дана  зона  разброса 


> -г  Г 

50  100  200 МД 


Зависимость  прямого  импульсного 
напряжения  от  тока. 


КД520А 


Диод  кремниевый  планарно-эпитаксиальный.  Выпускается  в стек- 
лянном корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  диода  не  более  0,2  г. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 20  мА  не  более- 

при  25°  С 

при  —бѳ°  с !!!!!'! 

Постоянный  обратный  ток  при  і/о6о  = 15  В не  более: 
при  25°  С 

при  юо°  с 


1 в 

1,2  В 

1 мкА 
20  мкА 
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Емкость  диода  при  1/о6р  =5  В не  более  ...... 

Заряд  переключения  при  /„  = 10  мА,  і/о6о  имп  = 10 

НР  ПП.ТТРР  ѵ н ” 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток 

Импульсный  прямой  ток  длительностью  10  мкс  при  скваж 

ности  не  менее  2,5 

Постоянное  обратное  напряжение [ " \ \ 

Импульсное  обратное  напряжение " 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  . ! 


3 пф 
100  пК.л 


20  мА 

50  мА 
15  В 
25  В 
От  —50° 
до  100° С 


КД 522 А,  КД 522  Б 


Диоды  кремниевые  , эпитаксиально-планарные  в 
^Р^усе.  Маркируются  цветными  полосами:  КД522А 
КД522Б  — три  кольца.  Масса  диода  не  более  0,2  г. 


пластмассовом 
— два  кольца, 


КД  522 

і г з 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /по  = 100  мА  не  более: 

при  25°  С 1,1В 

при  —55°  С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0^„  = 1/обв  макс  не  более: 
при  25°  С: 

для  КД522А 2 мкА 

для  КД 522  Б 5 мкА 

при  85°  С 50  мкА 

Емкость  диода  не  более 4 пФ 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  У0бр.  имп  = Ю В 
не  более  . . . ‘ 400  пКл 


Зависимость  емкости  от  напря** 
жения.  Дана  зона  разброса. 


Зависимость  заряда  переключения  от 
прямого  тока. 


Зависимость  прямого  установив- 
шегося напряжения  от  прямого 
импульсного  тока. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение: 

для  КД522А  ...  . 30  В 

для  КД 522 Б 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительности 
импульса  10  мкс  и скважности  не  менее  10: 

для  КД522А 40  В 

для  КД522Б 60  В 

Средний  выпрямленный  ток  1: 

при  температуре  от  — 55  до  35°  С 100  мА 

при  85°  С 50  мА 


Импульсный  прямой  ток1  длительностью  10  мкс  без  пре- 


1 В диапазоне  температуры  от  35  до  85°  С токи  снижаются  линейно. 
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вышения  среднего  выпрямленного  тока- 
при  температуре  от  -55  до  35°  С 1500  мА 

при  85  С дед  МД 

Температура  перехода  •'''!!!’!!!!!!  125°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  55 

до  85°  С 


Раздел  шестой 

ДИОДНЫЕ  МАТРИЦЫ  И СБОРКИ 


КД901А,  КД901Б,  КД901  В,  КД901Г 

Кремниевые  бескорпусные  диодные  матрицы,  состоящие  из  диодов 
с общим  катодом.  д Аии 

..  МЖпЧкКД9о01А  состоит  из  одного  диода,  маркируется  одной  точ- 
кой, ІУДУШЬ  — г диода,  маркируется  двумя  точками-  КД901В  — 3 
диода,  маркируется  тремя  точками;  КД901Г-4  диода,  маркируется 
четырьмя  точками.  к 

Предназначены  для  использования  в гибридных  микросхемах,  поме- 
щаемых в герметичный  корпус.  Масса  матрицы  0,5  мг. 


КД  901 
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Постоянный  обратный  ток  при  11„ бр  = II  0бр-  макс  и темпе- 
ратуре 25°  С не  более 

при  85°  С и — 60°  С 

Емкость  диода  при  (У0бР  =0,1  В не  более 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при  /пр  = 
= 5 мА  и II о6 р.  ИМп  = 10  В,  /отс  = 2 мА  не  более  . . . . 


0,2  мкА 
1 мкА 
4 пФ 

20  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от 

—60  до  85°  С ЮВ 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  85°  С 


КД903А,  КД 903 Б 


Кремниевые  диодные  матрицы,  состоящие  из  восьми  диодов  с общим 
катодом,  изготовлены  по  планарной  технологии.  Выпускаются  в пласт- 
массовом корпусе.  Масса  матрицы  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 75  мА  не  более: 

при  —60°  С 1,3  В 

при  20°  С 1,2  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр=  20  В не  более: 

при  — 60°  С 1,0  мкА 

при  70°  С 5,0  мкА 

при  20°  С 0,5  мкА 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
/ пр,  имп  = 300  мА,  (70бр  = ю В,  /охсч  = 1 мА  не  более  150  нс 
Максимальное  импульсное  прямое  напряжение  при 

/ „р.  имп  = 300  мА  не  более  2 3В 

Емкость  при  (У0бр  = 5 В не  более 10  пФ 


ІИ) 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсный  прямой  ГОК  при  тимп  = 3 мкс 350  мА 

Суммарный  прямой  ток  или  суммарное  среднее  значение 
прямого  тока  через  все  элементы  или  через  один  любой  75  мА 

Постоянное  обратное  напряжение  20  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  60 

до  70°  С 


КД904А,  КД 904 Б,  КД 904  В,  КД904Г,  КД904Д, 

КД904Е 

Кремниевые  бескорпусные  диодные  матрицы,  состоящие  из  диодов 
с общим  анодом.  Матрица  КД904А  состоит  из  одного  диода,  маркируется 
одной  красной  точкой;  КД904Б  — 2 диода,  маркируется  двумя  квас- 
ными точками;  КД904В  — 3 диода,  маркируется  тремя  красными  точ- 
Ж.ЭТ41  3—4  диода>  маркируется  четырьмя  красными  точками- 
|>^04Д  — 3 диода-  маркируется  одной  красной  и двумя  синими  точками- 
КДУ04Ь  — 4 диода,  маркируется  двумя  красными  и двумя  синиміі 
точками. 

Предназначены  для  использования  в гибридных  микросхемах 
с общей  герметизацией.  Масса  матрицы  не  более  5 мг. 

КД  904 


1 

ь 


0.8 


Электрические  параметры 
прямое  напряжение  при  / = 0,01 


мА, 


^пр  1 


мА  не  более 


Постоянное 
не  менее: 
при  26°  С 
при  85°  С 

Постоянное  прямое  напряжение  при 
при  25°  С 

при  —бо°  с ;;;;;;; 

Постоянный  обратный  ток  при  і/о6р  = І/обр’. 

при  85°  с !.!!!!!.'!.'" 

Емкость  диода  при  і/обр=  0,1В  не  более  !!!’"' 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
Аір.  имп  = 5 мА,  1/0§р.  „мп  = 5 В не  более  . . . 

кпапГ/6-  Разность  прямых  напряжений  двух  диодов  матриц 
нё^более  Ю «аВ^9°4Е  И3  числа  пеРвых  тРех  Диодов  при  токах  от  50  до  500  мкА 


не  более 


0,45  В 
0,28  В 

0,8  В 
1,05  В 

0,2  мкА 

1 мкА 

2 пф 


при 


10  нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Йостоянное  обратное  напряжение 

Импульсное  обратное  напряжение  при  тинп  <2  мкс 

и скважности  не  менее  10 

Прямой  импульсный  ток  при  тимп  < 10  мкс  и среднем 

прямом  токе  не  более  5 мА 

Суммарный  постоянный  прямой  ток  через  все  элементы 

матрицы  

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  . . . . 


10  В 

12  В 

100  мА 

5 мА 
От  —60 
до  85°  С 


о го  40  60  80  мд 


О 12  3 4 5 мВ 


Зависимость  максимального  прямо- 
го импульсного  напряжения  от 
прямого  тока. 


Интегральные  распределения  раз- 
ности напряжений  на  двух  диодах 
матрицы. 


. М~е  10  ~5  ІО'4 10~3  Ю'г  10~!  1 . (Г 


Зависимость  емкости  от  нап- 
ряжения. 


Зависимость  максимально  допустимого  им- 
пульсного тока  от  длительности  импульса. 


КД906А,  КД906Б,  КД906В,  КД906Г,  КД906Д, 

КД906Е 


Кремниевые  планарно-  эпитаксиальные  диодные  матрицы  в пласт- 
массовом корпусе.  Состоят  из  четырех  диодов.  Диоды  матрицы  КД906 
(А,  Б,  В)  соединены  по  схеме  моста.  При  работе  в качестве  резервирован- 


ие 


ного  диода  они  включаются  1 и 2 выводами,  а матрицы  КД906  (Г  Д 
,)  1 и 2 или  3 и 4 выводами.  Масса  матрицы  не  более  0,5  г. 


КД906 


11 


$ 

6 5° 

11 

КДЭ0В(АДВ) 


чД 


з 

КДШ(ГЛЕ) 
1 * 

ФФ 


Электрические  параметры 

П°ТрЯиШ25  иР85°СНаПРЯЖеНИе  ПРИ  /пр=  50  мА  Не  более: 

при  —55° с Лвв 

Установившееся  прямое  напряжение  при  импульсе  пряі 
мого  тока  2 А не  более  . ” 9 к 

П0"Ы5Й  и б^55°ЫС  Т0К  ПРИ  Ѵ°бр  = '««  не 

при  85°  с р мкАд 

100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение’ 

для  КД906  (А,  Г)  . . . _ 

для  КД906  (Б,  Д)  . В 

для  кд 906  (в,  е)  в 

дляСад906Р(Гг)НаПРЯЖеНИе  ПРИ  Ти-  < 10  «к*  " 
для  КД906  (б,’  в,  д,  ’е}  I0,0  ® 

Постоянный  прямой  ток,  среднее  значение’ прямого’ тока’  & ° 
или  выпрямленный  ток-  прямого  тока, 

при  температуре  от  —55  до  50°  С 100  мА 

Импульсный  прямой  ток:' 30  мА 

ПРИ  тимп  < 10  мкс „ д 

„ ПРИ  среднем  прямом  токе  60  мХ’  ! , , 

Предельная  частота , * " 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей ‘среды  ! ! ! | От  _55 

до  85°  С 
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КД907А,  КД907Б,  КД907В,  КД907Г 

Кремниевые  бескорпусные  диодные  матрицы,  состоящие  из  одного 
(КД907А),  двух  (КД907Б),  трех  (КД907В),  четырех  (КД907Г)  диодов 
с общим  катодом. 

Предназначены  для  использования  в гибридных  микросхемах, 
помещаемых  в герметичный  корпус.  Масса  матрицы  не  более  6,6  мг. 


КД  907 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА  не  более: 


при  25°  С 1 В 

при  85°  С 0,95  В 

при  — 60°  С ѵ 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  110§ѵ  — 40  В не  более: 

при  — 60°  С и 25°  С 6 мкА 

при  85°  С ‘ 100  мкА 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более 4 пФ 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при  /пр  = 

= 10  мА,  і/0бр.  кип  = 10  В,  /0 тсч=  2 мА  не  более  ....  - 4 нс 

Заряд  переключения  при  /пв  = 50  мА,  /0бр.  иші=10  В 
не  более  400  пКл 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодичности  40  В 
Импульсное  обратное  напряжение 1 при  тимп  < 2 мкс 

и скважности  не  менее  10 60  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  *: 

при  температуре  от— 60  до  60°  С 50  мА 

при  85°  С 30  мА 

Прямой  импульсный  ток  2 при  тимп  < 2 мкс  без  превы- 
шения /„ р.  макс: 

при  температуре  от  —60  до  60°  С 0,7  А 

при  85°  С 0,5  А 

Суммарный  постоянный  ток  через  все  элементы  матрицы  50  мА 
Диапазон  температуры  окружающей  среды От  —60 


до  85°  С 


1 Длительность  импульса  при  расчете  скважности  определяется  на  уров- 
ве  "обо  = 40  в- 

* В диапазоне  температуры  от  60  до  85°  С токи  снижаются  линейно. 


Зависимость  заряда  переключения  Зависимость  емкости  от  напряже- 

от  прямого  тока.  Дана  зона  раз-  ния.  Дана  зона  разброса, 

броса. 


в 

2,1 

1,7 
1,3 
0,9 
0,5 

О 0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  А 


ипр 

КДІ 

107 

г " 

г 

✓ 

*прл 

1МП 

Зависимость  максимального  пря- 
мого импульсного  напряжения  от 
прямого  тока.  Дана  зона  разброса. 


Зависимость  установившегося  пря- 
мого напряжения  от  тока.  Дана 
зона  разброса. 
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КД908А 

Кремниевая  планарно-эпитаксиальная  диодная  матрица,  состоя 
щая  из  восьми  диодов  с общим  катодом. 

Масса  матрицы  в пластмассовом  корпусе  не  более  0,5  г,  в металло 
стеклянном  корпусе  не  более  0,63  г. 


КД  308 Я 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 200  мА  не  более: 

при  25  и 85°  С . . 1,2  В 

при  — 60°  С 1,85  В 

Постоянный  обратный  ток  при  1!06о—  40  В не  более: 

при  25  и — 60°  С 5 мкА 

при  85°  С 100  мкА 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  і/0бр.  имп  — Ю В 
не  более 400  пКл 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре  от 

—60  до  85°  С 40  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  тимп  < 2 мкс  и 
скважности  не  менее  10: 

при  температуре  от  — 60  до  85°  С 60  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  через  все  диоды 
матрицы: 

при  температуре  от  — 60  до  35°  С 200  мА 

при  85°  С 100  мА 


Импульсный  прямой  ток  при  тимп  < 10  мкс,  и скважности 
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20  без  превышения  максимального  среднего  прямого 
тока  через  все  диоды  или  любой  одиночный  диод: 


при  температуре  от  —60  до  35°  С 1,5  А 

при  85°  С 0,75  А 


В диапазоне  температуры  от  35  до  85°  С ток  снижается 
линейно. 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  85°  С 


п К 
350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 


апе(. 

— 

7 

КД 

908А 

\1^ 

Г 

ъу 

го 

АО, 

5 

Іпр 

3,0 


10  20  30  40  мД 

Зависимость  заряда  переключе- 
ния от  тока. 


1,5 

1,0 


Чд 

к 

Д90 

ед 

\ 

\ 

\ 

к 

'т’ 

иоТр 

Зависимость  емкости  от  напряжения.  Дана 
зона  разброса. 


КД909А 


Кремниевая  планарно-эпитаксиальная  диодная  матрица,  состоя- 
щая из  восьми  диодов  с общим  катодом  в пластмассовом  корпусе.  Масса 
матрицы  не  более  0,58  г. 


КД903 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого импульсного  тока 
от  длительности  импульса. 
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Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 200  мА  не  более: 

при  25°  С > . . . . 1,2  В 

при  — 60°  С 1,5  В 

Постоянный  обратный  ток  при  (/0бР  = ^обр.  макс  не  более: 

при  25  и — 60°  С 10  мкА 

при  85°  С 100  мкА 

Емкость  диода  при  нулевом  напряжении  смещения  не  более  5 пФ 
Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
1/ ойр.  имп  ~ Ю В,  /Пр.  имп  = 500  мА,  /отсчет  = 0 мА 
не  более 70  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Суммарный  постоянный  прямой  ток  (или  среднее  значение) 
через  все  диоды  матрицы  или  через  один  любой  диод  . . . 

Прямой  импульсный  ток  при  тимп  < 3 мкс  без  превышения 
максимального  среднего  прямого  тока: 

при  температуре  от  — 60  до  25°  С 

при  85°  С 

В диапазоне  температуры  от  25  до  85°  С ток  снижается 
линейно. 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  . . . . 

КД911А,  КД9ИБ 


40  В 
200  мА 

1500  мА 
1200  мА 


От  —60 
до  85°  С 


Кремниевые  бескорпусные  планарно-эпитаксиальные  диодные 
матрицы,  состоящие  из  трех  диодов  с общим  катодом.  Предназначены 
для  использования  в гибридных  микросхемах,  микромодулях,  узлах 
и блоках,  имеющих  герметичную  защиту.  Масса  матрицы  не  более  10  мг. 


КД911 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /„р  = 50  мкА  не 
менее: 

для  КД911А 0,62  В 

для  КД911Б 0,55  В 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 1 мА  не  более  0,85  В 

Постоянный  обратный  ток  при  1/0бп = 5 В не  более: 

при  25°  С 0,5  мкА 

при  85°  С 10  мкА 
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30  нс 
80  нс 


Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 

^пр  3 мА,  ^обр.  отсчет™  3,5  мА  не  оолее:  

при  КД911А  

при  КД9ПБ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 

Постоянный  прямой  ток 1 (суммарный  ток  всех  диодов 
матрицы): 

при  температуре  от  —40  до  55°  С 10  мА 

при  85°  С 5 мд 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  40 

до  85°  С 

1 В диапазоне  температуры  от  55  до  85°  С прямой  ток  снижается  линейно. 

КД913А 

Кремниевые  бескорпусные  диодные  матрицы,  состоящие  из  трех 
диодов  с общим  катодом  и шариковыми  выводами. 

Предназначены  для  использования  в гибридных  микросхемах 
с общей  герметизацией.  Масса  матрицы  не  более  2 мг. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  І„„  = 10  мкА 
не  менее: 

при  25°  С 

при  85°  с .!  !!!!*!!■!'  ' 

Постоянное  прямое  напряжение  при  Іпо  = 1 мА  не  более- 

при  25°  С р 

при  85°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  1/о6р  = І/обр.  ма'кс'  не  более: 
при  /О  С 

при  85  и —60°  С I . | I'  ’ | | ’ * 

Емкость  диода  при  (Уобр  = 0,1  В не  более  ’.  ’.  ".  ’.  '.  ’.  '.  ’.  '. 
Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
* пр.  имп  = 5 мА,  ІІ 0бр.  имп  = 10  В,  /отс=2  мА  не  более 
Нестабильность  обратного  тока  при  температуре  25°  С 
не  более  


0,4  В 
0,23  В 

0,7  В 
0,9  В 

0,2  мкА 
1 мкА 
4 пФ 

10  нс 

0,05  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 10  В 

Постоянный  прямой  ток  (суммарный  ток  всех  диодов 

матрицы) 5 мА 

Импульсный  прямой  ток  при  тимп  < 10  мкс  без  превыше- 
ния суммарного  прямого  тока  при  температуре  25°  С 200  мА 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 


О 1 2 3 Ч в 0 5 10  15  мД 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. 


Зависимость  заряда  переключения 
от  тока. 


КД914А,  КД914Б,  КД914В 

Кремниевые  диодные  матрицы,  состоящие  из  четырех  (КД914А), 
двух  (КД914Б),  трех  (КД914В)  диодов  с общим  катодом.  Изготовлены 
с применением  электронно-ионной  технологии. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  матрицы  не  бо- 
лее 0,3  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  1 по=  5 мА: 

при  25°  С не  более  р 

при  85°  С ’ ‘ | ‘ ' ' ' ' ' 

при  /п р = 0,2  мА  и 25°  С не  менее  . . 

Постоянный  обратный  ток  при  (/обр  = 20  В не  более: 
при  25  и —55°  С . . . 
при  85°  С 


1 В 

1—0,45  В 
0,55  В 

1 мкА 
10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  . 

20  В 
20  мА 
50  мА 

50  мВт 

Постоянный  прямой  ток  . 

Импульсный  прямой  ток  1 при  тимп  < ю мкс 
Мощность  рассеяния  2:  • 

при  температуре  от  —55  до  70°  С 

при  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

От  — 55  до 

. Действующее  значение  импульсного 

1 пр.  макс" 

2 В диапазоне  температуры  от  70  до  85°  С 


тока  не  должно  превышать 
мощность  снижается  линейно. 


Зависимость  времени  восстановления  об- 
ратного сопротивления  от  тока. 


20  40  60  вО  мне 


Зависимость  максимального  им- 
пульсного тока  от  длительности 
импульса. 


КД917А 

Кремниевые  планарно-эпитаксиальные  диодные  матрицы,  состоя 
щие  из  восьми  диодов  с общим  анодом.  Масса  матрицы  в пластмассо 
пусеКнеПбоЛНе  °’5  Г‘  МаССЗ  матРИЦЬІ  в металлостеклянном  кор 


12  1 2345673  9 


КД917А 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /по  = 200  мА  не  более: 

при  25°  С 

при  85°  С 

при  —60°  С 

Постоянный  обратный  ток  при  і/обо  = 40  В не  более: 

при  25°  С 

при  85°  С 

при  — 60°  С 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  і/обр.  имп  = 10  В 

не  более  . . . . Г 

Емкость  диода  при  і/обр  — 0 В . 


1,2  В 
1,2  В 
1,8  В 


5 мкА 
100  мкА 

5 мкА 

1 нКл 

6 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение |о  В 

Импульсное  обратное  напряжение  при  т,шп  2 мкс  и екваж- 

ности  не  менее  10 60  В 

Суммарный  постоянный  или  средний  прямой  1 2 * ток  через 
все  диоды  или  любой  одиночный  диод  матрицы: 

при  температуре  от  —60  до  35°  С 200  мА 

при  85°  С 100  мА 

Рассеиваемая  мощность  1: 

при  35°  С 50  мВт 

при  85°  С 25  мВт 

Суммарный  импульсный  прямой  ток  13  при  тимп  < 10  мкс 
и скважности  не  менее  10  без  превышения  среднего 
прямого  тока  через  все  диоды  матрицы  или  любой  оди- 
ночный диод: 

при  температуре  от  —60  до  351 С 0,5  А 

при  85°  С 0,25  А 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 


до  85°  С 


1 Токи  и мощность  в диапазоне  температуры  от  35  до  85*  С снижаются 
линейно. 

2 Длительность  импульсов  при  расчете  скважности  определяется  по 

уровню  обратного  напряжения  40  В. 


Зависимость  емкости  от  напря- 
жения. 


Зависимость  заряда  переключения  от 
тока.  Дана  зона  разброса. 
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КД918А,  КД918Б,  КД918В,  КД918Г 

Кремниевые  бескорпусные  диодные  матрицы,  состоящие  из  одного 
(КД918А),  двух  (КД918Б),  трех  (КД918В),  четырех  (КД918Г)  диодов 
с общим  анодом. 

Предназначены  для  использования  в гибридных  микросхемах, 
помещаемых  в герметичный  корпус.  Масса  матрицы  не  более  5 мг. 


КДЭ1В 


Л. 


V 


ІЛ 


Ц| 


<Р0,06 


12  3 Ч 

о о о 


А А 


У 


5 6 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  = 50  мА  не  более- 
при  25°  С 

при  —бо°  с !!!!!!'.! 

Постоянный  обратный  ток  при  і/о5„  = 40  В не  более: 
при  25°  С . 

при  85°  с !!!!!!!!!! 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более 

Заряд  переключения  при  /пр  = 50  мА,  Цобѵ  имп  = Іо’  В 
не  более  . . . -. 


1 В 
1,5  В 

6 мкА 
100  мкА 
6 пФ 

850  пКл 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  температѵпе  от 

-60  до  85°  С аде 

Импульсное  обратное  напряжение  при  тимп  < 2 мкс, 
скважности  не  менее  10  и температуре  от  —60  до  85°  С 60  В 
Средний  выпрямленный  ток 1: 

при  температуре  от  —60  до  60°  С 50  мА 

при  85°  С 30  мд 

Импульсный  прямой  ток1  при  тимп  <2  мкс  без  превы- 
шения среднего  выпрямленного  тока: 
при  температуре  от  — 60  до  60°  С . 
при  85°  С 


5 Зак.  428 
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0,7  А 
0,5  А 


Суммарный  постоянный  прямой  ток 1 через  все  диоды 

матрицы 50  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  85°  С 


1 В диапазоне  температуры  от  60  до  85°  С токи  снижаются  линейно. 


Зависимость  емкости  от  напряжения.  Дана  Зависимость  заряда  переключе- 
зона  разброса.  ния  от  тока.  Дана  зона  разброса. 


КД919А 


Кремниевые  планарные  диодные  матрицы,  состоящие  из  16  эле- 
ментов с общим  катодом.  Выпускаются  в пластмассовом  корпусе. 
Масса  матрицы  не  более  1 г. 

КД9Щ 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 100  мА  0,85 -г-  1,35  В 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр  = 40  В не  более: 

при  температуре  25°  С . . - 1 мкА 

при  85°  С 10  мкА 
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Емкость  диода  при  і/0бр  = 10  В не  более 6 пФ 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при  пере- 
ключении с /„ р = 100  мА  на  і/0бр.  „мд  = 10  В не  более  100  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное, обратное  напряжение 40  В 

Импульсное  обратное  напряжение 40  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  М; 

при  25°  С 100  мА 

при  85°  С 75  мА 

Постоянный  прямой  ток  2 в течение  30  мин  (одноразовая 

аварийная  перегрузка)  при  Т = 85°  С 125  мА 

Импульсный  прямой  ток 1,2  при  длительности  импульса 
не  более  10  мкс  и скважности  не  менее  10: 

пр.и  температуре  от  —60  до  35°  С 700  мА 

при  85°  С 500  мА 

Рассеиваемая  матрицей  мощность 180  мВт 

Температура  кристалла  . . . 100°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды От  — 60 


до  85°  О 


* Токи  в диапазоне  температуры  от  35  до  85°  С снижаются  линейно. 
г Значение  параметра  установлено  для  одного  диода. 


Зависимость  времени  восстановления  об-  Зависимость  установившегося 
ратного  сопротивления  от  прямого  тока.  прямого  напряжения  от  тока, 

Дана  зона  разброса. 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. Дана  зона  разброса. 


Б» 
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КДС111А,  КДС111Б,  КДС111В 

Кремниевые  меза-диффузионные  диодные  сборки.  Выпускаются 
в пластмассовом  корпусе. 

Маркируются  цветными  точками  на  корпусе:  КДС111А  — крас- 
ная точка,  КДС111Б  — зеленая  точка,  КДС1 1 1В  — желтая  точка. 
Масса  сборки  не  более  0,3  г. 


Зависимость  амплитуды  допу- 
стимого однократного  перегру- 
зочного импульса  прямого  тока 
от  длительности  импульса. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /п„  = 100  мА  не  более: 

при  25°  С . ' 1,2  В 

при— 60°  С 1,3  В 

Постоянный  обратный  ток  при  (Уо6р  = С/06о.макс  не  более: 

при  25°  С 3 мкА 

при  85°  С 50  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Обратное  напряжение  1 (амплитудное  значение) 300  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток2: 

при  температуре  от  —60  до  55°  С 200  мА 

при  85°  С 100  мА 

Средний  выпрямленный  ток  2: 

при  температуре  от  —60  до  55°  С . . . 200  мА 

при  85°  С ■ 100  мА 

Однократная  перегрузка  по  прямому  току  (время  между 
однократными  импульсами  не  менее  1 часа): 

в течение  10  мкс ЗА 

в течение  Г мс  ІА 


Можно  использовать  матрицу  КДС111В  в качестве  одного  диода  под- 
ключением  к выводам  1 и 3 (вывод  2 изолируется).  При  этом  предельное  зна- 
чение обратного  напряжения  не  должно  превышать  500  В. 

? В диапазоне  температуры  от  55  до  8.5°  С токи  снижаются  линейно. 
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Предельная  частота 20  кГц 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 

до  85°  С 


КДС523А,  КДС523Б,  КДС523В,  КДС523Г 

Кремниевые  эпитаксиально-планарные  диодные  сборки.  Сборки 
состоят  из  двух  (КДС523А,  КДС523Б)  или  четырех  (КДС523В,  КДС523Г) 
диодов  с раздельными  минусовыми  и плюсовыми  электродами.  Марки- 
руются цветными  точками  на  корпусе  прибора:  КДС523А  — с цвет- 
ной точкой;  КДС523Б  — точка  отсутствует.  Положительная  поляр- 
ность обозначается  цветной  точкой  у вывода.  Выпускаются  в пластмас- 
совом корпусе.  Масса  сборки  не  более  0,12  г. 


КДС523 

Цветная  точкам 


О 1 

*-  Цветная 
/точна 
у выводаШ , 


7о- 


о 3 Габаритный  чертеж  дан  для  матриц 
группы  А и Б.  Корпус  матриц  грУп- 

о и пы  В и Г имеет  8 выводов  и шири- 

ну  5 мм. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пп  = 20  мА  не  более: 

при  25°  С . Р 

при  — 60°  С . - 

Постоянный  обратный  ток  при  і/обр  = 1/обр.  макс  не  более: 

при  25°  С 

при  100°  С ' 

Разность  прямых  напряжений  между  диодами  при  одина- 
ковом постоянном  токе  в диапазоне  токов  /пр  = 0,05 
2 мА  не  более:  1 

для  КДС523А  . 

для  КДС523  (Б,  Г) 

для  КДС523В 

Емкость  диода  при  і/0бР  — 0,1  В не  более 

Емкость  между  любыми  двумя  диодами  в сборке  не  более 
Время  восстановления  обратного  сопротивления  в режиме 
переключения  с /пр  = 10  мА  на  Побр.  имп  = 10  В при 
уровне  отсчета  2 мА  не  более 


1 В 
1,2  В 

5 мкА 
150  мкА 


5 мВ 
20  мВ 
10  мВ 
2 нФ 
0,5  пф 


4 нс 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Обратное  напряжение  любой  формы  и периодичности 

при  температуре  от  — 60  до  100°  С 50  В 

Импульсное  обратное  напряжение 1 при  длительности 
импульса  не  более  3 мкс  и температуре  от  — 60  до  100°  С 70  В 

Постоянный  или  средний  прямой  ток2 20  мА 

Импульсный  прямой  ток 2 при  длительности  импульса 

не  более  10  мкс  и среднем  прямом  токе  20  мА 200  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 60 

до  100°  С 


1 При  длительности  импульса  более  3 мкс  = 50  В. 

о ~ ООр* *  ІіМП»  макс 

* В диапазоне  температуры  от  85  до  ІОО^С: 


^пр.  макс  (^пр.  среди,  макс)- 20—10  — * мА; 

^пр.  имп.  макс  = 200  — МО  — ^ — » мА. 


О 5 10  15  20  мЛ 

Зависимость  заряда  переключения  от 
прямого  тока.  Дана  зона  разброса. 


О 0,05  0}1  0,15  Д 

Зависимость  прямого  импульсного 
напряжения  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  емкости  от  напряже* 
т ния.  Дана  зона  разброса. 


О ІО'6  ІО'4  Г0'г  С 


Зависимость  максимально  допусти- 
мого импульсного  тока  от  длитель-* 
ности  импульса. 
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КДС525А,  КДС525Б,  КДС525В,  КДС525Г, 
КДС525Д,  КДС525Е,  КДС525Ж,  КДС525И, 
КДС525К,  КДС525Л 

Кремниевые  диодные  сборки,  состоящие  из  диодов,  объединенных 
в три  группы  по  5,  3,  2 диода  с общим  анодом  или  катодом  [КДС525(А,  Б); 
КДС525(Е,  Ж)]  и объединенных  в группы  по  4,  2,  2 диода  с общим  ано- 
дом или  катодом  (КДС525(В — Д),  КДС525(И  — Л)].  Диодные  элементы 
приборов  получены  методом  электронно-лучевой  технологии.  Выпу- 
скаются в пластмассовом  корпусе.  Масса  сборки  не  более  0,7  г. 


-1 

г? 

ЧТР 

ЙРН"- 

Ключ 

\ 

ч 

щ 

13  72 

11  10 

9 '8 

I 

§ 

СЪ 

Со 

іо 

ГС 
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и ц 

2,5 

Дз  Ціі  іі 

2,5  2,5 

2,5 

2,25наиб'. 

17,5 

найм. 

19,5  наиб'. 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 0,2  мА  не  менее  0,5  В 

Постоянное  прямое  напряжение  при  1 /пр  = 2 мА  не  более  0,9  В 

Пробивное  напряжение  при  /поо6  = 5 мкА  не  менее: 

для  КДС525А  — КДС525Д 20  В 

для  КДС525Е  — КДС525Л 40  В 

Постоянный  обратный  ток 2 при  температуре  25,  85  и 

— 40°  С не  более 1 мкА 

Емкость  диода  при  і/обр  = 5 В не  более 8 нФ 

Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
^обр.  имп  Ю В,  /пр.  имп  ” Ю мА,  т имп  — 30  нс 
и /отс  — 2 мА  не  более 5 нс 


’ При  ;пр  = 5 мА  для  КДС525  (Е— Л). 
* При  ^обр  = 10  в Для  КДС525  (А-Д): 
при  і/об  = 20  В для  КДС525  (Е— Л). 
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Схема  соединений  в сборке  КДС525. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение: 

для  КДС525  (А— Д)  

для  КДС525  (Е  — Л) ! . . . 

Импульсное  обратное  напряжение  при  тимп  < 10  мкс 
и скважности  не  менее  100: 

для  КДС525  (А  — Д)  . . - 

для  КДС525  (Е  — Л) 

Постоянный  прямой  ток: 

при  температуре  от  — 40  до  35°  С ...  . 

при  85°  с ; . ; , 

Импульсный  прямой  ток  при  тимп  < 10  мкс  и скважности 
не  менее  100: 

при  температуре  от  — 40  до  35°  С . 

при  85°  С ’ 

Мощность,  рассеиваемая  сборкой,  при  температуре  от 
—40  до  35°  С:  Н 

при  КДС525  (А,  Б,  Е,  Ж) 

при  КДС525  (В,  Г,  Д,  И,  К,  Л)  


15  В 
25  В 


20  В 
40  В 

20  мА 
10  мА 


200  мА 
100  мА 


100  мВт 
80  мВт 


Зависимость  времени  восстановления  обратного  соп- 
ротивления  от  прямого  тока.  Даны  зоны  разброса. 


Зависимость  емкости  от  напряжения.  Зависимость  максимально  допусти- 
Дана  зона  разброс».  мого  импульсного  тока  от  длитель- 

ности импульса. 
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при  85°  С: 

при  КДС525  (А,  Б,  Е,  Ж) 50  мВт 

при  КДС525  (В,  Г,  Д,  И,  К,  Л) 40  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 

до  85°  С 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  35  до  85°  С токи  и мощ- 
ности  снижаются  линейно. 


КДС526А,  КДС526Б,  КДС526В 

Кремниевые  диодные  сборки,  состоящие  из  диодов  с общим  ано- 
дом. Сборка  КДС526А  состоит  из  четырех  диодов;  КДС526Б  — 3 дио- 
дов; КДС526В  — 2 диодов.  Изготовлены  с применением  электронно- 
ионной технологии. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  сборки  не  более 
0,3  г. 


- Тип 


Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п„  = 5 мА  не  более 

при  25°  С 

при  85°  С І 

при  — 40°  С 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /п„  = 0,2  мА  не  менее 

при  25°  С Р 

при  85°  С . . . ’ 

при  — 40°  С 

Емкость  диода  при  нулевом  смещении  не  более 


1,1  В 
1 В 
1,8  В 


0,55  В 
0,45  В 
0,55  В 
5 пФ 
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Время  восстановления  обратного  сопротивления  при 
^пр  = 10  мА,  /отс  = 2 мА  и ІІ0 бр.  имп  = 10  В не  более  5 нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  обратное  напряжение  15  В 

Постоянный  прямой  ток  1: 

. при  температуре  от  —40  до  70°  С 20  мА 

при  85°  С '. Ю мА 

Импульсный  прямой  ток  при  тимп  < 10  мкс  без  превыше- 
ния среднего  прямого  тока 50  мА 

Средний  прямой  ток  для  импульсов  прямоугольной 

формы  20  мА 

Мощность,  рассеиваемая  сборкой  1: 

при  температуре  от  —40  до  70°  С 50  мВт 

при  85°  С . 25  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 


до  85°  С 


‘ В диапазоне  температуры  от  70  до  85”  С ток 
линейно. 


и мощность  снижаются 


Зависимость  емкости  диода  от  пап» 
ряжения.  Дана  зона  разброса. 


Зависимость  максимально  допусти- 
мого импульсного  прямого  тока 
от  длительности  импульса. 


Раздел  седьмой 

СТАБИЛИТРОНЫ 

Д219С,  Д220С,  Д223С 

Диоды  кремниевые  микросплавные.  Предназначены  для  работы 
в качестве  стабисторов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  герметичном  корпусе.  Масса 
Диода  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение: 

ПРИ  /пр  = 1 мА  не  менее: 
при  температуре  25°  С 

для  Д219С 0,57  В 

для  Д220С,  Д223С 0,59  В 

при  120°  С 

для  Д219С 0,35  В 

для  Д220С,  Д223С 0,36  В 

при  —60°  О 0,7  В 

ПРИ  /пр  = 50  мА  не  более: 
при  температуре  25°  С 

для  Д219С,  Д223С 1 В 

для  Д220С 1,5  В 

при  120°  С 

для  Д219С,  Д223С 1,1  В 

для  Д220С 1,9  В 

при  —60°  С 

для  Д219С,  Д223С  . . . 1,3  В 

для  Д220С ; 1,75  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  Ч 

при  Т=  25  и —60°  С 50  мА 

при  Т = 120°  С 20  мА 


Импульсный  прямой  ток  длительностью  10  мкс  без  превы- 
шения прямого  тока  при  температуре  от — 60  до  120°  С 500  мА 

Аварийная  перегрузка  при  однократном  импульсе  тока 
длительностью  0,5  ± 0,05  с при  температуре  25°  С . . . 200  мА 

1 В диапазоне  температуры  от  25  до  120°  С /с0  макс  =50  — 
30 

-дд-(Г-25),  мЛ. 
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Д808,  Д809,  Д810,  Д811,  Д813 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные.  Выпускаются  в металличе- 
ском герметичном  корпусе  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  диода 
не  более  1 г. 


Д808-Д811,Д813 

, 75 


20  _ 

9 

•О» 

/ 

1 " Г 

1 ■ 1 

* 

°о 

“Л 

N 

; і 

55 

Электрические  параметры 


Параметры 

Д808 

Д809 

Д810 

Д811 

Д813 

Напряжение  стабилизации 

- 

при  /ст  = 5 мА,  В .... 
Прямое  напряжение  при 

7—8,5 

8—9,5 

9-10,5 

10—12 

11,5—14 

токе  50  мА  не  более,  В 
Дифференциальное  сопро- 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

тивление  при  /ст  = 5 мА 
не  более,  Ом  

6 

10 

12 

15 

18 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д808 

Д809 

Д810 

Д811 

Д813 

Максимальный  ток  стабилизации, 
мА: 

при  'температуре  от  — 55  до 
+50  °С  

33 

29 

26 

23 

20 

при  100  °С  

8 

7,5 

6,5 

6 

5 

Минимальный  ток  стабилизации 
при  температуре  от  — 55  до 
+50  °С,  мА 

СО 

1 

3,0 

3,0  • 

3,0 

3,0 

Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  —55  до  +55°  С 280  мВт 

при  100°  С 70  мВт 


при  температуре  от  —55  до  +55°  С 280  мВт 

при  100°  С 70  мВт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —55 

до  100°  С 


Давление  окружающего  воздуха От  2,7- 104 

_ , До  З-Іо5  Па 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  10 — 

600  Гц До  7,5  § 

Многократные  удары  с ускорением До  100  ^ 

Постоянные  ускорения До  100  § 

Вибрация  на  фиксированной  частоте  с ускорением  До  12  д 
Гарантийная  наработка  не  менее  5000  ч 


°/о/°С 

ТИН  | 

°/о/°С 

ткн 

1 ' 

т= 

-60...  120° С 

т= 

-20... 

<го°с 

0,08 

Д813 

0,07 

-Д813 

0,07 

Д811  - 

0,06 



Д811 

0,06 

даю и 

даю 

Д809 

0,05 

— 

0,05 

Д809 

Д808 

_ 

двое 

0,04 

*ст 

0,04 

1 Іст 

О 5 ІО  мА  О 5 10  мА 


Зависимости  температурного  коэф- 
фициента напряжения  стабилиза- 
ции от  тока. 


Зависимости  температурного  коэф- 
фициента напряжения  стабилизации 
от  тока. 


250 
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Зависимости  допустимых  тока  ста- 
билизации и мощности  рассеяния  от 
температуры. 


Зависимости  допустимых  тока  ста- 
билизации и мощности  рассеяния 
от  температуры. 
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-90  -30  0 30  90 °С 


Зависимости  допустимых  тока  ста- 
билизации и мощности  рассеяния  от 
температуры. 


Зависимости  допустимых  тока  ста- 
билизации и мощности  рассеяния 
от  температуры. 
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Зависимости  допустимых  тока  ста-  Зависимости  дифференциального 

билизации  и мощности  от  темпе-  сопротивления  от  тока, 

ратуры. 


Зависимости  дифферен- 
циального сопротивле- 
ния от  тока. 


Зависимости  дифферен-  Зависимость  емкости 
циального  сопротивле-  от  напряжения, 

ния  от  тока. 
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Д814А,  Д814Б,  Д814В,  Д814Г,  Д814Д 

• Стабилитроны  кремниевые  сплавные.  Выпускаются  в металличе- 
ском герметичном  корпусе  со  стеклянным  изолятором.  Масса  диода 
не  более  1 г. 

Д61ЧД-Д8ѢД 


Параметры 

Д814А 

Д814Б 

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

Напряжение  стабилиза- 

ции  при  /ст  = 5 мА,  В: 

" при  25  °С 

7—8,5 

8—9,5 

9—10,5 

10—12 

11,5—14 

при  100 °С  

7—9,5 

8—10,5 

9—11,5 

10—13,5 

11,5—15,5 

при  — 55  °С  . . 

6—8,5 

7—9,5 

8 — 10  5 

9—12 

10—14 

Дифференциальное  сопро- 

тивление  при  /ст  = 5 мА 

не  более,  Ом: 

при  25  °С  . 

6 

10 

12 

15 

18 

при  —55  и 100  °С  . 

15 

18 

25 

30 

35 

Температурный  коэффи- 

циент  напряжения  ста- 

билизации,  %/°С,  не 

„ 

более  

0,07 

0,08 

0,09 

0,095 

0,095 

Предельны 

е экспл 

уатациоі 

іные  дан 

ные 

Параметры 

Д814А 

Д814Б 

Д814В 

Д814Г 

Д814Д 

Максимальный  ток  стабилиза- 

ции,  мА: 

при  температуре  от  +25° 
до  — 55  °С 

40 

36 

32 

29 

24 

при  100°  С 

11,5 

10,5 

9,5 

8,3 

7,2 

Минимальный  ток  стабилиза- 

ции  при  температуре  от  —55 
до  100  °С,  мА 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 
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Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  —55  до  +25°  С 

при  100°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  . . . . 

Общее  тепловое  сопротивление  . . . . 

Вибрационные  нагрузки  на  частоте  50  Гц  с уско- 
рением   

Постоянные  ускорения 

Многократные  удары  с ускорением 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10 — 
600  Гц  с ускорением  

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха  

Гарантийная  наработка  не  менее  


340  мВт 
100  мВт 

От  —55 
до  +100°  С 

300  °С/Вт 

До  12  ^ 
До  150  § 
До  100  § 

До  7,5  § 
До  98% 

От  2,7- 104 
до  3 - ІО5  Па 

8000  ч 


Д815А,  Д815АП,  Д815Б,  Д815БП,  Д815В, 
Д815ВП,  Д815Г,  Д815ГП,  Д815Д,  Д815ДП, 
Д815Е,  Д815ЕП,  Д815Ж,  Д815ЖП 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

У стабилитронов,  не  имеющих  в наименовании  буквы  П,  корпус 
является  положительным  электродом.  Стабилитроны,  у которых  в на- 
именовании есть  буква  П,  имеют  обратную  полярность. 

Стабилитроны  выпускаются  в металлическом  герметичном  кор- 
пусе с винтом.  Масса  диода  не  более  6 г. 


ДВ15А-М15Ш 
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Электрические  параметры 


.с 

-с 

.п 

.П 

-С 

.С 

.п 

Параметры 

Д815А 

Д815А 

Д8І5Б 

Д815Б 

Д815В 

Д815В 

Д815Г, 

Д815Г1 

чч 

ІЛ  іл 

ОО  СО 

чч 

Д8І5Е, 

Д815ЕІ 

ІЛ  ІЛ 

ОООО 

чч 

Напряжение  стабили- 
зации В 

Ток  стабилизации,  при 

5,6 

6,8 

8,2 

10 

12 

15 

18 

котором  измеряется 
напряжение  стаби- 

лизации,  мА  .... 
Дифференциальное  со- 

1000 

1000 

1000 

500 

500 

500 

500 

противление  при  то- 
ке стабилизации  не 

более,  Ом 

0,9 

1,2 

1,5 

2,7 

3,0 

3,8 

4,5 

Температурный  коэф- 

фициент  напряже- 
ния стабилизации 

при  температуре  от 
—60  до  +70  °С.  не 

более,  %/°С 

0,056 

0,062 

0,088 

0,1 

0,11 

0,13 

0,14 

1 Разброс  напряжения  стабилизации  +15%. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д815А, 

Д815АП 

Д8І5Б, 
Д815БП  ' 

Д815В, 

Д815ВП 

Д815Г, 

Д815ГП 

Д815Д, 

Д815ДП 

Д815Е, 

Д815ЕП 

Д815Ж, 

Д815ЖП 

Максимальный  ток 

стабилизации,  мА: 
при  температуре 
от  — 60  до  +70°  С 

1400 

1150 

950 

800 

650 

550 

450 

при  100  °С  .... 

360 

300 

250 

170 



135 

ПО 

Минимальный  ток  ста- 
билизации при  тем- 
пературе от  — 60  до 
+ 100  °С,  мА  .... 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

Максимальная  рассеи- 
ваемая мощность 

при  температуре  от 
-60  до  +70  °С,  Вт 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха 

Постоянные  ускорения 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20 — • 

600  Гц  . . ~ ...  . 

Многократные  удары  с ускорением  ......... 

Гарантийная  наработка  не  менее  . 


От  —60  до 
+ 100°  С 
До  98% 
От  2,7- 104 
до  3-  ІО6  Па 
» До  25  § 

До  7,5  § ■ 
До  75  § 
5000  ч 
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%І°С 

0,02 

• О 

-0,02 

-0,00 

-0,06 

-0,08 

-0,10 

40  120  200  280  мЯ 

Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока. 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока. 


00  80120160 200  мД 


°/о/°С 

0,075 

0,070 

0,065 

0,060 

0,055 

0,050 


тин 

Д8 

І5Г 

ш 

1 

ш 

1 

щ 

1 

1 

1 

г// 

V// 

?СТ 

00  80  120  160 мд 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока. 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока. 


-40  О 40  °С 


Зависимость  температурного 
коэффициента  напряжения 
стабилизации  от  тока. 


Зависимость  допустимой  рас- 
сеиваемой мощности  от  тем- 
пературы корпуса. 
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Д816А,  Д816АП,  Д816Б,  Д816БП,  Д816В, 
Д816ВП, 

Д816Г,  Д816ГП,  Д816Д,  Д816ДП,  Д817А, 
Д817АП,  Д817Б,  Д817БП,  Д817В,  Д817ВП, 
Д817Г,  Д817ГП 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

У стабилитронов,  не  имеющих  в наименовании  буквы  П,  корпус 
является  положительным  электродом.  Стабилитроны,  у которых  в на- 
именовании есть  буква  П,  имеют  обратную  полярность. 

Стабилитроны  выпускаются  в металлическом  герметичном  кор- 
пусе с винтом  и жестким  выводом.  Масса  диода  не  более  6 г. 


Д816Я  -Д817ГП 


Электрические  параметры 


Параметры 

Д816А, 

Д816АП 

Д816Б, 

Д816БП 

.С 
шса 
со  со 

ОС  00 

Д816Г, 

Д816ГП 

Д816Д, 

Д816ДП 

Д817А, 

Д817АП 

Д8І7Б, 

Д817БП 

Д817В, 

Д817ВП 

Д817Г, 

Д817ГП 

Напряжение  стабили- 

зации !,  В 

Ток  стабилизации,  при 

22 

27 

33 

39 

47 

56 

68 

82 

100 

котором  измеряется 
напряжение  стаби- 

лизации,  мА  .... 
Дифференциальное  со- 

150 

150 

150 

150 

150 

50 

50 

50 

50 

противление  не  бо- 
лее, Ом 

10 

12 

15 

18 

22 

52 

60 

67 

75 

Температурный  коэф- 

фициент  напряже- 
ния стабилизации 
при  температуре  от 

• 

—60  до  +70  °С  не 
более,  %/°С  .... 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

1 Разброс  напряжения  стабилизации  ±15%. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

Д816А, 

Д816АП 

Д816Б, 

Д816БП 

Д816В, 

Д816ВП 

Д816Г, 

Д816ГП 

Д816Д,' 

Д816ДП 

Д817А, 

Д817АП 

Д817Б, 

Д817БП 

Д817В, 

Д817ВП 

Д817Г, 

Д817ГП 

Максимальный  ток  ста- 
билизации: 

при  температуре  от 
— 60  до  +70  °С,  мА 

230 

180 

150 

130 

ПО 

90 

75 

60 

50 

при  100  °С,  мА  . . . 

90 

75 

60 

55 

45 

35 

30 

25 

25 

Минимальный  ток  стаби- 
лизации при  темпера- 
туре от  — 60  до  +100°С, 
ма 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

Максимальная  рассеи- 

ваемая мощность  при 
температуре  от  ■ — 60 
до  +70°  С,  Вт 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха  

Постоянные  ускорения 

Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20— 

600  Гц  ...  ._ 

Многократные  удары  с ускорением 

Гарантийная  наработка  не  менее  


От  —60 
до  +100°  С 
До  98% 
От  2,7- 104 
до  3-  ІО6  Па 
До  25  ё 

До  7,5  ё 
До  75  § 
5000  ч 


%/°С 
0,085 

0,080 

0,075 

Зависимость  температурного  коэф- 
фициента напряжения  стабилизации 
от  тока. 


5 10  15  го  25  30  мА 


Зависимость  температурного  коэф-« 
фициента  напряжения  стабилиза- 
ции от  тока. 
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%А- 

0,100 

0,035 

0,030 

0,085 


ТИН 


Д8ПВ 

Д817Г 


ш 


5 10  15  20  25 мд  0 5 10  15  мД 


Вт 
9 
в 
7 
6 
5 
4 
3 

г 

-80-40  О 40  °с 


Зависимость  температур-  Зависимость  темпера- 

ного  коэффициента  нал-  турного  коэффициента 

ряжения  стабилизации  напряжения  стабилиза- 

от  тока.  ции  от  тока. 


Зависимость  допусти- 
мой рассеиваемой  мощ- 
ности от  температуры 
корпуса. 


Д818А,  Д818Б,  Д818В,  Д818Г 

Стабилитроны  кремниевые.  Предназначены  для  применения  в ка- 
честве прецизионных  источников  опорного  напряжения. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  диода  не  более  1 г. 


Д818Д-Д818Г 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Максимальный  ток  стабилизации: 

при  25°  С 

при  100°  с !.!!!! 

Минимальный  ток  стабилизации  \ 

Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  25°  С 

при  100°  С 

Диапазон  рабочей- температуры  окружающей  среды 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Давление  окружающего  воздуха 

Вибрационные  ускорения  на  частоте  50  Гц 

Постоянные  ускорения 

Многократные  удары  с ускорением і і 


33  мЛ 
11  мА 
3 мА 

300  мВт 
100  мВт 
От  — 55  до 
+ 100°  С 
До  98% 
От  2,7- 104 
до  3 - ІО5  Па 
До  12  ё 
До  100  § 
До  100  ^ 
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Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10 — 

600  Гц  с ускорением  

Гарантийная  наработка  не  менее  .......... 


Йо  7.5  § 
5000  ч 


Электрические  параметры 


Параметры 

Д818А 

Д818Б 

Д818В 

Д818Г 

Напряжение  стабилиза- 

кии,  В,  при  /ст.  ном  = 
= 10  мА 

9—11,25 

6,75—9 

00 

о* 

7 

<м 

Г'-“ 

7,65—10,35 

Дифференциальное  со- 

противление,  Ом,  при 

^СТ.  НОМ=1^  мА  . . . . 

25 

25 

25 

25 

Разброс  напряжения  ста- 
билизации, % 

Температурный  коэффи- 

+25 

—25 

±20 

±15 

диент  напряжения  ста- 

билизации  при  темпе- 
ратуре от  — 55  до 
+ 100  °С,  %/°С 

0,02 

0,02 

0,01 

0,005 

Температурный  уход  на- 

пряжения  стабилиза- 

ции  при  температуре 
от  — 55  до  +100°  С не 

более,  мВ 

+320 

—320 

±160 

±80 

-55  О 60  °С 


Зависимость  * дифференциального 
сопротивления  от  тока. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  температуры. 


Зависимость  температурного 
коэффициента  (положитель- 
ного и отрицательного)  нап- 
ряжения стабилизации  от 
тока. 


°/о /°С 
0,008 

0,00  7 

0,006 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 


ТИН 

1 

. Л 818  Г 

\ 

У 

\ 

У 

^ 1 

V 

■— г 

2 

ІСТ 

5,0  7,5  10  12,5м Д 


Зависимость  температурного  коэф-  Зависимость  температурного  коэф* 

фициента  напряжения  стабилизации  фициента  напряжения  стабилиза* 

от  тока.  ции  от  тока. 


1 — для  положительного  ТКН; 
2 — для  отрицательного. 


1 — для  положительного  ТКН; 
2 — для  отрицательного. 


КС133А,  КС139А,  КС147А 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

Стабилитроны  выпускаются  в металлическом  герметичном  кор- 
пусе и имеют  гибкие  выводы.  Масса  диода  не  более  1 г. 


ксізз,  кет,  нет 

_ 15 


с 20 

9 

_ 20 

-4-іг 

1 Г 

1 1 

со 

Зі 

ІІ 

к 

Т Г 

55 

гр- 

4Г 

Р 

Электрические  параметры 


Напряжение  стабилизации  при 

^ст.  ном  = Ю М-А: 

для  КС  133 А 3—3,7  В 

для  КС139А 3,5— 4,3  В 

для  КС147А 4,1— 5,2  В 

Разброс  напряжения  стабилизации  не  более  . . . ±10% 

Прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА  не  более  1 В 

Дифференциальное  сопротивление  при  /Ст.ном  — 

=10  мА  не  более: 

для  КС  133 А 65  Ом 

для  КС  139 А 60  Ом 

для  КС147А 56  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации, 
мА,  при  температуре:  От  — 55  до  +50°  С До  100°  С 


для  КС  133 А 81  27 

для  КС  139 А 70  23 

для  КС  147 А 58  19 

Минимальный  ток  стабилизации  при  температуре 

от  —55  до +100°  С 3 мА 

Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  —55  до  +50°  С 300  мВт 

при  100°  С 100  мВт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55  до 

100°  С 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  напряжения  ста- 
билизации. 


О 2 Ч 6 8 10  12  мА 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока. 


Ом 

то 
іго 
юо 
во 
во 
% 
го 
о 

ч 5 6 7 в 

Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  напряжения  ста-* 
билизации. 


Зависимость  температурного  коэф- 
фициента  напряжения  стабилиза- 
ции от  напряжения. 
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КС156А,  КС168А 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  диода  не  более  1 г. 


КС15БД;НСІ68Л 


Электрические  параметры 


Параметры 

КС156А 

КС  168  А 

Напряжение  стабилизации  (при  /ст,  ном  = 
= 10  мА),  В 

5,6 

6,8 

Ток  стабилизации,  мА 

10 

10 

Дифференциальное  сопротивление  при 
/ст  = 10  мА,  Ом 

46 

28 

Разброс  напряжения  стабилизации  (при 
/„=  10  мА),  % 

+ 10 

+ 10 

Температурный  коэффициент  напряжения 
стабилизации  при  температуре  от  — 40 
до  +100  °С  не  более,  %/°С 

0,05 

0,06 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации, 
мА,  при  температуре:  От  — 40  до  +50°  С 

для  КС155А 55 

для  КС168А 45 

Минимальный  ток  стабилизации  при  температуре 
от  —55  до  +100°  С 


До  100°  С 
18 
15 


3 мА 


Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  —40  до  +50°  С 300  мВт 

при  100°  С 100  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 55 


до  100°  С 
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ІГ  Т4 — Т-.Чсг. 

5 5,5  е 5,5  7,0  В 


Зависимость  температурного  коэф- 
фициента напряжения  стабилизации 
от  напряжения. 


Зависимость  отношения  дифферен- 
циального сопротивления  к сопро- 
тивлению постоянному  току  от 
напряжения  стабилизации. 


Зависимость  дифферен- 
циального сопротивле- 
ния от  напряжения  ста- 
билизации. 


Зависимость  дифферен- 
циального сопротивле- 
ния от  напряжения 
стабилизации. 


Зависимость  дифференци- 
ального сопротивления 
от  тока. 


- 55  О 50  °С 


-55  О 50  °С 


Зависимость  допустимой  рассеивае- 
мой мощности  от  температуры. 


Зависимость  допустимого  тока 
стабилизации  от  температуры. 
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КС  162 А,  КС168В,  КС170А,  КС175А,  КС182А 
КС191А,  КС210Б,  КС213Б 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные,  двуханодные  в пластмассо- 
вом корпусе. 

Диод  КС170А  используется  в качестве  источника  опорного  напря- 
жения. Масса  диода  не  более  0,35  г. 


К С 16 2 А -КС213Б 


О о 


Электрические  параметры 


Параметры 

КС162А 

КС  168В 

КС170А 

КС175А 

КС182А 

КС191А 

КС210Б 

КС213Б 

Номинальный  ток  ста- 
билизации, мА  . . . 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

Номинальное  напря- 
жение стабилизации 
при  номинальном 

токе,  В 

6,2 

6,8 

7 

7,5 

8,2 

9,1 

10 

13 

Разброс  напряжения 
стабилизации  от  но- 
минального значе- 
ния не  болге,  В . . 

±0,4 

±0,5 

±0,35 

±0,5 

±0,6 

±0,6 

Г"- 

О 

+1 

+С  9 

Дифференциальное  со- 
противление при  но- 
минальном токе  ста- 
билизации, Ом  . . . 

35 

28 

20 

16 

14 

18 

22 

25 

Предельно  д 

эпусти 

мые  э 

ксплуа 

тацио 

иные 

цанны 

е 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

РЭ 

Параметры 

со 

о 

со 

со 

Г'- 

г- 

СО 

о> 

о 

О 

О 

и 

О 

О 

о 

о 

* 

* 

X 

* 

Максимальный  ток 

стабилизации,  мА 
при  25 °С  

22 

20 

20 

18 

17 

15 

14 

10 

при  100  °С  .... 

11 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

5 
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Минимальный  ток  стабилизации 3 мА 

Мощность  рассеяния: 

при  температуре  25 °С 150  мВт 

при  100  °С 75  мВт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 50 

до  100  °С 


Зависимость  температурного  коэффициента  напряжения  стабилизации  от  тока. 
Дана  зона  разброса. 


0 5 10  мД 

Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


О 5 10  15  20  мЛ 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока.  Дане  зона 
разброса. 


О 5 .10  15  МЯ 

Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 
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Вт 

Р 

'КС162Д- 
Н С 213  В 

т 

- 60-30  О 30  60  90°  С 


Зависимость  напряжения  стабили- 
зации  от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  максимально  допусти- 
мой мощности  от  температуры. 


КС  196 А,  КС196Б,  КС196В,  КС196Г 


Стабилитроны  кремниевые.  Предназначены  для  использования 
в качестве  прецизионного  источника  эталонного  напряжения  в циф- 
ровой технике.  ' ^ 

Диоды  выпускаются  в герметичном  металлическом  корпусе  с гиб- 
кими выводами.  Масса  стабилитрона  не  более  1 г. 


НС  196 


Напряжение  стабилизации  при  /пр  = 10  мА  . . . . 9,6  В 

Разброс  напряжения  стабилизации ±5% 

Стабильность  напряжения  стабилизации  за  2000  ч 
не  более ±2  мВ 
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Температурный  уход  напряжения  стабилизации 
при  температуре  —60  до  +60°  С не  более: 

для  КС196А 56  мВ 

для  КС196Б 28  мВ 

для  КС196В 11  мВ 

для  КС196Г  6 мВ 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации при  температуре  от  — 60  до  + 60°  С: 

для  КС196А,  КС196Г 0,005  %/°С 

для  КС196Б  0,0025  %/°С 

для  КС  196В  0,0005  %/° С 

Дифференциальное  сопротивление  рабочего  участка 

характеристики  не  более  18  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Максимальный  ток  стабилизации: 

при  температуре  от  — 60  до  +50°  С 20  мА 

при  100°  С 11  мА 

Минимальный  ток  стабилизации  при  температуре 

от  —60  до  +100°  С 3 мА 

Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  — 60  до  -+-50°  С 200  мВт 

при  100°  С 100  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 


Примечание.  В интервале  температуры  окружающей  среды  от 
50  до  100°  С предельные  значения  токов  и мощностей  снижаются  линейно.  - 


Зависимость  температур- 
ного коэффициента  нап- 
ряжения стабилизации 
от  тока. 


Зависимость  дифферен- 
циального сопротивле- 
ния от  тока. 


Зависимость  дифферен- 
циального сопротивле- 
ния от  температуры. 


Зависимость  отношения 
дифференц  иал  ьного 
сопротивления  к соп- 
ротивлению постоянно- 
му току  от  тока  ста- 
билизации. 


Зависимость  допусти- 
мого тока  стабилиза- 
ции от  температуры. 


Зависимость  допустимой 
мощности  рассеяния  от 
температуры. 
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КС211Б,  КС211В,  КС211Г,  КС211Д 


Стабилитроны  кремниевые  сплавные  термокомпенсированные. 
Предназначены  для  работы  в качестве  источников  опорного  на- 
пряжения. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  не  более  13  г. 


КС  211 


Электрические  параметры 


Параметры 

КС211Б 

КС211В 

КС2ИГ 

КС211Д 

Напряжение  стабилиза- 
ции при  /ст=  10  мА,  В: 
при  25  °С  

11  — 12,6 

9,3—1 1 

9,9—12,1 

9.9—12,1 

при  — 60  и 125  °С  . . 

11—13,2 

8,8—1 1 

9,35—12,65 

9,35—12,65 

Разброс  напряжения  ста- 
билизации, % 

+ 15 

— 15 

. 10 

+ 10 

Температурный  коэффи- 
циент напряжения  ста- 
билизации при  /ст  = 
= 10  мА  не  более, 
°/о/°С 

0,02 

—0,02 

±0,01 

±0,005 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации  Ч 

при  25°  С 33  мА 

при  125°  С 8 мА 

Минимальный  ток  стабилизации  при  температуре 
от  —60  до  125°  С 5 мА 
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Рассеиваемая  мощность  *: 

при  50°  С 280  мВт 

при  125°  С ' 70  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 


до  125°  С 


1 В интервале  температуры  от  50  до  125°  С мощность  и токи  снижа- 
ются линейно. 


Зависимость  ТКН  от  тока. 
Дана  зона  разброса. 


%/°с 
0,020 
0,016 
0,012 
0,008 
0,004 

О 3 5 10  мА 

Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  зона  раз-  Зависимость  ТКН  оттока.  Дана 
броса.  зона  разброса. 


ТИН 

НС211В- 

і - 

І(ГГ 

°Іо!°С 

0,010 

0,008 

0,000 

0,004 

0,002 


тин 

ИС211Г 

?ст 

3 5 


10  мА 


Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана 
зона  разброса. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока  стабилиза- 
ции. Дана  зона  разброса. 


6 Зак,  423 
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КС433А,  КС439А,  КС447А,  КС456А,  КС468А 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  диода  не  более  1 г. 


КС  43 3 Л - КС4С8Л 


Электрические  параметры 


Параметры 

КС433А 

КС439А 

КС447А 

КС456А 

КС468А 

Напряжение  стабилизации, 
В 

3,3 

3,9 

4,7 

5,6 

6,8 

Номинальный  ток  стабили- 
зации, мА 

30' 

30 

30 

30 

30 

Дифференциальное  сопро- 

тивление1 при  номиналь- 
ном токе  стабилизации  не 
более,  Ом 

25 

25 

18 

12 

5 

Дифференциальное  сопротив- 
ление при  /ст  = 3 мА  не 
более,  Ом 

180 

180 

180 

145 

70 

Температурный  коэффициент 
напряжения  стабилизации 
не  более,  %/°С 

-0,1 

-0,1 

— 0,08-Ь 

+0,05 

+0,065 

Разброс  напряжения  стаби- 
лизации   

1+ 

О 

\0 

±ю% 

+ 0,03 

±10% 

±10% 

1+ 

о 

1 Дифференциальное  сопротивление  на  частоте  10  кГц  снижается  примерно 
на  5%. 
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ТАН 

АС 456 А 

?ст 

ю го  зо  мА 


0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 


тин 

АС46 

8А 

*ст 

о 


10  20  мА 


Зависимость  ТКН  от  то-  Зависимость  ТКН  от  то-  Зависимость  ТКН  от  то- 
ка. Дана  зона  разброса.  ка.  Дана  зона  разброса.  ка.  Дана  зона  разброса. 


с/о/°С 

-0,02 

-0,04 

-0,06 

-0,08 

-0,10 


ТАН 

КСЧІ 

ІЗА 

— 

— 

?ст 

10  20  30  40  50  мА 


30  40  50  мА 


Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана 

зона  разброса.  зона  разброса. 


Зависимость  напряжении  стабили- 
зации от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  напряжения  стабили- 
зации от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  напряжения  стабили- 
зации от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


6* 
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Предельно  допустимые  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации  при  температуре  25°  С: 

для  КС433А 191  мА 

для  КС439А 176  мА 

для  КС447А - 159  мА 

для  КС456А 139  мА 

для  КС468А 119  мА 

при  температуре  100°  С: 

для  КС433А 60  мА 

для  КС439А 51  мА 

для  КС447А  43  мА 

для  КС456А  . . . . ! 36  мА 

для  КС468А 29  мА 

Минимальный  ток  стабилизации  при  температуре  от 

-60  до  100°  С 3 мА 

Максимальная  рассеиваемая  мощность: 

при  температуре  от  — 60  до  35°  С 1 Вт 

при  100°  С 0,2  Вт 

• Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды,  °С  От  —60 


до  100°  С 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  35  до  100°  С токи  и 
мощность  снижаются  лцнейно. 


-во  -го  о го  чо  во  во  т°с 

л 


Зависимость  напряжения  стабили- 
зации от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  напряжения  стабили- 
зации от  температуры.  Дана  зона 
разброса. 


КС482А,  КС515А,  КС518А,  КС522А,  КС527А 

Стабилитроны  кремниевые  планарные.  Выпускаются  в металли- 
ческом корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  диода  не  более  1 г. 

КСЧ82А-КС527А 


15 . 

19 

9 

— і,  ® 

і , 

1, 

3 

ч 

) ІГЭ 

0,в5  ® 

1 Ч 

о 

і 
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Электрические  параметры 

Напряжение  стабилизации  при  токе  стабилиза- 
ции 5 мА: 

для  КС482А  7,4—9  В 

для  КС515А 13,5—16,5  В 

для  КС518А 16,2—19,8  В 

для  КС522А 19,8—24,2  В 

для  КС527А '. 24,3—29,7  В 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации: 

для  КС482А  . Л 0,08  %/°С 

для  КС515А,  КС518А,  КС522А,  КС527А  ...  0,1  %/°С 

Стабильность  величины  напряжения  стабилизации  ±1,5% 

Дифференциальное  сопротивление  при  токе  ста- 
билизации 5 мА: 

для  КС482А,  КС515А,  КС518А,  КС522А  ...  25  Ом 

для  КС527А 40  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации 1 

при  температуре  от  — 60  до  35°  С: 

для  КС482А  96  мА 

для  КС515А 53  мА 

для  КС518А 45  мА 

для  КС522А 37  мА 

для  КС527А 30  мА 

Минимальный  ток  стабилизации  .при  температуре 
от  — 60  до  100°  С 1 мА 

Максимальный  прямой  ток 50  мА 

Максимальная  рассеиваемая  мощность 1 

при  температуре  от  — 60  до  35°  С 1 Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 


до  100° С 


1 В диапазоне  температуры  от  35  до  100°  С ток  и мощность  снижаются 
линейно. 
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°/оІ°С 

0,05. 

от 

0,03 

оі  г з ч мд 

Зависимость  ТКН ‘от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


ТКН 

кеч 

82Д 

?СТ 

°/о/°С 
0,08 
0,07 

0 1 2 3 Ч мД 

Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


ТКН 

КС 

515Д 

Т 

1ст 

°/>/°с 

0,08 

0,07 


ТКН 

КС 

518Д 

*ст 

О 1 2 3 ЧмД 

Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  стабилиза- 
ции ют  температуры. 


°/о/°С 

0,09 
0,08 

О 1 2 3 Ч мД 


ТКН 

КС522Д 

- 

Іст 

Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


°/оІ°С 
0,09 

0,08 

0,07 

О 1 2.3  Ч МД 


ТКН 

КС 

527 Д 

Т . 

1ст 

Зависимость  ТКН  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  рассеиваемой  мощ- 
ности от  температуры. 
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КС520В,  КС531В,  КС547В,  КС568В,  КС596В 

Стабилитроны  кремниевые  диффузионно-сплавные. 

Предназначены  для  использования  в качестве  источников  опор- 
ного напряжения. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  диодов  КС520В, 
КС531В,  КС547В  0,8  г.  Масса  диодов  КС568В,  КС596В  1,3  г. 


і 


гі  ФО.В  Ш 


КС 5208  - К С 53В  В 


Размеры  в мм 

Тип 

прибора 

1 

1 

Н 

5 

КС520В, 

КС531В, 

КС5Ч7В 

11 

7,5 

5 

5 

КС568В, 

КС596В 

п 

10 

6 

6 

Место  маркировки. 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления. от  тока.  Дана  зона 


Зависимость  дифференциального 
сопротивления  от  тока.  Дана  зона 


Ом 

400 

200 


Зависимость  дифферен-  Зависимость  дифферен-  Зависимость  дифферен- 
циального сопротивления  циального  сопротивления  циального  сопротивления 
от  тока.  Дана  зона  раз-  от  тока.  Дана  зона  раз-  от  тока.  Дана  зона  раз- 
броса. ороса.  ороса. 
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Электрические  параметры 
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» При  / = 10  мА  для  КС531В;  /ст  = 5 мА  для  остальных  типов  диодов. 

? Классификация  стабилитронов  произведена  при  Г = 55  и 100  °С. 


Зависимость  ТКН  от 
тока.  Дана  зона  раз- 
броса. 


Зависимость  ТКН  от 
тока.  Дана  зона  раз- 
броса. 


Зависимость  ТКН  от 
тока.  Дана  зона  раз- 
броса. 


КС533А 


Стабилитроны  кремниевые  диффузионные  в пластмассовом  кор- 


Напряжение  стабилизации  при  /ст  = 10  мА  ...  29,7 — 36,3  В 

Ток  стабилизации 10  мА 

Дифференциальное  сопротивление  при  /ст  = 10  мА 

не  более .’ 40  Ом 

Дифференциальное  сопротивление  стабилитрона, 
соответствующее  минимальному,  току  стабилиза- 
ции /ст.  мин  = 3 мА,  не  более 100  Ом 

Температурный  коэффициент  напряжения  стабили- 
зации не  более  . . 0,1  %/°С 

Постоянное  прямое  напряжение  При  /пр  = 50  мА 
не  более 1 Б 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Максимальный  ток  стабилизации  Ч 

при  температуре  от  —40  до  50°  С 17  мА 

при  85°  С Ю мА 

Минимальный  ток  стабилизации 3 мА 

Ток  стабилизации  в течение  1 с (одноразовая  на- 
грузка)   20  мА 

Максимальная  рассеиваемая  мощность  Ч 

при  температуре  от  —40  до  50°  С 640  мВт 

при  85°  С 360  мВт 

Температура  перехода  100°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 

до  85°  С 


1 В интервале  температуры  от  50  до  85°  С ток  и мощность  снижаются 
линейно. 


КС620А,  КС620АП,  КС630А,  КС630АП, 
КС650А,  КС650АП,  КС680А,  КС680АП 

Стабилитроны  кремниевые  сплавные. 

У стабилитронов,  не  имеющих  в наименовании  буквы  П,  корпус 
является  положительным  электродом.  Стабилитроны,  у которых  в на- 
именовании есть  буква  П,  имеют  обратную  полярность. 

Стабилитроны  выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе. 
Масса  диода  не  более  6 г. 


КС620А -КС680АП 
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Электрические  параметры 


Параметры 

КС620А, 

КС620АП 

КС630А, 

КС630АП 

КС650А, 

КС650АП 

КС680А, 

КС680АП 

Напряжение  стабилизации1, 

В 

120 

130 

150 

180 

Ток  стабилизации,  при  кото- 
ром измеряется  напряже- 
ние стабилизации,  мА  . . . 

50 

50 

25 

25 

Дифференциальное  сопротив- 
ление при  токе  стабили- 
зации не  более.  Ом  ...  . 

150 

180 

255 

330 

Температурный  коэффициент 
напряжения  стабилизации 
при  температуре  от  — 60 
до  4-70  °С  не  более,  %/°С 

0,2 

0,2 

• 

0,2 

0,2 

* Разброс  напряжения  стабилизации  +15%. 


Преіельные  эксплуатационные  данные 


Параметры 

КС620А, 

КС620АП 

КС630А, 

КС630АП 

КС650А, 

КС650АП 

КС680А, 

КС680АП 

Максимальный  ток  стабили- 
зации: 

при  температуре  от  — 60 
до  +70  °С,  мА  

42 

38 

33 

28 

при  100°  С,  мА 

16 

15 

13 

11 

Минимальный  ток  стабили- 
зации при  температуре  от 
—60  до  +100  °С,  мА  . . . 

5 

5 

2,5 

2,5 

Максимальная  рассеиваемая 
мощность  при  температуре 
от  — 60  до  +70  °С,  Вт  . . 

5 

5 

5 

5 

при  100°  С,  Вт 

2 

2 

2 

2 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 


до  + Ю0°О 

Относительная  влажность  при  40  °С  . До  98% 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7  • ІО4 

до  3 • 106  Па 

Постоянные  ускорения  До  25  § 


Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20 — < 
600  Гц  


До  7,5  § 


Многократные  удары  с ускорением 
Гарантийная  наработка  не  менее  . 


До  75  § 
5000  ч 


-60-20  20  60  100  ПО  °С 


Зависимость  ТКН  от  тока  стаби- 
лизации. Дана  зона  разброса. 


Зависимость  максимальной  рассеи- 
ваемой мощности  от  температуры 
корпуса. 


Раздел  восьмой 

ВАРИКАПЫ 


Д901А,  Д901Б,  Д901  В,  Д901Г,  Д901Д,  Д901Е 

Варикапы  кремниевые.  Предназначены  для  применения  в схемах 
АПЧ  для  перестройки  резонансной  частоты  контура,  в схемах  пара- 
метрических усилителей,  в блоках  высокой  частоты  телевизионных 
приемников,  в качестве  подстраивающего  элемента  в контуре  гетеро- 
дина. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  вари- 
капа не  более  1,0  г. 


Д901Я-Д901Е 
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Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток1  при  25°  С не  более  ...  1,0  мкА 

Емкость  варикапа  при  і/о6р  = 4 В,  / = 50  МГц 
и температуре  20°  С: 

для  Д901А,  Д901Б  22—32  пФ 

для  Д901В,  Д901Г 28—38  пФ 

для  Д901Д,  Д901Е  34—44  пФ 

Температурный  коэффициент  емкости  при  темпера- 
туре от  — 55  до  +85°  С: 

при  (/0бР  = 4 В 500- КГ6  1/°С 

при  (/о6р  = 40  В 200- ІО-6  1/°С 

Добротность  варикапа 2 на  частоте  50  МГц  при 
20°  С и і/0бр  = 4 В не  менее: 

для  Д901А,  Д901В,  Д901Д 25 

для  Д901Б,  Д901Г,  Д901Е 30 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 

для  Д901А,  Д901В,  Д901Д 4 

для  Д901Б,  Д901Г,  Д901Е 3 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от  — 55  до  +85°  С: 

для  Д901А,  Д901В,  Д901Д 80  В 

для  Д901Б,  Д901Г,  Д901Е * 45  В 

Мощность  3 при  температуре  от  — 55  до  +25°  С ' 250  мВт 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +85°  С 

Гарантийная  наработка  не  менее 10  000  ч 


1 При  предельных  значениях  обратного  напряжения. 

2 При  повышении  температуры  окружающей  среды  добротность  рас- 
считывается по  формуле  (?  (Т)  = (?  (20  °С) — ^ ^Ф(20еС). 

3 При  температуре  более  25°  С допустимая  рассеиваемая  мощность  умень- 
шается на  2 мВт  на  каждый  1°  С. 


Зависимость  емкости  от 
напряжения. 


Зависимость  добротности  Зависимость  добротности 
от  напряжения.  от  частоты. 
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Д902 

Варикап  кремниевый.  Предназначен  для  работы  в параметриче- 
ских усилителях,  в преобразователях  постоянного  напряжения  в пере- 
менное, в измерительных  усилителях,  в автогенераторах  синусоидаль- 
ных колебаний  и в блоках  высокой  частоты  телевизионных  приемни- 
ков в качестве  подстраивающего  элемента  в контуре  гетеродина. 

Выпускается  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  вари- 
капа не  более  0,6  г. 


ВО 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток 1 при  температуре  от 


— 40  до  +20°  С не  более 10  мкА 

Емкость  варикапа  при  ;;об„=4  В,  ^=50  МГц  6—12  пф 
Добротность  варикапа  при  І/о6р  = 4 В,  / = 50  МГц 

не  менее 30 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости 2,5 


1 При  предельном  значении  обратного  напряжения. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение 25  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 


Постоянное  обратное  напряжение 25  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  + 100°  С 


Зависимость  емкости  от  Зависимость  добротности  Зависимость  добротности 
напряжения,  от  температуры.  от  частоты. 
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КВ  101 А 


Варикап  кремниевый  диффузионно-сплавной,  таблеточной  конструк- 
ции. Предназначен  для  работы  в радиокапсулах  для  анализа  желу- 
дочно-кишечного тракта.  Плюсовой  вывод  маркируется  черной  точкой. 
Масса  варикапа  не  более  0,05  г. 


НВ  101 А 


Обратный  ток  при  І10бр=  4 В не  более: 

при  25°  С 

при  55°  С 

Емкость  варикапа  при  ІІ0 бр=  0,8  В 

Добротность  варикапа  при  11 0 бр=  0,8  В и / = 

= 10  мГц  не  менее 

Добротность  варикапа  на  частоте  1 мГц  не  менее 


1 мкА 

2 мкА 
200  пФ 

12 

150 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  любой  формы 

и периодичности 4 В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —10 

до  55°  С 


КВ102А,  КВ102Б,  КВ102В,  КВ102Г,  КВ102Д 

Варикапы  кремниевые  диффузионно-сплавные  в пластмассовом 
корпусе.  Плюсовой  вывод  маркируется  белой  точкой.  Масса  варикапа 
не  более  0,1  г. 

нет 
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Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  і/обр=  і/обр.макс 
не  более: 

при  25  °С 

при  85  °С 

при  — 40  °С 

Емкость  варикапа  при  Цобо  = 4 В: 

для  КВ  102  (Б,  Г,  Д) 

для  КВ102А  . 

для  КВ  102В 

Добротность  варикапа  при  і/обр  =4  В,  ( = 
= 50  мГц  не  менее: 

для  КВ  102 А,  КВ102Б,  КВ102В 

для  КВ102Г 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  не  менее 

для  КВ  102  (А,  Б,  В,  Г)  

для  КВ  102 Д 


1 мкА 
100  мкА 
10  мкА 

19—30  пФ 
14—23  пФ 
25 — 40  пФ 


40 

100 

2.5 

3.5 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре: 
от— 40  до  85  °С 

для  КВ102(А,  Б,  В,  Г)  45  В 

для  КВ102Д  . 80  В 

Мощность,  рассеиваемая  прибором  при  температуре 

от  —40  до  50  °С 90  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 


до  85  °С 


Примечание.  В интервале  температуры  от  50  до  85  °С  Р 
снижается  на  1 мВт  на  каждый  градус  Цельсия. 


Зависимость  емкости  от  напря- 
жения. 


Зависимость  добротности  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  температурного  коэф- 
фициента емкости  от  напряжения. 
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КВ103А,  КВ103Б 

Варикапы  кремниевые  диффузионные.  Предназначены  для  умно- 
жителей частоты.  Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе 
с винтом.  Масса  варикапа  не  более  15  г. 


г*  47 


К В 103 


Ж 


15 


25 


35 


1,5 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  {/о6р  = 80  В не 
более:  ѵ 


при  25  и — 40  °С  

при  85  °С | 

Емкость  варикапа  при  і/0 6р=  4 В,  і = І +’  10  МГц 
не  более: 

для  КВ  ЮЗА 

для  кв  юз  б ;;;;;; 

Добротность  при  Б'обр  = 4 В,  / = 50  МГц  не  менее: 

для  КВ  ЮЗА  . . 

для  КВ-ЮЗБ 


10  мкА 
150  мкА 


18  — 32  пФ 
28  — 48  пФ 

50 

40 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 

от  —40  до  85  СС ... 

Мощность  рассеивания  1: 

при  Тк  от  —40  до  50  °С 

при  Тк  = 85  °С  

Температура  перехода  


80  В 

5 Вт 
1.5  Вт 
85  °С 


• в 
линейно. 


диапазоне  температуры  корпуса  от  50  до  85  °С  мощность  снижается 


Зависимость  емкости  от 
напряжения.  Дана  зона 
разброса. 
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КВ  104 А,  КВ104Б,  КВ104В,  КВ104Г, 
КВ104Д,  КВ104Е 

Варикапы  кремниевые  диффузионно-сплавные  в пластмассовом 
корпусе.  Плюсовой  вывод  маркируется  оранжевой  точкой.  Масса 
варикапа  не  более  0,2  г. 


квт 


Электрические  параметры 


ЕмкостьІ  варикапа  при  1/06о=  4 В: 

для  КВ104А 90—120  пФ 

для  КВ104Б 106—144  пФ 

для  КВ  104  (В,  Д) 128—192  пФ 

для  КВ  104  (Г,  Е) 95—143  пФ 

Добротность  варикапа  при  і/0^р  — 4 В и ( = 

= 10  МГц  не  менее: 

для  КВ  104  (А,  Б,  В,  Г,  Д) 100 

для  КВ104Е 150 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр==  ^обр.макс 
не  более: 

при  25  °С 5 мкА 

при  85  °С 150  мкА 

при  — 40  °С 10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от  —45  до  85  °С: 

для  КВ  104  (А,  Б,  В,  Е) 

для  КВ  104 Г и КВ104Д 

Мощность,  рассеиваемая  прибором 1 при  темпе- 


45  В 
80  В 


* В диапазоне  температуры  от  50  до  85  °С  максимально  допустимая 
мощность  снижается  на  1 мВт  на  1 “С. 
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ратуре  от  —40  до  50  °С 100  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  85  °С 


град 1 


200 


100 


О 

Зависимость  температурного 
коэффициента  емкости  от  тем* 
пературы. 


ТКЕ10 

6 квю 

г 

-е) 

Опбр^І 

в 

8 В 

Т 

20В  - 

45В  _ 

.ВОВ 

• т 

50  °С 


Зависимость  добротности  от  темпе 
% ратуры. 


КВ105А,  КВ105Б 

Варикапы  кремниевые  диффузионно-сплавные.  Выпускаются  в ме- 
таллическом герметичном  корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  вари- 
капа не  более  1г. 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  С/обр=  (/обр.макс 
не  более: 

при  25  и —60  °С 

при  іоо  °с 
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50  мкА 
300  мкА 


Емкость  варикапа  при  І10^р  = 4 В 400 — 600  пФ 

Температурный  коэффициент  емкости  при  темпера- 
туре от  — 60  до  100  °С  и і/0 бр  = 4 В не  более  500- 10“ 6 1/°С 
Добротность  варикапа  при  ио(,р  = 4 В,  і—\  мГц 

не  менее 500 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 

- для  КВ105А 3,8 

для  КВ105Б 3,0 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 
от  —60  до  100°  С: 

для  КВ  105 А" 90  В 

для  КВ105Б 50  В 

Мощность1  при  температуре  от  — 60  до  50  °С  150  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  100  °С 


1 В диапазоне  температуры  от  50  до  100  °С  Рмакс  рассчитывается  по  фор- 
шмаке = 150  — 1,5 (Г— 50),  мВт. 


2,0 
1,0  ' 

0,5 


о, г 

юов  50  зо  ю в о г 

Зависимость  емкости  от  напряжения. 

КВ106А,  КВ106Б 

Варикапы  кремниевые  эпитаксиально-диффузионные.  Предназна- 
чены для  работы  в умножителях  частоты.  Выпускаются  в металли- 
ческом герметичном  корпусе  с винтом.  Масса  варикапа  не  более  15  г. 
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Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  і/0бр  = ^обр  макс 
не  более: 

при  25  и — 55  °С  

при  100  °С 

Емкость  варикапа  при  II 0 б„  = 4 В, / = 1 -ь  10  мГц, 
^ампл  <0,1  В: 

для  КВ106А 

для  КВ106Б 

Добротность  варикапа  при  і/0 бр=  4 В,  {=  50  мГц, 
і/аМпл  <0,1  В не  менее: 

для  КВ  106 А 

для  КВ  1 06Б 

Частота  отсечки  (произведение  добротности  на 
частоту  измерения)  для  КВ  106 А 2 ГГц;  для 

КВ106Б  >3  ГГц. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


120  В 
90  В 


7 Вт 
5 Вт 


3 Вт 
2 Вт 
120  °С 


‘ В диапазоне  температуры  корпуса  от  75  до  120  °С  мощность  рассеивания 
снижается  линейно. 


Обратное  напряжение  (любой  формы  и периодич- 
ности) при  температуре  корпуса  от  —55  до  120  °С: 

для  КВ106А 

для  КВ  106 Б 

Мощность  рассеивания  1 при  температуре  корпуса 
от— 55  до  75  °С: 

для  КВ106А 

для  КВ106Б 

Мощность  рассеяния  при  температуре  корпуса 

для  КВ106А 

для  КВ106Б 

Температура  корпуса  


20  мкА 
150  мкА 


20—50  пФ 
15—35  пФ 


40 

60 


2 Ч 6 в ІО  20  40  80В 


Зависимость  емкости  от  напряжения.  Зависимость  максимальной  рас- 

свиваемой  мощности  от  темпе* 
ратуры  корпуса. 
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КВ107А,  КВ107Б,  КВ107В,  КВ107Г 

Варикапы  кремниевые  эпитаксиально-диффузионные,  выпускаются 
в металлическом  герметичном  корпусе. 

Плюсовой  вывод  маркируется  красной  точкой.  Масса  варикапа 
не  более  1 г. 


К В 107 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  СІ0 6р=  17о6р.  макс 


не  более: 

при  25  °С 100  мкА 

при  70  °С 2000  мкА 

при  —40  °С 1500  мкА 

Емкость  варикапа  1 

для  КВ  107  (А,  Б) 10 — 40  пФ 

для  КВ  107  (В,  Г) 30—65  пФ 

Добротность  варикапа  2 при  / = 10  мГц  не  менее  20 

Напряжение  начала  рабочего  участка: 

для  КВ  107  (А,  В> 2—9  В 

для  КВ107  (Б,  Г) ■ 6—18  В 


' Изменение  емкости  при  изменении  напряжения  в 1,5  раза  не  менее  1,5 
г Значения  емкости  и добротности  даны  в начале  рабочего  участка 


Зависимость  емкости  от  напряже- 
ния. Дана  зона  разброса. 


Зависимость  добротности  от  напря- 
жения.* Дана  зона  разброса. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 1 при  тем- 


пературе от  — 40  до  70  °С: 

для  КВ  107  (А,  В)  1,5(/и+  2,5  В 

для  КВ  107  (Б,  Г) -1.5{/й2  + 4 В 

Мощность,  рассеиваемая  прибором  2 при  тем- 
пературе от  —40  до  59  °С  . . . . 100  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей 

среды От  —40 

до  70  °С 


1 V К\'  У К2 — напряжения  начала  рабочего  участка,  начиная  с которых 
изменяется  (уменьшается)  емкость  варикапа. 

2 В интервале  температуры  от  50  до  70  °С  Ямакс  снижается  на  1 мВт 
при  увеличении  температуры  на  1 °С. 


КВ109А,  КВ109Б,  КВ109В,  КВ109Г 

Варикапы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  в пластмассовом 
корпусе.  Варикапы  КВ109А,  КВ109Б,  КВ109В  поставляются  только 
комплектами  (по  3 или  4 штуки)  для  использования  в качестве  селекто- 
ров каналов  дециметрового  (КВ109(А,Б))  и метрового  (КВ109В)  диа- 
пазонов телевизионных  приемников.  Варикапы  КВ109Г  поставляются 
отдельными  приборами.  Приборы  маркируются  цветной  точкой  на 
поверхности  прибора:  КВ109А  — белая  точка;  КВ  1 09Б  — красная, 
КВ109В  — зеленая,  КВ109Г  — точка  отсутствует.  Масса  варикапа 
не  более  0,06  г. 
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Электрические  параметры 


Постоянный  обратный  ток  при  ІІ0^р  = 25  В не 
более: 

при  25  СС 0,5  мкА 

при  85  °С  . . . 3,0  мкА 

рри  — 40  °С 1,0  мкА 

Емкость  варикапа:  * 

для  КВ  109 А 2,3— 2,8  пФ 

для  КВ  109 Б 2,0— 2,3  пФ 

для  КВ  109  (В,  Г) 8,0— 17  пФ 

Коэффициент  перекрытия  по  емкости: 

для  КВ  109 А 4—5,5 

для  КВ  109 Б 4,5— 6,5 

для  КВ  109В 4,0— 6,0 

для  КВ  109 Г 4 

Добротность  варикапа  при  (У0бр=  3 В,  /=  50  мГц 
не  менее: 

для  КВ  109  (А,  Б) 300 

для  КВ109  (В,  Г) 160 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение  при  темпера- 
туре от  — 40  до  85  °С 25  В 

Мощность,  рассеиваемая  прибором 1 при  темпе- 

-■  ратуре  от  — 40  до  50  °С 5 мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 

до  85  °С 


1 В интервале  температуры  от  50  до  85  'С  Рмакс снижается  на  0,05  мВт 
при  повышении  температуры  на  каждый  градус  Цельсия. 

КВП0А,  КВ110Б,  КВ110В,  КВ110Г, 
КВ110Д,  КВ110Е 

Варикапы  кремниевые  эпитаксиально-планарные.  Выпускаются 
в стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Масса  диода  не  более  0,25  г. 


Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  (/„*„  = 45  В: 

при  25  СС 7 

при  125  °С 

при  — 60  °С 

Емкость  диода  при  1/0 6„=  4 В не  более: 

для  КВ110А,  Г . . 

•для  КВ110Б,  Д 

для  КВ110В,  Е 

Добротность  при  (/о6р  =4  в,  / = 50  мГц,  не 

для  КВ110  (А,  Б,  В) 

для  КВ110  (Г,  Д,  Е) : . 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Обратное  напряжение  любой  формы  и периодич- 
ности (пиковое  значение)  при  температуре  от 

-60  до  125  °С 

Мощность,  рассеиваемая  прибором 1 при  темпе- 
ратуре от  —60  до  50  °С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


1 мкА 
100  мкА 
15  мкА 

12—18  пФ 
14—21  пФ 
17—26  пФ 


300 

150 


45  В 

100  мВт 
От  —60 
до  125  °С 


1 При  температуре  от  50  до  125  °0  Ртке  определяется  по  формуле 
рмакс=  100 -(Г -50).  мВт. 


-40  0 40  80  100  °С 


Зависимость  добротности  от  , тем- 
пературы. 


Зависимость  добротности  от  напря- 
жения. 


Зависимость  температурного  коэффициента 
емкости  от  температуры.  Дана  зона  раз- 
броса. 
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КВС111А,  КВС111Б 

Кремниевая  варикапная  матрица  эпитаксиально-планарной  тех- 
нологии. 

Предназначена  для  перестройки  УКВ  блока  радиовещательных 
приемников.  Маркируется  цветной  точкой  у минусового  вывода: 
КВС111А  — белая  точка,  КВС111Б — оранжевая  точка. 

Матрица  состоит  из  двух  элементов  с общим  катодом.  Масса  мат- 
рицы не  более  0,2  г. 


КВС111 


■ Цветная 

<-> 

точка 

Со 

' общий,,— “ 

ГС 

А 

Г 

к2,5  1,3  ж 

Электрические  параметры 

Постоянный  обратный  ток  при  ІІо6р  = 30  В не 
более: 

при  25  °С  . 

при  55  °С  . , 

Емкость  варикапа  при  [/обр  = 4 В,  } = 1 мГц 

не  более  

Температурный  коэффициент  емкости  не  более 
Добротность  варикапа  при  ІІ0 6р=  4 В,  і = 50  мГц 
не  менее: 

для  КВС111А  

для  КВС111Б  

Коэффициент  перекрытия  по  емкости  не  менее 


1 мкА 
5 мкА 

33  пФ 

500- 10-“  1/°С 


200 

150 

2,1 


Зависимость  добротности  Зависимость  емкости  от  Зависимость  температур- 
от  напряжения.  Дана  напряжения.  Дана  зона  ного  коэффициента  емко- 
зона  разброса.  разброса.  сти  от  температуры. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  обратное  напряжение 30  В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  100  °С 


Р а з'д  е л девятый 

* 

ДИОДЫ  ТУННЕЛЬНЫЕ  И ОБРАЩЕННЫЕ 


АИ101А,  АИ101Б,  АИ101  В,  АИ101Д, 
АИ101Е,  А И 1 0 1 И 

Диоды  туннельные  из  арсенида  галлия.  Предназначены  для  ра- 
боты в усилительных  схемах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Масса  диода  не  бо- 
лее 0,15  г. 


Параметры 

АИ101А 

АИ101Б 

АИ101В 

АИ101Д 

АИ101Е 

АИ101И 

Ток  пика,  мА  

1+0,25 

1+0,25 

2+0,3 

2+0,3 

5+0,5 

5+0,5 

Напряжение  пика,  В . . 
Отношение  тока  пика  к 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,18 

0,18 

току  впадины  

5 

5 

6 

6 

6 

6 

Емкость  диода,  пФ  . . . 
Сопротивление  диода 1, 

4 

ОО 

1 

СМ 

5 

3,5-10 

8 

4,5—13 

Ом 

24 

22 

16 

14 

8 

7 

* При  импульсном  обратном  смещении: 

для  АИ101А,  АИ 101  Б 30  мА 

для  АИ  10 1 В,  АИ101Д 40  мА 

для  АИ101Е,  АИ101И 80  мА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  прямое  напряжение  при  температуре 

от  —60  до  85  °С ...... 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Давление  окружающего  воздуха 


0,5— 0,6  В 
От  —60 
до  +85  °С 
От  2,7-  10* 


до  3-105  Па 


Относительная  влажность  при  температуре  40  °С  До  98% 
Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20 — 

600  Гц  До  7,5  д 

Многократные  удары  с ускорением До  75  я 

Линейные  нагрузки  с ускорением До  25  | 


Вольт-амперные  характерис- 
тики. 


>0  Ч. і _ 

-во  - го  о го  во  °с 


Зона  возможных  положе- 
ний графика  зависимо- 
сти пикового  тока  оттем- 
пературы. 


АИ201  В,  АИ201Г,  АИ201Е,  АИ201Ж, 
АИ201  И,  АИ201К,  АИ201Л 

Диоды  туннельные  из  арсенида  галлия.  Предназначены  для  ра- 
боты в генераторных  схемах.  - 

Диоды  выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Масса  диода 
не  более  0,15  г. 


АИ201 


з*  (+)  . Ч 

1 5,5 

29 
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Электрические  параметры 


Параметры 

АИ201В 

АИ201Г 

АИ201Е 

АИ201Ж 

июгиѵ 

АИ201К 

АИ201Л 

Ток  пика,  мА 

Напряжение  пика,  В 
Отношение  тока  пика 

10+1 

20+2 

20+2 

50+5 

50+5 

100+10 

100+10 

0,18 

0,2 

0,2 

0,26 

0,26 

0,33 

0,33 

к току  впадины  . . 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Емкость  диода,  пФ  . . 
Сопротивление  диода1, 

5—15 

1 

10 

6—20 

15 

10—30 

20 

10—15 

Ом 

8 

5 

4 

2,5 

2,5 

2,2 

2,2 

* При  импульсном  обратном  смещении: 

для  АИ201В,  АИ201Г,  АИ201Е 

для  АИ201Ж,  АИ201И,  АИ201К,  АИ201Л 


100  мА 
220  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  прямое  напряжение  при  температуре 

от  —60  до  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Давление  окружающего  воздуха 

Относительная  влажность  при  температуре  40  °С 
Вибрационные  ускорения  в диапазоне  частот  20— 

600  Гц  

Многократные  удары  с ускорением 

Линейные  нагрузки  с ускорением  


0,5— 0,6  В 
От  —60 
до  +85  °С 
От  2,7- 104 
до  3 - ІО6  Па 
До  98% 


До  7,5  § 
До  75  & 
До  25  § 


АИ301А,  АИ301Б,  АИ301В,  АИ301Г 

Диоды  туннельные  из  арсенида  галлия.  Предназначены  для  ра- 
боты в переключающих  схемах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Масса  диода  не  бо- 
лее 0,15  г. 


ЛИ301 


Электрические  параметры 


Параметры 

АИ301А 

АИ301Б 

АИ301В 

АИ301Г 

Ток  пика,  мА 

1,6— 2,4 

4,5— 5,5 

4,5— 5,5 

9—11 

Отношение  тока  пика  к току 

впадины  не  менее 

8 

8 

8 

8 

Напряжение  пика  не  более, 
В 

0,18 

0,18 

0,18 

0,18 

Напряжение  раствора  не 

менее,  В 

0,65 

0,85—1,15 

1,0— 1,3 

0,8 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 60 
до  +70  °С: 

для  АИ301А,  АИ301Б 0,8— 1,2  мА 

для  АИ301В 2,2— 2,7  мА 

для  АИ301Т  4,5— 5,5  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  +70  °С 

Давление  окружающего  воздуха От  665 

до  3 - ІО5  Па 

Относительная  влажность  при  40  °С До  98% 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  20 — 

1000  Гц  с ускорением До  10  д 

Многократные  удары  с ускорением До  120  д 

Линейные  нагрузки  с ускорением  . . До  150  § 


Зоны  возможных  положений  волът-  Зоны  возможных  положений  вольт» 

амперных  характеристик  диода  амперных  характеристик  диода 

АИ301А..  АИ301Б. 
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Зоны  возможных  положений  вольт- 
амперных  характеристик  диода 
АИ301  В. 


Зоны  возможных  положений  вольт- 
амперных  характеристик  диода 
АИЗЮЗГ. 


Зона  возможных  положений  графи- 
ка зависимости  пикового  тока  от 
температуры. 


°/о 
100 

75 

50 

25 

О 0,4  0,8  V В 

Вольт-амперные  характеристики, 


С,20°сЬш_ 

\І>70.  Іп 

А, 

130! 

,-61 

7° С' 

70  °С' 
20". 

и і 

иобр 

АИ402Б,  АИ402Г,  АИ402Е,  АИ402И 


Диоды  обращенные  из  арсенида  галлия.  Предназначены  для  при- 
менения в вычислительных  устройствах,  смесителях  и детекторах. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Масса  не  более  0,2  г. 
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лит 


*г> 


Электрические  параметры 


Ток  пика: 

для  АИ402Б,  АИ402Г 0,1  мА 

для  АИ402Е - 0,2  мА 

для  АИ402И 0,4  мА 

Постоянное  прямое  напряжение1 0,6  В 

Постоянное  обратное  напряжение  при  предельном 

обратном  токе 0,25  В 

Емкость  диода: 

для  АИ402Б 0,4  пФ 

для  АИ402Г,  АИ402Е 8,0  пФ 

для  АИ402И 10  пФ 


1 При  / = 0, 1 мА  для  АИ402Б,  АИ402Г;  /„„=0.2  мАдля  АИ402Ч; 

/ “ 0,4  мАРдля  АИ402И. 


Вольт-амперная  характе-  Обратная  ветвь  вольт-  Зона  возможных  поло- 
ристика.  амперной  характеристи-  жений  графика  зависи- 

ки.  мости  пикового  тока  от 

температуры. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  обратный  ток  при  температуре  от  —60 
до  +85  °С: 

для  АИ402Б,  АИ402Г 

для  АИ402Е 

для  АИ402И 


1.0  мА 

2.0  мА 

4.0  мА 


ГИ304А,  ГИ304Б 


Диоды  германиевые  туннельные.  Предназначены  для  применения 
в быстродействующих  импульсных  схемах. 

Диоды  выпускаются  в герметичном  металлостеклянном  корпусе. 
Масса  диода  не  более  0,1  г. 


180° 


ГИШ 


Электрические  параметры 

Ток  пика  при  температуре  20  °С: 

для  ГИ304А  

для  ГИ304Б  . I . 

Отношение  тока  пика  к току  впадины  не  менее 

Напряжение  пика  не  более 

Напряжение  раствора  не  менее 

Емкость  диода  на  частоте  (1  -ь  2)- ІО7  Гн  не  более 


4,5-5, 1 мА 
4,9— 5,5  мА 
5 

75  мВ 
440  мВ 
20  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

при  20  °С 

при  70  °С  . 

Температура  перехода  

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Давление  окружающего  воздуха 

Относительная  влажность  при  40  °С . 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  5— 
2000  Гц  с ускорением  


10  мА 
7,5  мА 
75  °С 
От  —60 
до  +70  °С 
От  665 
до  3-  ІО5  Па 
До  98% 


До  15  § 


7 Зах.  428 
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Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением  До  150  § 


Одиночные  удары  с ускорением До  500  § 

Линейные  нагрузки  с ускорением До  150  § 


Вольт-амперные  характеристики. 


Графики  зависимости  пико* 
вого  тока  от  температуры. 

1 — для  5%:  2 — 50%; 

3 — 95%  диодов. 


ГИ305А,  ГИ305Б 

Диоды  германиевые  туннельные.  Предназначены  для  применения 
в быстродействующих  импульсных  схемах. 

Выпускаются  в герметичном  металлостеклянном  корпусе.  Масса 
диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 


Ток  пика  при  температуре  20°  С: 

для  ГИ305А  9,1—10  мА 

для  ГИ305Б  9,8—11  мА 

Отношение  тока  пика  к току  впадины  не  менее  5 

Напряжение  пика  не  более 85  мВ 

Напряжение  раствора  при  /маКс  — 10  мА  не  менее  450  мВ 

Емкость  диода  на  частоте  20  МГц  не  более  ....  30  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

при  20°  С 

при  70°  С ! ! ! ! ! 

Температура  перехода  

Интервал  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Давление  окружающего  воздуха 

Относительная  влажность  при  40°  С 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  5— 

2000  Гц  с ускорением  

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением 

Одиночные  нагрузки  с ускорением  

Линейные  нагрузки  с ускорением 


20  мА 
15  мА 
75°  С 
От  —60 
до  +70°  С 
От  665 
до  3 • ІО5  Па 
До  98% 

До  15  § 
До  150  § 
До  500  д 
До  150  § 


-чо  -го  о го  ч-о° с 


Вольт-амперные  характеристики. 


Графики  зависимости  пико- 
вого тока  от  температуры. 

/—для  5%;  2 — 50%; 

3 — 95%  диодов. 


ГИ401А,  ГИ401Б 

Диоды  германиевые  обращенные.  Предназначены  для  работы 
в вычислительных  устройствах,  смесителях  и детекторах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе.  Масса  диода  не  бо- 
лее 0,07  г. 


Электрические  параметры 


Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 0,1  мА  ' 

и температуре  20°  С 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /обр  = 1 мА 
Емкость  диода  не  более:  ѵ 

для  ГИ401А 

для  ГИ401Б  


330  мВ 
90  ± 15  мВ 

2,5  пФ 
5,0  пФ 


7* 
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ГИ  401 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток,  мА,  при  тем- 
пературе: 

для  ГИ401А  . 

для  ГИ401Б  

Постоянный  обратный  ток,  мА,  при  тем- 
пературе: 

для  диода  ГИ401А 

для  диода  ГИ401Б 

Диапазон  рабочей  температуры  окру- 
жающей среды 


От  -55  до  +25°  С 
0,3 
0,5 

От  —55  до  +25°  С 
4,0 
5,6 

От  —55 
до  +70°  С 


70°  С 
0,2 

0,3  ч 

70°  С 
2,4 
4,0 


Зона  возможных  положении  вольт- 
амперной  характеристики. 


О 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  В 


Зоны  возможных  положений  вольт- 
амперных  характеристик  при  пони- 
женной и при  повышенной  темпера- 
туре. 
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Г И 403 А 


Диод  германиевый  обращенный.  Предназначен  для  использования 
в быстродействующих  импульсных  схемах. 

Диоды  предназначены  для  эксплуатации  только  в залитом  изоля- 
ционным компаундом  состоянии.  Масса  диода  не  более  0,07  г. 


180°  ГИ  іО ЗА 


Электрические  параметры 


Ток  пика  не  более: 

при  20  и 60°  С 100  мкА 

при  —40°  С 150  мкА 

Постоянное  обратное  напряжение  при  /о6р  = 3 мА 
не  более: 

при  20°  С 120  мВ 

при  60  и —40°  С 135  мВ 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 0,1  мА 
не  менее: 

при  20  и —40°  С 350  мВ 

при  60°  С 280  мВ 

Емкость  диода  на  частоте  / = (4  -н  10)- 1 0е  Гц 
не  более 8 пФ 


мА  во  60  40  20  О 


!о6, 

0 

// 

7 

' 

* ГР 

ІЧОь 

А 

4 

/А 

'У/ 

Д 2і 

1°С 

/ 

^60-- 

ЧО 

’с 

л 

Бр 

Вольт-амперная  характе-  Прямая  ветвь  вольт-ам-  Обратная  ветвь  вольт-ам- 
ристика  диода  ГИ403А.  перной  характеристики,  периой  характеристики. 


197 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Амплитуда  переменного  синусоидального  тока  ча- 
стотой не  менее  50  Гц  или  импульсов  тока  дли- 
тельностью не  более  10  мкс  при  скважности  не 


менее  2: 

при  температуре  от  —40  до  +25°  С 10  мА 

при  температуре  от  +20  до  +60°  С 6 мА 

Температура  перехода ..  . . . 70°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 


до  +60°  С 


ГИ103А,  ГИ103Б,  ГИ103В,  ГИ103Г 


Диоды  туннельные  германиевые  меза-сплавные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  каскадах  в СВЧ  диа- 
пазоне (до  10  ГГц).  Диоды  маркируются  двумя  цветными  точками  на 
корпусе  прибора:  ГИ103А  — голубые  точки,  ГИ103Б  — красные  точки, 
ГИ103В  — черные  точки,  ГИ103Г  — зеленые  точки.  Масса  диода 
не  более  0,08  г. 


ГИ103 


Ч 3,6 


ВыВод  катода 


/ 


Ліе  цветные  точна 


«с> 

Электрические  параметры 

Ток  пика: 


для  ГИ103(А,  Б,  В) 1,3— 1,7  мА 

для  ГИ103Г  1,3— 2,1  мА 

Отношение  тока  пика  к току  впадины  при  темпе- 
ратуре от  —60  до  70°  С не  менее 4 

Напряжение  пика  не  более 90  мВ 

Емкость  диода  при  Ппр  <1  мВ,  / = 10  мГц: 

для  ГИ103А 1—2,1  пФ 

для  ГИ103Б  0,8— 1,6  пФ 

для  ГИ103В  0,7— 1,3  пФ 

для  ГИ103Г  „ 1—3,2  пФ 

Сопротивление  потерь  при  тимп  <0,1  мкс  и ам- 
плитуде импульса  тока  обратного  смещения 
100  мА  не  более: 

для  ГИ103(А,  Б,  Г) 6 Ом 

для  ГИ103В . 7 Ом 
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Резонансная  частота 

для  ГИ103А  . 
для  ГИ103Б  . 
для  ГИ103Г  . 


8— 14  ГГц 

9— 17  ГГц 
5,5—13  ГГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  и обратный  ток 1,5  мА 

Постоянное  прямое  напряжение 400  мВ 

Постоянное  обратное  напряжение 20  мВ 

Импульсная  СВЧ  мощность  при  температуре  25°  С: 

для  ГИ103А 5 мВт 

для  ГИ103Б  ' 4 мВт 

для  ГИ103В  3 мВт 

для  ГИ103Г  . . 6 мВт 

при  температуре  70°  С: 

для  ГИ103А 2,5  мВт 

для  ГИ103Б 2 мВт 

для  ГИ103В 1,5  мВт 

для  ГИ103Г 3 мВт 


пературе  25°  С: 

для  ГИ103А  200  мВт 

для  ГИ103Б  150  мВт 

для  ГИ 103В 100  мВт 

для  ГИ103Г  * 250  мВт 

при  температуре  70°  С: 

для  ГИ103А  25  мВт 

для  ГИ103(Б,  В) 20  мВт 

для  ГИ103Г  40  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  70°  С 


гА 

1,6 

1,2 

0,8 


гиюуд-п 

/4:>\ 

пг 

Ш \\ 

ггг 

/у  \\ 

Іи 

III 

ч 

ІІІ  \ѵ 

ч 

у \ 

/// 

Упр 

0,2 


ОЛ 


Вольт-амперная  характеристика.  Дана 
зона  разброса. 


Зависимость  отрицательного 
сопротивления  от  напряже» 
ния. 
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Зависимость  тока  пика  от  темпе- 
ратуры. Дана  зона  разброса. 


1,8 

1,6 

V 

1,2 

1,0 

0.8 


— т 1 1 — 

ГИЮЗ(А-Г) 

/ -6 

/ 

А 

у 

А 

Т 

60  40  20  го  40  60  80  °С 

Зависимость  тока  впадины  от  тем- 
пературы. Дана  зона  разброса. 


Зависимость  напряжения  пика 
от  температуры.  Дана  зона  раз- 
броса 


ГИ307А 


Диод  туннельный  германиевый  меза-сплавной. 

Предназначен  для  работы  в переключающих  схемах.  Выпускается 
в металлостеклянном  корпусе.  Масса  диода  не  более  0,1  г. 


т° 


Электрические  параметры 


Ток  пика  1,8— 2.2  мА 

Отношение  тока  пика  к току  впадины  не  менее: 

при  25°  С 7 

при  60  и — 40°  С 5 
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Напряжение  раствора1  при  /пр  = 2 мА  не  менее  400  мВ 

Емкость  диода  не  более 20  пФ 

Напряжение  пика 70 90  мВ 


1 При  60°  С Урр  < 0,85  урр  (25°  С); 
при  — 40°  С урр  < 1,25  прр  (25°  С). 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  и обратный  ток 4 мА 

Импульсный  прямой  и обратный  ток  при  тимп  < 

=610  мкс  и скважности  не  менее  2,5 10  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 4( 


до  60°  С 


Раздел  десятый 

СВЕТОДИОДЫ 


АЛ102А,  АЛ102Б,  АЛ102В,  АЛ102Г 

Светодиоды  фосфидогаллиевые  эпитаксиальные.  Масса  светодиода 
не  более  0,25  г. 

Я Л 102 


Электрические  и световые  параметры 


Яркость  свечения  не  менее: 

для  АЛ  102 А , 5 нт 

для  АЛ102Б 40  нт 

для  АЛ  102В 20  нт 

для  АЛ102Г ’ 10  нт 

Цвет  свечения: 

для  АЛ102(А,  Б,  Г) Красный 

для  АЛ  102В Зеленый 


201 


Постоянное  прямое  напряжение 1 не  более: 

для  АЛ102А 3,2  В 

для  АЛ102(Б,  В)  4,5  В 

для  АЛ102Г 3,0  В 


‘ При  Ліо  = 2 мА  для  АЛ!02(Б.В>;  / = 5 мА  для  АЛ102А;  / = 

■=  10  мА  для  "АЛ  102  Г.  Р Р 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 60 


до  50°  С: 

для  АЛ102(А,  Г) 10  мА 

для  АЛ102(Б,  В)  20  мА 

Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  50 
до  70°  С: 

для  АЛ102(А,  Б,  Г) 10  мА 

для  АЛ  102В 20  мА 

Импульсное  обратное  напряжение  при  длительно- 
сти импульса  не  более  20  мкс  и частоте  не  более 

1 кГц 2 В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 


до  70°  С 


-60  -20  0 20  60° С 


Зависимость  яркости  от  тем- 
пературы. Дана  зона  раз- 
броса. 


в 

АЛ 

' ого ^ 

У 

ДЛШ2, 

Ч у 

ілюгв 

<АЛ/0. 

'Г  І„р 

О 5 10  15  м/1 

Зависимость  яркости  от  тока. 


нкВГ 

1,0 

0,В 

0,6 

§ 

0,4 

'•А. 

Ос 

0,2 

Зависимость  мощности  излучения 
от  тока. 
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АЛ  ЮЗА,  АЛ  103  Б 

Светодиоды  арсенидогаллиевые  эпитаксиальные.  Предназначены 
для  работы  в качестве  источников  инфракрасного  излучения  с длиной 
волны  0,95  мкм.  Масса  диода  не  более  0,1  г. 


Электрические  и световые  параметры 

Полная  мощность  излучения  при  /пр  = 50  мА  не 
менее: 

для  АЛ  ЮЗА 1 мВт 

для  АЛ103Б 0,6  мВт 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 50  мА 

и температуре  от  —40  до  85°  С не  более 1,6  В 

Ширина  спектра  на  уровне  0,5 І00 — 500  А 

Время  нарастания  импульса  излучения 200—300  нс 

Время  спада  излучения 500  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток 52  мА 

Обратное  импульсное  напряжение 2 В 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  85°  С 


Спектр  излучения.  Дана  зона  раз-  Спектр  излучения.  Дана  зона  раз* 
броса.  броса. 


у 
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Относительная  мощность  излучения 


Спектр  излучения.  Дана  зона  разброса.  Зависимость  относительной 

мощности  излучения  от  тока. 
Даны  зоны  разброса. 


Диаграмма  направленности  излучения  в плоскости,  проходящей  через  ось. 


АЛ  106 А,  АЛ106Б,  АЛ  106В 

Светодиоды  фосфидогаллиевые  меза-диффузионные.  Предназна- 
чены для  работы  в качестве  источников  инфракрасного  излучения 
с длиной  волны  0,93  мкм.  Масса  диода  не  более  0,5  г. 
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Электрические  и световые  параметры 


Полная  мощность  излучения  при  /Пр  =100  мА 
не  менее:  ѵ 

для  АЛ106А 

для  АЛ  106 Б !!.!!! 

для  АЛ106В ) 

Длина  волны  излучения  при  /пр  = 100  мА  . ’ ’ ’ 
Ширина  диаграммы  направленности  на  уровне  6,5 
Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 100  мА 
не  более:  1 

при  25—85°  С 

при  —бо°  с ;;;;;;; 

Длительность  фронта  импульса  от  уровня  0,1  до 
уровня  0,9: 

переднего  

заднего 


0,2  мВт 
0,4  мВт 
0,6  мВт 

0,92 — 0,935  мкм 
25° 


1,7  В 
1,9  В 


10  нс 
20  нс 


Спектры  излучения.  6',— 53  — границы  положений  мак- 
симумов  спектров. 


Диаграмма  нап- 
равленности из- 
лучения. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток1 

при  Т = 25°  С 


120  мА 


1 В диапазоне  температуры  от  25  до  85°  С и от  25  до  -60°С  / 
снижается  линейно.  пр.макс 
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при  Т = 85°  С 100  мА 

при  Г = —60°  С 100  мА 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  85°  С 


Зависимость  относительной  мощно-  Зависимость  относительной  мощно- 
сти излучения  от  тока.  Даны  зоны  сти  излучения  от  температуры, 

разброса.  Дана  зона  разброса. 


АЛ  107А,  АЛ107Б 

Светодиоды  арсенидогаллиевые  меза-эпитаксиальные. 
Предназначены  для  работы  в качестве  источников  инфракрасного 
излучения  с длиной  волны  0,95  мкм.  Масса  диода  не  более  0,2  г. 


Электрические  и световые  параметры 

Полная  мощность  излучения  при  температуре  от 
— 60  до  25°  С,  /пр  = 100  мА  не  менее  1 

для  АЛ  107  А 

для  АЛ107Б 


6 мВт 
10  мВт 


1 При  температуре  85°  С мощность  излучения  снижается  не  более  чем 
в 2 раза. 
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Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  =100  мА 
не  более: 

при  Г = 25°  С 2 В 

при  Т = —60°  С 2,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  импульсный  прямой  ток 


при  температуре  от  — 40  до  +35°  С .....  . 100  мА 

при  Т = 85°  С 80  мА 


Примечание.  В диапазоне  температуры  от  35  до  85®  С ток  снижа- 
ется линейно.  ѵ 


В 

2.5 
2,0 

1.5 
1,0 


Упп 

АЛ107Л 

1 

У/, 

40 

Ш 

17, 

5_ 

'У/ 

% 

& 

У/ 

Ѵг 

2 

1 

-60-40-20  О 20  40  60 °С.  - 60  -40-20 


Зависимость  прямого  напряжения 
от  температуры.  Дана  зона  раз- 
броса. 


Зависимость  длины  волны  излуче- 
ния в максимуме  спектра  от  тем- 
пературы. Дана  зона  разброса. 


1,6 

1,4 

1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

О 

Зависимость  относительной  мощно- 
сти излучения  от  тока.  Даны  зоны 
разброса. 


-60-40  20  О 20  40  60  °С 


Зависимость  относительной  мощно- 
сти излучения  от  температуры. 
Дана  зона  разброса. 


ЛЛ107Л 
^ ДЛ1076 

Т 

= -і 

а°с 

уг 

,°С 

85° 

С 

'пр 

20  40  60  80100мл 


207 


Диаграмма  направленности  излучения. 

/.  ? — минимальная  и максимальная  ширина  диаграммы  направленности. 


АЛЮ8А 

Светодиоды  арсепидогаллиевые  эпитаксиальные.  Предназначены 
для  работы  в качестве  источников  инфракрасного  излучения  с длиной 
волны  0,94  мкм.  Масса  диода  не  более  0,15  г. 


Электрические  и световые  параметры 


Полная  мощность  излучения  при  /пр  = 100  мА  не 

„ менее  1,5  мВт 

1 іолуширина  спектра  излучения  при  температуре 

от  — 60  до  85°  С 35—70  нм 

1 емпературный  коэффициент  положения  максимума 

„ спектра 2,3  нм/°С 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 100  мА 

не  более 1,35  В 

Прямое  импульсное  напряжение  при  /пр. имп  = 4 А 2,5— 3,2  В 

Дифференциальное  сопротивление  при  /пр,  вмп  = 


— п до  і им 

Время  нарастания  светового  импульса 0,4 — 2,4  мкс 

Время  спада  светового  импульса 1,0— 2,0  мкс 

Емкость  диода V 100—400  пФ 
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Пределы  изменения 
положения  максимума 


1,2  — - возможные  положения  осп 
диаграммы  направленности. 


-60  -20  0 20  60  °С 


Относительные  изменения  постоян- 
ного прямого  напряжения  в диа- 
пазоне температуры.  Дана  зона 
разброса. 


Зависимость  мощности  излучения 
от  температуры.  Дана  зона  раз- 
броса. 


Зависимость  мощности  излучения 
от  прямого  импульсного  тока. 
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Частотная  характеристика  излуче- 
ния для  синусоидального  модули- 
рующего сигнала. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 60 

до  85°  С 

Импульсный  прямой  ток  при  длительности  импульса 
не  более  20  мкс  и температуре  от  — 60  до  85°  С 
Постоянное  обратное  напряжение  при  температуре 

от  —60  до  85°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды 


ПО  мА 
4 А 

От  -60°  С 
до  85°  С 


АЛ109А 


Светодиоды  арсенидогаллиевые  эпитаксиальные  бескорпусные. 
Предназначены  для  использования  в оптронах,  оптоэлектронных 
гибридных  схемах,  имеющих  герметичную  защиту  от  действия  агрес- 
сивных сред.  Масса  диода  не  более  0,06  г. 


АЛ  10  9 А 


Электрические  и световые  параметры 
Полная  мощность  излучения  при  /пр  = 20  мА  не 


менее 0,2  мВт 

Постоянное  прямое  напряжение  при  /пр  = 20  мА  не 
более  1,2  В 


Спектр  излучения.  Диаграмма  направленности  излучения. 


210 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 60 

до  85°  С 22  мА 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 

до  85°  С 


Зависимость  мощности  излучения  от  тока. 
Дана  зона  разброса. 


АЛ301А,  АЛ301Б 

Светодиоды  фосфидогаллиевые  эпитаксиальные  бескорпусные. 

Предназначены  для  использования  в индикаторах,  оптронах, 
гибридных  схемах,  микромодулях,  узлах,  блоках  и других  устройствах 
широкого  применения.  Маркируются  цветными  точками.  АЛ301А  — 
одна  красная  точка;  АЛ301Б  — две  красные  точки.  Масса  диода  не  бо- 
лее 9 мг. 


Электрические  и световые  параметры 

Постоянное  прямое  напряжение  при  постоянном  прямом 
токе  /пр=  10  мА  не  более: 

для  АЛ301А 

для  АЛ301Б 

Яркость  излучения  при  /пв  = 10  мА  не  менее: 

для  АЛ301А  

для  АЛ301Б 

Цвет  свечения 


3 В 
3,8  В 

10  нт 
20  нт 
Красный 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  —60  до  70°  С 11  мА 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  70°  С 


Зависимость  прямого  посто-  Диаграмма  направленности  излучения, 
янного  напряжения  от  тем- 
пературы. Дана  зона  раз- 
броса. 


О/о 
160 

120 

60 

Щ 

-во  -чо  о чо  во°с 


В/т)/ 

'в(20°С ) 

А Л 30  ІА 
АЛ3016 

я 

1 

' 

ч 

\ 

V 

1 

' 

і 

N 

Г 

і 

1 

\ 

ч 

г 

Зависимость  яркости  от  темпера- 
туры. Дана  зона  разброса. 


Зависимость  яркости  от  тока. 


212 


КЛ101А,  КЛ101Б,  КЛ101В 

Светодиоды  карбидокремниевые.  Предназначены  для  работы  в ка- 
честве индикаторов.  Цвет  свечения  — желтый.  Масса  светодиода 
не  более  0,05  г. 


КЛЮ1 


Электрические  и световые  параметры 


Параметры 

КЛ  101 А 

КЛ101Б 

КЛ101В 

Яркость1,  не  менее,  нт: 

при  25°  С 

10 

15 

20 

при  70°  С 

4 

4 

6 

при  — 10  °С  

4 

6 

8 

Постоянное  прямое  напряжение1  не 
более,  В: 

при  25  и 70°  С 

5,5 

5,5 

5,5 

при  —10°  С 

10 

10 

10 

■При  постоянном  прямом  токе  / = 10,  20  н 40  мА  для  КЛ101А, 

КЛ101Б,  КЛ  101В  соответственно. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  прямой  ток  при  температуре  от  — 10  до  +70°  С: 


для  КЛ101А 10  мА 

для  КЛ10Ш 20  мА 
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для  КЛ101В 40  мА 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  10 


до  4-70°  С 


Приме чани 
обратное  напряжение, 
шать  3 В. 


е*  Не  рекомендуется  подавать  на  светодиод  постоянное 
Импульсы  обратного  напряжения  не  должны  превы- 


Зависимость  яркости 
от  тока. 


Зависимость  яркости 
от  температуры. 


Спектр  излучения  диода. 

/«  2 — граничные  спектры; 
3 — кривая  видности. 


КЛ104А 


Карбидокремниевые  цифровые  индикаторы. 

Цифровой  индикатор  имеет  семь  элементов,  излучающих  свет 
при  подаче  прямого  напряжения. 

Различные  комбинации  элементов,  обеспечиваемые  внешней  комму- 
тацией, позволяют  воспроизводить  цифры  от  0 до  9.  Масса  прибора 
не  более  7 г. 


Зависимость  яркости  от 
тока. 


Электрические  и световые  параметры 

Яркость  при  постоянном  прямом  токе  через  элемент 


/Пр  = 10  мА  не  менее  15  нт 

Цвет  свечения Желтый 
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Постоянное  прямое  напряжение  на  элементе  не  более: 


при  температуре  от  25  до  70°  С 6 В 

при  —10°  С 10  В 


Предельно  допустимые  эксплуатационные  данные 


Постоянный  прямой  ток: 

при  25°  С 15  мА 

при  температуре  от  35  до  70°  С 10  мА 

Постоянное  обратное  напряжение 

при  температуре  от  — 10  до  70°  С . . . 10  В 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  —10 

до  70°  С 


Раздел  одиннадцатый 

ТИРИСТОРЫ 


КН102А,  КН102Б,  КН102В,  КН102Г, 
КН102Д,  КН102Ж,  КН102И 

Динисторы  кремниевые.  Предназначены  для  работы  в импульсных 
схемах  в качестве  коммутирующих  элементов. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе.  Масса  динистора  не  бо- 
лее 1,5  г. 

КН  102 


°0| 

16 

30 

со 

со 

' 

- 

-ад— -3- 

СМ 

— 1 1 — 

Г 

0,9 

Электрические  параметры 


Ток  утечки  х: 

при  температуре  20  ±5°  С не  более 2,5  мкА 

при  70°  С не  более 250  мкА 

Обратный  ток  утечки 1  2 не  более 0,5  мкА 


1 При  предельных  прямых  напряжениях. 

2 При  предельных  обратных  напряжениях. 
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Ток  выключения  при  Пмп  = 2 В и температуре  от 
до  +709  С 

Остаточное  напряжение  при  /пр=  200  мА 

Напряжение  включения: 


-40 


для  КН  102  А 
для  КН102Б 
для  КН  102В  . 
для  КН102Г  . 
для  КН102Д 
для  КН102Ж 
для  КН102И. 


0,1  мА 
1,5  В 

20  В 
28  В 
40  В 
56  В 

,80  В 
120  В 
150  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  температуре  от 
—40  до  +70°  С 

Амплитуда  прямого  тока  при  тимп  = 10  мс 

Амплитуда  прямого  тока  при  тимп  = 10  мкс 

Обратное  напряжение 

Прямое  напряжение: 

для  КН  102 А 

для  КН102Б ’ ' ' 

для  КН  102В  

для  КН102Г ’ 

для  КН102Д - [ 

' для  КН102Ж 

для  КН102И . . 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  


200  мА 
2 А 
10  А 
10  В 

5 В 
7 В 
10  В 
14  В 
20  В 
30  В 
50  В 
От  —40 
до  70°  О 


Зависимость  времени  выключе*  Зависимость  времени 

ния  от  температуры.  выключения  от  амплиту- 

ды импульсного  прямого 
тока. 
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КУИНА,  КУ101Б,  КУ101Г,  КУ101Е 

Триниеторы  кремниевые.  Выпускаются  в металлическом  гепме- 
тичном  корпусе.  Масса  не  более  2,5  г. 


Электрические  параметры 

Ток  утечки  1 не  более  . 

Обратный  ток  утечки  2 не  более  ......... 

Ток  спрямления  при  (7пр  = Ю В ! 

Напряжение  спрямления  при  і/„р  — Ю В . 

Врёмя  включения  тиристора  при'  Цпр  = 25  В, 

^пр  = 50  мА,  /спр=  2 мА  не  более . 

Время  выключения  тиристора  при  /п„  = 50  мА 
иПр  = 25  В не  более | 

* При  предельных  прямых  напряжениях. 

При  предельных  обратных  напряжениях. 


0,3  мА 
0,3  мА 
0,05—7,5  мА 
0,25—10  В 

2 мкс 


35  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  темпеоа- 

туре  от  —55  до  +50°  С , 

Амплитуда  прямого  тока  при  тнмп  <6,05  с и сред- 
нем  прямом  токе  /Пр;ср  < 50  мА  не  более 
Амплитуда  прямого  тока  при  тимп  < 10  с и среднем 

прямом  токе  /пр.  Ср  <50  мА  не  более 

Амплитуда  прямого  тока  при  т„мп  < 10  мкс  и сред- 

нем  прямом  токе  /пр.  ср  < 5 мА  не  более 

Прямой  ток  управляющего  электрода 

Прямое  импульсное  напряжение: 

для  КУ101А,  КУЮ1Б 

для  КУ101Г 

для  ку іоі е ’ ‘ ; ; ; 

Обратное  напряжение: 
для  КУ101А 

для  КУ  101 Б 

для  КУ  101 Г \ \ \ 

для  куюіе ;;;;;;;; 

Рассеиваемая  мощность  1: 

при  температуре  от  —55  до  +50°  С . 
при  85°  С 


75  мА 

300  мА 

150  мА 

1 А 
15  мА 

50  В 
80  В 
150  В 

10  В 
50  В 
80  В 
150  В 


150  мВт 
80  мВт 


' в Диапазоне  температуры  от  50  до  85°  С мощность  снижается  линейно. 
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Импульсная  мощность,  рассеиваемая  в цепи  управ- 
ляющего электрода  при  тимп  < !0  мкс,  не  более  0,5  Вт 
Средняя  мощность,  рассеиваемая  в цепи  управляю- 
щего электрода,  не  более 25  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +85°  С 

Давление  окружающего  воздуха От  2,7- 104 

до  3-  ІО5  Па 

Относительная  влажность  при  40°  С До  95 — 98% 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10 — 

2000  Гц  с ускорением До  15  д 

Ударные  многократные  нагрузки  с ускорением  ...  До  150^ 
Линейные  нагрузки  с ускорением . До  150  § 


Область  возможных  по-  Зависимость  напряже-  Зависимость  тока  спрям- 
ложений  зависимости  на-  ния  спрямления  от  тем-  ления  от  температуры, 
пряжения  спрямления  от  пературы. 

длительности  импульса. 


Зависимость  тока  спрям-  Зависимость  времени  Зависимость  времени 
ления  от  длительности  включения  от  тока  уп-  выключения  от  темпера* 
импульса.  равляющего  электрода.  туры. 
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КУЮЗА,  КУ103В 

Тринисторы  кремниевые,  предназначены  для  работы  в качестве 
маломощного  ключа. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  не  бо- 
лее 2,5  г.  , 

нут 


Электрические  параметры 


Ток  утечки  в прямом  направлении  1 не  более: 

при  25°  С 0,3  мА 

при  55°  С 0,5  мА 

при  —40°  С 0,4  мА 

Обратный  ток  утечки2  не  более: 

при  25°  С 0,3  мА 

при  55°  С 0,5  мА 

при  —40°  С 0,4  мА 

Прямое  напряжение  на  управляющем  электроде  0,3 — 2,0  В 

Остаточное  напряжение  (пиковое  значение)  ....  5 В 

Емкость  тиристора  при  / = 5-  10е  Гц  не  более  ...  50  пФ 


* При  предельных  прямых  напряжениях. 

При  предельных  обратных  напряжениях. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Максимальное  прямое  и обратное  напряжение  (ам- 


плитудные значения): 

для  КУЮЗА 150  В 

для  КУ  103В 300  В 

Максимальный  прямой  ток  управляющего  электрода  40  мА 

Максимальный  прямой  и обратный  ток  в отпертом 
состоянии  при  работе  в режиме  ключа  (амплитуд- 
ное значение) 1 мА 

Максимальное  обратное  напряжение  между  управ- 
ляющим электродом  и катодом 2 В 

Диапазон  рабочей  частоты  коммутируемых  сигналов  50 — 10  000  Гц 
Максимальная  мощность  рассеяния  при  температуре 

до  50°  С 150  мВт 

Температура  перехода  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +55°  С 
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КУ201А,  КУ201Б,  КУ201В,  КУ20|Г, 
КУ201Д,  КУ201Е,  КУ201Ж,  КУ201И, 
КУ201К,  КУ201Л 

Тринисторы  кремниевые. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с винтом. 
Масса  тринистора  не  более  18  г. 

К У 201 


Ток  утечки  1 при  температуре  от  — 60  до  +100°  С . . . . 5 мА 

Обратный  ток  утечки  2 не  более * 5 мА 

Ток  спрямления  (при  II пр  = 10  В и 100°  С)  не  менее  ...  0,1  мА 
Ток  спрямления  (при  ІІпр  ---  10  В и — 60°  С)  не  более  . . . 100  мА 

Ток  выключения  при  — 60°  С 100  мА 

Остаточное  напряжение  при  /пр  = 2 А не  более 2 В 

Время  включения  тринистора  не  более 2 мкс 

Время  выключения  не  более 35  мкс 


1 При  предельных  прямых  напряжениях. 

2 При  предельных  обратных  напряжениях. 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  Тк  < 70°  С . . . 2 А 

Амплитуда  прямого  тока  при  среднем  токе  1 А и т1ШП  < 

< 10  мкс.  10  А 

Амплитуда  прямого  тока  при  единичных  импульсах  дли- 
тельностью до  50  мкс  . 30  А 

Прямой  ток  управляющего  электрода 200  мА 

Прямой  импульсный  ток  управляющего  электрода  при 

тимп  < 50  мкс  . . . 350  мА 

Обратный  ток  управляющего  электрода 5 мА 

Прямое  напряжение  тиристора: 

для  КУ201А,  КУ201Б 25  В 

для  КУ201В,  КУ201Г  50  В 

для  КУ201Д,  КУ201Е 100  В 

для  КУ201Ж,  КУ201И 200  В 

для  КУ201К,  КУ201Л 300  В 
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Обратное  напряжение  *: 

для  КУ201Б 

для  КУ201Г 

для  КУ201Е | ' 

для  КУ201И  .... 

для  ку2оіл ; ' 

Напряжение  на  управляющем  электроде 
Рассеиваемая  тиристором  мощность  при  Т*  = 70°  С ' ' ’ 
Импульсная  мощность,  рассеиваемая  в цепи  управляющего 

электрода,  не  более  _ 

Температура  корпуса  ’ | ’ 


25  В 
50  В 
юр  В 
2$0  В 
ЗвО  В 
10  В 
4 Вт 


1 Вт 
85°  С 


Для  остальных  типов  диодов  обратное  напряжение  не  нормируется. 


-во  -го  о го 


60  °с 


Зависимость  допустимого  среднего  пря- 
мого тока  от  угла  горения  при  темпе- 
ратуре корпуса  до  100°  С. 


Зависимость  среднего  прямого  тока 
от  температуры  корпуса. 


КУ202А,  КУ202Б,  КУ202В,  КУ202Г, 
КУ202Д,  КУ202Е,  КУ202Ж,  КУ202И, 
КУ202К,  КУ202Л,  КУ202М,  КУ202Н 

Тринисторы  кремниевые. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с винтом 
Масса  не  более  25  г.  - 
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Электрические  параметры 

Ток  утечки  1 при  температуре  75°  С не  более 10  мА 

Обратный  ток  утечки  2 не  более  10  мА 

Ток  спрямления  при  Нпр  = 10  В не  более 100  мА 

Напряжение  спрямления  не  более 5 В 

Остаточное  напряжение  при  /пр  = 10  А не  более  ....  2 В 

Время  включения  тиристора  3 не  более 50  мкс 

Время  выключения  тиристора  не  более 150  мкс 


-100-60-20  0 20  60  100  °С 
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Зависимость  тока  спрямления  от  Зависимость  допустимого  среднего 

температуры.  прямого  тока  от  температуры 

при  разных  углах  горения 


1 При  предельных  прямых  напряжениях. 

* При  предельных  обратных  напряжениях. 

’ Для  тиристоров  КУ202А,  КУ202Б  параметр  не  измеряется  и не  лими- 
тируется. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянный  или  средний  прямой  ток  при  Тк  = 50°  С . . . 10  А 

Амплитуда  прямого  тока  при  т„  < 10  мкс  30  А 

Амплитуда  прямого  тока  при  единичных  импульсах  дли- 
тельностью до  50  мкс 50  А 

Прямой  ток  управляющего  электрода  300  мА 

Прямой  импульсный  ток  управляющего  электрода  . . . 500  мА 

Обратный  ток  управляющего  электрода 5 мА 

Прямое  напряжение  тринистора: 

для  КУ202А,  КУ 202 Б 25  В 

для  КУ202В,  КУ 202 Г 50  В 

для  КУ202Д,  КУ 202 Е 100  В 

для  КУ202Ж,  КУ202И 200  В 

для  КУ202К,  КУ202Л 300  В 

для  КУ202М,  КУ 202 Н 400  В 

Обратное  напряжение: 

для  КУ202Б 25  В 

для  КУ202Г 50  В 

для  КУ 202 Е 100  В 

для  КУ202И 200  В 

для  КУ 202 Л 300  В 

для  КУ202Н 400  В 
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Для  других  групп  подача-  обратного  напряжения  не  до- 
пускается 

Рассеиваемая  тринистором  мощность: 
при  50°  С 

при  70°  с ;;;;;;;;;;;;;; 

Средняя  мощность,  рассеиваемая  в цепи  управляющего 

электрода  ....  

Температура  корпуса  ’ | 

Температура  окружающей  среды 


20  Вт 
10  Вт 


1,5  Вт 
85°  С 
55°  С 


Области  возможных  положений 
вольт-амперной  характеристики  от- 
пертого тиристора. 


Зависимость  допустимого  среднего 
прямого  тока  от  угла  горения. 


КУ204А,  КУ204Б,  КУ204В 

Тринисторы  кремниевые  планарно-диффузионные,  запираемые. 
Выпускаются  в металлическом  корпусе  с винтом.  Масса  тринистсща 
не  более  18  г.  ее 
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Электрические  параметры 


Ток  утечки  при  температуре  25  и — 25°  С,  ІІпр  = Чпр.  макс 

не  более 5 мА 

Импульсный  ток  спрямления  при  І/Іхр  — 20  В не  более  150  мА 
Импульсный  ток  запирания  при  і/пр=  Ѵпр.  макс  и макси- 
мальном запираемом  токе  2 А не  более 400  мА 

Остаточное  напряжение  при  максимальном  запираемом 

токе  не  более 3,2  В 

Импульсное  напряжение  спрямления  не  более 5 В 

Импульсное  напряжение  запирания  не  более 36  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Запираемый  анодный  ток  при  остаточном  напряже- 
нии не  белее  3,2  В и Тк  = 55°  С 2 А 

Средний  прямой  ток 2 А 

Минимальный  прямой  ток ІА 

Ток  управляющего  электрода: 

при  тимп  ^ 10  мкс 0,6  А 

При  Т;імп  < 10  МКС  . ^упр.  макс  = 

= ч . / 

° 1 спр.  имп 

Обратный  ток  помехи  при  температуре  — 25  С . . . 3 мА 

Обратное  напряжение  помехи 0,3  В 

Прямое  напряжение: 

для  КУ204А 50  В 

для  КУ 204  Б 100  В 

для  КУ204В 200  В 

Минимальное  прямое  напряжение 20  В 

Длительность  запирающего  импульса 120  мкс 

Рассеиваемая  прибором  мощность  при  температуре 

от  — 25  до  25е  С 8 Вт 

Мгновенная  мощность  отпирающего  импульса  при 

температуре  от  —10°  С до  70°  С и тимп  ^ 10  мкс  1,7  Вт 
Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  ....  7°  С/Вт 

Постоянная  времени  тепловой  релаксации  между 

переходом  и корпусом 1000  мкс 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 25 

до  70°  С 


анодного  тока.  ния  от  анодного  тока. 
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Зависимость  запираюіде-  Зависимость  запирающе-  Зависимость  максималь- 
го  напряжения  от  дли-  го  тока  от  длительности  но  допустимой  мощности 
тельнссти  импульса.  импульса.  запирающего  импульса 

от  его  длительности. 


КУ208А,  КУ208Б,  КУ208В,  КУ208Г 

Тринисторы  кремниевые  планарно-диффузионные. 

Предназначены  для  работы  в качестве  симметричных  управляемых 
ключей  средней  мощности  для  схем  автоматического  регулирования 
в коммутационных  цепях  силовой  автоматики  на  переменном  токе. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с винтом. 
Масса  не  более  18  г. 


Электрические  параметры 


Ток  утечки  не  более 5 мА 

Ток  выключения  при  1/„р  = 10  В и температуре  — 55°  С 

не  более 150  мА 

Ток  спрямления  при  ІІпр  = 10  В и температуре  —55°  С 

не  более 250  мА 

Напряжение  спрямления  при  температуре  — 55°  С не  более  7 В 
Остаточное  напряжение  при  температуре  — 55°  С при  /пр  = 

= 5 А не  более 2 В 

Время  включения  при  предельном  прямом  напряжении 

не  более 10  мкс 

Время  выключения  при  предельном  прямом  токе  не  более  150  мкс 


8 Зак,  428 
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Зависимость  максимального  прямо-  Зависимость  тока  спрямления  от 

го  напряжения  от  температуры  длительности  импульса, 

корпуса. 


Зависимость  эффективного  значения  анод- 
ного тока  от  температуры  корпуса  при 
разных  углах  горения. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Прямой  ток  управляющего  электрода 

Прямой  импульсный  ток  управляющего  электрода  при 


Обратное  и прямое  напряжение: 

для  КУ208А 

для  КУ 208 Б 

для  КУ208В 

для  КУ208Г 

Амплитуда  тока  перегрузки  1: 

при  Тк  от  — 55  до  50°  С 

при  Гк  = 70°  С 

Амплитуда  напряжения  на  управляющем  электроде  при 

тимп  < 50  мкс 

Частота  выпрямления  при  Тк  = 70°  С 


500  мА 

1 А 

100  В 
200  В 
300  В 
400  В 

30  А 
15  А 

10  В 
400  Гц 


1 В диапазоне  температуры  от  50  до  70“  С мощность  и ток  снижаются 
линейно. 
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Рассеиваемая  тринистором  мощность1: 

при  Тк  = —55  4-  +50°  С 10  Вт 

при  Гк  = 70°  С 5 Вт 

Импульсная  мощность,  рассеиваемая  в цепи  управляющего 
электрода  при  тимп  < 50  мкс,  / = 400  Гц  и Тк  = — 50  т 

+70°  С 5 Вт 

Температура  корпуса  От  — 55 

до  70°  С 


КУ210А,  КУ210Б,  КУ210В 

Тринисторы  кремниевые  диффузионные.  Выпускаются  в металли- 
ческом герметичном  корпусе  таблеточной  формы. 

Масса  тринистора  не  более  75  г. 


Электрические  параметры 

Ток  утечки  1 при  предельном  прямом  напряжении  не  более  5 мА 
Обратный  ток  утечки  1 при  предельном  обратном  напря- 
жении не  более 5 мА 

Импульсное  напряжение  2 на  управляющем  электроде  при 
импульсном  токе  4 А,  частоте  от  5 до  50  Гц,  длитель- 
ности импульса  4 мкс  и времени  нарастания  импульса 
0,2  мкс  не  более 40  В 


1 При  температуре  корпуса  от  — 60  до  70“  С. 
* При  температуре  корпуса  25“  С. 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Средний  ток  при  частоте  следования  импульсов  прямого 


тока  синусоидальной  формы  ^ = 1000  Гц: 

при  температуре  корпуса  от  — 60  до  70°  С 8 А 

при  температуре  корпуса  90°  С 4 А 

Амплитуда  импульса  прямого  тока  синусоидальной  формы 
при  частоте  следования  импульсов  не  более  1000  Гщ 
при  температуре  корпуса  от  — 60  до  70°  С .....  . 600  А 

при  температуре  корпуса  90°  С 300  А 
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Амплитуда  импульса  прямого  тока  прямоугольной  формы 


при  частоте  следования  импульсов  не  более  1000  Гц: 

при  температуре  корпуса  от  —60  до  70°  С 2000  А 

при  температуре  корпуса  90°  С 800  А 

Минимальный  импульсный  ток  управляющего  электрода  4 А 

Максимальный  импульсный  ток  управляющего  электрода  7 А 

Прямое  напряжение: 

для  КУ210А 600  В 

для  КУ210Б 500  В 

для  КУ210В 400  В 

Обратное  напряжение: 

для  КУ210А ,600  В 

для  КУ210Б . 500  В 

для  КУ210В 400  В 

Прямое  напряжение  на  управляющем  электроде 40  В 

Обратное  напряжение  на  управляющем  электроде  ....  2 В 

Максимальная  длительность  импульсов  прямого  тока  ...  20  мкс 

Минимальная  длительность  импульсов  тока  управляющего 

электрода 4 мкс 

Максимальная  длительность  импульсов  тока  управляющего 

электрода 20  мкс 

Максимальная  скорость  увеличения  прямого  напряжения  50  В/мкс 
Максимальная  скорость  увеличения  прямого  тока  ....  400  А/мкс 
Минимальная  скорость  увеличения  прямого  тока  управ- 
ляющего электрода 20  А/мкс 

Максимальная  температура  корпуса 90°  С 

Минимальная  температура  корпуса  или  окружающей 


-60  -20  О 20  40  60  °С  0 200  , 400  600  Гц 


Зависимость  импульсного  прямого 
тока  от  температуры  корпуса.  . 


Зависимость  импульсного  прямого 
тока  от  частоты  синусоидальных  им- 
пульсов. 


Раздел  двенадцатый 

ДИОДЫ  СВЧ 

ДКВ1,  ДКВ2 

Диоды  кремниевые  точечные.  Предназначены  для  применения  в ка- 
честве детекторов  в приемниках  прямого  усиления,  работающих  на 
волне  10  см. 
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Выпускаются  в виде  патронов,  рассчитанных  на  сочленение  с со- 
ответствующими элементами  волноводной  аппаратуры.  Масса  диода  0,7  г. 


Д1І 


щ 


Электрические  параметры 
Чувствительность  по  току  1: 

для  ДКВ1  не  менее 0,8  А/Вт 

для  ДКВ2  не,  менее 1,2  А/Вт 

Сопротивление  в нулевой  точке 

для  ДКВ1  не  более 15  кОм 

для  ДКВ2  не  более  10  кОм 


1 Чувствительность  по  току  измерена  при  подводимой  мощности  не 
более  0,02  мВт  и длине  волны  9,8  см. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Мощность  периодических  импульсов,  подводимая  к 
диоду,  не  более 50  мВт 

Указания  по  эксплуатации 

Запрещается  ронять  диод  на  пол;  вынимать  диод  из  упаковки 
до  вставления  в аппаратуру;  работать  с незаземленной  или  не  при- 
соединенной к корпусу  аппаратуры  диодной  камерой;  вставлять  и 
Еынимать  диоды  из  диодной  камеры  без  предварительного  касания 
оператором  заземленного  устройства. 


ДКС1М,  ДКС2М 


Диоды  кремниевые  точечные.  Предназначены  для  преобразования 
частоты  в узкополосных  супергетеродинйых  приемниках,  работающих 
на  волне  10  см. 

Выпускаются  в виде  патронов.  Масса  3 г. 


Электрические  параметры 


Параметры 


Потери  преобразования,  дБ  (при  сопротив- 
лении нагрузки  400  Ом)  не  более  . . . . 
Шумовое  отношение  (длина  волны  3,2  см) 

не  более  

Коэффициент  стоячей  волны  (КСВ)  (при  со- 
противлении нагрузки  350  Ом)  не  более 
Выпрямленный  ток,  мА  (при  сопротивлении 

нагрузки  350  Ом),  не  менее 

Обратный  ток  не  более,  мкА  


ДКС2М 


8.5 
2,7 

3.5 

0,4 

150 


6,5 

2,0 

3,0 

0,4 

250 


Примечание.  Параметры  измерены 
ной  мощности  1 мВт  и длине  волны  9,8  см 
сном  режиме. 


при  температуре  20  °С,  поцведен- 
Обратный  ток  измерен  в статиче* 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  СВЧ  мощность  при  температуре  от 

—60  до  +100°  С не  более 

Энергия  импульса  не  более  

Интервал  рабочей  температуры 

Относительная  влажность  при  40  ± 5°  С ..... 
Атмосферное  давление  

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  20— 

2000  Гц  с ускорением  

Многократные  удары  с ускорением 

Постоянное  ускорение 

Указания  по  эксплуатации 


300  мВт 
0,3-  КГ7  Дж 
От  —60 
до  +100°  С 
95—98% 

От  7- 102 
до  2- 105  Па 

До  15  § 
До  1 50  § 
До  150  д 


Воспрещается:  вынимать  детектор  из  свинцового  экрана,  если 
вблизи  работают  устройства  с большой  мощностью  излучения;  рабо- 
тать с незаземленной  или  не  присоединенной  к корпусу  аппарата 
детекторной  головкой;  оставлять  или  перевозить  радиоприемные 
устройства  с вставленными  в них  диодами.  , 


ДКС7М 


Диод  кремниевый  точечный.  Предназначен  для  преобразования 
частот  в супергетеродинных  приемниках,  работающих  в диапазоне 
3—12  см. 

Выпускаегся  в виде  патрона.  Масса  диода  0,6  г. 


ДКС7М 


«о 

«гг 

й 

5 


3. 


13 
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Электрические  параметры 


Потери  преобразования  при  сопротивлении  нагрузки 

400  Ом  не  более 7,5  дБ 

Шумовое  отношение  при  сопротивлении  нагрузки 

50  Ом  не  более 2 

Коэффициент  стоячей  волны  при  сопротивлении 

нагрузки  50  Ом  не  более 2 

Выходное  сопротивление 250—700  Ом 


Примечание.  Параметры  измерены  при  подведенной  мощности 
0,7  мВт,  длине  волны  3,2  см  и температуре  20°  С. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  СВЧ  мощность  при  температуре  от 

— 60  до  +100°  С не  более 100  мВт 

Энергия  импульса  не  более 0,3- ІО-7  Дж 

Выпрямленный  ток 3 мА 

Диапазон  рабочей  температуры  От  — 60  до 

100°  С 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  от  5 до  \ 

2000  Гц  с ускорением До  15  § 

Длительная  вибрация  в течение  50  ч на  частоте 

50  Гц  с ускорением До  15  § 

Многократные  удары  с ускорением До  100  ц 

Постоянные  ускорения До  150  § 

Одиночные  удары  с ускорением До  150  § 


Примечание.  Указания  по  эксплуатации  аналогичны  указаниям 
для  диодов  ДКС. 


Зависимость  потерь  пре-  Зависимость  выпрям- 
образования  от  мощности  ленного  тока  от  мощ- 

гетеродина.  ности  гетеродина. 


Зависимость  потерь 
преобразования  от  тем« 
пературы. 


Д402,  Д404 


Диоды  кремниевые  точечные.  Предназначены  для  преобразования 
частоты  в узкополосных  супергетеродинных  приемниках. 
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Выпускаются  в корпусе  специальной  формы,  приспособленной 
для  сочленения  с волноводными  конструкциями.  Масса  диода  9,7 — 10  г. 


дьоглт 


І- 

1,5  . 

" & 

9,3  _ 

Электрические  параметры 


Параметры 

Д402 

Д404 

Потери  преобразования  (при  сопротив- 
лении нагрузки  400  Ом)  не  более,  дБ 

10,0 

8,5 

Шумовое  отношение  не  более  

2,5 

2,5 

Выходное  сопротивление.  Ом 

250—650 

280—520 

Коэффициент  стоячей  волны  (КСВ)  не 
более  . ; 

3 

2,5 

Примечание.  Параметры  измерены  при  подведенной  мощности  1 мВт 
н температуре  20  °С.  Сопротивление  нагрузки  при  измерении  шумового  отноше- 
ния, выходного  сопротивления  и КСВ  равно  100  Ом. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Мощность  плоской  части  просачивающегося  им- 
пульса не  более  

Энергия  пика  просачивающейся  мощности  (среднее 
значение,  измеренное  при  многократной  подаче 

импульсов)  не  более 

Мощность  прямоугольных  высокочастотных  им- 
пульсов со  скважностью  500—3000  не  более  . . . 
Интервал  рабочей  температуры 

Относительная  влажность  при  температуре  40°  С 
Атмосферное  давление  

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  10 — 
300  Гц  


10  мВт 


6,02- ІО"7  Дж 

15  мВт 
От  —60 
до  +85°  С 
98% 

От  7-  ІО2 
до  2-  ІО6  Па 
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До  6 § 


Многократные  удары  с ускорением До  25  § 

Одиночные  удары  с ускорением До  100  § 


Примечание.  Необходимо  строго  соблюдать  указания  по  эксплуа- 
тации для  диодов  ДКС. 


Д603 

Диод  кремниевый  точечный.  Предназначен  для  работы  в приемных 
устройствах  в диапазоне  волн  от  б до  60  см. 

Выпускается  в виде  патрона.  Масса  диода  3 г. 


ДБОЗ 


Электрические  параметры 


Коэффициент  стоячей  волны  не  более 2 

Чувствительность  по  току  не  менее 4 А/Вт 

Добротность  не  менее 45  Вт—'/. 

Сопротивление  в рабочей  точке  при  токе  смещения 

50  мкА  300 — 900  Ом 

Шумовое  отношение  при  токе  смещения  50  мкА  ...  10 


Примечн.ие.  Коэффициент  стоячей  волны  и чувствительность 
по  току  измерены  при  входной  пиковой  мощности  4 мкВт,  сопротивлении 
нагрузки  15  Ом,  токе  смещения  50  мкА  и температуре  20°  С. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  СВЧ  мощность  при  длительности  им- 
пульса 1 мкс  и частоте  1ОО0  Гц  в диапазоне  тем- 
ператур от  — 60  до  +100°  С 200  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры От  —60 

до  +100°  С 

Атмосферное  давление От  7- ІО2 

до  2-  ІО5  Па 

Вибрационные  нагрузки  в диапазоне  частот  от  5 

до  2000  Гц До  15  § 

Многократные  удары До  100  § 

Одиночные  удары До  150  § 

Постоянное  ускорение До  100  § 
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Указания  по  эксплуатации 

На  диод  должно  подаваться  положительное  смещение  в диапазоне 
от  0 до  150  мкА.  Соблюдать  указания,  приведенные  для  диодов  ДКС. 


Зависимость  добротности  Зависимость  минималь-  Зависимость  чувстви- 
от  тока  смещения.  ной  добротности  от  тельности  от  тока  сме- 
температуры.  щения. 


Д604 

Диод  кремниевый  точечный.  Предназначен  для  работы  в детек- 
торных приемниках  в сантиметровом  диапазоне  волн. 

Выпускается  в виде  патрона.  Масса  диода  не  более  3 г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  стоячей  волны  (при  входной  мощности 
10  мкВт,  длине  волны  3,2  см,  сопротивлении 

нагрузки  20  Ом)  не  более  . . 1,8 

Чувствительность  по  току  (при  входной  мощности 
10  мкВт,  длине  волны  3,2  см,  сопротивлении  ща- 

грузки  20  Ом)  не  менее 2,5  А/Вт 

Добротность  на  волне  3,2  см  не  менее 35  Вт— V* 

Сопротивление  в рабочей  точке  . 500 — 900  Ом 

Шумовое  отношение  не  более  . . 8 


Примечание.  Параметры  измерены  при  токе  смещения  50  мкА, 
температуре  25°  С. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсная  СВЧ  мощность  при  длительности  им- 
пульса 1 мкс,  частоте  1000  Гц  и температуре  от 

—60  до  +100°  С не  более 

Непрерывная  СВЧ  мощность  при  температуре 

+ 100°С  не  более  

Мощность  периодических  импульсов  СВЧ  при  одно- 
кратном включении  в течение  10  мин  не  более 
Диапазон  рабочей  температуры 

Диапазон  вибрационных  частот  5—2500  Гц  при 

ускорении  

Ускорение  при  многократных  ударах 

Ускорение  при  одиночных  ударах 


300  мВт 

10  мВт 

1000  мВт 
От  —60 
до  +100  °С 

До  15  § 
До  100 е 
До  150  § 


Зависимость  добротности 
от  температуры. 


Зависимость  чувстви-  Зависимость  добротно- 
тельности  по  току  от  сти  от  тока  смещения, 
тока  смещения. 


Часть  третья 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ТРАНЗИСТОРОВ 


Раздел  тринадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ 
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 

ГТ  108 А,  ГТ108Б,  ГТ108В,  ГТ108Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в малогабаритном  герметичном  металлическом  кор- 
пусе со  стеклянными  изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  0,5  г. 

гтт 


Точна 


О* 

Сч 

іо 

Іо 

•О- 

У 

4 

Е=ЯЭ 

V 

•о 

2 

4. 

7 6,1 

Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  (7кб  = 5 В: 


при  20  °С  10  мкА 

при  55  °С  250  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІІь6  = 5 В 15  мкА 


Коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 5 В,  І3  = 1 мА,  / = 50  -г- 
1000  Гц  при  температуре: 


20  °С  55  °С  —30  °С 


для  ГТ108А 20—50 

для  ГТ108Б 35—80 

для  ГТ  108В 60—130 

для  ГТ108Г ; 110—250 

Предельная  частота  усиления  тока  при  і/к  = 5 В, 
13  = 1 мА  не  менее: 

для  ГТ108А 

для  ГТ108Б,  ГТ  108В,  ГТ108Г 


20—100  15—50 
35—100  20—80 
60—160  40—130 
110—500  70—250 


0,5  МГц 
1,0  МГц 
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Емкость  коллектора  при  і/к  = 5 В,  і — 465  кГц  не 

более 50  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

6/Кб  = 5 В,  / = 465  кГц  не  более 5000  пс 

Выходная  проводимость  (при  (/к  = 5 В , /8  — 1 мА, 

/ = 270  Гц)  не  более.  . . 3,3  мкСм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  при  температуре  55  °С 50  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 10  В 

Амплитудное  напряжение  между  коллектором  и 

базой 18  В 

Мощность  на  коллекторе1’2  при  температуре  20  °С  75  мВт 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —30 


до  +55°  С 


мД 
8 

В 

Ч 

г 

о 

Выходные  характеристики. 


ІН 

— 

ГТ108 

— 

Л-Г7* 

108Г 

. 7Ѵ-? 

ПмнД 

( 

20 

к: 

г 

г Ч Б 8 10  в 


О 0,1  0,2  В 


Входные  характеристики. 


1 При  температуре  выше  55  °С  мощность  рассчитывается  по  формуле 

80  — Т°С 

^к.  макс оді ’ мВт' 

При  давлении  среды  менее  7 -10“  Па  Рк  макс  рассчитывается  по  формуле 

80  — Г °С 


к.  макс: 


1,0 


мВт. 


1 Допускается  кратковременная  предельная  мощность  рассеивания  тран- 
зисторов, работающих  в выходном  каскаде  приемника,  до  70  мВт  при  40  °С 
в течение  времени,  не  превышающего  10%  общего  времени  работы  приемника. 


ГТ109А,  ГТ109Б,  ГТ109В,  ГТ109Г,  ГТ109Д, 
ГТ109Е,  ГТ109И 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Транзисторы  ГТ109Д, 
ГТ109Е  используются  в электронной  медицинской  аппаратуре. 
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Электрические  параметры 
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Выпускаются  в миниатюрном  металлическом^  герметичном  корпусе 
со  стеклянными  изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  не  более  0,1  г. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 20  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 10  В 

Амплитудное  напряжение  между  коллектором  и 

базой  18  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

/?б  — 0 200  кОм 6 В 

Мощность  на  коллекторе  в диапазоне  температуры 

от  —25  до  +25  “С1 30  мВт 

Температура  перехода 80  °С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 30 


до  +55  °С 


1 При  увеличении  температуры  окружающей  среды  свыше  25  °С  допу- 
стимая мощность  рассчитывается  по  формуле 

„ 80— Г «С  „ 

рмакс ПЗ • «Вт- 


Входные  характе-  Выходные  характерис- 
ристики.  тики. 


Выходные  характерис- 
тики. 
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ГТ115А,  ГТ115Б,  ГТ115В,  ГТ115Г,  ГТ115Д 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклянны- 
ми изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


ГТ  11 5 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  — 20  В для 
групп  А,  В,  Д и при  ІІк б = 30  В для  групп  Б,  Г 

не  более 40  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і!эб  — 20  В не  более  40  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
/э  = 25  мА,  і/к  = 1 В: 

для  ГТ115А,  ГТ115Б 20-80 

для  ГТ115В,  ГТ115Г  60—150 

для  ГТ  11 5Д  125—250 

Предельная  частота  передачи  тока  при  ІІК б = 5 В, 

1Э  = 5 мА  не  менее . ". 1 МГц 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 30  мА 

Напряжение  коллектор  — база: 

для  групп  А,  В,  Д 20  В 

для  групп  Б,  Г 30  В 

Напряжение  эмиттер  — база 20  В 

Мощность,  рассеиваемая  транзистором  при  45°  С 50  мВт 
Диапазон  рабочей  температуры  ............  От  — 20 
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КТ117А,  КТП7Б,  КТ117В,  КТ117Г 

Транзисторы  кремниевые  однопереходные  планарные  гс-типа. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  0,9  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  межбазовом  напряже- 
нии 30  В: 

при  25  °С • і мкА 

при  125  °С 10  мкА 

Максимальная  частота  генерации  200  кГц 

Коэффициент  передачи  тока: 

для  КТ117А,  КТ117В 0,5— 0,7 

для  КТ117Б,  КТ117Г 0,65—0,9 

Ток  выключения  при  максимально  допустимом 

межбазовом  напряжении  не  менее 1 мА 

Ток  включения  при  максимально  допустимом  меж- 
базовом напряжении  не  более 20  мкА 

Напряжение  эмиттер  — база  в режиме  насыщения 

при  /э  = 50  мА  и межбазовом  напряжении  10  В 5 В 

Ток  модуляции 10  мА 

Время  включения 3 мкс 

Межбазовое  сопротивление: 

для  КТ117А,  КТ117Б,  і/бібг  — 20  В 4 — 9 кОм 

для  КТ117В,  КТ117Г,  Ц біб2  = 25  В 8 — 12  кОм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Рассеиваемая  мощность  при  температуре  до  35  °С  300  мВт 

Межбазовое  напряжение 30  В 

Средний  ток  эмиттера  открытого  транзистора  не 

более  50  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  тимп  < 10  мкс  и 

скважности  более  200  ІА 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и окру- 
жающей средой 0,33  °С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  +125  °С 
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КТИ8А,  КТ118Б,  КТ118В 

Транзисторы  кремниевые  двухэмиттерные  планарно-эпитаксиаль- 
ные р-га-р-типа. 

Предназначены  для  работы  в схемах  модуляторов. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 


Падение  напряжения  на  открытом  ключе  при  /б  = 0,5  мА, 

/э  = 1,5  мА: 

для  КТ118А, 'КТ118Б  не  более 0,2  мВ 

для  КТ  118В  не  более 0,15  мВ 

Сопротивление  отпертого  ключа 
при  / б=2  мА,  Іэ—  2 мА: 

для  КТ118А,  КТ118Б  не  более 100  Ом 

для  КТ118В  не  более  120  Ом 

при  /б  = 40  мА,  /э  = 20  мА: 

для  КТ118А,  КТ118Б  не  более 20  Ом 

для  КТ  118В  не  более 40  Ом 

Ток  запертого  ключа: 

при  Лкб  = 10  кОм,  II Э1Э2  = 30  В для  КТ1 18А  не  более  0,1  мкА 
приКкб=  10  кОм,  (/Э1Э2  = 15  В для  КТ118Б,  КТ118В 

не  более  0,1  мкА 

Напряжение  на- управляющих  коллекторных  переходах 

при  /б  = 20  мА  не  более 1,3  В 

Обратный  ток  коллектор  — база  при  ІІК  = 15  В не  более  0,1  мкА 
Относительная  асимметрия  сопротивления  отпертого  клю- 
ча при  /б  = 40  мА,  /э  = 20  мА  не  более 20% 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Запирающее  напряжение  управления  коллектор  — база  1 
или  коллектор  — база  2 при  /?кб  не  более  10  кОм  ...  15  В 

Напряжение  на  запертом  ключе  эмиттер  / — эмиттер  2 
при  напряжении  на  управляющих  переходах,  равном 
нулю: 

для  КТ  И 8А 30  В 

для  КТ118Б,  КТ118В 15  В 

Напряжение  эмиттер  — база  (эмиттер  / — база  / или 
эмиттер  2 — база  2): 

для  КТ  11 8А 31  В 

для  КТ118Б,  КТ  118В 16  В 
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Ток  коллектора  50  мА 

Ток  эмиттера  (одного) 25  мА 

Ток  базы  (одной) 25  мА 

Рассеиваемая  мощность1  на  коллекторе 100  мВт 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и окружающей 

средой  0,4  °С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  —60 


до + 125  °С 


1 При  температуре  окружающей  среды  от  —60  до  +110  °С.  При  повы- 
шении температуры  до  + 125б  С значение  мощности  рассчитывается  по  формуле 
„ 150  — Г „ 

макс — • м®т- 


КТИ9А,  КТ119Б 


Транзисторы  однопереходные  кремниевые  планарные  п-типа. 
Транзисторы  бескорпусные.  Масса  транзистора  не  более  0,6  мг. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  эмиттера  при  предельном  межбазовом 


напряжении  не  более: 

при  25  °С 1 мкА 

при  85  °С 3 мкА  ' 

Коэффициент  передачи  тока  при  межбазовом  на- 
пряжении 10  В и температуре  от  — 45  до  85  °С: 

для  КТ119А . . 0,5—0,65 

для  КТ  11 9Б  0,65—0,75 

Напряжение  эмиттер — база  в режиме  насыщения 
при  токе  эмиттера  10  мА,  межбазовом  напряжении 
10  В и температуре  от  —45  до  85  °С  не  более  2,7  В 
Межбазовое  сопротивление  при  межбазовом  напря- 
жении 1 В 4—12  кОм 

Ток  включения  при  межбазовом  напряжении  10  В 

и температуре  от  —45  до  85  °С 0,5—5  мкА 

Ток  выключения  при  межбазовом  напряжении  10  В 1 — 6 мА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Межбазовое  напряжение 20  В 

Обратное  напряжение  между  эмиттером  и базой  ...  20  В 

Средний  ток  эмиттера  открытого  транзистора  ....  10  мА 

Амплитуда  эмиттерного  тока  при  среднем  токе 
не  более  10  мА  и длительности  импульса  не  бо- 
лее 10  мкс  50  мА 

Мощность  рассеяния: 

в корпусе  микросхемы 60  мВт 

в свободном  воздухе 25  мВт 

Тепловое  сопротивление: 

в корпусе  микросхемы  . . 1,2°  С/мВт 

в свободном  воздухе 3°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —45 

до  85°  С 


КТ120А,  КТ120Б,  КТ120В 


Транзисторы  кремниевые  бескорпусные  планарно-эпитаксиаль- 
ные р-п-р.  Масса  транзистора  не  более  6 мг. 


КТ120 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора 

при  (7к6  = 60  В для  КТ120А,  КТ120В  не  более 
ПРИ  (/кб  = 30  В для  КТ120Б  не  более  . '.  . . . 
Обратный  ток  эмиттера  при  і/з6  = 10  В не  более 
Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  с общей 

базой  не  менее  

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого 

сигнала  при  ІІК  = 5 В,  /э  = 1 мА 

Емкость  коллектора  • при  Цкб  — 5 В,  / = 3 МГц 

не  более  . 

Напряжение  коллектор— эмиттер  в режиме  насы- 
щения: 

при  /к  =4  10  мА,  /б  = 0,6  мА  для  КТ120А  не 
более 


0,5  мкА 
0,5  мкА 
1 мкА 

1 МГц 

20—200 

50  пФ 


0,5  В 


/ 
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при  /к  = 17  мА,  /5  =0,5  мА  для  КТ120Б 
не  более  2 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Мощность  на  коллекторе ' 10  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 15  мВт 

Напряжение  коллектор — база: 

для  КТ120А,  КТ  120В  . 60  В 

для  КТ120Б 30  В 

Напряжение  коллектор — эмиттер  при  /?б  < 10  кОм 

для  групп  А,  В 60  В 

Напряжение  эмиттер — база 10  В 

Ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп=  40  мкс  ...  20  мА 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 10 


до  55  °С 

МП20А,  МП20Б,  МП21В,  МП21Г,  МП21Д, 
МП21Е 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более 


Электрические  параметры 


Параметры 

МП20А 

МП20Б 

МП21В 

МП21Г 

МП21Д 

МП21Е 

Статический  коэффициент 

усиления  тока  базы  при 
V к =5  В,  / = 25  мА, 

Г - 260  Гц 

Предельная  частота  усиления 

50—150 

80-200 

20—100 

20—80 

60=200 

30-150 

ІІНО 

тока  при  1?к  — 5 В,  /в  = 

= 5 мА  не  менее,  МГц  . . . 
Напряжение  коллектора,  при 
котором  наступает  тіерево- 

2,0 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

0,7 

Чін... 

рот  фазы  базового  ічжа  при 
имп  = 100  мА  и скваж- 

ности  не  более  10  не  ме- 
нее, В 

30 

30 

30 

35 

30 

35 
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Нестабильность  коэффициента  усиления  тока  при 

(/к  = 5 В,  І3  — 25  мА,  { = 260  Гц  не  более  ±10% 
Обратный  ток  коллектора  не  более  1: 

при  +20  °С 50  мкА 

при  +60  °С 300  мкА 

при  — 55  °С 50  мкА 

Нестабильность  обратного  тока  коллектора  не  более  20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более  2 50  мкА 

Напряжение  насыщения  между  коллектором  и эмит- 
тером при  /к  = 300  мА,  / б = 60  мА  не  более  0,3  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсный  ток  коллектора  при  скважности  2 и 

длительности  импульса  10  мкс 300  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой: 

для  МП20А,  МП20Б 30  В 

для  МП21Г 40  В 

для  МП21Д 50  В 

для  МП21В  . 60  В 

для  МП21Е  70  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 

для  МП20А,  МП20Б 20  В 

для  МП21Г,  МП21Д ЗОВ 

для  МП21В,  МП21Е 35  В 

Мощность  на  коллекторе3 150  мВт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От — 55  до  +60  °С 

1 Параметры  указаны  при  предельных  значениях  напряжения  коллек- 
тор— база. 

г Значения  указаны  при  напряжении  1+5=  30  В для  МП20А,  МП20Б 
и 40  В для  МП21В,  МП21Г,  МП21Д,  МП21Е. 

а Мощность  на  коллекторе  при  Г > 35  °С  рассчитывается  по  формуле 
. п 85  — Г “С  „ 

рк.  макс о^зз  • мВт- 


МП25,  МП25А,  МП25Б,  МП26,  МП26А, 
МП26Б 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 2,0  г. 


МП25,  МП2В 
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Электрические  параметры 


Параметры 

МП25 

МП25А 

МП25Б 

МП26 

МП26А 

МП26Б 

Ток  базы  1,  мА 

30 

20 

15 

30 

20 

15 

Коэффициент  усиления  тока  ба- 
зы на  частоте  1000  Гц; 
при  —{-20  °С  

13—25 

20—50 

30—80 

13—25 

20-50 

30—80 

при  — | — 6 0 °С 

13—50 

20—80 

30-160 

13—50 

20-80 

30—160 

при  — 55  °С  

7—25 

10—40 

15—80 

7-25 

10—40 

15-80 

Предельная  частота  усиления 
тока  2 не  менее,  кГц 

200 

200 

500 

200 

200 

500 

Напряжение  между  базой  и эмит- 
тером в режиме  насыщения  при 

1 к = 100  мА  не  более,  В . . . 

1,2 

1,0 

1,0 

1,2 

1,0 

1,0 

Пробивное  напряжение  коллек- 
торного перехода  на  пульси- 
рующем напряжении  50  Гц  не 
менее,  В 

60 

60 

60 

100 

100 

100 

Выходная  проводимость  2 в схе- 
ме ОБ  при  / = 1000  Гц  не  бо- 
лее,  мкСм  

1,5 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

Обратный  ток  коллектора  * не  более; 

при  20  °С 75  мкА 

при  60  °С 500  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  3 не  более  75  мкА 

Сопротивление  базы  на  частоте  500  Гц  не  более 160  Ом 

Время  переключения  при  / = 25  мА,  С/  = 30  В не  более 1,5  мкс 


1 При  измерении  напряжения  на  насыщенном  транзисторе. 

2 При  Ук=20  В,  /э  = 2,5  мА  для  МП25,  ЛШ25А,  МП25Б  и С7К  = 35  В, 
/э  = 1,5  мА  для  МП26,  МП26А,  МП26Б. 

3 При  Н„<  = 40  В для  МП25,  МП25А,  МП25Б  и 70  В для  ЛШ26, 

МП26А,  МП26Б. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  (эмиттера)  в режиме  переключения 
при  насыщении  или  импульсном  режиме; 

для  МП25,  МП26 300  мА 

для  остальных  типов ' 400  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой,  эмиттером 
и базой,  коллектором  и эмиттером  во  всем  диапа- 
зоне рабочих  температур  1: 

для  МП25,  МП25А,  МП25Б  40  В 

для  МП26,  МП26А,  МП26Б 70  В 

Мощность  на  коллекторе  2 при  температуре  до  35°  С 200  мВт 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +60  °С 


1 При  температуре  окружающей  среды  до  50  °С  и мощности,  рассеивае- 
на  коллекторе  до  100  мВт,  допускается  напряжение: 

для  МП25,  МП25А,  МП25Б  60  В 

для  МП26,  МП26А,  МП26Б  ...  100  В 


1 Мощность  на  коллекторе  при  Г > 35°  С рассчитывается  по  формула 

„ 75  — Г *С  „ 

Р к.  макс о^2 ’ М^Т‘ 
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МП35,  МП36А,  МП37,  МП37А,  МП37Б, 
МП38,  МП38А 


Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 


МП35-МП38 


в , , _ чо 


" 5,5 

пв 

Эмиттер 

1 5-1 

со 

п * 

■ѳ. 

"р аза 

со 

\ 

Коллектор 


Электрические  параметры 


< 

< 

ЦЭ 

с 

Параметры 

СО 

СО 

СО 

Г- 

СО 

Г'- 

СО 

со 

ОО 

оо 

с 

с 

П 

С 

С 

п 

с 

г 

% 

5 

г 

г 

5 

г 

Коэффициент  усиления 

тока  базы 1 при  / = 
= 1 мА,  / = 1 кГц  и 
температуру 

5 25 

6—45 

6—30 

С— 30 

8—50 

8-55 

17—100 

+20  °С 

13—125 

16—45 

15-30 

15-30 

25—50 

45—100 

“I — 6 0 °с 

10-200 

15-90 

15—60 

15—60 

25—100 

25—110 

45—180 

Предельная  частота  уси- 

ления  тока  при  1 9 = 
= 1 мА  не  менее,  МГц 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

Пробивное  напряжение 

коллекторного  перехода 

на  пульсирующем  на- 
пряжении частотой 

50  Гц  не  менеё,  В . . . 

15 

15 

15 

30 

30 

15 

15 

Обратный  ток  коллектора  приС/к(-  = 5 В не  более: 

при  20  °С . 30  мкА 

при  60  °С 250  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  V = 5 В не  более  15  мкА 

Выходная  проводимость  при  / = 1 мА  на  частоте  1 кГц  не  более  3,3  мкСм 
Сопротивление  базы  при  / = 1 мА  на  частоте  500  кГц  не  более  . . . 220  Ом 

Емкость  коллектора  на  частоте  500  кГц  и = 5 В не  более  ....  60  пф 

Коэффициент  шума  при  11 к = 1,5  В,  1=1  кГц,  /э  = 0,5  мА  для  тран- 
зистора МПЗбА  не  более 10  дБ 


» При  Ик  — 15  В для  МП37А,  МП37Б  и 5 В для  остальных  типов. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора: 

в режиме  усиления 20  мА 

в режиме  переключения  при  насыщении  или 

в импульсном  режиме 150  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера •.  . . 30  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой,  коллекто- 
ром и эмиттером,  В,  при  температуре:  До  40°  С Свыше  40°  С 
для  транзисторов  МП37А,  МП37Б  ...  30  20 

для  МП35,  МП36А,  МП37,  МП38, 

МП38А 15  10 

Мощность  на  коллекторе  * 

при  55°  С 150  мВт 

при  60°  С 125  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 50 


до  +60°  С 


* Мощность  на  коллекторе  при  температуре  свыше  55°  С рассчитыва- 
ется по  формуле 

„ 85-Г°С 

*к.  макс о~2 • мвт> 

а при  давлении  окружающей  среды  менее  7 - ІО3  Па 

„ 85-Г°С  „ 

Рк.  макс 5~3 ■ м®т- 


МП39,  МП39Б,  МП40,  МП40А,  МП41, 
МП41А 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Предназначены  для 
работы  в схемах  усиления  низкой  частоты  (МП39,  МП40,  МП40А, 
МП41,  МП41А)  и в схемах  усиления  с низким  уровнем  шумов’ (МП39Б). 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более 
2,5  г . 


мпзэ-мпчі 

* 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (Укл  = 5 В не  более- 

при  20°  С 

при  60°  С | 

Обратный  ток  эмиттера  при  Цэб  = 5 В не  более 


249 


15  мкА 
250  мкА 
30  мкА 


Коэффициент  усиления  тока 

базы  при  /э  = 1 мА, 

ІІК  = 5 В,  і = 1 кГц,  при 

температуре: 

+20°  С 

4-60°  С 

—40°  С 

для  МП39  не  менее  . . 

12 

12 

5 

для  МП39Б 

20-60 

20—80 

10—60 

для  МП40,  МП40А  . . . 

20—40 

20—120 

10—40 

для  МП41 

30—60 

30—180 

15—60 

для  МП41А 

50—100 

50—300 

25—100 

Предельная  частота  усиления  тока  при  /э  = 1 мА, 

II  к = 5 В не  менее: 

для  МП39,  МП39Б 0,5  МГц 

для  МП40,  МП40А,  МП41,  МП41А  1,0  МГц 

Пробивное  напряжение  коллекторного  перехода 

на  пульсирующем  напряжении  50  Гц1  не  менее  15  В 

Емкость  коллектора  при  ІІкь  = 5 В,  / = 500  кГц 

не  более 60  пФ 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  /э  = 1 мА, 

ІІК  = 5 В,  / = 1 кГц  не  более  . 3,3  мкСм 

Сопротивление  базы  при  /э  = 1 мА,  ІІК  = 5 В, 

/ = 500  кГц  не  более . . 220  Ом 

Коэффициент  шума  для  МП39Б  при  /э  = 0,5  мА, 
і!к  = 1,5  В,  / = 1 кГц  не  более 12  дБ 


1  Для  транзистора  МП40А  этот  параметр  равен  30  В. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 1: 


в режиме  усиления 20  мА 

в режиме  переключения . 150  мА 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 5 В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером,  кол- 
лектором и базой  2,  В,  при  температуре:  До  40°  С Свыше 

40°  С 

для  МП40А 40  20 

для  МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А 

постоянное 15  10 

пиковое  (импульсное) 20  15 

Мощность  на  коллекторе  3: 

при  55°  С 150  мВт 

при  70°  С 75  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От^— 60  ^ 


1 Среднее  значение  тока  эмиттера  не  должно  превышать  40  мА. 

2 При  отсутствии  запирающего  смещения  сопротивление  в цепи  база  — 
эмиттер  не  должно  превышать  10  кОм. 

3 При  повышении  температуры  от  55  до  70°  С допускаемая  мощность 
изменяется  по  закону 

Т’к.  макс  =75  + 5 (70  — Г “С),  мВт. 
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МП42,  МП42А,  МП42Б 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Предназначены  для 
работы  в переключающих  и импульсных  схемах. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не^ бо- 
лее 2,6  г . 


МП  42 


Электрические  параметры 

Ток  коллектора  запертого  транзистора  при  і/кс}  = 
= 15  В,  ІІ бэ  = 0,5  В не  более: 

при  20°  С 

при  60°  С 

Статический  коэффициент  усиления  тока 
базы  при  Ік  — 10  мА,  і/к  = 1 В, 
при  температуре:  +20°  С 

для  МП42 ■ 20—35 

для  МП42А 30—50 

для  МП42Б 45—100 

Предельная  частота  усиления  тока  при  II  к = 5 В, 

І3  = 1 мА  не  менее 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 10  мА  не  более 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 

насыщения  при  /э  = 10  мА  не  более 

Время  переключения  при  ІІК  = 15  В,  /к  = 10  мА 
не  более: 

для  МП42 

для  МП42А 

для  МП42Б 


25  мкА 
250  мкА 


+60°  С —40°  С 
20—105  10—35 
30—150  15—50 
45—300  25—100 

1,0  МГц 

0,2  В 

0,4  В 


2.5  мкс 

1.5  мкс 
1,0  мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  в режиме  переключения  или  им- 
пульсном режиме 150  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера  за  1 с 30  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  ....  15  В 

Напряжение  между  коллектором  и базой  1 15  В 

Мощность  на  коллекторе  2: 

при  45°  С ...  200  мВт 


1 При  отсутствии  запирающего  смещения  сопротивление  в цепи  база  — 
эмиттер  не  должно  превышать  3 кОм. 

2 При  повышении  температуры  от  45  до  70®  С допустимая  мощность 
снижается  по  закону 

^к.  макс  = ^5  4*  5 (70  — Т ®С),  мВт. 
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при  70°  С 75  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

• до +70°  С 

МП11І,  МП111А,  МП111Б,  МП112,  МП113, 
/VI П 1 1 ЗА 


Транзисторы  кремниевые  сплавные  п-р-п.  Предназначены  для 
усиления  сигналов  низкой  частоты  в схемах  с низким  уровнем  шумов 
(МП111А)  и для  усиления  сигналов  низкой  частоты  (МП  111,  МП112, 
МП113,  МП113А). 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 2,5  г. 


Параметры 

МП111 

ѵпі  им 

МП111Б 

МП  112 

МП113 

МП113А 

Обратный  ток  коллектора 
при  Ц = 5 В1  не  более, 
мкА: 

при  20  °С 

3,0 

1,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0  • 

при  100  °С 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Коэффициент  усиления  тока 
базы  при  (/к  = 5 В,  Іэ  = 
— 1 мА,  ^ = 1 кГц: 
при  20  °С 

10—25 

10—30 

15—45 

15—45 

15—45 

35—105 

при  100  °С 

10-75 

10—90 

15—135 

15-155 

15—135 

35—315 

при  —55°  С . 

5 — 25 

5—30 

8-45 

10—45 

7—45 

12-105 

Предельная  частота  усиле- 
ния тока  при  і/к>=5  В, 

1 э = 1 мА,  ^=1  кГц  не 
менее,  МГц  

0.5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,2 

Пробивное  напряжение  кол- 
лекторного перехода  не  ме- 
нее,  В .*ѵ  . 

20 

- 

20 

10 

' 10 

10 

1 Для  ЛШШ  напряжение  V — 10  В. 
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Обратный  ток  эмиттера  при  II = 5 В не  более ...  3,0  мкА 

Коэффициент  обратной  связи  в схеме  ОБ  при  V к = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 1 кГц  не  более 3- КГ3 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  ІІК  = 5 В, 

/э=  1 мА,  І — 1 кГц  не  более 2,0  мкСм 

Емкость  коллектора  при  ІІк6  = 5 В,  / = 500  кГц 

не  более . 170  пФ 

Коэффициент  шума  для  МП111А  при  /э=  0,5  мА, 
і/к  = 1,5  В,  / = 1 кГц  не  более 18  дБ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  1: 

в режиме  усиления 20  мА 

в режиме  переключения  при  насыщении  или 

импульсном  режиме 100  мА 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 5 В 

Напряжение  между  коллектором  и базой  2,  коллек- 
тором и эмиттером: 

для  МП111,  МП111Б . . . . 20  В 

для  МП111А,  МП112,  ЙП113,  МП113А  ...  10  В 

Мощность  на  коллекторе  3: 

при  70°  С 150  мВт 

при  100°  С 60  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 55 


до  +100°  С 


1 Среднее  значение  тока  эмиттера  за  1 с не  должно  превышать  20  мА. 

2 При  отстутствни  запирающего  смещения  сопротивление  в цепи  база  — 
эмиттер  не  должно  превышать  2 кОм. 

5 При  повышении  температуры  от  70  до  100*  С допускаемая  мощность 
снижается  по  закону 

Рк.  макс  = 6®  + 3 (100  — Г *С),  мВт. 


МПИ4,  МП115,  МП116 


Транзисторы  кремниевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 1,7  г.  Айк 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  1 не  более: 

при  20°  С 10  мкА 

при  100°  С 400  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  2 не  более: 

при  20°  С 10  мкА 

при  100°  С 200  мкА 

Коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 5 В, 

І3—і  мА,  / = 1 кГц: 

для  МПІ14  не  менее 9 

для  МП115 9 — 45 

для  МП116 15—100 

Предельная  частота  усиления  тока  при  1!к  — 5 В, 

/,  = 1 мА  не  менее: 

для  МП114,  МП115 0,1  МГц 

для  МП116  . 0,5  МГц 

Пробивное  напряжение  коллекторного  перехода 
на  пульсирующем  напряжении  частотой  50  Гц 
не  менее: 

для  МП114 70  В 

для  МП115 40  В 

для  МП116 20  В 

Входное  сопротивление  в схеме  ОБ3  при  /э  = 1 мА, 

І = 1 кГц 300  Ом 

Сопротивление  насыщения  коллектора  для  МП115 

не  более 50  Ом 


1 При  напряжении  на  коллекторе  30,  15,  10  В для  МП1 14,  МП1 15,  МП1 16 
соответственно. 

г При  напряжении  на  эмиттере  10,  10,  5 В для  МП114,  МП115,  МПІ16 
соответственно. 

* При  напряжении  на  коллекторе  50,  30,  15  ВдляМП114,  МП115,  МП116 
соответственно. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора: 

в режиме  усиления 10  мА 

в режиме  переключения  или  импульсном 

режиме 50  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой,  коллек- 
тором и эмиттером,  В,  при  температуре:  До  70°  С Свыше 

70°С 

для  МП114  60  30 

для  МП115 30  15 

для  МП116 15  10 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  в интервале 

температур  от  — 50  до  +100°  С 10  В 

Мощность  на  коллекторе: 

при  70°  С 150  мВт 

при  100°  С . 60  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —55 

до  4* *  1 00°  С 
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П27,  П27А,  П28 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Предназначены  для 
усиления  сигналов  в схемах  с малым  уровнем  шумов. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  1 г. 


П27-П28 


Электрические  параметры 


Параметры 

П27 

П27А 

П28 

Коэффициент  усиления  тока  базы 

20—100 

20—170 

20—200 

Предельная  частота  усиления  тока 

не  менее,  МГц  .... 

1,0 

1,0 

5,0 

Коэффициент  шума  не  более,  дБ  . . . 

10 

5,0 

5,0 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ 

не  более,  мкСм 

2,0 

1,0 

1,0 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  20°  С 

при  60°  С 

Емкость  коллектора  при  / = 1 МГц  не  более  . . . . 


3 мкА 
100  мкА 
50  пФ 


Примечание.  Значения  основных  параметров  указаны  при 
= 0.5  мА,  ^ = 5 В и | = 1 кГц. 


'за- 


предельные эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 6 мА 

Напряжение  на  коллекторе  в схемах  ОБ  и ОЭ  . . ! 5 В 

Сопротивление  в цепи  базы  в схеме  ОЭ  при  30°  С 

не  более  ; . 500  Ом 

Мощность  на  коллекторе зо  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 


до  +60°  С 
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Раздел  четырнадцатый 


ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ 
СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ 


КТ  104 А,  КТ104Б,  КТ  104 В,  КТ104Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при: 

и к6=  30  В для  КТ  104 А,  КТ  104 Г не  более  ...  1 мкА 

(Укб==  15  В для  КТ104Б,  КТ  105В  не  более  ...  1 мкА 

Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  с общей 

базой  не  менее 5 мГц 

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого 
сигнала  при  і/к  = 5 В,  19  = 1 мА: 

для  КТ104А 9—36 

для  КТ104Б 20-80 

для  КТ  104В 40—160 

для  КТ  104 Г 15-60 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала 

в схеме  с общим  эмиттером  . . 1 120  Ом 

Емкость  эмиттера  при  і)я б = 0,5  В .... ' 10  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  частоте 

3 МГц  не  более 3 нс 

Напряжение  коллектор— эмиттер  в режиме  насыще- 
ния при  /к  = 10  мА,  /б  = 1 мА  (/в  = 2 мА  для 

КТ  104 А)  не  более 0,5  В 

Напряжение  база— эмиттер  в режиме  насыщения 

не  более 1 В 

Емкость  коллектора  при  напряжении  5 В 50  пФ 


Предельные  эксплуатационные  дані 

Мощность  на  коллекторе 

Напряжение  коллектор — база 

для  КТ104А,  КТ104Г 

для  КТ104Б,  КТ  104В 

Напряжение  коллектор— эмиттер  при  #б  кОм: 

для  КТ  104 А,  КТ104Г 

для  КТ104Б,  КТ  104В 

Напряжение  эмиттер— база 


150  мВт 

30  В 
15  В 

30  В 
15  В 
10  В 
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Ток  коллектора 50  мА 

Температура  переходов 150°  С 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и окру- 
жающей средой 0,4°С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 

до  100° С 


КТ201А,  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  0,6  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора: 

для  КТ201А,  КТ201Б  при  і/к  = 20  В,  для 
КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д  при  Цк  = 10  В, 

Л не  более 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера: 

для  КТ201А,  КТ201Б  при  = 20  В,  для 
КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д  при  (Уэ  = 10  В 

не  более 3 мкА 

Предельная  частота  усиления  тока 10  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
Нк  = 1 В,  /к  = 1 мА: 

для  КТ201А 20—60 

для  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Д 30—90 

для  КТ201Г 70—210 

Коэффициент  шума  на  частоте  [ — 1 кГц  при  /э  = 

= 0,2  мА,  Цк  = 1 В для  КТ201Г  не  более  ....  15  дБ 

Емкость  коллектора  при  і/к6=5В,  /=10мГц  20  пФ 

Выходная  проводимость  в режиме  малого  сигнала 
в схеме  с общей  базой  при  /э  = 1 мА 20  мкСм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
/?б  < 2 кОм: 

для  КТ201А,  КТ201Б 20  В 

для  КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д 10  В 

Ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора 100  мА 


9 Зак.  428 
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Мощность,  рассеиваемяя  транзистором  1 150  мВт 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 


до  125°  С 


1 При  температуре  окружающей  среды  от  —55  до  75  С.  С увеличением 
температуры  допустимая  мощность  снижается  линейно  до  100  мВт  при  100°  С. 

КТ203А,  КТ203Б,  КТ203В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  и генерирования 
колебаний  в диапазоне  до  5 мГц,  в стабилизаторах  напряжения,  в схе- 
мах переключения  и других  схемах  аппаратуры  широкого  применения. 

■ Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


КТ  203 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  с общей 

базой  5 мГц 

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого 
сигнала  при  Цк  = 5 В,  /э  = 1 мА: 

для  КТ203А  не  менее 9 

для  КТ203Б 30—100 

для  КТ203В  30—200 

Обратный  ток  коллектора: 

для  КТ203А  при  (/к§  = 60  В не  более 1 мкА 

для  КТ203Б  при  (/К5  = 30  В не  более 1 мкА 

для  КТ203В  при  1/кд  = 15  В не  более 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера: 

для  КТ203А  при  = 30  В не  более  ....  1 мкА 

для  КТ203Б  при  1/Э5  = 15  В не  более  ....  1 мкА 

для  КТ203В  при  II  = 10  В не  более  . , 1 мкА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к=20мА,  / б=4  мА  (для  КТ203Б)*  1 В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  = 5 В, 

/ = 10  мГц  не  более 10  пФ 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала 


* Для  КТ203В  не  более  0,5  В. 
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в схеме  с общей  базой: 

для  КТ203А  при  (Укб  = 50  В 300  Ом 

для  КТ203Б  при  і/кб  = 30  В 300  Ом 

для  КТ203В  при  (Укб=  15  В 300  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Мощность 1 на  коллекторе  при  температуре  окру- 
жающей среды  —60  ч-  +75&  С 150  мВт 

Мощность  на  коллекторе  при  температуре  окружа- 
ющей среды  + 125°  С 60  мВт 

Напряжение2  коллектор— эмиттер  при  температуре 
окружающей  среды  — 55  ч-  +75°  С: 

для  КТ203А 60  В 

для  КТ203Б 30  В 

• для  КТ203В 15  В 

при  температуре  окружающей  среды  +125°  С: 

для  КТ203А 30  В 

для  КТ203Б 15  В 

для  КТ203В 10  В 

Напряжение  эмиттер— база  при  температуре  окру- 
жающей среды  —60  ч-  -(-125°  С: 

для  К.Т203А 30  В 

для  КТ203Б  15  В 

для  КТ203В ЮВ 

Ток  коллектора  при  температуре  окружающей  среды 

—60  ч-  + 125°  С 10  мА 

Ток  коллектора  импульсный-. 50  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера  в импульсном 

режиме Ю мА 

Температура  перехода  150°  С 

Рабочая  температура  окружающей  среды — 60  ч-  +125  °С 


Примечания:  1)  При  повышении  температуры  свыше  75°  С допу- 
стимая мощность  и напряжения  коллектор — эмиттер,  коллектор  — база  сни- 
жаются по  линейному  закону. 

2)  При  отсутствии  запирающего  смещения  сопротивление  в цепи  база  — 
эмиттер  не  должно  превышать  2 кОм. 


П29,  П29А,  ПЗО 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  не  более  1,5  г. 

П29,  ПЗО 


Коллектор 

ІЖ 


. Ваза 


1 


г^Эмитт 
■ѣ. 

ад 


9* 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  11  к(,  = 12  В не  более: 

при  20°  С . 4 мкА 

при  70°  С 160  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II э 5 = 12  В не  более  4 мкА 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 

при  ІІК  = 0,5  В,  І3  = 20  мА  при  температуре:  20°  С — 60°  С 

для  П29  20—50  8 

для  П29А 40—100  15 

для  ПЗО 80—180  20 

Предельная  частота  усиления  тока  при  і/к  = 6 В, 

Іэ  = 1 мА  не  менее: 

для  П29,  П29А 5 МГц 

для  ПЗО 10  МГц 

Напряжение  насыщения  между  коллектором  и эмит- 
тером * при  /к  = 20  мА  не  более 0,2  В 

Напряжение  насыщения  между  базой  и эмиттером  * 
при  /к  = 20  мА  не  более: 

для  П29  0,5  В 

для  П29А 0,4  В 

для  ПЗО,- 0,35В 

Емкость  коллектора  при  і/кб=  6 В не  более  ....  6 пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /э  = 

= ,1  мА,  ( — 1000  кГц  не  более 6 нс 


* При  токе  базы  2 мА  для  П29;  1 мА  для  П29А:  0,5  мА  для  ПЗО. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  в режиме  насыщения 100  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером,  кол- 
лектором и базой,  эмиттером  и базой  в режиме 

переключения 12  В 

Напряжение  меікду  коллектором  и эмиттером: 

при  отключенной  базе  и температуре  20°  С . . . 10  В 

то  же  при  60°  С 6 В 

Мощность  на  коллекторе  без  дополнительного  теп- 
лоотвода в диапазоне  температуры  от  — 55  до  60°  С 30  мВт 

Температура  перехода  75°  С 

Температура  корпуса От  —55 

до  +60°  С 


Раздел  пятнадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В 

Транзисторы  германиевые  диффузионные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  не  более  0,35  г. 
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ГТ305 


Ноллектор 


2+  76 


1 

1 

ч? 

и1 

Электрические  параметры 


Ток  коллектора  запертого  транзистора  не  более 


при  Цбз  = 0,5  В,  ІІКЗ  — 15  В: 

при  20°  С 6 мкА 

при  60°  С 70  мкА 

при  —55°  С 6 мкА 

Обратный  ток  коллектора  при  і/к§  = 15  В для 

ГТ305В  не  более , . . 4 мкА 

Обратный  ток  эмитгера  при  {/„б  — 1,5  В для 
ГТ305А,  ГТ305Б;  при  (/э6  = 0,5  В для  ГТ305В 
не  более 30  мкА 


Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 


при  ІІК  = 1 В;  /э=  10  мА  при  температуре: 

+20  6С  +60  °С  —55  °С 

ГТ305А 25—40  25—80  15—80 

ГТ305Б 50—500  60—180  40—120 

ГТ305В 40—360  40—120  20—120 


Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  при 
/ = 20  МГц,  1ГК  = 5 В,  І3  = 10  мА: 

для  ГТ305А 7 

для  ГТ305Б,  ГТ305В 8 

Напряжение  насыщения  коллектор — эмиттер  при 
/к  = 10  мА  для  ГТ305А,  ГТ305Б  не  более  ....  0,5  В 

Напряжение  насыщения  база — эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА  для  ГТ305А,  ГТ305Б  не  более 0,7  В 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает 
переворот  фазы  базового  тока,  при  Ів  = 10  мА 
не  менее 12  В 


Емкость  коллектора  при  (/кб=5В,  5-10®  Гц 

не  более: 


для  ГТ305А,  ГТ305Б  7 пФ 

для  ГТ305В 5,5  пФ 

Емкость  эмиттера  при  (/Эб=0,5В,  /=  5- 10е  Гц 

не  более 50  пФ 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  0К  — 5 В, 

/э  = 5 мА  для  ГТ305В  не  более 5 мкСм 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
1/к  = 5 В,  І3—  5 мА,  / = 5-  ІО6  Гц  не  более: 

для  ГТ305А,  ГТ305Б 500  пс 

для  ГТ305В 300  пс 
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3 мкс 


Время  рассасывания  при  і/к  = 10  В,  /к  = 10  мА 

для  ГТ305А,  ГТ305Б  не  более 

Коэффициент  шума  при  Нк  = 5 В,  Іэ  = 5 мА,  [ = 

= 1,6-  10е  Гц  для  ГТ305В  не  более 6 дБ 


О 2 Ч 6 в 10  В 


Входные  характеристики  и зоны  их 
разброса. 


Выходные  характеристики. 


О 20  30  40  50  60  °С 


О 20  30  40  50  60  70  °С 


Зависимость  обратного  тока  коллек- 
тора от  температуры. 


Зависимость  статического  коэффици- 
ента усиления  тока  базы  от  темпера- 
туры. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора *  1 40  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп  = 10  мкс 

и Вк  Рк>  макс 100  мА 

Напряжение  коллектор  — база 15  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  = 0,5  В 15  В 

Напряжение  эмиттер  — база  2 1,5  В 

Мощность  на  коллекторе  при  температуре  от  — 55 

до  +20°  С 75  мВт 

Температура  перехода 85°  С 


1 При  окружающей  температуре  больше  35°  С значение  / находится 
Во  формуле  к 

^к.  макс  = V 85  Т °С • 

1 Для  ГТ305В  Нв6  < 0,5  В. 
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Тепловое  сопротивление 0,8°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 55 

до  +60°  С 


Тепловое  сопротивление 0,8°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 55 

до  +60°  С 


Зависимость  статического  коэффици-  Зависимость  модуля  коэффициента 
ента  тока  базы  от  тока.  усиления  тока  базы  от  тока. 


Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  тока  базы  от  частоты. 


Зависимость  емкости  коллектора  и 
эмиттера  от  напряжения. 


ГТ308А,  ГТ308Б,  ГТ308В 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы. 

Вывод  коллектора  электрически  соединен  с корпусом  транзистора; 
вывод  эмиттера  обозначен  на  корпусе  цветной  точкой.  Масса  тран- 
зистора не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (УКб=  5 В не  более  5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІІЭ б = 2 В не  более  50  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 1 В,  /э  = 10  мА: 

для  ГТ308А  20—75 

для  ГТ308Б  50-120 

для  ГТ308В  80—200 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при 
І7К  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 20  МГц  не  менее: 

для  ГТ308А  4,5 

для  ГТ308Б,  ГТ308В  6,0 

Напряжение  насыщения  между  базой  и эмиттером 

при  /к  = 10  мА,  / в = 1 мА  не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  между  коллектором  и эмит- 
тером при  /к  = 50  мА,  / б = 3 мА  не  более: 

для  ГТ308А  1,5  В 

для  ГТ308Б,  ГТ308В 1,2  В 

Емкость  коллектора  при  Укб=5В,  /:=5МГц 

не  более 8 пФ 

Емкость  эмиттера  при  1/а $=  1 В,  /=  5 МГц  не  бо- 
лее   25  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
ІІК  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 5 МГц  не  более: 

для  ГТ308А,  ГТ308Б 400  пс 

для  ГТ308В 500  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 50  мА  не  более  ....  1 мкс 

Коэффициент  шума  для  ГТ308В  при  1/к  — 5 В, 

/э  = 5 мА,  / = 1,6  МГц  не  более 8 дБ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  '. 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп  = 5 мкс.  ...  120  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере 20  В 

Импульсное  напряжение  между  коллектором  и базой 

при  отключенном  эмиттере  и тимп=  1 мкс 30  В 

Напряжение  переборота  фазы  тока  базы  при  /э  = 

= 10  мА,  не  менее , 12,5  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 

при  коротком  замыкании  эмиттера  с базой  . ...  15  В 

при  = 1 кОм . 12  В 

при  запирающем  напряжении  на  базе 20  В 

Мощность  на  коллекторе1 « 150  мВт 

Импульсная  мощность  на  коллекторе  при  тимп  = 

= 5 мкс 360  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  70°  С 


’ В интервале  температур  от  45  до  70°  С предельная  мощность  рассчи- 
тывается по  формуле 

_ 85  — Т *С  „ 

рк.  макс—  Щ25  ’ мВт'  • 

При  давлении  окружающего  воздуха  7 - ІО2  Па  мощность  снижается  на  30%. 
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О 0,1  02  0,д  в 

Входные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 
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Выходные  характеристики. 


Входные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 
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Зависимость  статическо- 
го коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  тока. 


Зависимость  обратного 
тока  коллектора  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  емкости  кол-* 
лектора  от  напряжения. 


ГТ309А,  ГТ309Б,  ГТ309В,  ГТ309Г,  ГТ309Д, 
ГТ309Е 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в миниатюрном  металлическом  герметичном  корпусе 
со  стеклянными  изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  тран* 
зистора  не  более  0,5  г. 


ГТ  303 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  II  к$  = 5 В не  более: 


при  20°  С 5 мкА 

при  55°  С 120  мкА 

при  —20°  С 5 мкА 


Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  = 5 В,  /э  = 5 мА  при  температуре: 

+20“  С +55°  С —20°  С 
для  ГТ309А,  ГТ309В,  ГТ309Д  ....  20—70  20—140  16—70 
для  ГТ309Б,  ГТ309Г,  ГТ309Е  ....  60—180  60—380  30—180 


266 


Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  /э  = 5 мА,  Нк  = 5 В,  / = 10  МГц 
не  менее: 


для  ГТ309А,  ГТ309Б 6 

для  ГТ 309 В,  ГТ309Г 4 

для  ГТ309Д,  ГТ309Е 2 

Емкость  коллектора  при  1Гк6  = 5 В,  / = 5 МГц 

не  более  10  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  0К  = 

= 5 В,  /э  = 5 мА: 

для  ГТ309А,  ГТ309Б 500  пс 

для  ГТ309В,  ГТ309Г,  ГТ309Д,  ГТ309Е  ....  1000  пс 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  ІІК  = 

= 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 50  -г-  1000  Гц  не  более  5 мкСм 
Входное  сопротивление  в схеме  с ОБ  при  і/к  = 5 В, 

/*  = 1 мА,  } = 50  -г-  1000  Гц  не  более  ....  38  Ом 

Коэффициент  шума  при  і/к  — 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 1,6  МГц  для  ГТ309Б  и ГТ309Г  не  более  ...  6 дБ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 10  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

Яб=  10  кОм 10  В 

Мощность  на  коллекторе 1 при  температуре  от 

—40  до  +20°  С 50  мВт 

Температура  перехода  70°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +55°  С 


1 В интервале  температур  от  20  до  55°  С значение  предельной  мощности 
снижается  на  5 мВт  на  каждые  10°  С. 
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Выходные  характеристики. 
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О 2 4 6 в 10  мД 


Зависимость  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  тока. 


О 12  3 4-5  6 7 МД 


Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  от  тока. 


Зависимость  обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зависимость  емкости  коллектора 
от  напряжения. 
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ГТ310А,  ГТ310Б,  ГТ310В,  ГТ310Г,  ГТ310Д, 
ГТ310Е 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р. 
Выпускаются  в миниатюрном  металлическом  герметичном  корпусе 
со  стеклянными  изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  тран- 
зистора не  более  0,1  г. 


Электрические  параметры 


Параметры 

ГТЗЮА 

ГТ310Б 

ГТ310В 

ГТ310Г 

ГТ310Д 

ГТ310Е 

Коэффициент  усиления  то- 
кабазыпри  1/К;=5В,  I э=  1 мА, 

/ = 50-Н000  Гц 

20-70 

60-180 

20-70 

60-180 

20-70 

60-180 

Модуль  коэффициента  уси- 
ления тока  базы  на  высокой 
частоте  при  1/к  = 5 В,  /э  = 

*=  5 мА,  ^ = 20  МГц  не  менее 

8 

8 

в 

в 

4 

4 

Емкость  коллектора  при 
ѴК^  = Ъ В,  / = 5 МГц  небо- 
лее,  пф  . . 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

Постоянная  времени  цепи 
обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  {/к  = 5 В,  /э  = 
==5  мА,  / = 5 МГц  не  более, 

ПС 

300 

300 

300 

300 

500 

500 

Коэффициент  шума  при 
ик  = 5 В,  /э=1  мА.  / = 
= 1,6  МГц  не  более,  дБ  . . , 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

Обратный  ток  коллектора  при  (/„б=  5 В не  более: 

при  20  °С 5 мкА 

при  55  °С 120  мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  ОБ  при  II к = 5 В, 

/э  = 1 мА  не  более 38  Ом 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  УК  = 5В, 

1Э  — 1 мА,  / •=  50  + 1 • ІО3  Гц  не  более  .....  3 мкСм 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 10  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 

при  /?б=  1°  кОм 1°  В 

при  /?б  = 200  кОм 6 В 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере 12  В 

Мощность  на  коллекторе  1 при  температуре  до  35  °0  20  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление  2°С/мВт 

Температура  перехода 75  °С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 


до  + 55  °(3 

1 При  температуре  более  35°  С мощность  определяется  по  формула 


Входные  характе- 
ристики. 


Выходные  характеристики. 


ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В 


Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 2,2  г. 
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Электрические  параметры 


Параметры 

гтзаоА 

ГТ320Б 

ГТ320В 

Статический  коэффициент 
усиления  тока  базы  при 
і/„  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  20 °С  

20—80 

50—160 

80—250 

при  70 °С  

1,5* 

1,75* 

2* 

при  — 55  °С  не  менее  . . . 

15 

35 

50 

Статический  коэффициент 
усиления  при  7/к  = 3 В, 
I ъ = 200  мА  не  менее  .... 

20 

50 

80 

Модуль  коэффициента  уси- 
ления тока  базы  на  вы- 
сокой частоте  при  (7К  = 5 В, 
1а  = Ю мА,  / = 2X10*  Гц 
не  менее  

4 

6 

8 

Напряжение  коллектора, 
при  котором  наступает 

переворот  фазы  базового 
тока,  при  І3  = 10  мА  не 
менее,  В 

13 

11 

9 

Постоянная  времени  цепи 
обратной  связи  при  і/к  = 
= 5 В,  /а  = 5 мА,  / = 
= 5-  ІО6  Гц  не  более,  пс  . . 

500 

500 

600 

Время  рассасывания  при 
/к  = 10  мА,  /б  = 1 мА,  / = 
= 250-1-  103  Гц  не  более,  нс 

400 

500 

600 

Обратный  ток  коллектора  при  1/ке=  20  В не  более: 

при  20  °С 10  мкА 

при  70  °С  и (/к6  = 12  В 90  мкА 

при  —55  °С  и і/кб  = 20  В 6 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = 2 В не  более  100  мкА 
Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 10  мА,  /б  = 1 мА  не  более  0,5  В 
Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 200  мА,  /б  = 20  мА 

не  более 1,7  В 

Емкость  коллектора  при  ?/кб  = 5 В,  / = 5-10®  Гц 

не  более 8 пФ 

Емкость  эмиттера  при  = 1 В,  / — 5-  10е  Гц 
не  более  . 25  пФ 


* Указано  увеличение  коэффициента  усиления  при  высокой  температуре 
относительно  его  значения,  измеренного  при  нормальной  температуре. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 150  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп  < 5 мкс 

и скважности  больше  2 300  мА 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  при  отклю- 
ченном коллекторе ЗВ 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
короткозамкнутых  выводах  эмиттера  и базы: 

постоянное  . 15  В 

импульсное  при  тимп  < 1 мкс  и скважности  ч. 

больше  10 ...  , . . 25  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  за- 
пертого транзистора 20  В 

То  же  при  сопротивлении  < 1 кОм: 

для  ГТ320А 12  В 

для  ГТ320Б 11  В 

для  ГТ320В 9 В 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере 20  В 

Мощность  на  коллекторе 200  мВт 

Импульсная  мощность  на  коллекторе  при  тимп 

< 5 мкс,  скважности  больше  5 и СІК9  < 1]а . . . . 1 Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 


до  +70  °С 


Примечания:  1.  В интервале  температуры  от  45  до  70  °С  предель- 
ные значения  параметров  при  изменении  температуры  на  каждые  5 °С  сни- 
жаются: Пкэ  макс  на  0,6  В,  С/кэ  имп  макс  „а  1,0  В,  Ук6.  шкс  на  1,6  В, 

^зб.макс  на  0,2  в*  ^к.макс  на  10  мА’  ^к.имп.макс  на  20  мА’  Рк.имп.макс  на 
0,06  Вт. 

2.  При  температуре  окружающей  среды  от  45  до  70  °С  рассеиваемая 
мощность  определяется  по  формуле 


3.  При 
30%. 


к.  макс 

пониженном  давлении 


90  — Т °0 
0,225 
2,7. ІО4 


мВт. 


Па  значение  Р„ 


снижается 


Входные  характеристики. 
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Выходные  характеристики. 


і 

Выходные  характеристики. 


Зависимость  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  температуры. 


Зависимость  статического 
коэффициента  усиления  тока 
базы  от  тока. 


О 5 10  15  20  25  нЛ 


Ц 1 I I I 1 \ *° 
0 1 2 3 Ч 5 6 В 


Зависимость  модуля  ко-  Зависимость  емкости 

эффициента  усиления  от  коллектора  от  напря- 

тока.  жения. 


Зависимость  обратного 
тока  коллектора  от 
температуры. 
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ГТ321  А,  ГТ321Б,  ГТ321В,  ГТ321Г,  ГТ321Д, 
ГТ321Е 


Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  конверсионные 
р-п-р.  Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  предельном  напря- 
жении і/кб  не  более 

Начальный  ток  коллектора  при  /?б  = 100  Ом* 
и предельном  напряжении  коллектор— эмиттер 

не  более  

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
Ѵкэ  — 3 В,  /к  = 500  мА: 

для  ГТ321А,  ГТ321Г 

для  ГТ321Б,  ГТ321Д 

для  ГТ321В,  ГТ321Е 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  при 
/3  = 15  мА,  (Ук=  10  В,  / = 20  МГц  не  менее  . . 
Напряжение  на  коллекторе,  при  котором  наступает 
переворот  фазы  базового  тока,  при  /э  имп=  700  мА 

не  менее  2 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 700  мА  1 не  более 
Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 

насыщения  при  /к  = 700  мА  1 не  более 

Емкость  коллектора  при  С/кб  = 10  В,  / = 5 МГц 

не  более  

Емкость  эмиттера  при  йэб  = 0,5  В,  '/’=  5 МГц 

не  более  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высо- 
кой частоте  при  (/к  = Ю В,  /9  = 15  мА,  } = 

= 5 МГц  не  более 

Время  рассасывания 3 при  /к  = 700  мА  не  более 


500  мкА 


800  мкА 

20—60 

40—120 

80—200 

3 

30  В 
2,5  В 
1,3  В 
80  пФ 
600  пФ 

600  пс 
1 мкс 


При  /б  = 140  мА  для  ГТ321А,  ГТ321Г;  /й  = 70  мА  для  ГТ321Б, 
ГТ321Д;  І&  = 35  мА  для  ГТ321В,  ГТ321Е. 

2 Для  групп  А,  Б,  В 40  В. 

8 при  /6  = 17,5  мА  для  ГТ321В,  ГТ321Е;  /й  = 35  мА  для  ГТ321Б, 
ГТ321Д;  І6  = 70  мА  для  ГТ321А,  ГТ321Г. 
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Входные  характеристики. 
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Выходные  характеристики. 


мЯ 

200 

150 

100 

50 


/б 

! 

— 

=3 

Ом 

я 

5 

Г 

т 

тз 

21 

2Ь 

б 

Я 

7 

гг 
, 2,0 

ѵ 

■1,5 

' 

2 

=0 

5л 

'Я 

: 

1 

7 

У 

нэ 

О Ч 8 12  16  В 

Выходные  характеристики. 


Зависимость  модуля  ко-  Зависимость  обратного  Зависимость  емкости 
эффидиента  усиления  от  тока  коллектора  от  тем-  коллектора  от  напряже- 
тока.  пературы.  ния. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  ..... 

Импульсный  ток  коллектора  при  тнмп  = ЗО  мкс 

и 45  С 

Ток  базы  

Импульсный  ток  базы  при  т1:мп  = 30  мкс'  . . ! .* 
Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  і 
при  отключенной  базе  при  /э  = 700  мА  ..... 
Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере 2 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  3 

Мощность  на  коллекторе  * при  температуре  до  45  °С 
Импульсная  мощность  на  коллекторе  при  темпера- 
туре до  45  °С ■ 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Температура  перехода  


0,2  А 

2.0  А 
30  мА 
500  мА 

50  В 

60  В 
4 В 

0,16  Вт 

20  Вт 
От  —55 
до  +60  СС 
85  °С 


‘ ^кэо^  40  В Для  ГТ321Г,  ГТ321Д,  ГТ321Е. 

: ^кб.макс  = 45  В Для  ГТ321Г,  ГТ321Д,  ГТ321Е. 

4 ^эб.макс  = 2-5  в Для  ГТ321Г,  ГТ321Д,  ГТ321Е. 

В диапазоне  температуры  от  45  до  60  °С  мощность  вычисляется  по  фор- 

^к.  макс  ~ 4 ^ ^ °С),  мВт. 


ГТ322А,  ГТ322Б,  ГТ322В 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р.  Пред- 
назначены для  работы  в УПЧ  радиовещательных  приемников  (в  том 
числе  и приемниках  с УКВ  диапазоном),  а также  для  УВЧ  длинно- 
волновых, средневолновых  и коротковолновых  приемников. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Корпус  транзистора  электри- 
чески соединен  с дополнительным  четвертым  выводом  и может  быть  ис- 
пользован в качестве  экрана.  Выводы  эмиттера,  базы  и коллектора 
электрически  изолированы  от  корпуса  транзистора.  Масса  транзистора 
нѳ  оолее  і),Ь  г. 


ГТ 322 


Фг,5 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  і/к6  = Ю В не  более- 
при  20  С ...  . 

при  55°  С . . . . , 
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4 мкА 
100  мкА 


Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  [/к  = 5 В,  1Ъ  = 1 мА- 

для  ГТ322А  30—100 

для  ГТ322Б  50—120 

для  ГТ322В  20—120 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  (/к  = 5 В , І3=  1 мА,  / = 20  МГц 
не  менее: 

для  ГТ322А,  ГТ322Б 4 

для  ГТ322В  2,5 

Емкость  коллектора  при  (Ук6  = 5 В,  / = 10  МГц 
не  более: 

для  ГТ322А,  ГТ322Б  1,8  пф 

для  ГТ322В  '•  2,5  пф 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высо- 
кой частоте  при  і/к  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 5 МГц 
не  более: 

для  ГТ322А  50  пс 

для  ГТ322Б  100  пс 

для  ГТ322В 200  пс 

Входное  сопротивление  в схеме  ОБ  при  (Ук  = 5 В, 

/э  = 1 мА  в диапазоне  частот  50-ь  103  Гц  не  более  34  Ом 
Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  Нк  = 5 В, 

/*  = 1 мА  в диапазоне  частот  50  -ь  103  Гц  не  более  1 мкСм 
Коэффициент  шума  при  (/к=  5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 1,6  МГц  не  более 4 дБ 

Предельные  эксплуатационные  данные  при  Т до  55°  С 

Ток  коллектора 10  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере 25  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 

при  более  10  кОм 1 10  В 

при  /?б  = 10  кОм  и 20°  С 15  В 

Мощность  на  коллекторе: 

при  температуре  от  — 40  до  +25°  С 50  мВт 

при  55°  С 2 10  мВт 

Температура  перехода: 

для  ГТ322А,  ГТ322В 62°  С 

для  ГТ322Б  59°  С 

Тепловое  сопротивление 0,7°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 
до  +55°  С 

1 6 В для  ГТ322Б. 

* 5 мВт  при  55°  С для  ГТ322Б. 
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Входные  характерце-  Выходные  характерно- 
тики.  тики. 


Выходные  характерис- 
тики. 


Транзисторы  групп  Г,  Д,  Е,  в настоящее  время  не  выпускаются. 


Зависимость  статического  коэффициен- 
та усиления  тока  базы  от  тока. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 
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ГТ323А,  ГТ323Б,  ГТ323В 

Германиевые  меза-планарные  транзисторы  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Обратный  ток  коллектора  при  1/кб  — 20  В не  более  ...  30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Цэб  = 2 В не  более  ....  100  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /к  = 

= 0,5  А,  У,=  5В: 


для  ГТ323Б 40—120 

для  ГТ323В 80—200 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  Іь  = 100  мА  не  менее  10  В 

Граничная  частота  при  ІІК  = 5 В,  Іэ  = 200  мА  не  менее: 

для  ГТ323А,  ГТ323Б 200  МГц 

для  ГТ323В 300  МГц 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 1 А,  / б = 100  мА  не  более 2,5  В 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения  при 

/к  — 1 А,  /б  = 100  мА  не  более ' ЗВ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1!к  = 10  В, 

І3=  10  мА,  /=  10  МГц  не  более 300  пс 

Емкость  коллектора  при  і/кб  = 15  В,  / = 5 МГц  не  более  30  пФ 
Емкость  эмиттера  при  і!3 6 = 0,25  В,  /=5-106  Гц  не 

более 100  пФ 

Время  рассасывания  1 при  /к  = 1 А: 

для  ГТ323А,  ГТ323Б 100  нс 

для  ГТ323В 150  нс 


1 При  /,  = 100  мА  для  ГТ323А;  = 50  мА  для  ГТ323Б;  /Й1  =25  мА 

для  ГТ323В. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсный  ток  коллектора ІА 

Напряжение  коллектор  — база 20  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  сопротивлении 
в цепи  базы  1 кОм 10  В 
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Напряжение  эмиттер  — база 2 В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  запертого  транзистора 

при  1/бз  = 0,25  т2  В 20  В 

Мощность  на  коллекторе  с теплоотводом  в диапазоне  тем- 
ператур корпуса  от  —55  до  50°  С 1 500  мВт 

Мощность  на  коллекторе  без  теплоотвода  в диапазоне 

температур  от  —55  до  25°  С 2 250  мВт 

Импульсная  мощность  при  тимп  - 0,5  мкс 5 Вт 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 55 

до  +60°  С 

Температура  перехода  100°  С 

Температура  корпуса 60°  С 


1 При  7'к  = 50-^60°  С предельное  значение  мощности  рассчитывается 
по  формуле 

Як.макс=10<100- ѴС>-  мВт- 

2 При  Т > 25°  С предельное  значение  мощности  рассчитывается  по 
формуле 

Рк . макс  = 250  _3-78<г  “С -25),  мВт. 


Зависимость  статического  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  температуры. 


160 
1ЧО 
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40 
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О 0,2  0,4  0,6  0,8/1 

Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока, 
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ктзоі,  КТЗОІ  А,  КТ301Б,  ктзоів,  ктзоіг, 
КТ301Д,  ктзоі  Е,  ктзоі  ж 

Транзисторы  кремниевые  диффузионные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклянными 
изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  не  более  1 г. 


ИТ  301 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  = 20  В не  более  10  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  ІІ9б  — 3 В не  более  ....  50  мкА 

Коэффициент  усиления  тока  базы  при  11, , = 10  В,  /а  = 

= 3 'мА,  / = 1 кГц: 

для  КТЗОІ,  КТЗОІВ,  КТЗОІ Д ; . 20—60 

для  КТЗОІ  А,  КТЗОІ  Е 40—120 

для  КТЗОІВ,  КТЗОІГ Ю—32 

для  КТ301Ж 80—300 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  1Ь  = 3 мА,  / = 20  МГц  не  менее: 

для  КТЗОІ,  КТЗОІ  А,  КТЗОІВ,  КТЗОІВ  10 

для  КТЗОІГ,  КТ301Д,  КТЗОІ Е 1,5 

Предельная  частота  усиления  тока  при  II к—  10  В не 
менее: 

для  КТЗОІ,  КТЗОІ  А,  КТЗОІВ,  КТЗОІВ 30  МГц 

для  КТЗОІГ,  КТ301Д,  КТЗОІ  Е,  КТЗОІ  Ж • 69  МГц 

Емкость  коллектора  при  Нк6  = 10  В,  / = 5 МГц  не  более  10  пФ 
Емкость  эмиттера  при  І1э6  = 0,5  В,  / = 5 МГц  не  более  80  пФ 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте2  при  Нк  = 10  В,  Іа  = 2 мА,  /=5  МГц  не 

более  . 2,0  но 

Напряжение  насыщения  между  базой  и эмиттером  при 

/б.  имп  = 1 мА,  /к.  имп=  Ю мА,  тимп  = 2 мкс  не  более  2,5  В 
Напряжение  насыщения  коллектор  — эмиттер,  не  более  ...  ЗВ 
Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  І1К=  10  В, 

■ /»  = 3 мА,  /=  1 кГц  не  более 3,0  мкСм 


1 Ук6  = 30  В для  КТЗОІ  Б,  КТЗОІВ. 
8 Для  КТ301Б,  КТЗОІВ  <4,5  нс. 
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Входные  характеристики.  *> 
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Выходные  характе-  Зависимость  обратного  Зависимость  коэффици- 
ристики.  тока  коллектора  от  тем-  ента  усиления  тока  базы 

пературы.  от  тока. 


282 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  эмиттера  и коллектора 10  мА 

Ток  базы 10  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при  корот- 
козамкнутых электродах  эмиттера  и базы  1 20  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  при  отключенном 

коллекторе ЗВ 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  отключенном 

эмиттере  2 20  В 

Мощность  на  коллекторе3  при  температуре  корпуса  60°  С 150  мВт 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 55 


до  85°  С 


1 Для  КТ301Б,  КТ301В  30  В. 

2 Для  КТ301Б,  КТ301В  30  В. 

8 При  60°  С < Т ^ 85°  С предельная  мощность  рассчитывается  по 
формуле 

120— Г -С 

Р — 


КТ307А,  КТ307Б,  КТ307В,  КТ307Г 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п.  Предназначены  для 
применения  в составе  герметизированных  модулей.  Транзисторы  бес- 
корпусные. Масса  не  более  0,004  г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  = 10  В не  более  . . . 
Обратный  ток  эмиттера  при  (Де  = 4 В не  более  . . . . 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /к  = 
= 10  мА,  Дк  = 1 В: 

для  КТ307А  не  менее 

для  КТ307Б,  КТ307В  не  менее 

для  КТ307Г  не  менее 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  при  /»  = 5 мА, 

і!к  — 2 В,  / = 10е  Гц  не  менее 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 20  мА,  /в  = 2 мА  не  более 

Напряжение  эмиттер — база  в режиме  насыщения  при 
/к  = 20  мА,  / й = 2 мА  не  более 


0,5  мкА 
1,0  мкА 


20 

40 

80 

2,5 

0,4  В 

1,1  В 
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Емкость  коллектора  при  і/кб  = 1 В,  / = ІО7  І'ц  не  более  6 пФ 
Емкость  эмиттера  при  ІІв6  ==  1 В,  /=  = ІО7  Гц  не  более  3 пФ 
Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  переворот 

фазы  базового  тока,  при  /э  = 1 мА  не  менее 5 В 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  / б1  = 1 мА: 

для  КТ307А,  КТ307Б  не  .более 30  нс 

для  КТ307В  не  более 50  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 20  мА 

Напряжение  коллектор — база  . . Ю В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  1 Ю В 

Мощность  на  коллекторе  2: 

при  55°  С 15  мВт 

при  85°  С 5 мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  —60 


до  85°  С 


* При  сопротивлении  в цепи  база— эмиттер  не  более  3 кОм. 

2 При  повышении  температуры  от  55  до  85°  С значение  мощности  сни- 
жается по  линейному  закону,  при  этом  Ктпс  < 3°  С/мВт. 

При  эксплуатации  транзистора  в аппаратуре  должен  быть  обеспечен 
теплоотвод  от  кристалла  не  хуже,  чем  теплоотвод  в свободном  воздухе  К < 
< 4°  С/мВт.  тпс 


Интегральное  распределение  Зависимость  напряжения  насыще- 

транзисторов  по  величине  напря-  ния  коллектора  оттока, 

жения  насыщения  базы. 


Зависимость  статического  коэффициента  усиления  тока  от  тока  коллектора 
и от  температуры. 
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КТЗІ2А,  КТ312Б,  КТ312В 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  не  более  1 г. 

ИТ  31 2 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  1/к б =15  В для  групп 

КТ312А,  КТ312В  и 30  В для  КТ312Б  не  более  ...  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  = 4 В не  более  ....  10  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /к  = 

= 20  мА,  Цк  = 2 В: 

для  КТ312А 10—100 

для  КТ312Б  ' 25—100 

для  КТ312В  50—280 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  І9  = 5 мА, 

1/к=  10  В,  1=  2- ІО7  Гц: 

для  КТ312А  не  менее 4 

для  КТ312Б,  КТ312В  не  менее 6 

Напряжение  эмиттер  — коллектор  в режиме  насыщения 

при  /к  = 2 мА,  /б  = 20  мА  не  более 0,8  В 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения  при 

/ б=2  мА,  /к  = 20  мА  не  более 1,1В 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  Іь  = 7,5  мА: 

для  КТ312А,  КТ312В  не  менее 20  В 

для  КТ312Б  не  менее 35  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /9  = 5 мА, 

1/к  = 10  В,  /=  5- 10е  Гц  не  более 500  пс 

Емкость  коллектора  при  = 10  В,  / = ІО7  Гц  не  более  5 пФ 
Емкость  эмиттера  при  ІІЭ§—  1 В,  / = ІО7  Гц  не  более  20  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 30  мА 

Ток  коллектора  в импульсе  60  мА 

Напряжение  коллектор  — база: 

для  КТ312А,  КТ312В 20  В 

для  КТ312Б  : 35  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  сопротивлении 
между  эмиттером  и базой  100  кОм: 

для  КТ312А,  КТ312В 20  В 

для  КТ312Б 35  В 
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Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Мощность  на  коллекторе  при  Т < 60°  С 1 ! ! 225  мВт 

Импульсная  мощность  при  тимп  < 1 мкс 450  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры От  40 

_ до  +85°  С 

Іемпература  перехода 115°  С 


1 При  температуре  от  60  до  85°  С предельное  значение  мощности  опре- 
деляется по  формуле 

п ...  ,г  , 85  — Г°С 

Р,.  макс  ^ о,4  ’ м®т' 
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20  40  60  00  100  °С  -60  -20  20  60  100  °С 


Зависимость  коэффициента  усиле-  Зависимость  обратных  токов  кол- 

ния  тока  базы  от  температуры.  лектора  и эмиттера  от  температуры. 


Зависимость  статическо- 
го коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  тока. 


Зависимость  модуля 
коэффициента  усиле- 
ния от  тока. 


Зависимость  емкости 
коллектора  от  напря- 
жения. 
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КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д, 

КТ315Е 


Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  п-р-п. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  не  более  0,18  г. 


ИТ  315 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  ІІК^  = 10  В не  более  ...  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II = 5 В не  более  ....  30  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 

= 10  В,  Іъ  =.  1 мА: 

для  групп  А,  В,  Д 20—90 

для  групп  Б,  Г,  Е 50 — 350 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 10  В, 

/в  = 5 мА,  і — 100  МГц  не  менее 2,5 

Напряжение  насыщения  коллектор  — эмиттер  при  /1(  = 

= 20  мА,  / б=2  мА  не  более: 

для  групп  А,  Б,  В,  Г 0,4  В 

' для  групп  Д,  Е 0,1  В 

Напряжение  насыщения  база  — эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/б  = 2 мА: 

для  групп  А,  Б,  В,  Г не  более 1,1  В 

для  групп  Д,  Е не  более 1,5  В 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает 
переворот  фазы  базового  тока,  при  /э  = 5 мА: 

для  групп  А,  Б не  менее 15  В 

для  групп  В,  Д не  менее 30  В 

для  групп  Г,  Е не  менее 25  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
ІІК  = 10  В,  /э  = 5 мА: 

для  групп  А,  Б,  В,  Г не  более 500  пс 

для  групп  Д,  Е не  более 1000  пс 

Емкость  коллектора  при  і/к  = 10  В не  более 7 пФ 
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Входные  характеристики. 


Зависимость  напряжения  насыще* 
ния  коллектора  от  тока. 


Зависимость  напряжения  насыще- 
ния базы  от  тока. 


0,2 і — 1. 

-70  -35  О 35  70  °С 


О 25  50  75  100  мД 


Зависимость  напряжений  насыще- 
ния коллектора  и базы  от  темпера- 
туры. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока. 


10  Зак,  428 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  /?бэ  = 

- 10  кОм: 

для  группы  А 

для  группы  Б ; 

для  группы  В 

для  группы  Г 

Общее  тепловое  сопротивление 

Мощность  на  коллекторе 

Температура  перехода  

Диапазон  рабочей  температуры 


100  мА 


20  В 
15  В 
30  В 
25  В 

0,67°  С/мВт 
150  мВт 
120°  С 
От  —55  до 
100°  С 


о ю го  зо  чо  мд 


Зависимость  статического  коэффи-  Зависимость  Граничной  частоты  от 

циента  усиления  тока  базы  от  тем-  тока  эмиттера, 

пературы. 


КТ319А,  КТ319Б,  КТ319В 

Кремниевые  планарные  транзисторы  п-р-п. 

Транзисторы  — бескорпусные.  Предназначены  для  работы  в гиб- 
ридных интегральных  микросхемах.  Масса  не  более  0,006  г. 


Обратный  ток  коллектора  при  І1нб  = 5 В не  более  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = 3,5  В не  более  10  мкА 

Начальный  ток  коллектора: 

при  /?б  = 3 кОм  и 0нв  — 5 В не  более  ...  33  мкА 


\ 
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130-460  мкА 


Ток  базы 

при  Кг,  = 600  Ом  и (Удэ  = 0,8  В 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
Ѵк=  \ В,  /э  = 1000  мкА  не  менее: 

для  КТ319А 15 

для  К.Т319Б 25 

для  К.Т319В 40 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при 

І/к  = 1 В,  /э  = 3 мА,  /=2-107  Гц  не  менее  5 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  при  ІІК  — 

— 2,5  В,  І3  = 50  мкА  не  менее 0,5  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  на- 
сыщения при  /к  =10  мА  1 не  более 0,3  В 

Емкость  коллектора  при  і/кд  = 1 В,  /=5-10в-г- 

107  Гц  не  более 11  пФ 

Емкость  эмиттера  при  ІІЭб  = 1 В,  } = 5- 10®-4-107  Гц 

не  более 22  пФ 

Время  рассасывания  при  /к'=  3 мА  не  более  . . . 130  нс 


1 Значение  параметра  дается  при  /»,  = 1,7  мА  для  КТ319А;  1 мА  для 
КТ319Б;  0,7  мА  для  КТ319В.  01 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  15  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

Кб  = 3 кОм 5 В 

Напряжение  между  коллектором  и базой 5 В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 3,5  В 

Температура  перехода 1 віУС 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 


до  +80°  С 

1 При  эксплуатации  транзистора  в аппаратуре  должен  быть  обеспечен 
теплоотвод  от  кристалла  не  хуже,  чем  теплоотвод  в свободном  воздухе: 

*тпс«4*С'мВт- 


КТ331А,  КТ331Б,  КТ331В,  КТ331Г 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п.  Предназначены  для 
работы  в гибридных  интегральных  микросхемах.  Масса  3 мг. 

КТ 331 


10* 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  7Ук6  = 15  В не  более 
Обратный  ток  эмиттера  при  Ця6  = 3 В не  более 
Граничная  частота  усиления  тока  базы  (400  МГц 

для  КТ331Г)  не  менее ѵ 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
(/«=  5 В,  /9  = 1 мА: 

для  КТ331А 

для  КТ331Б,  КТ331Г 

для  КТ331В 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 5 В,  / = 100  МГц,  13  = 3 мА: 

для  КТ331А,  КТ331Б,  КТ331В 

для  КТ331Г  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

/ = 5 МГц,  (/„  = 5 В и 7,  = 1 мА 

Коэффициент  шума  на  частоте  100  МГц  при  і/к  = 

= 5 В,  І3  — 1 мА  не  более  

Емкость  коллектора  на  частоте  10  Мгц  при  і/кб  = 


Емкость  эмиттера  на  частоте  10  МГц  при  1!3 6 


Прямое  напряжение  между  эмиттером  и базой  при 
(Ук  = 3 В и І3  = 1 мА 


0,2  мкА 
0,5  мкА 

250  МГц 

20—60 

40—120 

80—220 

2,5 

4 

120  пс 
4,5  дБ 
5 пф 
8 пФ 

0,5—0,75  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор  — база 15  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  7?б  не  более 

10  кОм 15  В 

Напряжение  эмиттер  — база ЗВ 

Ток  базы  5 мА 

Ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„мп  < 10  мкс  50  мА 
Мощность,  рассеиваемая  коллектором 1,  при  тем- 
пературе не  более  75°  С 15  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — окружающая 

среда 4°  С/мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  —60 


до  125°  С 


1 При  температуре  свыше  75°  С мощность  должна  быть  снижена  в соот- 
ветствии с формулой 
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КТ332А,  КТ332Б,  КТ332В,  КТ332Г,  КТ332Д 

Транзисторы  кремниевые  планарные  бескорпусные  п-р-п.  Предна- 
значены для  работы  в гибридных  интегральных  микросхемах.  Масса  3 мг. 

КТ  332 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/к^  = 15  В ...  . 0,2  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  = 3 В ' 0,5  мкА 

Граничная  частота  усиления  тока  базы  (для  КТ332Г 

и КТ332Д  — 500  МГц) 250  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 5 В,  /,  = 1 мА: 

для  КТ332А 20—60 

для  КТ332Б,  КТ332Г 40—120 

для  КТ332В,  КТ332Д 80—220 

Прямое  напряжение  эмиттер  — база  при  і/к  = 3 В, 

/,=  1 мА 0,55— 0,75  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  ча- 
стоте 5 МГц  при  1УК  = 5 В,  /э  = 1 мА 300  пс 

Коэффициент  шума  на  частоте  100  МГц  при  і/к  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА 8 дБ 

Емкость  коллектора  при  / = 10  МГц,  С/Кб  = 5 В 5 пФ 

Емкость  эмиттера  при  0Э^  =1  В,  / = 10  МГц  8 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор — база  . . . 15  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  Дд  не  более  10  кОм  15  В 

Напряжение  база  — эмиттер ЗВ 

Ток  базы . 5 мА 

Ток  коллектора , . . . . 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп  < 10  мкс 50  мА 

Мощность  при  температуре  не  более  75°  С 15  мВт 


Примечание.  При  температуре  окружающей  среды  более  75°  О 
мощность  рассеивания  необходимо  уменьшать  в соответствии  с формулой 


Р 


к.  макс 


135—  Т 
4 


мВт- 
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КТ347А,  КТ347Б,  КТ347В 

Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  не  бо- 
лее 0,5  г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 

= 0,3  В,  /э  = 10  мА: 

для  КТ347А,  КТ347Б 30  — 400 

для  КТ347В 50  — 400 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  частоте 
100  МГц: 

при  1/к  = 5 В,  1 з—  10  мА  не  менее 5 

Обратный  ток  коллектора: 

при  II к6  = 15  В для  КТ347А  не  более  1 мкА 

при  І/Кб  = 9 В для  КТ347Б  не  более 1 мкА 

при  ІІК д = 6 В для  КТ347В  не  более 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7эб  = 4 В 10  мкА 

Начальный  ток  коллектора  (при  і?6  < 10  кОм): 

при  (7КЭ  = 15  В для  КТ347А  не  более 5 мкА 

при  (7КЭ  = 9 В для  КТ347Б  не  более . . 5 мкА 

при  ІІКЭ  = 6 В для  КТ347В  не  более 5 мкА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к=  10  мА,  / 6=1  мА  не  более 0,3  В 

Время  рассасывания  при  /б1  = /б2  = 1 мА,  /к  = 10  мА: 

для  КТ347А,  К.Т347Б  не  более  . . 25  нс 

для  КТ347В,  не  более 40  нс 

Емкость  эмиттера  на  частоте  10  МГц  при  0Э б = 0 В не 
более 8 пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 
Напряжение  коллектор  — эмиттер  (при  < 


< 10  кОм): 

для  КТ347А 15  В - 

для  КТ347Б 9 В 

для  КТ347В 6 В 

Напряжение  коллектор  — база: 

для  КТ347А Т 15В 

для  КТ347Б  9 В 

для  КТ347В 6 В 

Напряжение  эмиттер  — база 

для  КТ347А,  КТ347Б,  КТ347В 4 В 

Тепловое  сопротивление  (общее) 0,5°  С/мВт 
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Ток  коллектора: 

постоянный 50  мА 

импульсный ПО  мА 

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе 1 

постоянная 150  мВт 

импульсная 150  мВт 

Температура  перехода  150°  С 

Рабочая  температура  окружающей  среды От  — 40 


до  +85°  С 


1 При  температуре  от  — 40  до  +55°  С.  При  повышении  температуры 
свыше  55°  С значение  мощности  снижается  линейно  до  130  мВт  при  85°  С. 


КТ349А,  КТ349Б,  КТ349В 


Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  усиления  тока  базы 300  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 1 В,  и = Ю мА: 

для  КТ349А 20  — 80 

для  КТ349Б 40  — 160 

для  КТ349В 120  — 300 

■ Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  } = 100  МГц,  /э  = 10  мА  . . . 3 

Обратный  ток  коллектора  при  С/Кд  = 10  В не  более  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  [/эб  = 4 В не  более  1 мкА 

Начальный  ток  коллектора  при  = 15  В,  = 

= 20  кОм 1,5  мкА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  на- 
сыщения при  /к  = 10  мА,  /а  = 1 мА 0,3  В 

Напряжение  база  — эмиттер  ~в  режиме  насыщения 

при  /к  = 10  мА,  / б = 1 мА 1,2  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  і/к д =5  В, 

І = 10  МГц 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ІІ3 б = 0 В, 

( - 10  МГц 8 нФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Мощность  на  коллекторе  при  температуре  окружаю- 
щей среды  —40  -ч-  +30°  С 200  мВт 

Импульсный  ток  коллектора  при  длительности 

импульса  менее  1 мкс 40  мА 

Напряжение  коллектор — база 20  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  /?б  < 10  кОм  15  В 

Рабочая  температура  окружающей  среды —40  +85°  С 


Примечание.  Максимально  допустимая  мощность,  рассеиваемая 
транзистором  при  температуре  вышеЗО°С,  рассчитывается  по  формуле  Р — 

150- Г „ к'мякс 

= — 0-ц — . мВт,  где  Т — температура  окружающей  среды. 


КТ350А 

Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  — 10  В не  более  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ц9б  = 4 В не  более  10  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

і/к  = 1 В,  /э  = 500  мА 20—200 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 20  МГц  при  Цк  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее  5 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = 500  мА,  /б  = 50  мА  не  более  0,5  В 
Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 500  мА,  / б = 50  мА  не  более 1,25  В 

Емкость  коллектора  на  частоте  5 — 10  МГц  при 

1/Кб  = 5 В не  более 70  пФ 

Емкость  эмиттера  на  частоте  5—10  МГц  при  (Уэб  = 

= 1 В не  более 100  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  не  более 

10  кОм  15  В 

Напряжение  коллектор  — база . . . . 20  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 
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Импульсный  ток  коллектора  при  длительности 

импѵльса  не  более  1 мс  . . •.  600  мА 

Мощность  на  коллекторе 1 при  температуре  окру- 
жающей среды  от  — 40  до  30°  С 200  мВт 

Температура  перехода  150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 


1 При  температуре  окружающей  среды  более  30°  С значение  мощности 
рассчитывается  по  формуле 

_ 150—  Т п 

Рк  = — • мВт- 


КТ351А,  КТ351Б 

Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  не  более  0,5  г. 

КТ351 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  II = 10  В не  более  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/9б  = 4 В не  более  10  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
ІІК  = 1 В и /э  = 300  мА: 

для  КТ351А 20—80 

для  КТ351Б 50—200 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 100  МГц  при  5 В,  /9=  10  мА  не 

менее 2 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = 400  мА,  /б  = 50  мА  не  более  0,6  В 
Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 400  мА,  / б = 10  мА  не  более 1,1  В 

Емкость  коллектора  на  частоте  5 — 10  МГц  при 

1!к б = 5 В не  более 15  пф 

Емкость  эмиттера  на  частоте  5 — 10  МГц  при  УЭб  = 

= 1 В не  более 30  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  не  более 

10  кОм  15  В 

Напряжение  коллектор  — база 20  В 
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Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  длительности  им- 
пульса не  более  4 мкс 400  мА 

Мощность  на  коллекторе 1 при  температуре  окру- 
жающей среды  от  —40  до  30°  С 200  мВт 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 


до  +85°  С 


1 При  температуре  окружающей  среды  более  30°  С значение  мощности 
рассчитывается  по  формуле  ' 

„ 150- Г 

ук.  макс  о,6  ’ мВт- 


КТ373А,  КТ373Б,  КТ373В,  КТ373Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,2  г. 


КТ373 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  Цкб  = 25  В не  более 
Обратный  ток  эмиттера  при  (Уэб  = 5 В не  более 
Граничная  частота  усиления  тока  базы  не  менее 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 5 В,  /,  = 1 мА:  Ѵ 

для  КТ373А 

для  КТ373Б 

для  КТ373В 

для  КТ373Г  

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при 

/э  = 5 мА,  / = 100  МГц  не  менее 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  на- 
сыщения при  /к=  10  мА,  /д  = 1 мА  не  более 
для  КТ373Г  не  более 


0,05  мкА 
30  мкА 
300  МГц 


100—250 

200—600 

500—1000 

50—125 

3 

0,1  В 
0,2  В 
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Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 

не  более 0,9  В 

для  КТ373Г  не  более 1,1В 

Емкость  коллектора  при  1/кб  = 5 В не  более  ...  8 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор  — база: 

для  КТ373А 30  В 

для  КТ373Б 25  В 

для  КТ373В 10  В 

для  К.Т373Г 60  В 

Напряжение  переворота  фазы  тока  базы  при 
/э  = 5 мА: 

для  КТ373А  . . ' 25  В 

для  КТ373Б 20  В 

для  КТ373В 10  В 

для  КТ373Г  25  В 

Напряжение  эмиттер  — база  5 В 

Ток  коллектора  постоянный 50  мА 

Ток  коллектора  импульсный  . . 200  мА 

Мощность  1 на  коллекторе . . 150  мВт 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 


1 В диапазоне  температуры  выше  55°  С допустимая  мощность  снижается 
согласно  формуле  ♦ 

Л 150— Г 

Рк.  макс  о,6  * М Т* 


П401,  П402,  П403,  П403А 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклянными 
изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Параметры 

П401 

П402 

П403 

П403А 

Коэффициент  усиления  тока 
базы  при  і/к  = 5 В,  /э=  5 мА, 

/ = 50-2-1000  Гц  не  менее: 
при  20”  С . . . . 

16—300 

16—250 

30—100 

16—200 

при  60°  С . . 

16 

16 

30—300 

16 

при  — 50°  С . . 

12 

12 

20 

12 

Граничная  частота  усиления  то- 
ка базы  при  /э  = 5 мА,  1/к  = 5 В не 

менее,  МГц 

Емкость  коллектора  при 

Г/Кб  = 5 В,  / = 5 МГц  не  более,  пФ 

30 

50 

100 

180 

15 

10 

10 

10 

Постоянная  времени  цепи  об- 
ратной связи  при  і/к  = 5 В,  /э  = 
= 5 мА,  / = 5 МГц  не  более,  пс 

3500 

1000 

500 

500 

Обратный  ток  коллектора  при  і/к6  = 5 В не  более: 

при  20°  С 

при  60°  С ...  ' 

Обратный  ток  эмиттера  1 не  более ’ 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  /.  = 5 мА 
і/к  = 5 В,  / = 50  -г-  1000  Гц  не  более [ 


5 мкА" 
120  мкА 
100  мкА 

5 мкСм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  при  мощности  рассеяния  не  более 

100  мВт 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

Яб  < 1 кОм ’ . . . . 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
отключенной  базе  и температуре  не  более  40°  С 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 

Мощность  на  коллекторе  2: 
при  температуре  от  —50  до  20°  С ...... 

при  60°  С 

Максимальная  температура  перехода 

Общее  тепловое  сопротивление 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


20  мА 

10  В 

10  В 
1 В 

100  мВт 
40  мВт 

85°  С 

0,64°  С/мВт 
От  —50 
до  +60°  С 


1 При  напряжении  Нэб=  0,75  В для  П401  и 1 В для  П402. 

по  формуле  температуре  свь,ше  20°  С допустимая  мощность  рассчитывается 
Як.макс  = І0°-1-5(Г<’С-20),  мВт. 
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П416,  П416А,  П416Б 


Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 2; 2 г. 


Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  І/Кб  = 5 В и 20°  С 

при  (Укб  = 10  В и 60°  С 

при  і/к  5 — 10  В и — 55°  С 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІІВ $ = 2 В не  более 
Коэффициент  усиления  тока  базы  при  (Ук  = 5 В, 
Іэ  = 5 мА,  / = 50  -г-  1000  Гц  при  температуре: 

20°  С 

для  П416 20 — 80 

для  П416А 60—125 

для  П416Б 90—250 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  вы- 
сокой частоте  при  і/л  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 

= 20  МГц  не  менее: 

щя  П416 

для  П416А 

для  П416Б 

Нестабильность  коэффициента  усиления  тока  базы 
при  і/к  = 5 В,  /э  = 5 мА,  ( = 50  -г-  1000  Гц 

не  более  

Нестабильность  обратного  тока  коллектора  при 

І/Кб  = 5 В не  более  . . . 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 50  мА,  /р  = 3 мА 

не  более  

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 10  мА,  /б  = 1 мА  не  более 
Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает 
переворот  фазы  базового-  тока,  при  Іэ  = 10  мА 

не  менее  

Емкость  коллектора  при  і/к $ = 5 В,  / = 5-  10е  Гц 

не  более  

Емкость  эмиттера  при  1/э$  = 1 В,  ^ = 5-10®  Гц 
не  более  


3 мкА 
100  мкА 
3 мкА 
150  мкА 


60°  С —55°  С 

20—200  12 

60—300  35 

90—650  50 


2 

3 

4 


5% 
0,3  мкА 


2 В 
0,7  В 


12,5  В 
8 пФ 
40  пФ 
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Время  рассасывания  при  /к  = 5 мА  не  более  ...  1 мкс 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высо- 
кой частоте  при  1/к  =5  В,  /9  = 5 мА,  { — 

= 5-  10е  Гц  не  более 500  по 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  /9  = 5 мА, 

ІІК  = 5 В,  / = 50  ч-  1000  Гц  не  более 5 мкСм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсный  ток  коллектора  при  длительности 
импульса  не  более  5 мкс,  среднем  токе  коллек- 
тора не  более  25  мА  и рассеиваемой  мощности 


не  более  100  мВт. 120  мА 

Средний  ток  коллектора  при  рассеиваемой  мощности 

не  более  100  мВт 25  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
короткозамкнутых  электродах  эмиттера  и базы  15  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  за- 
пертого транзистора 20  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
сопротивлении  в цепи  базы  Яб  < 100  Ом  . . . . 12  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  при  /э  = 

= 2 мА  не  менее  ЗВ 

Мощность  на  коллекторе 100  мВт 

Импульсная  мощность 360  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 


до  +60°  С 


Примечания:!.  В интервале  температуры  от  45  до  60“  С предельно 
допустимые  значения  параметров  при  изменении  температуры  на  каждые 
5“  С снижаются:  напряжение  Ук9.макс-на  1 В,  1/к9.макс  <«6  = 1 кОм)  -на 

°'4  В>  ^аб.макс  - на  °'2  В-  'к.имп.макс  ~ на  4 мА’  Рк.  имп.  макс  ~ 10  мВт- 
2.  При  температур  окружающей  среды  выше  45®  С рассеиваемая  мощ- 
ность определяется  по  формуле 


10% 


3.  При  пониженном  давлении  воздуха  значение  Рѵ  снижается  на 

к*  макс 


П422,  П423 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо- 
лее 2,2  г. 
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Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора,  не  более: 

при  20°  С 5 мкА 

при  55°  С 70  мкА 

Коэффициент  усиления  тока  базы  при  Іэ=  1 мА,  / = 

= 50  -г-  1000  Гц: 

при  20°  С 24-100 

при  50°  С не  более  . 250 

при  — 25°  С не  менее  . 15 

Нестабильность  обратного  тока  коллектора  при  55°  С 

в интервале  времени  10 — 15  с не  более 5 мкА 

Максимальная  частота  генерации  при  /э  = 5 мА  не  менее: 

для  П422  60  МГц 

для  П423  120  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  /э  = 5 мА,  / = 5 МГц: 

для  П422  1000  по 

для  П423  . 500  по 

Емкость  коллектора  при  і=  5 МГц  не  более 10  пФ 

Коэффициент  шума  при  /э  = 5 мА,  [ = 1,6-  10е  Гц  не 
более ‘ 10  дБ 

Выходная  проводимость  в схеме  ОБ  при  /э  = 5 мА,  { = 

= 50  -г-  1000  Гц  не  более 5 мкСм 


Примечание.  Все  значения  параметров  приведены  при  = 5 В, 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 20  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при  сопро- 
тивлении в цепи  базы  Ко  = 1 кОм  10В 

Мощность  на  коллекторе1  при  температуре  до  20°  С . . . 100  мВт 

Температура  коллекторного  перехода  70°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 40 


до  55°  О 


1 В интервале  температур  от  20  до  55*  С допустимое  значение  мощности 
снижается  на  15  мВт  на  каждые  10°  С. 
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Раздел  шестнадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И 

Транзисторы  планарные  германиевые  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  со  стеклянными  изоляторами 
и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  не  более  1,2  г. 


Коллектор 


ГТ 311 


Эмиттер 


Корпус 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  предельном  напряжении 

не  более 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  предельном  напряжении  не 

более — 15  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /э  = 


для  ГТ311Ж 50—200 

для  ГТ311И 100—300 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  при  /э  = 5 мА, 
і/к  = 5 В,  I — 100  Мгц  не  менее: 

для  ГТ31 1Е 2 5 

для  ГТ311Ж 3,0 


Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  І3  = 10  мА  не  менее  8 В 
Напряжение  эмиттер  — < база  в режиме  насыщения  при 

/к  = 15  мА,  /б  = 5 мА  не  более 0,6  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 15  мА,  / б = 1,5  мА  не  более 0,3  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 20  мА,  /6  = 2 мА  не  более  50  нс 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  і/к  = 5 В,  /э  = 5 мА: 

для  ГТ311Е 75  пс 

для  ГТ311Ж,  ГТ311И 100  пс 

Емкость  коллектора  при  1/к6  = 5 В,  / = 10  МГц  не  более  2,5  пФ 

Емкость  эмиттера  при  І/Зб  = 0,25  В,  / = 10  МГц  не  более  5 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  1 50  мА 

Напряжение  коллектор  — база  2: 

для  ГТ311Е,  ГТ311Ж 12  В 

для  ГТ311И Ю В 

Напряжение  эмиттер'  — база  2: 

для  ГТ311Е,  ГТ311Ж 2 В 

для  ГТ311И 1,5  3 

Напряжение  коллектор  — база  импульсное  при  тимп  = 

= 1 мкс  и скважности  10  ' 20  В 

Мощность  на  коллекторе3 150  мВт 

Температура  перехода 70°  С 


‘ Значение  дано  в диапазоне  температуры  от  — 40  до  + 60°  С. 

' В диапазоне  температуры  от  45  до  60°  С происходит  снижение  V , 

» ^ка.  макс  на  1 В/5°С.  а С/,б.  макс  - на  0,2  В/5»  С.  К®'  ““ 

* При  температуре  от  25  до  60»  С предельное  значение  мощности  рассчи- 
тывается по  формуле 


. - 150  — 100 


Г °С  — 25 
35 


мВт. 


Выходные  характеристики. 


Зависимость  обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зависимость  статического  коэффици- 
ента усиления  тока  базы  от  тока. 
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ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные,  меза  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклянными 
изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  1,2  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (Укй  = 12  В не  более- 

при  20°  С 

при  55°  С | ) 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/вб  = 0,25  В не  более  ! ! | 
Коэффициент  усиления  тока  базы1  при  (/„  = 5 В,  /»  = 
= 5 мА,  } = 50  -ь  1000  Гц: 

при  20°  С 

при  55°  С 

при  — 40°  С ’ . ’ ’ 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  0„  — 5 В. 
ІЭ  = 5 мА,  і = ІО8  Гц: 

для  ГТ313А 

для  ГТ313Б 

для  ГТ313В 

Напряжение  насыщения  между  базой  и эмиттером  при 

/к  = 15  мА,  / 6 = 2 мА  не  более 

Напряжение  насыщения  между  коллектором  и эмиттером 

при  /к  = 15  мА,  /й  = 2 мА  не  более 

Емкость  коллектора  при  (/к6  = 5 В,  / = ІО7  Гц  не  более 
Емкость  эмиттера  при  (7э6  = 0,25  В,  / = 107  Гц  не  более 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  У,  = 5 В, 
/9  = 5 мА,  / = 5-  10е  Гц  не  более: 

для  ГТ313А,  ГТ313В 

для  ГТ313Б 


5 мкА 
50  мкА 
50  мкА 


20—250 

20—500 

15—250 


3—10 

4.5— 10 

3.5— 10 

0,6  В 

0,7  В 
2,5  пФ 
14  пФ 


75  пс 
40  пс 


1 Для  ГТ313А,  ГТ313Б.  Для  ГТ313В  30—170  при  20°С. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 30  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  от- 
ключенном эмиттере  15  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 0,2  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 

при  = 300  Ом 12  В 

при  <2  кОм  и Дэ  < 500  Ом 15  В 

Мощность  на  коллекторе: 

при  20°  С 100  мВт 

при  55°  С 50  мВт 

Температура  перехода  . 70°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 


до  +55°  С 


ІК 

тс=1Б0мНА^ 



■г 

по 

гт зіз 

~г 

г 

100 

г 

у 

60 

ѵ — 

у 

I 5= 20  мкА 

и кэ 

О 2 4 6 8 

Выходные  характеристики. 


Начальные  участки  выходных  ха- 
р актер  ист  и к. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента усиления  от  частоты. 
Дана  зона  разброса  для 
95%  приборов. 


Зависимость  модуля  ко- 
эффициента усиления  от 
тока.  Дана  зона  разбро- 
са для  95%  приборов. 


Входные  характе- 
ристики. 
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ГТ328А,  ГТ328Б,  ГТ328В 


Транзисторы  германиевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р.  Предна- 
значены для  работы  в каскадах  АРУ  радиоприемных  и телевизионных 
устройств  метрового  диапазона  волн. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  не  более  2 г. 


гтзгв 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  ІІкб  — 15  В не  более 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы: 

для  ГТ328А 

для  ГТ328Б 

для  ГТ328В 

Граничная  частота  усиления  тока  базы: 

для  ГТ328А  

для  ГТ328Б,  ГГ328В  !..!!!! 

Емкость  коллектора  при  Цк6  = 5 В не  более  . . 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи 1 при 
І/кб  = Ю В,  /э  = 2 мА  не  более 


10  мкА 

20—200 

40—200 

10-50 

400  МГц 
300  МГц 
1,5  пФ 


10  пс 


1 Для  ГТ328А  не  более  5 пс. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 10  мА 

Пробивное  напряжение  между  коллектором  и базой  15  В 

Пробивное  напряжение  эмиттер  — база  при  разомк- 
нутой цепи  коллектора 0,2  В 

Мощность  на  коллекторе  при  55°  С До  45  мВт 

Температура  окружающей  среды  От  — 40 

до  +55°  С 


ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329В,  ГТ329Г 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с полоско- 
выми выводами.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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ГТ329 


Электрические  параметры 


Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  У.  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  / = 300  МГц: 

для  ГТ329А . . 4,6 

-для  ГТ329Б 5,6 

для  ГТ329В . 3,3 

для  ГТ329Г 2,3 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 

*=  5 В,  /э  = 5 мА  15—300 

Обратный  ток  коллектора  при  {/кд  = 10  В не  более  ...  5 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  = 0,5  В не  более  . . . 100  мкА 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Нк  — 5 В, 

/э  = 5 мА,  / = 30  МГц: 

для  ГТ329А,  ГТ329Г 15  пс 

для  ГТ329В,  ГТ329Б  20  пс 

Емкость  коллектора  при  Нк6  = 5 В,  / = 30  МГц: 

для  ГТ329А,  ГТ329Г 2 пФ 

для  ГТ329Б,  ГТ329В 3 пФ 

Емкость  эмиттера  при  = 0,5  В,  / = 30  МГц  ....  3,5  пФ 

Коэффициент  шума  при  1/х  — 5 В,  /э  = 3 мА.  [ — 400  МГи: 

для  ГТ329А 4 дБ 

для  ГТ329Б 6 дБ 

для  ГТ329В'  6 дБ 

для  ГТ329Г ‘5  дБ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор — база 10  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер 1 при  Мб  < 1 кОм  5 В 
Напряжение  эмиттер  — база  2 3: 

для  ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329Г 0,5  В 

для  ГТ329В 1 В 

Мощность  на  коллекторе  ? 50  мВт 


1 Допускается  мгновенное  значение  напряжения  между  коллектором 
и эмиттером  не  более  5,5  В и частоте  20  кГц. 

! При  температуре  окружающей  среды  60°  С и обратном  токе  эмит- 
тера 100  мкА. 

3 При  температуре  окружающей  среды  от  40  до  60°  С значение  мощно- 
сти рассчитывается  по  формуле 
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Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  нулевом  токе  базы 


и заданном  токе  эмиттера  5 В 

Ток  коллектора 20  мА 

Температура  перехода  80°  С 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  —60 

до  60°  С 


гтззод,  гтззож,  гтззои 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с полосковыми 
выводами.  Приборы  ГТЗЗОД  дополнительно  маркируются  полоской 
красного  цвета,  а ГТЗЗОЖ  — полоской  зеленого  цвета.  Масса  не  бо- 
лее 2 г. 

ГТЗЗО 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  Дкб  = 10  В не  более  ...  5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Нэ6  = 1,5  В не  более  ....  100  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 

= 5 В,  І3=  5 мА  для  групп  Д,  Ж 30 — 400 

для  группы  И 10—400 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  ІІК  = 5 В,  /э  = 5 мА,  і = 100  МГц: 

для  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ  не  менее 5 

для  ГТЗЗОЖ  не  менее  10 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  = 5 В, 

Іэ  = 5 мА,  I = 30  МГц: 

для  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ  не  более 30  пс 

для  ГТЗЗОЖ  не  более 50  пс 

Емкость  коллектора  при  і/кб  = 1,5  В,  / = 30  МГц  не 

более 5 пФ 

Коэффициент  шума  при  1/к  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 400  МГц 
не  более  (для  групп  Д,  И) 8 дБ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 20  мА 

Напряжение  коллектор  — база 10  В 

Импульсное  напряжение  коллектор  — база  при 

тимп  < 1 мкс  и скважности  не  менее  10 20  В 

Напряжение  эмиттер  — база 1,5  В 

Мощность  на  коллекторе 50  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда 1,0°  С/мВт 

Температура  перехода 80°  С 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  55°  С 


О г Ч 6 8 10  12  В 

Выходные  характеристики. 


О 0,1  0у2  0,3  0,4  В • 


Входные  характеристики. 


/ 


Зависимость  статического 
коэффициента  усиления  тока 
базы  от  температуры.  Дана 
зона  разброса  для  95% 
приборов. 


ГТ346А,  ГТ346Б 

Транзисторы  германиевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Предназначены  для  работы  в приемно-усилительной  аппаратуре, 
в частности  в селекторах  телевизионных  каналов  дециметрового  диа- 
пазона с автоматической  регулировкой  усиления. 


ГТЗЧ6 
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Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Масса  транзистора  не  более  1 г. 

Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  ІІкб  = 15  В не  более  ...  10  мкА 

Граничная  частота  усиления  тока  базы: 

для  ГТ346А 700  МГц 

для  ГТ346Б 550  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 

= 10  В,  /9  = 2 мА Более  10 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  / = 100  МГц, 

/9  = 2 мА: 

для  ГТ346А 7 

для  ГТ346Б 5,5 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/эб  = 0,3  В не  более  ...  100  мкА 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (7К  = 10  В, 

/в  = 2 мА: 

для  ГТ346А 3 пс 

для  ГТ346Б 5,5  пс 

Емкость  коллектора  при  = 5 В,  / = 10  МГц  не 

' более 1,3  пФ 

Коэффициент , шума  при  І9  = 2 мА,  [ = 800  МГц: 

для  ГТ346А 8 дБ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Мощность  на  коллекторе 40  мВт 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  = 5 кОм  ...  15  В 

Напряжение  коллектор  — база 15  В 

Напряжение  эмиттер  — база 0,3  В 

Ток  коллектора  . 10  мА 

Температура  перехода  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 40 

до  55°  С 


КТ306А,  КТ306Б,  КТ306В,  КТ306Г,  КТ306Д 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  не  бо- 
лее 6,6  г. 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  ІІк6  — 15  В не  более  . . . 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  — 4 В не  более  ....  1,0  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 

= 1 В,  /к  = 10  мА  для  приборов: 

КТ 306 А КТ306Б  КТ306В  КТ306Г  КТ306Д 
20—60  40—120  20—100  40—200  30—150 
Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  /к  = 10  мА,  = 5 В,  } = 10е  Гц  не  менее: 


для  КТ306А,  КТ306В 3,0 

для  КТ306Б,  КТ306Г 5,0 

для  КТ306Д 2,0 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 10  мА,  / 6=1  мА  для  КТ306А, 

КТ306Б  не  более 0,3  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  в режиме  насыще- 
ния ддя  групп  А,  Б при  /к  = 10  мА,  /д  = 1 мА  не  более  1,0  В 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (7К  = 5 В, 

/9  = 5 мА,  / = 107  Гц: 

для  КТ306В,  КТ306Г  не  более  . . 500  пс 

для  КТ306Д  не  более * 300  пс 

Емкость  коллектора  при  (/„  = 5 В не  более 5 пФ 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в схеме 
ОБ  при  і/к  = 5 В,  1Э  — 5 мА,  / = 109  Гц  не  более  ....  30  Ом 

Коэффициент  шума: 

при  Ѵк  = 5 В,  Іэ  = 0,5  мА,  і = 1 кГц  не  более  ...  12  дБ 
при  1!к  = 5 В,  /,  = 1 мА,  і = 20  МГц  не  более  . . 5 дБ 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тем- 
пературы. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  и ток  эмиттера 30  мА 

Ток  коллектора  и ток  эмиттера  в режиме  насыщения  50  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 15  В 

Напряжение  между  базой  и эмиттером . . 4 В 


А 
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Напряжение  между  коллектором  и эмиттером1 10  В 

Мощность  на  коллекторе  2: 

при  90°  С 150  мВт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 50 

до  125°  С 


1 При  отсутствии  запирающего  смещения  сопротивление  в цепи  эмит- 
тер— база  не  должно  превышать  3 кОм. 

2 При  повышении  температуры  от  90  до  125°  С допускаемая  мощность 
снижается  на  2,5  мВт  на  каждый  1°  С. 


Зависимость  статического  ко-  Зависимость  модуля  коэффициента  усиления 
эффициента  усиления  тока  от  тока, 

базы  от  тока. 


КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В,  КТ316Г,  КТ316Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п.  Тран- 
зисторы групп  А,  Б,  В предназначены  для  использования  в переклю- 
чающих устройствах,  транзисторы  групп  Г,  Д — для  работы  в уси- 
лительных схемах.  Выпускаются  в металлическом  герметичном  кор- 
пусе с гибкими  выводами.  Масса  не  более  0,6  г. 


ИТ 316  2 29 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  (Уке  = 10  В не  более  ...  0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/Эб  = 4 В не  более  ....  1 мкА 


1 
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Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 1 В,  /э  = 10'  мА: 

для  КТ316А 20—60 

для  КТ316Б,  КТ316В 40—120 

для  КТ316Г 20—100 

для  КТ316Д 60—300 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  О,  = 5 В,  /э  = 10  мА,  / — 10е  Гц: 

для  групп  А,  Г не  менее 6 

для  групп  Б,  В,  Д не  менее  8 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 10  мА,  / б т=  • мА  не  более 0,4  В 

Напряжение  эмиттер  — база  в режиме  насыщения  при 

/к  = 10  мА,  /§  = 1 мА  не  более 1,1  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  1Э  = 10  мА,  ІІК=  5 В,  /=  ІО7  Тц  для 

групп  Г,  Д не  более . 150  пс 

Время  рассасывания: 

для  групп  А,  Б 10  нс 

для  групп  В 15  нс 


Выходные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэффициента  усиления  Зависимость  обратно- 
тока  от  тока  коллектора  и от  температуры.  го  тока  коллектора 

от  температуры. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 30  мА 

Ток  коллектора  в режиме  насыщения 50  мА 

Ток  эмиттера 30  мА 

Ток  эмиттера  в режиме  насыщения 50  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 10  В 

Напряжение  между  базой  и эмиттером 4 В 

Мощность  на  коллекторе  импульсная  и постоянная  1: 

при  75°  С 150  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 60 

до  125°  С 


1 При  повышении  температуры  сверх  75®  С мощность  снижается 
на  2 мВт  на  1°  С. 


КТ324А,  КТ324Б,  КТ324В,  КТ324Г,  КТ324Д, 
КТ324Е 

Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  п-р-п.  Пред- 
назначены для  использования  в составе  интегральных  гибридных 
микросхем  с общей  герметизацией.  Транзисторы  бескорпусные.  Масса 
не  более  6 мг. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  1!к6  — 10  В не  более  . . . 0,5  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  (/эд  = 4 В не  более  ....  >-1,0  мкА 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
ІІК=  \ В,  /к  = 10  мА  для  групп: 

А Б,  Г В Д Е 

20—60  40—120  80—250  20—80  60—250 
Модуль  коэффициента  усиления  тока  на  высокой  частоте 
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при  1/к  = 2 В,  /э  = 5 мА,  / = ІО8  Гц: 

для  групп  А,  Б,  В не  менее 8 

для  групп  Г,  Д,  Е не  менее б 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  переворот 

фазы  базового  тока,  при  /э  = 1 мА  не  менее 5 В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 10  мА,  /6  = 1 мА  не  более  ...  0,3  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  в режиме  насыще- 
ния при  /к=  10  мА,  / 6=1  мА  не  более  .......  1,1  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 

частоте  для  групп  Д,  Е не  более 180  пс 

Время  рассасывания: 

для  групп  А,  Б,  В 10  нс 

для  групп  Г 15  нс 

Емкость  коллектора  при  (/кб  = 5 В,  / = ІО7  Гц  не  более  2 5 пФ 

Емкость  эмиттера  і/бэ  = 2В,  / = ІО7  Гц  не  более  ...  2,5  пФ 


Зависимость  напряжения  насыще- 
ния базы  от  температуры 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 20  мА 

Ток  коллектора  в режиме  насыщения 20  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой,  между  коллекто- 
ром и эмиттером 1 . . . _ Ю в 


с..,™*  При  0ТСУТСТВИИ  запирающего  смещения  сопротивление  в дени  база— 
Эмиттер  не  должно  превышать  3 кОм. 


I 
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Напряжение  между  базой  и эмиттером 4 В 

Мощность  на  коллекторе  *: 

при  55°  С 15  мВт 

при  85°  С 5 мВт 

Температура  перехода 100°  С 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  — 55 

до  85°  С 


1 При  повышении  температуры  от  55  до  85°  С мощность  снижается  по 
закону 

Рк.  макС=5  + 0’33<85-“Г°С>’  мВт- 


-60-40-20  О 20  40  60° С 


Зависимость  напряжения  насыще- 
ния коллектора  от  температуры. 


Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  от  тока. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тем- 
пературы. 


КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  не  более  2,2  г. 
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Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  (/к6=  15  В не  более  . . . 
Оо ратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = 4 В не  более 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  (/„'= 
= 5 В,  1Ь  = 10  мА:  ■ к 

для  КТ325А  . . 

для  КТ325Б 

для  КТ325В 


Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  =5  В, /э  = 10  мА,  /=  100  МГц  не  менее: 
для  КТ325А,  КТ325В  


для  КТ325Б 


Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот  фазы  базового  тока  при  /э  = 1 мА  не  менее 
Емкость  коллектора  при  і/кб  = 5 В,  / = 10  МГц  не  более 
Емкость  эмиттера  при  Ца6  = 0,  / = 10  МГц  не  более 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (Л,  = 5 В 
/э  = 10  мА,  / = 100  МГц  не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 

Пробивное  напряжение  коллектор  — база' при' отклю- 
ченном эмиттере 

Пробивное  напряжение  эмиттер  — база  при  отключенном 

коллекторе  

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при  сопро- 
тивлении в цепи  базы  Кб  < 3 кОм 

Мощность  на  коллекторе  *: 
при  60°  С .... 

при  і25°  с 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ",  *. 


0,5  мкА 
1,0  мкА 


30—90 

70—210 

160—400 


8 

6 

15  В 
2,5  пф 
2,5  пФ 

125  пс 


60  мА 
15  В 
4 В 


225  мВт 
75  мВт 
От  —60 
до  125° С 


1 В диапазоне  температуры  от  60  до  125°  С мощность  снижается  линейно. 


КТ326А,  КТ326Б 

Транзисторы  кремниевые  планарные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  не  более  1г.  и г * 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/к $ = 20  В 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II  ь д=  4 В 0,1  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  II  к = 

= 2 В,  І9  = 10  мА: 

для  КТ326А 20—70 

для  КТ326Б 45—160 

Граничная  частота  усиления  тока  базы  при  1/к  = 5 В, 

/э  = 10  мА  не  менее 400  МГц 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 10  мА,  / б = 1 мА  не  более  ...  0,3  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  в режиме  насыще- 
ния при  /к  = 10  мА,  / 6=1  мА  не  более 1,2  В 

Емкость  коллектора  при  І/К5  = 5 В,  / = 10  МГц  не  более  5,0  пФ 
Емкость  эмиттера  при  І/Эб  = 0,  I = 10  МГц  не  более  4,0  пФ 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  11  & — 5 В, 

/8  = 10  мА,  I = 5 МГц  не  более 450  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 50  мА 

Напряжение  коллектор  — база  при  отключенном  эмит- 
тере   20  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  отключенной  базе  15  В 
Напряжение  эмиттер  — база  при  отключенном  коллек- 
торе   4 В 

Мощность  1 при  30°  С 200  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ...  От  —60 

до  125°  С 

Температура  перехода  150°  С 


1 При  повышении  температуры  свыше  30®  С мощность  рассчитывается 
по  формуле 

...  150 -Г 
*к.  макс  о,6 


КТ337А,  КТ337Б,  КТ337В 

Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют  гиб- 
кие выводы.  Масса  не  более  0,5  г. 

ИТ  337 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/к6  = 6 В не  более  . . . 
Обратный  ток  эмиттера  при  Ця6  = 4 В не  более 
Начальный  ток  коллектора  при  #6  < 10  кОм,  Нк’  ='б  В 

не  более  

Статический  коэффициент  усиления  тока' базы'  гіпи  ' 0 '= 
= 0,3  В,  /э  = 10  мА:  к 

для  КТ337А 

для  КТ337Б 

для  КТ337В 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  частоте 
100  МГц  при  (/,=  5 В,  Іа  =10  мА: 

для  КТ337А  не  ченее 

для  КТ337Б  не  менее ' 

для  КТ337В  не  менее 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 10  мА,  /б  = 1 мА  не  более 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения  при 

/ к = 10  мА,  / б=  1 мА  не  более 

Время  рассасывания  при  /б1  = /6а  = 1 мА,  /к  = 10  мА: 

для  КТ337А  не  более 

для  КТ337Б,  КТ337В  не  более 

Емкость  коллектора  на  частоте  10  МГц  при  [/кй  = 5 В 

не  более  “ 

Емкость  эмиттера  на  частоте  10  МГц  пр’и.(/эй  = 0 В не 
более  


1 мкА 
5 мкА 

5 мкА 


30—70 

50-75 

70-120 


5 

6 
6 

0,2  В 

1 В 

25  нс 
28  но 

6 пФ 

8 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  < 10  кОм 

Напряжение  эмиттер  — база 

Напряжение  коллектор  — база  | | ) 

Ток  коллектора  

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе  1 . ! 1 ] ! 

Температура  перехода  

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


6 В 
4 В 
6 В 
30  мА 
150  мВт 
150°  С 
От  — 40 
до  +85°  С 


считывается  пТф“Гм™леТеМПеРаТУРЫ  СВЫШе  6°° 0 значение  мощности  рас 
Я.  =И°-С~Т  . „Вт. 


к.  макс ' 


0,6 


КТ339А,  КТ339Б,  КТ339В,  КТ339Г,  КТ339Д 


Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  п-р-п.  Пред- 
назначены для  выходных  каскадов  ПЧ  цветных  и черно-белых  теле- 
визоров 1 и 2 классов. 


11  Зак,  428 
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Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  тон  коллектора  при  (/к6  = 40  В 
(^кб  = 25  В для  КТ339Б)  не  более  .........  1 мкА 

Граничная  частота  усиления  тока  базы: 

для  КТ339А 300  МГц 

для  КТ339Б 250  МГц 

для  КТ339В 450  МГц 

для  КТ339Р  250  МГц 

для  КТ339Д 250  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
Іа  — 7 мА,  і/к  = 10  В не  менее: 

для  КТ339А 25 

для  КТ339Б 15 

для  КТ339В 25 

для  КТ339Г  40 

для  КТ339Д 15 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  ча- 
стоте 5 МГц  не  более: 

для  КТ339А 25  по 

для  КТ339Б  25  пс 

для  КТ339В 50  пс 

для  КТ339Г  100  по 

для  КТ339Д 150  пс 

Емкость  коллектора  не  более 2 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — эмиттер: 

для  КТ339А,  КТ339В,  КТ339Г,  КТ339Д  ...  25  В 

для  КТ339Б . 12  В 

Напряжение  коллектор  — база: 

для  КТ339А,  КТ339В,  КД339Г,  КТ339Д  ...  40  В 

для  КТ339Б 25  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Ток  коллектора  (при  температуре  до  70°  С)  . . . . 25  мА 

Мощность,  рассеиваемая  на  коллекторе  1 250  мВт 


1 При  повышении  температуры  от  55  до  70°  С мощность  снижается  ли- 
нейно до  160  МВт. 
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Температура  перехода  . , . 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  . . 


120°  С 
От  —40 
до  +85°  С 


КТ342А,  КТ342Б,  КТ342В,  КТ342Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


КТ 342 


Обратный  ток  коллектора: 

при  і/кд  = 25  В для  (КТ342А,  Г)  не  более . . 0,5  мкА 

при  ІІкб  = 20  В для  КТ342Б  не  более  ....  0,5  мкА 

при  І/Кб  = 15  В для  КТ342В  не  более  ....  0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (Уэб  = 5 В не  более  30  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы: 

для  КТ342А 100—250 

для  КТ342Б 200—500 

для  КТ342В 400—1000 

для  КТ342Г  50—125 

Граничная  частота  усиления  тока  базы  не  менее  300  МГц 
Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = 10  мА,  / б = 1 мА: 

для  КТ342  (А,  Б,  В) 0,1  В 

для  КТ342Г  0,2  В 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 
при  /к  = 10  мА,  /б  = 1 мА: 

для  КТ342  (А,  Б,  В) 0,9  В 

для  КТ342Г  1,1  В 

Емкость  коллектора  при  і/к  = 5 В не  более  . . . 8пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — эмиттер1  при  10  кОм, 

температуре  окружающей  среды  от  — 60  до  +100°  С: 

для  КТ342А 30  В 

для  КТ342Б 25  В 

для  КТ342В  . 10  В 

. для  КТ342Г 60  В 


1 При  температуре  окружающей  среды  более  100°  С напряжение  снижа- 
ется линейно. 


\ 


11* 
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Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  #6  < 10  кОм,  тем- 


пературе окружающей  среды  +125°  С: 

для  КТ342А 25  В 

для  КТ342Б 20  В 

для  КТ342В Ю В 

для  КТ342Г 45  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  нулевом  токе  базы 
и токе  эмиттера  5 мА  при  температуре  окружающей 
среды  от  —60  до  +100°  С: 

для  КТ342А 25  В 

для  КТ342Б 20  В 

для  КТ342В 10  В 

для  КТ342Г  . 25  В 

Ток  коллектора  при  температуре  окружающей  среды  от 

— 60  до  +125°  С . 50  мА 

Ток  коллектора  импульсный  при  температуре  окружаю- 
щей среды  —60  -г-  +125°  С 300  мА 

Мощность  на  коллекторе  1 250  мВт 

Температура  перехода  150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  . . От  — 60 


до  +125°  С 


' При  температуре  окружающей  среды  более  + 25°  С значение  мощ- 
ности  рассчитывается  по  формуле 


КТ345А,  КТ345Б,  КТ345В 


Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  и имеют  гибкие  выводы. 
Масса  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток /коллектора  при  і/кб  = 20  В не  более  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = 4 В не  более  1 мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
при  1/к  = 1 В,  /э  = 100  мА: 

для  КТ345А 20—60 
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для  КТ345Б 50-85 

для  КТ345В 70—105 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 100  МГц  при  і/к  = 5 В,  Іэ—  10  мА  не 

менее 3,5 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  на- 
сыщения при  /к  = 100  мА,  /б  = 10  мА 0,14 — 0,3  В 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 100  мА,  /б  = 10  мА 0,92 — 1,1  В 

Время  рассасывания  при  / бг  = = 10  мА,  /к  = 

= 100  мА  не  более 70  нс 

Емкость  коллектора  на  частоте  1 — 10  МГц  при 

ІІК б = 5 В не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттера  на  частоте  5—10  МГц  при  і!3(,  = 

= 0 В не  более 30  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — база 20  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер 20  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Ток  коллектора: 

постоянный 200  мА 

импульсный 300  мА 

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе: 

постоянная  1 100  мВт 

импульсная 300  мВт 

Температура  перехода  150°  С 

Тепловое  сопротивление  переход  — окружающая 

среда . 1,1°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +85°  С 


1 При  температуре 
формуле 


выше  40°  С значение  Р 


150—  Т 

1.1 


мВт. 


рассчитывается  по 


V 


КТ363А,  КТ363Б 

Транзисторы  кремниевые,  планарно-эпитаксиальные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (Укб  = 15  В не  более  0,5  мкА 
Граничная  частота  усиления  тока  базы: 

для  КТ363А 1200  МГц 

для  КТ363Б 1500  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 5 В,  /9  = 5 мА: 

для  КТ363А 20—70 

для  КТ363Б 40—120 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо-' 
кой  частоте  при  ( = 100  МГц,  /э  = 5 мА: 

для  КТ363А 12 

для  КТ363Б 15 

Обратный  ток  эмиттера  при  V ^ = 4 В не  более  0,5  мкА 
Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  на- 
сыщения при  /к  = 10  мА,  / б = 1 мА  .....  . 0,35  В 

Напряжение  база  — эмиттер  в режиме  насыщения 
при  /к  = 10  мА,  / б = 1 мА 1,1  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
(/К  = 5В,  /э  = 5 мА: 

для  КТ363А 50  пс 

для  КТ363Б  , 75  пс 

Емкость  коллектора  при  ІІкб  = 5 В,  / = 10  МГц 

не  более 2 пФ 

Время  рассасывания: 

для  КТ363А  при  /к  = 10  мА,  /бі  = 1 мА  . . 10  нс 

для  КТ363Б  при  /к  = 10  мА,  / щ = 0,5  мА  . . 5 нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Мощность  на  коллекторе 150  мВт 

Напряжение  коллектор  — база 15  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  Кб  < 1 кОм: 

для  КТ363А 15  В 

для  КТ363Б 12  В 

при  Кб  = 10  кОм  для  КТ363  (А,  Б) 10  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  тимп  = 1 мкс  и 

скважности  больше  2 50  мА 

Ток  коллектора . 30  мА 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 


до  85°  С 

Примечание.  При  температуре  окружающей  среды  свыше  45°  С 
вначегіие  мощности  рассчитывается  по  формуле 
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Раздел  семнадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  СРЕДНЕЙ  МОЩНОСТИ 
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ  И СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ 

ГТ402Д,  ГТ402Е,  ГТ402Ж,  ГТ402И 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Предназначены  для 
применения  в выходных  каскадах  усилителей  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  С гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  5 г. 

ГТ  40  2 


Обратный  ток  коллектора  при  (/кд  = 10  В .... 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
і/к  = 1 В,  І9=  3 мА: 

для  ГТ402Д,  ГТ402Е 

для  ГТ402Ж,  ГТ402И 

Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  ОБ  при 

(7К  = 1 В,  І9  = 3 мА  не  менее 

Коэффициент  линейности  при  ІІК  = 1 В, 

^ст  (/э  = 3 мА) 

Вст  (/,  = 300  мА) 


25  мкА 

30—80 

60—150 

1 МГц 
0, 7-1, 4 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 0,5  А 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  сопроти- 
влении в цепи  базы  200  Ом: 

для  ГТ402Д,  ГТ402Е 25  В 

для  ГТ402Ж,  ГТ402И 40  В 

Мощность  на  коллекторе 600  ^мВт 

Температура  перехода  85  С 

Диапазон  рабочей  температуры От  —40 

до  +55  С 
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Рхолные  характеристики  (и  зоны  ' Зависимость  статического  коэффи- 
их  разброса)  в схеме  с общим  эмит-  циента  усиления  тока  базы  от  тока, 

тером. 


Зона  возможных  положений  графи- 
ка зависимости  сопротивления  на- 
сыщения от  тока  базы. 


О 20  40  60  80  °С 

Зависимость  обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зависимость  рассеиваемой  мощно-  Зависимость  общего  теплового  сопро- 
сти от  площади  теплоотвода.  тивления  от  площади  теплоотвода. 
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ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д, 
ГТ403Е,  ГТ403Ж,  ГТ403И,  ГТ403Ю 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян 
ными  изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  бо 
лее  4 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  ^коллектора  при  і/кб.ма кс: 

при  7о°  с !!!.'!!!!! 

Ток  коллектор  — эмиттер1  2 при  отключенной  базе  и 

^кэ.макс  не  более 

Обратный  ток  эмиттера  3 4 при  Нэ6  макс: 
при  20°  С 

при  70°  с ;;;;;;; 

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого  сиг- 
нала при  /,  = 100  мА,  (/„  = 5 В,  / = 50  -г-  300  Гц: 

для  ГТ403А  ГТ403В,  ГТ403Ж 

для  ГТ403Б,  ГТ403Г,  ГТ403Д 

для  ГТ403Ю • 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  * при 

/к  = 0,45  А не  менее 

Предельная  частота  усиления  тока 5 в схеме  ОЭ  при 

/э  = 100  мА,  і/к  = 5 В не  менее 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /6  = 50  мА,  /к  = 0,5  А не  более  . . . 
Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме»  насыще- 
ния при  /к  = 0,45  А не  более 


50  мкА 
800  мкА 

5 мА 

50  мкА 
800  мкА 

20—60 

50—150 

30—60 

30 

8 кГц 
0,5  В 
0,8  В 


1 Для  ГТ403Ж,  ГТ403И  / < 70  мкА. 

* Для  ГТ403Ж,  ГТ403И  / < 6 мА. 

8 Для  ГТ403Ж,  ГТ403И  / < 70  мкА. 

4 Для  ГТ403Е,  ГТ403И. 

* Для  ГТ403Г,  ГТ403Д  — 6 кГц 
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Входные  характеристики  в схе- 
ме с общим  эмиттером. 


Выходные  характеристики.  Зависимость  коэффициента  усиления 

тока  базы  от  тока. 


Зависимость  статического  ко-  Зависимость  коэффициента  усиления 

эффициента  усиления  тока  базы  тока  базы  от  тока, 

от  тока. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 1,25  А 

Ток  базы . . 0,4  А 

Напряжение  между  коллектором  и базой  (ампли- 
тудное значение): 

для  ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403Ю 45  В 

для  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д,  ГТ403Е  ....  60  В 

для  ГТ403Ж,  ГТ403И 80  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером 
(амплитудное  значение): 

для  ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403Ю 30  В 

для  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д,  ГТ403Е  ....  45  В 

для  ГТ403Ж,  ГТ403И 60  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  1 20  В 

Тепловое  сопротивление  транзистора: 

с теплоотводом  2 15°  С/Вт 

без  теплоотвода  100°  С/Вт 

Температура  перехода 85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —55 


до  +70°  С 

1 Для  ГТ403Д  30  В. 

» Для  ГТ403В,  ГТ403Н  12е  С/Вт. 

ГТ404А,  ГТ404Б,  ГТ404В,  ГТ404Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п.  Предназначены  для  ис- 
пользования в выходных  каскадах  усилителей  звуковой  частоты.  Могут 
использоваться  в парном  включении  с транзисторами  ГТ402,  ГТ405. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Имеются  два  варианта  корпусов,  рассчитанные  на  предель- 
ную мощность  300  и 600  мВт;  соответственно  масса  2 и 5 г. 

гтт 


Эмиттер 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  Цкб  — 10  В не  более  ...  25  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/э6  = 10  В не  более  ...  25  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і!к  — 

= 1 В,  /э  = 3 мА: 

для  ГТ404А,  ГТ404В 30—80 

для  ГТ404Б,  ГТ404Г 60—150 

Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  ОБ  не  менее  1 МГц 
Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при  //6  = 

= 200  Ом  и температуре  55°  С: 

для  ГТ404А,  ГТ404Б 25  В 

для  ГТ404В,  ГТ404Г 40  В 
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Коэффициент  линейности  при  ІІК~]  В,  ^ 0,7— 1,4 

Ост  ('  э ■“  мА) 


Напряжение  эмиттер  — база  при  Ік  — 0,  /б  = 2 мА  не 

более  0,3  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 0,5  А 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  темпера- 
туре от  —40  до  + 55ь  С и /?б  = 200  Ом: 

для  ГТ404А,  ГТ404Б 25 

для  ГТ404В,  ГТ404Г 40 

Мощность  на  коллекторе  1 600  или 

300  мВт 

Температура  перехода  85°  С 

Общее  тепловое  сопротивление: 

. для  Рк.ма кс=  600  мВт  . 0,1°  С/мВт 

Для  Рк.НОкс=  300  мВт 0,15°  С/мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус 0,015°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +55°  О 


1 При  температуре  больше  25*  О предельная  мощность  рассчитыва- 
ется по  формуле 

Рк.„акс  = Ю (85 -Г  «С),  мВт. 


Выходные  характеристики.  Зависимость  обратного  тока  коллекр 

тора  от  температуры. 


О 100  200  300  400  500 мД  -60 -40  -20  О 20  40  60  °С 


Зависимость  статического  коэффициент  Зависимость  статического  коэффи* 
та  усиления  тока  базы  от  тока.  Даны  циента  усиления  тока  базы  от  тем* 
границы  для  80%  приборов.  пературы. 
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П601И,  П601АИ,  П601БИ,  П602И,  П602АИ 

Транзисторы  германиевые  конверсионные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  не  более 
12,5  г. 


Параметры 

П601И 

П601АИ 

П601БИ 

П602И 

П602АИ 

Обратный  ток  коллекто- 
ра1, мА,  при  і/кб  = 10  В 
не  более: 

при  20  °С 

0,2 

0,1 

0,13 

0,1 

0,13 

при  60  °С 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

Статический  коэффи- 

циент усиления  тока  базы 
при  1/к  = 3 В,  /к  = 0,5  А: 

при  20  °С 

20 

40—100 

80—200 

40-100 

80—200 

лри  60  °С 

250 

40—100 

250 

40—100 

250 

при  —50  'С  не  менее 

10 

20 

40 

20 

40 

Напряжение  коллектора, 
при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока 
при  /э  = 0,3  А не  менее,  В 

20 

25 

25 

25 

20 

Модуль  коэффициента 
усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  11  к = 10  В, 
/,  = 50  мА,  /=  10  МГц  не 
менее  

2 

2 

2 

3 

3 

Время  рассасывания  при 
/к  = 0,5  А,  Ек  = 20  В не  бо- 
лее, мкс 

6 

4 

5 

4 

5 

1 /к0  = 1,5  мА  при  II к(5  = 30  В для  П601АИ,  П601БИ,  П602И;  І/к6=" 
= 25  В для  П602АИ;  Ім  = 2.0  мА  при  1/к6  = 25  В для  П601И. 

Значения  параметра  даны  при  20°  С. 
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Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /д  = 60  мА  и коэффициенте 

насыщения  2 2 В 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = 0,5  А и коэффициенте  на- 
сыщения 2 „ ‘ 1,5  В 

Емкость  эмиттера  при  і!з6  = 0,5  В не  более  . . . 2500  пФ 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7эд  = 0,5  В не  более  1,0  мА 
Емкость  коллектора  при  0К б=  20  В не  более  ...  170  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

і/к  = 20  В,  /э  = 50  мА  не  более 750  пс 

Время  нарастания  импульса  тока  коллектора  1 при 

= 25  В,  /к  = 0,5  В не  более 0,4  мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсный  ток  коллектора 1 ,5  А 

Напряжение  между  эмиттером  и базой: 

при  20°  С 0,7  В 

при  60°  С 0,5  В 

Напряжение  между  коллектором  и базой: 

для  П601И,  П602АИ 25  В 

для  П601АИ,  П601БИ,  П602И 30  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
сопротивлении  в цепи  базы  Дд  = 100  Ом: 

для  П601И,  П602АИ 25  В 

для  П601АИ,  П601БИ,  П602И 30  В 

Мощность  на  коллекторе,  рассеиваемая  транзисто- 
ром без  дополнительного  теплоотвода 0,5  Вт 

Мощность  на  коллекторе,  рассеиваемая  транзисто- 
ром при  наличии  теплоотвода  с тепловым  сопро- 
тивлением, равным  5°  С/Вт  2: 

при  20°  С . . 3,0  Вт 

при  60°  С 1,25  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда 50°  С/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  тран- 
зистора   15°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 50 

до  +60°  С 

Температура  перехода  , 85°  С 


1 Ек  = 20  В для  П601И  и П602АИ. 

2 Тепловое  сопротивление,  равное  или  меньшее  5°  С/Вт,  можно  полу- 
ч ить,  применяя  в качестве  радиатора  пластину  алюминия  площадью  300  см2 
и толщиной  1,5  мм. 

П605,  П605А,  П606,  П606А 

Германиевые  конверсионные  транзисторы  р-п-ц. 

Транзисторы  выпускаются  в металлическом'  герметичном  кор- 
пусе со  стеклянными  изоляторами  и имеют  гибкие  выводы.  Масса 
транзистора  не  более  12  г. 
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* 


Обратный  ток  коллектора 1 не  более 2 мА 

Начальный  ток  коллектора  2 не  более 3 мА 

Обратный  ток  эмиттера 3 не  более  1 мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 4 при  /к  = 

для  П605,  П606  20—60 

для  П605А,  П606А 40—120 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  базы 5 при  і!к  — 

— 10  В,  /э  = 10  мА,  ^=10  МГц  не  менее 3 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  переворот 
фазы  базового  тока,  при  Іа  = 0,3  А не  менее: 

для  П605,  П605А 35  В 

для  П606,  П606А 20  В 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме  насыще- 
ния 6 при  /к  = 0,5  А не  более 1,2  В 

Напряжение  между  эмиттером  и коллектором  в режиме 

насыщения  6 при  /к  = 0,5  А не  более 2 В 

Емкость  коллектора  при  ІІк6  = 20  В не  более 130  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  і/к  = 20  В, 

/9  = 50  мА  не  более 500  по 

Время  рассасывания  при  Ек  = 20  В,  /к  = 0,5  А не  более: 

для  П605,  П606  3 мкс 

для  П605А,  П606А 4 мкс 

Время  нарастания  импульса  тока  коллектора  при  Ек  = 

= 20  В,  /к.  имп  = 0,5  А не  более: 

для  П605,  П606  0,3  мкс 

для  П605А,  П606А 0,35  мкс 

Емкость  эмиттера  при  (/эб  = 0,5  В 2000  пФ 


1 При  ик6=  45  В для  П605,  П605А:  Пкб  = 35  В для  П606,  П606А. 

* При  пкэ=  40  В для  П605,  П605А;  ==  25  В для  П606,  П606А. 

8 При  Нэб=  1 В для  П605,  П605А;  С/эб  = 0,5  В для  П606,  П606А. 

4 При  С/кэ=  35  В для  П605,  П605А;  V = 20  В для  П606,  П606А. 

8 Для  П606,  П606А. 

8 /б  = 60  мА  для  П605,  П606;  /б  «=  30  мА  для  П605А,  П606А. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсный  ток  коллектора  при  20  и 60°  С . . . 1,5  А 

Импульсный  ток  базы  при  20  и 60°  С 0,5  А 
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Напряжение  между  коллектором  и базой  при  20  и 
60°  С: 

для  П605,  П605А 45  В 

для  П606,  П606А  35  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  при  20  и 
60°  С: 

для  П605,  П605А 1,0  В 

для  П606,  П606А 0,5  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  1 при 
температуре:  20°  С 60°  С 

для  П605,  П605А 40  20 

для  П606,  П606А 25  15 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  запер- 
того транзистора: 

для  П605,  П605А  45  В 

для  П606,  П606А 35  В 

Мощность,  рассеиваемая  транзистором  без  теплоот- 
вода: 

для  П605,  П605А 0,5  Вт 

для  П606,  П606А 0,3  Вт 

с теплоотводом  2: 

для  П605,  П605А 3,0  Вт 

для  П606,  П606А  0,75  Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 50 
до  +60°  С 

1 = 100  Ом  при  20°  С;  — 10  Ом  при  60°  С. 


2 При  20°  С и рассеиваемой  мощности  3 Вт  необходим  теплоотвод  — 
радиатор  общей  площадью  300  см2.  При  более  высокой  окружающей  темпера- 
туре предельная  рассеиваемая  мощность,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 


, — V- 

к.  макс  16  + Я > 
~ т.  рад 

где  Нт  рад  — тепловое  сопротивление  радиатора 


(теплоотвода). 


П701,  П701А,  П701Б 

Транзисторы  кремниевые,  диффузионно-сплавные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора1  не  более 100  мкА 

Начальный  ток  коллектора  2 при  /?в  = 100  Ом  не  более: 

при  температуре  20  и — 50°  С 500  мкА 

при  100°  С 5000  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  11^  = 3 В не  более  ....  3 мкА 

Сіатический  коэффициент  усиления  тока  базы3  при  /к  = 

= 0,2  А при  температуре:  20°  С — 55°  О 

для  П701  10—40  6 

для  П701А 15—60  9 

для  П701Б 30—100  15 

Входное  напряжение  при  і/кэ  = 10  В,  /к  = 0,5  А не 

более 4 В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /^  = 0,1  А,  /к  = 0,5  А не  более  ...  7 В 

Граничная  частота  усиления  тока  базы  не  менее  ....  12,5  МГц 

1 При  С/к(-=  40  В для  П701,  60  В для  П701А,  35  В для  П701Б. 

8 При  Нк°=  50  В для  П701,  70  В для  П701А,  40  В для  П701Б.  При 

Пкэ  = 35  В для  П701,  50  В для  П701А,  30  В для  П701Б  для  Г = 100°  С. 

* При  /к  = 0,5  А для  П701. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 500  мА 

Ток  эмиттера 700  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  и 
коллектором  и базой  при  сопротивлении  <; 

^ 100  Ом  и интервале  температур  корпуса  от 
—55  до  100°  С: 

для  П701  40  В 

для  П701А 60  В 

для  П701Б  . . 35  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой: 

при  100°  С 1,8  В 

при  температуре  от  — 55  до  80°  С 2,0  В 

Мощность  на  коллекторе  при  Тк  = 50°  С 1 10  Вт 

Общее  тепловое  сопротивление 85°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  корпуса От  — 55 

до  +100°  С 

Температура  перехода 150°  С 

1 Мощность  на  коллекторе  при  температуре  корпуса  от  50  до  100°  О 

определяется  по  формуле 

^к.макс  -0.1  (160- Г,  «С).  Вт.  - 
337 


Раздел  восемнадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  СРЕДНЕЙ  МОЩНОСТИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  И СВЕРХВЫСОКО  ЧАСТОТНЫЕ 

КТ601А 

Транзистор  кремниевый  диффузионный  п-р-п. 

Выпускается  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеет  гиб- 
кие  выводы.  Масса  3 г. 


ИТ601А 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  (У8б  = 2 В не  более  50  мкА 
Начальный  ток  коллектора: 

при  II = 50  В не  более 50  мкА 

ѵ = В 500  мкА 

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого 
сигнала  при  {/к  = 20  В,  І9  = 10  мА  не  менее  16 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при 
/э  = 10  мА,  ІІК—  20  В,  /=  20  МГц  не  менее  2 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
і/к  = 50  В,  /э  = 6 мА,  / = 5 МГц  не  более  . . . 600  по 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 30  мА 

10к  базы  30  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  отклю- 
ченном эмиттере 100  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  . . , 100  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 2 В 

Мощность  на  коллекторе,  рассеиваемая  транзисто- 
ром с теплоотводом 0,5  Вт 
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Температура  перехода  

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


150°  С 
От  — 40 
до  +85°  С 


Входные  характеристик  Выходные  характерно*  Зависимость  статичес- 
ки. тики.  кого  коэффициента 

усиления  тока  базы  от 
тока. 


КТ602А,  КТ602Б,  КТ602В,  КТ602Г 

Транзисторы  кремниевые  меза-диффузионные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 


Коллектор  КТ 60  2 

\ /Г  п оп 


Эмиттер 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  II к§  = 120  В для  групп  А, 

Б и ІІК б = 80  В для  групп  В,  Г не  более 70  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7эб  = 5 В не  более  ....  50  мкА 

Начальный  ток  коллектора  при  = 10  Ом  и ІІК9  = 

= 100  В для  групп  А,  Б и 0КЭ  = 70  В для  групп  В,  Г 

не  более 100  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 

= 10  В,  /9  = 10  мА: 

для  КТ602А 20—80 

для  КТ602В 15—80 

для  КТ602Б,  КТ602Г  не  менее  . . 50 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 


частоте  при  і/к  = 10  В,  Іа  = 25  мА,  / = 100  МГц  не 
менее  
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Напряжение  коллектор,—  эмиттер  и эмиттер  — база  в ре- 


жиме насыщения  при  /к  = 50  мА,  /б  = 5 мА  не  более  3 В 
Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  переворот 
фазы  базового  тока  при  І3  = 50  мА: 

для  групп  А,  Б не  менее 70  В 

для  групп  В,  Г не  менее 40  В 

Емкость  коллектора  при  і/кб  = 50  В,  / = 2 МГц  не  более  4 пф 

Емкость  эмиттера  при  і/9б  = 0,  / = 2 МГц  не  более  ...  25  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  і/к  = 10  В,  /э  = 10  мА,  } = 2 МГц  не 
более 300  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  75  мА 

Ток  коллектора  импульсный 500  мА 

Ток  эмиттера  . . . . ' 80  мА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер,  В,  при  <; 

< 1 кОм,  при  температуре  перехода:  До  70°  С До  12С 

для  групп  А,  Б 100  50 

для  групп  В,  Г 70  35 

Напряжение  коллектор  — база  при  Тп  = 70°  С: 

для  групп  А,  Б 120  В 

для  групп  В,  Г . . 80  В 

Напряжение  эмиттер  — база  при  — 40°  С < Т„  <* 

< 120°  С 5 В 

Общее  тепловое  сопротивление 150°  С/Вт 

Температура  перехода  120°  С 

Мощность  на  коллекторе  с теплоотводом: 

при  Гк  < 20°  С 2,8  Вт 

при  Гк  < 85°  С 0,65  Вт 

Мощность  на  коллекторе  без  теплоотвода: 

при  Т = 20°  С 0,85  Вт 

при  Т — 85°  С 0,2  Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +85°  С 


О 12В 


Входные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 
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Зависимость  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  напряжения.  Даны 
графики  для  транзисторов  с макси- 
мальным и минимальным  усилением. 


Зависимость  коэффициента  усиления 
тока  базы  от  тока  для  разных  групп 
транзисторов 


Зависимость  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  от  температуры.  Даны 
графики  для  транзисторов  с макси- 
мальным и минимальным  усилением. 


Зависимость  обратного  тока  коллекто- 
ра от  температуры.  Дана  зона  разбро- 
са. 


ПФ 

15 

10 

5 

О 20  40  60  60  В 


г... 

К 

Ѵнб 

Зависимость  емкости  коллектора  от  Зависимость  емкости  эмиттера  от  иап- 
напряжения.  ряжения. 
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КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д, 
КТ603Е  - 

» 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п.  . 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  1/К(5  = 30  В для  КТ603А,  КТ603Б 10  мкА 

при  ІІк6  — 15  В для  КТ603В,  КТ603Г 5 мкА 

при  (/„§  = 10  В для  КТ603Д,  КТ603Е 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (/эб  = 3 В не  более  ....  3 мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  1/к  = 

= 2 В,  /к  = 150  мА: 

для  КТ603А,  КТ603В 10—80 

для  КТ603Б,  К.Т603Г  не  менее 60 

для  КТ603Д 20—80 

для  КТ603Е 60—200 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  Іэ  = 30  мА,  Нк  = 10  В,  [ = 100  МГц  не 

менее ; . 2 

Напряжение  насыщения  коллектор  — эмиттер  при  /к  = 

= 150  мА,  /б  = 15  мА  не  более 1 В 

Напряжение  насыщения  эмиттер  — база  при  /к  = 150  мА, 

/б  = 15  мА  не  более 1,5  В 

Емкость  коллектора  при  ІІкб  = 10  В,  [ — 5 МГц  не  более  15  пФ 

Емкость  эмиттера  при  і/э6  = 0,  / = 5 МГц  не  более  ...  40  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  1/к  = 10  В,  /э  = 30  мА,  / = 2 МГц  не 

более 400  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 150  мА,  / б=  15  мА  не 
более 100  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 300  мА 

Ток  коллектора  импульсный 600  мА 


Напряжение  коллектор  — база  1 и коллектор  — 


1 В диапазоне  температуры  от  70  до  120°  С напряжение  V макс  сни- 
жается на  10%  на  каждые  10°  С. 
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эмиттер,  В,  при  /?6  < 1 кОм  и температуре 


перехода: 

для  КТ603А,  КТ603Б 
для  КТ603В,  КТ603Г 
для  КТ603Д,  КТ603Е 


От  —40  до  +70°  С 

120°  С 

30 

15 

15 

7,5 

10 

5 

Напряжение  эмиттер  — база  в диапазоне  темпера- 
тур перехода  от  — 40  до  +120°  С 

Мощность  на  коллекторе  Ч 

при  температуре  от  20  до  50°  С ........ 

при  85°  С 

Температура  перехода  

Общее  тепловое  сопротивление 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


3 В 

0,5  Вт 
0,12  Вт 
120°  С 
200°  С/Вт 
От  — 40 
до  +85°  С 


і В диапазоне  температуры  от  50  до  85°  С мощность  снижается  на  0,1  Вт 
на  каждые  10*  О. 


МА 

250 


• -у — Іэ~ 300 мА 


т 


150, 


50 


тдг 


к Тб  оз 


240 


180 


120  . 


Рц.макст500мв, 


I э=20 мА 


8 


24  В 


Выходные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэффициен- 
та усиления  тока  базы  от  напряжения. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока. 


В 

0,5 

0,0 

0,3 

0,2 


о НН 

| кт 603 

Іи=150мА 
Т = 25°С, 


ІО 


О 50  100  150  200  250 мА 

Зависимость  напряжения  насыщения 
коллектора  от  тока  базы. 


Чбн 

КТ 

603 

Ін  = 150  мА 

Т = 25°С 

Іб 

в 

і,б 
1,0 
1,2 

1,0 

о 50  100  150  200  250 мА 

Зависимость  напряжения  насыще- 
ния базы  от  тока  базы. 
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КТ604А,  КТ604Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п.  Предназначены 
для  операционных  усилителей  и видеоусилителей,  генераторов  раз* 
верток,  выходных  каскадов  усилителей. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  транзистора  не  более  5 г. 

ктт 


Электрические  параметры 

Начальный  ток  коллектора  при  І/К9  = 250  В не  более  50  мкА 


Обратный  ток  эмиттера  при  ІІЭ б = 5 В не  более 100  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /э  = 

= 200  мА,  і/к  = 40  В: 

для  КТ604А 10—40 

для  КТ604Б 30—120 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  ІІК  = 40  В,  /э  = 20  мА,  і = 20  МГц  не 

менее 4 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 20  мА,  /б  = 2 мА  не  более 8 В 

Емкость  коллектора  при  Нкб  = 40  В,  [ = 2 МГц  не  более  7 пФ 
Емкость  эмиттера  при  і/эб  = 0,  / = 2 МГц  не  более  ...  50  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 200  мА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  Я а = 1 кОм: 

при  20°  С 250  В 

при  150°  С 125  В 

Напряжение  коллектор  — база: 

при  20°  С 300  В 

при  150°  С 150  В 

Напряжение  эмиттер  — база: 

при  20°  С 5,0  В 

при  150°  С 2,5  В 

Мощность  на  коллекторе  без  теплоотвода  при  20°  С 0,8  Вт 
Мощность  на  коллекторе  с теплоотводом  при  Тк  = 

= 20°  С 3 Вт 

Общее  тепловое  сопротивление  . . ; .......  . 150°  С/Вт 
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Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  . . . . 

Температура  перехода  

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


40°  С/Вт 
150°  С 
От  —25 
до  +100°  С 


О 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  В 


Входные  характеристики  и зоны 
их  разброса. 


420 
80 
00 

О 00  80  120  160  мй 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока. 
Даны  графики  для  транзисторов  с 
максимальным,  средним  и мини- 
мальным усилением. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента  усиления  тока  базы  от  нагъ 
ряжения.  Даны  графики  для  тран- 
зисторов с максимальным,  средним 
и минимальным  усилением. 


О 20  00  60  80  100МГц, 


Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  тока  базы  от  частоты. 
Дана  зона  разброса. 


ю 

8 

6 

Ч 

г 


Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  тока  базы  от  тока.  Даны 
графики  для  транзисторов  с макси- 
мальным, средним  и минимальным 
усилением. 
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Зависимость  модуля  коэффициента 
усиления  тока  базы  от  напряжений. 
Даны  графики  для  транзисторов  с 
максимальным,  средним  и мини* 
мальным  усилением. 


о іо  го  30  40  50  В 


Зависимость  емкости  коллектора  Зависимость  емкости  эмиттера  от 

от  напряжения.  Дана  зона  разброса.  напряжения.  Даны  графики  для 

транзисторов  с максимальной,  сред- 
ней и минимальной  емкостью  эмит* 
терного  перехода. 


КТ605А,  КТ605Б 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п.  Предназначены 
для  использования  в операционных  усилителях,  видеоусилителях, 
генераторах  разверток  устройств  индикации,  преобразователей  напря- 
жения, выходных  каскадов  усилителей. 

Выпускаются  в металлостеклянном  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Вывод  коллектора  электрически  соединен  с корпусом.  Мас- 
са транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Начальный  ток  коллектора  при  ІІКЪ  — 250  В не  более  50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/дб  = 5 В не  более  ....  100  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  /а  = 

= 20  мА,  (/к  = 40  В: 

, для  КТ605А 10—40 

для  КТ605Б 30—120 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  ІІК  = 40  В,  /э  = 20  мА,  / = 20  МГц  не 

менее 4 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 20  мА,  / б = 2 мА  не  более 8 В 

Емкость  коллектора  при  ІІкб  = 40  В,  / = 2 МГц  не  более  7 пФ 

Емкость  эмиттера  при  ІІа6  = 0,  / = 2 МГц  не  более  ...  50  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсный  ток  коллектора 200  мА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  /?б  = 1 кОм: 

при  Т„  = — 25  -5-  +100°  С 250  В 

при  150°  С 125  В 

Напряжение  коллектор  — база: 

при  Т„  = —25  -н  +100°  С 300  В 

при  150°  С 150  В 

Напряжение  эмиттер  — база: 

при  Тп  = —25  +100°  С 5 В 

при  150°  С 2,5  В 

Мощность  на  коллекторе: 

при  20°  С . 0,4  Вт 

при  100°  С 0,17  Вт 

Тепловое  сопротивление 300°  С/Вт 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 25  до 

+ 100  "С 


Входные  характеристики  и зоны  их 
разброса. 
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Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока. 
Даны  графики  для  транзистора 
с максимальным,  средним  и мини- 
мальным усилением. 


Зависимость  статического  коэффициен- 
та усиления  тока  базы  от  напряжения. 
Даны  графики  для  транзисторов  с ма- 
ксимальным, средним  и минимальным 
усилением. 


О 20  40  60  80  100 МГЦ 


О 10  20  30  40  МА 


Зависимость  модуля  коэффициента  Зависимость  модуля  коэффициента 

усиления  тока  базы  от  частоты.  усиления  тока  базы  от  тока.  Даны 

Дана  зона  разброса.  графики  для  транзисторов  с макси- 

мальным, средним  и минимальным 
усилением. 


ЛФ 

7.5 

5 

2.5 

о го  чо  во  во  юо  в 


Ск 

КТ 605 
/1 

Г=і 

’0°С 

т 

2/А 

(Ун 

НТ 605 

і 

ж 

Т=2 

0°С 

і ШЯВШ 

г 

_ 

(Уэб 

О 12  3 4 5 6В 


Зависимость  емкости  коллектора  от  Зависимость  емкости  эмиттера  от 

напряжения.  Дана  зона  разброса.  напряжения.  Даны  графики  для 

транзисторов  с максимальной,  сред- 
ней и минимальной  емкостью  эмит« 
терного  перехода. 
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КТ606А,  КТ606Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п.  Пред- 
назначены для  мощных  генераторов  и усилителей  СВЧ. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с винтом  и жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  6 г. 


кт  бое 


Электрические  параметры 


Начальный  ток  коллектора  при  і/кэ  = 60  В,  = 

- 100  Ом  не  более 1,5  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵ3 б = 4 В не  более  300  мкА 
Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  ІІК  = 10  В,  І3  = 100  мА,  / = 

= 100  МГц  не  менее: 

для  КТ606А 3,5 

для  КТ606Б • • • • 3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (Ук  = 

= 10  В,  І3  = 30  мА,  і = 5 МГц  не  более: 

для  КТ606А 10  пс 

для  КТ606Б 12  пс 

Емкость  коллектора  при  II  к д = 28  В,  (=5  МГц 

не  более 10  пФ 

Выходная  мощность  на  частоте  400  МГц  не  менее: 

для  КТ606А 0,8  Вт 

для  КТ606Б 0,6  Вт 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 400  мА 

Ток  коллектора  (пиковое  значение)  800  мА 

Ток  базы 100  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой  1 . . . . 60  В 

Напряжение  менаду  коллектором  и эмиттером  1 при 

Яб  < 100  Ом  . 60  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 4 В 

Температура  перехода 120°  С 

Температура  корпуса 85°  С 


* Допускается  пиковое  значение  напряжения  70  В. 
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Мощность  на  коллекторе1  при  Тк  <40°  С . . . . 
Тепловое  сопротивление  переход  — корпус  .... 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


2,5  Вт 
44°  С/Вт 
От  — 40 
до  +85°  С 


» При  40°  С < Тк  < 85°  С ^к.макс  рассчитывается 

120  — Т °С 

Р К . Вт. 


по  формуле 


КТ607А 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п.  Предназначены  для 
работы  в усилителях  СВЧ,  генераторах  и умножителях  частоты. 

Транзисторы  собраны  на  плате  из  керамики.  Масса  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  не  более  1 мА 

Предельная  частота  усиления  тока  не  менее  . . . 700  МГц 

Емкость  коллектора  при  і/к б = 25  В не  более  ...  4 пФ 

Выходная  мощность  при  / = 1 ГГц  1 Вт 

Коэффициент  полезного  действия • • • • 40 — 60% 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор  — база 40  В 

Ток  коллектора 150  мА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер . 35  В 

Пробивное  напряжение  эмиттер  — база  4 В 

Температура  перехода  150  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 


351 


КТ608А,  КТ608Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  = ІІкб  макс 

не  более Ю мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = і/а6  макс 

не  более 10  мкА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  /э  = 200  мА: 

для  КТ608А 20—80 

для  КТ608Б 40—160 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 100  МГц  при  ІІК—  10  В не  менее 2 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /б  =ч=  80  мА,  /к  — 400  мА  не  более  ...  1 В 

Напряжение  эмиттер  — база  в режиме  насыщения 

при  /б  = 80  мА,  /к  = 400  мА  не  более 2 В 

Емкость  коллектора  при  ІІк6  = 10  В,  / = 2 МГц 

не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттера  при  =0,  / = 2 МГц  не  бо- 
лее   50  пФ 

Время  рассасывания  при  /б  = 15  мА,  /к  = 150  мА 

не  более  120  нс 

і 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 400  мА 

Ток  коллектора  импульсный  при  скважности  10 

и длительности  импульса  10—20  мкс 800  мА 

Напряжение  коллектор  — база: 

при  Тп  70°  С 60  В 

при  Тп  85°  С 50  В 

при  Тп  = 120°  С 30  В 

Напряжение  коллектор — эмиггер 60  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Напряжение  коллектор  — база,  коллектор  — эмит- 
тер импульсное 80В 
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Зависимость  напряжения  насыще- 
ния коллектора  от  тока. 


Зависимость  напряжения  насыще« 
ния  базы  от  тока. 


О 

-80-40  О 40  80  іго°с 


“би 

НТ 

708  (‘ 

4,6) 

*к~ 
Іб  = 

80  мА 

Г 

0,2\ 1—1- 

-80-40  О 40  80  120° С 


Зависимость  напряжения  насьнце-  Зависимость  напряжения  насыще- 
ния коллектора  от  температуры.  ния  базы  от  температуры. 


1 вст 

НТ'6С8(8,6) 

/ 

Г 

V 

4001 

іД 

7^ 

0 4 8 12  16  в 


О 25  50  75  100  125  МГЦ 


Зависимость  статического  коэффи-  Зависимость  модуля  коэффициента 

циента  усиления  тока  базы  от  нап-  усиления  тока  базы  от  частоты, 

ряжения. 


ПФ 

7.5 

5,0 

2.5 


\Сн 

кт 

8081 

4,5) 

0x8 

О 10  20  30  40  50  В 


Зависимость  емкости  коллектора 
от  напряжения. 


Зависимость  емкости  эмиттера  от 
напряжения. 


12  Зак.  428 
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мА 
100 

80 

ВО 

но 
го 

О 0,5  1,0  1,5  В 

Входные  характеристики. 


ІБ 

КТ603(А,  б) 

ш 

'Л 

Уцэ  - 

о -^Жу/уА 

ш 

■з=108 

Мг 

у/А 

ибэ 

Мощность  на  коллекторе: 

при  20°  С ' 

при  85°  С 

Температура  корпуса  

Температура  перехода  

Общее  тепловое  сопротивление 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 


0,5  Вт 
0,12  Вт 
85°  С 
120е  С 
200е  С/Вт 
От  — 40 
до  +85°  С 


КТ610А,  КТ610Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлокерамическом  герметичном  корпусе  с вин- 
том и с полосковыми  выводами.  Масса  транзистора  не  более  2 г. 

КТ  БІО 


15,7 


71,5 


3 


1 


% 


ГС 


«■5 


0,15 
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Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (/кб=  20  В не  бо- 
лее   0,5  мкА 

Начальный  ток  коллектора  при  сопротивлении 
в цепи  база— эмиттер  100  Ом,  Г'кэ  = 20  В не 

более 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/эд  = 4 В не  более  100  мкА 
Предельная  частота  усиления  тока: 

для  КТ610А 1000  МГц 

для  КТ610Б 700  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  ІІК  = 10  В,  Іэ=  150  мА: 

для  КТ610А 50—300 

для  КТ610Б 20-300 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
1/к  = 10  В: 

для  КТ610А 75  по 

для  КТ610Б 25  пс 

Емкость  коллектора  при  і/к д = 10  В,  / = 10  МГц 

не  более 3,5  пФ 

Емкость  эмиттера  при  1/Эб  = 0 В,  / = 10  МГц 

не  более 18  пФ 

Неравномерность  коэффициента  усиления  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  в режиме  малого 
сигнала  при  ІІК  = 10  В в диапазоне  частот 
30 — 270  МГц  для  КТ610А  не  более 2,3 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  1 300  мА 

Мощность  2 на  коллекторе: 

при  Тк  = — 40 -г-  +50°  С 1,5  Вт 

при  Гк  = 85°  С 1 Вт 

Напряжение  коллектор —база 20  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  при  Яд  = 100  Ом  20  В 

Напряжение  эмиттер — база 4 В 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 

до  85°  С 


1 При  температуре  окружающей  среды  — 40  ■+■  + 85°  С и при  условии, 


что  мощность  на  коллекторе  не  превышает  максимально  допустимую  для  дан- 
ной температуры.  _ 

2 При  температуре  корпуса  от  50  до  150°  С значение  мощности  снижа- 
ется по  линейному  закону  до  нуля. 
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КТ611А,  КТ611Б,  КТ611В,  КТ611Г 

Транзисторы  кремниевые,  планарные  п-р-п,  предназначены  для 
работы  в усилителях  напряжения,  в релаксационных  генераторах, 
в ключевых  схемах  и другой  радиотехнической  аппаратуре  широкого 
применения. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  5 г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  усиления  тока  базы 60  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  ІІК  = 40  В,  /э  = 20  мА: 

для  КТ611А,  КТ611В 10—40 

для  КТ611Б,  КТ611Г 30—120 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/эб  = 3 В 100  мкА 

Начальный  ток  коллектора: 

для  КТ611А,  КТ611Б  при  ІІКЗ  — 180  В ...  . 200  мкА 

для  КТ611В,  КТ611Г  при  І'кз  = 150  В 200  мкА 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  / б = 2 мА,  Ік  = 20  мА 8 В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (Укб  = 40  В, 

І — 2 МГц  5 пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
і/к  = 20  В,  / = 2 МГц 200  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  1 при  1 кОм: 

для  КТ611А,  КТ611Б 180  В 

для  КТ611В,  КТ611Г  150  В 

Напряжение  коллектор  — база ': 

для  КТ611А,  КТ611Б 200  В 

для  КТ611В,  КТ611Г 180  В 

Напряжение  эмиттер  — база ЗВ 

Ток  коллектора  2 100  мА 


1 При  повышении  температуры  перехода  от  100  до  150°  С напряже- 
ние снижается  по  линейному  закону. 

2 Во  всем  интервале  температур  окружающей  среды  при  условии,  что 
рассеиваемая  мощность  не'  превышает  предельную. 
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Мощность  на  коллекторе: 

без  теплоотвода  1 0,8  Вт 

с теплоотводом  2 3 Вт 

Тепловое  сопротивление  транзистора 

общее 150°  С/Вт 

между  переходом  и корпусом 40°  С/Вт 

Температура  перехода  150°  С 

Температура  окружающей  среды — 25-ь  +100°  С 


1 При  температуре  окружающей  среды  25—100°  С значение  мощности 
рассчитывается  по  формуле 

Ри.макс  = ІІо1150-Т)'  ВТ- 

2 При  температуре  корпуса  25— 100°  С значение  мощности  рассчиты- 
вается по  формуле 

^>к.макс  = 40(15°-:Гн)’  Вт' 


КТ616А,  КТ616Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  не  более  0,6  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  С/к§  = 10  В не  бо- 
лее   12  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  11^  = 4 В не  более  15  мкА 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  ІІК  — 1 В,  /э  = 500  мА: 

для  КТ616А  не  менее  40 

для  КТ616Б  не  менее 25 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 100  МГц  при  і/к  = 10  В,  /к  = 30  мА  не  ме- 
нее   2 

Напряжение  коллектор — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = 500  мА,  / 6 = 50  мА  не  более  0,6  В 
Напряжение  база— эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 500  мА,  / б = 50  мА  не  более 2 В 

Время  рассасывания  при  /к  = 50  мА,  = /д2  = 

==  15  мА: 

для  КТ616А  не  более 50  нс 

для  КТ616Б  не  более 15  но 
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Емкость  коллектора  на  частоте  2 МГц  при  і/кб  = 

= 10  В не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттера  на  частоте  2 МГц  при  і/эб  = 0 В 
не  более  50  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор— база  20  В 

Напряжение  коллектор— эмиттер  при  /?§  ^ 10  кОм  20  В 

Напряжение  эмиттер — база 4 В 

Ток  коллектора: 

постоянный 400  мЛ 

импульсный  (при  <2  = 10,  тимп  = 80  нс)  ...  600  мА 

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе: 

при  температуре  от  —40  до  +255С 0,3  Вт 

при  85°  С 0,25  Вт 

Температура  перехода . . , 150°  С 

Тепловое  сопротивление  переход  — окружающая 

среда  0,26°  С/мВт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей 

среды ‘ От  —40 

до  +85°  С 


КТ617А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  0,84  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  = 30  В не  бо- 
лее   5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/э б = 4 В не  более  15  мкА 
Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 

при  Ук  = 2 В,  /к  — 400  мА  не  менее 30 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 100  МГц  при  ІГК  — 10  В,  /э  = 30  мА  не  ме- 
нее . ...  . 1,5 

Напряжение  коллектор— эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  Ік=  150  мА,  /б  = 15  мА  не  более  0,7  В 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  ча- 
стоте 5 МГц  при  4/к  = 5 В,  /=,  = 5 мА  не  более  120  пс 
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Емкость  коллекторного  перехода  на  частоте  2 МГц 


при  (/«б  = 10  В не  более 15  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  на  частоте  2 МГц 
при  (У9б  = 0 В не  более 50  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор  — база . . 30  В 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  . 20  В 

Напряжение  эмиттер  — база 4 В 

Ток  коллектора: 

постоянный 400  мА 

импульсный  (при  5=10,  тимп  ^ 80  нс)  ...  . 600  мА 

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе 1 

при  температуре  от  — 40  до  +25°  С 500  мВт 

при  85°  С 300  мВт 

Температура  перехода  150°  С 

Тепловое  сопротивление  переход— окружающая 

среда  0,215°  С/мВ 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей 

среды • От  - — 40 

до  +85°  С 


1 В диапазоне  температуры  от  25  до  85°  С мощность  снижается  линейно. 

КТ618А 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п,  предназначены  для 
работы  в схемах  электронных  вычислительных  машин  и других  схемах 
аппаратуры  широкого  применения. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,84  г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  усиления  тока  не  менее  ....  40  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

(/к  = 40  В,  /э  = 1 мА  не  менее 30 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  вы- 
сокой частоте  при  II  к — 40  В,  Іэ  = 20  мА,  і — 

= 20  МГц  не  менее 2 

Начальный  ток  коллектора  при  ІІКЬ  = 250  В 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І1Ь б=5  В 100  мкА 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  / = 2 МГц, 

I! эб=  0 В не  более 50  пФ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  / = 2 МГц, 

Уцб  — 40  В не  более 7 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор — база 300  В 

Напряжение  коллектор — эмиттер 250  В 

Напряжение  эмиттер — база 5 В 

Ток  коллектора 100  мА 

Мощность  на  коллекторе: 

при  температуре  окружающей  среды  —40 

+25°  С 0,5  Вт 

при  85°  С 0,325  Вт 

Температура  перехода  150°  С 

Общее  тепловое  сопротивление 0,2  °С/мВт 

Температура  окружающей  среды  От — 40до  + 85°С 


П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А 

Транзисторы  германиевые  конверсионные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  жесткие  выводы.  Масса  транзистора  не 
более  12  г. 


Электрические  параметры 


Параметры 

П607 

П607А 

П608 

П608А 

П609 

П609А 

Статический  коэффици- 

ент усиления  тока  базы  при  /к  = 
.=  250  мА,  1/К9  = 3 В: 

при  20 °С  

20—80 

60—200 

40—120 

80—240 

40—120 

80—240 

при  — 55  °С  не  менее  . 

8 

24 

16 

32 

16 

32 

при  60 °С  не  более  . . 

240 

600 

360 

720 

360 

720 

Модуль  коэффициента  уси- 
ления тока  базы  на  частоте 
20  МГц  при  /э=50  мА,  С/к  = 
>=10  В не  менее 

3,0 

3,0 

4,5 

4,5 

6,0 

6,0 

Обратный  ток  коллектора  при  і/кб  =30  В не 


более: 

при  20°  С 300  мкА 

при  60°  С не  более  3 мА 

Нестабильность  обратного  тока  коллектора  за 

10—20  с при  (УКб  = 30  В не  более 20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II  зб  = 1,5  В не  более  500  мкА 
Нестабильность  обратного  тока  эмиттера  за  10 — 

20  с при  II эб  = 1,5  В не  более 30  мкА 

Начальный  ток  коллектора  при  і/кэ  = 25  В не 

более  500  мкА 

Нестабильность  статического  коэффициента  усиле- 
ния тока  базы  при  /к  = 250  мА,  (Ікз  — 3 В не 

более  . . . . ±10% 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает 
переворот  фазы  базового  тока,  при  /э  = 100  мА 

не  менее  . 25  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 200  мА  не  более  2 В 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 

насыщения  при  /к  = 200  мА  не  более 0,6  В 

Емкость  коллектора  при  II — 10  В,  / = 5 МГц 

не  более . . . 50  пф 

Емкость  эмиттера  при  II 3 5 =0,5  В,  / = 5 МГц 

не  более 500  пф 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
/э  = 100  мА,  Чк6  =10  В,  ^ = 5 МГц  не  более  500  по 

Время  рассасывания  при  /к  = 200  мА  не  более  3 мкс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  300  мА 

Импульсный  ток  коллектора 600  мА 

Импульсный  ток  базы 150  мА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 30  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

Кб  = 100  Ом  1 25  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 1,5  В 

Мощность  на  коллекторе2 *  при  ІІК 5=  20  В и тем- 
пературе от  —55  до  +404  С 1,5  Вт 

Температура  перехода  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 

до  +60°  С 


1 20  В при  температуре  60°  С<  = 10  Ом. 

2 При  высоких  температурах  корпуса  и больших  напряжениях  предела» 

ну ю мощность  определяют  по  графикам. 
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ГТ612А 


Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п. 

Выпускаются  на  керамической  подложке.  Масса  не  более  0,2  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  ІІК 12  В 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІІ9 5 = 0,2  В 10  мкА 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы 
на  частоте  300  МГц,  при  II  к .=  5 В,  /э  = 

= 50  мА 5 6,3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи 
на  частоте  300  МГц,  при  (Ук  = 5 В,  І3  = 

= 50  мА  не  более  . 7 пс 

Емкость  коллектора  на  частоте  10  мГц-  при 

ІІК=  5 В не  более 3,5  пФ 

Выходная  мощность  в режиме  автогенератора 
на  частоте  2000  МГц  при  (/к  = 8 В,  /к  = 

= 90  мА  ...  ; 0,2  Вт 


12  В 
0,2  В 
120  мА 


570  мВт 
100°  С 
70°  С 
360  мВт 
От  — 55 
до  +70°  С 


1 В диапазоне  температуры  от  25  до  70°  С максимальная  мощность 
рассчитывается  по  формуле 

= 100-Г 
к.  макс  132 


Предельные  эксплуатационные  данн 

Напряжение  коллектор — база  при  температуре  от 

—55  до  +70°  С 

Напряжение  эмиттер — база 

Ток  коллектора  при  температуре  20  ± 5°  С ...  . 
Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе 1 при  ра- 
боте в качестве  усилителя  мощности  (при  т)  3= 
:>65%,  Ф < 1)  и в качестве  автогенератора 

(при  р 3:  27%,  ф = 2,  Т—  25°  С) 

Температура  перехода  

Температура  корпуса  

Мощность  в статическом  режиме  (при  Т = 25°  С) 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 
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Раздел  девятнадцатый 


ТРАНЗИСТОРЫ  БОЛЬШОЙ  мощности 
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 


ГТ701А 


Транзистор  германиевый  сплавной  р-п-р.  Предназначен  для  работы 
в системах  зажигания  двигателей  внутреннего  сгорания. 

Особенностью  транзистора  является  возможность  применения 
его  в условиях  импульсных  перегрузок  по  напряжению  и мощности. 

Выпускается  в металлическом  корпусе.  Масса  транзистора  не  более 
25  г. 


ГТ701 

Выводы 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  (7кд  ==  60  В не  более  6 мА 

при  температуре  70  и — 55°  С 30  мА 

Ток  коллектора  запертого  транзистора  при  і!кэ  — 

= 100  В,  і/бэ=  1,5  В и 70°  С не  более 50  мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

(/к  = 2 В,  /к  = 5 А не  менее 10 

Предельная  частота  усиления  тока  при  /э  = 100  мА, 

1)к  = 20  В не  менее 50  кГц 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером,  при 
котором  происходит  переворот  фазы  базового 

тока,  при  /э  = 2,5  А не  менее 100  В 

при  7(г  С 90  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 12  А 

Ток  базы  в режиме  рассасывания 150  мА 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  55  В 

Импульсное  напряжение  между  коллектором  и 
эмиттером  * 100  В 


* При  запирающем  смещении  не  менее  0,5  В,  длительности  импульса 
10-э  с и скважности  не  менее  10. 
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О 0,2  0,4-  0,6В 

Входные  характеристи- 


0 Ц 8 12  16  В 

Выходные  характерис- 


Імакс 

тпш 

з- 

ч 

■1 

кг 

?р 

7 

и.  маис 

К 

^ из.  маис 

2 4 6 8 10  Л 

Зависимость  статичес- 
кого  коэффициента  уси- 
ления тока  базы  оттока. 


Определение  коэффициента  нестабильности 
схемы. 


Зависимость  допустимого  напря- 
жения коллектора  от  коэффи- 
циента нестабильности  при  раз- 
личной рассеиваемой  мощности. 


О 10  20  30  40  50  60  70  80  ЗОВ 

Области  устойчивости  работы. 

/,  2 — при  температуре  25  и 70°  С;  3,  4 — при 
температуре  25  и 70°  С в импульсном  ре- 
жиме. 


Зависимость  допустимого  гока 
коллектора  от  температуры  кор- 
пуса. 
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Напряжение  между  эмиттером  и базой  ......  15  В 

Мощность  на  коллекторе: 

при  25°  С 50  Вт 

при  55°  С 25  Вт 

при  70°  С 8,З^Вт 

Температура  перехода  ...  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  корпуса От  — 55 

до  +70°  С 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус  1,2°  С/Вт 


ГТ703А,  ГТ703Б,  ГТ703В,  ГТ703Г,  ГТ703Д 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р.  Предназначены  для 
работы  в выходных  каскадах  УНЧ. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе.  Масса  тран- 
зистора не  более  15  г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  1 не  более 500  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Нэ б = 10  В не  более  50  мкА 
Коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  = 1 В, 

/к  = 50  мА: 

для  ГТ703А,  ГТ703В 30—70 

для  ГТ703Б,  ГТ703Г  50—100 

для  ГТ703Д  20—45 

Предельная  частота  усиления  тока  базы  в схеме  ОЭ 

при  і/к  = 2 В,  1К  — 0,5  А не  менее 10  кГц 

Коэффициент  линейности  при  II  к — 1 В, 

^ст  (ІК  ~ ^0  мА)  0 7 1 ^ 

Вст(/К=1500  мА) 

Напряжение  коллектор— эмиттер  в режиме  насы- 


щения 2 при  /к  = 3 А не  более 0,6  В 

Напряжение  база — эмиттер  в режиме  насыщения  2 
при  /к  = 3 А не  более 1,0  В 


1 При  У б = 20  В для  ГТ703  (А,  Б);  Ук6  = 30  В для  ГТ703  (В,  Г.  Д). 

2 При  /6  = 150  мА  для  ГТ703  (А,  В);  1 6 = 90  мА  для  ГТ703  (Б,  Г)і 
= 225  мА  для  ГТ703Д. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  в диапазоне  температур  от  — 40 

до  +55°  С 3,5  А 

Мощность  на  коллекторе  (с  теплоотводом) 1 при 

Тк  < 40°  С 15  Вт 

Мощность  на  коллекторе  (без  теплоотвода)  в диапа- 
зоне температуры  от  — 40  до  +55°  С 1,6  Вт 

Напряжение  коллектор — эмиттер  при  = 50  Ом 
и Тк  = 55°  С: 

для  ГТ703А,  ГТ703Б 20  В 

для  ГТ703В,  ГТ703Г  30  В 

для  ГТ703Д  40  В 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус 3°  С/Вт 

Температура  перехода 85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 


до  +55°  С 

Примечание.  В настоящее  время  транзисторы  выпускаются  в кор- 
пусе с отверстиями  для  крепления  и без  специального  вывода,  соединенного 
с корпусом. 


Входные  характеристики.  Дана  зона 
разброса  для  95%  приборов. 


Выходные  характеристики. 


Зависимость  статического  коэффициента  усиления  тока  базы  от  тока  эмиттера 
и от  температуры.  Дана  зона  разброса  для  95%  приборов. 


1 При  Гк 


> 40°  С мощность  рассчитывается  по  формуле 


85  — Г„  °С 


-,  Вт. 
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КТ704А,  КТ704Б,  КТ704В 


Транзисторы  кремниевые,  высоковольтные  меза-планарные,  п-р-п. 
Предназначены  для  использования  в схемах  строчной  развертки 
цветных  телевизоров.  Выпускаются  в металлическом  корпусе  с мон- 
тажным винтом  и жесткими  выводами.  Масса  транзистора  не  более 
15,5  г. 


КТ70Ч 


Граничная  частота  усиления  тока  базы 3 МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

і/к  = 15  В,  І3  = 1 А не  менее 15 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  і - 1 МГц,  ІІК  = 10  В,  /к  = 

= 0,1  А не  менее 3 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7Э §=4  В не  более  100  мА 
Напряжение  коллектор — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = 2 А,  /б  = 1,5  А 5 В 

Напряжение  база — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /„=  2 А,  /б=  1,5  А ЗВ 

Начальный  ток  коллектора  не  более . . 5 мА 


/ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  1 коллектор — эмиттер  в импульсе  при 


< Ю Ом,  ти  - 10  мс,  <2  < 50: 

для  КТ704А 1000  В 

для  КТ704Б 700  В 

для  КТ704В  500  В 

Мощность 2 * 4 на  коллекторе  при  температуре  кор- 
пуса +50°  С 15  Вт 

Напряжение  коллектор — эмиттер  постоянное  . . . 200  В 

Напряжение  эмиттер — база 4 В 


1 При  понижении  те  мпературы  окружающей  среды  от  — 40  до  — 60°  С 

и повышении  от  80  до  + 100°  С значение  величин  напряжения  коллек- 

тор-эмиттер снижается  линейно.  Для  КТ704А  до  700  В,  для  КТ704Б  до 
500  В. 

4 При  температуре  корпуса  более  + 50°  С значение  мощности  рассчи- 
тывается по  формуле 
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Ток  коллектора  импульсный 4 А 

Ток  коллектора  постоянный  при  температуре  кор- 
пуса менее  +50°  С 2,5  А 

Ток  базы  . . . . 2 А 

Температура  корпуса 100°  С 

Температура  перехода  125°  С 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и кор- 
пусом   5°  С/Вт 


П210Б,  П210В 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  гибкие  выводы  с наконечниками.  Масса 
транзистора  не  более  37  г;  масса  фланца  для  крепления  транзистора 
не  более  8 г. 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  1 не  более: 

при  20°  С 15  мА 

при  60°  С . . 90  мА 

при  — 55°  С 15  мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  І/К9  = 

= 2 В,  /к  — 5 А не  менее 10 

Предельная  частота  усиления  тока  в схеме  ОБ  при  ІІ кб  = 

= 20  В,  /9  = 100  мА  не  менее 100  кГц 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  /к  = 2,5  А и темпера- 
туре от  — 55  до  +60°  С не  менее 40  В 

Статическая  крутизна  характеристики  при  1/к9  = 2 В, 

/к  = 5 А не  менее  . 5 А/В 


1 При  напряжении  — 45  В для  П210Б  и 35  В для  П210  В. 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 12  А 

Напряжение  между  коллектором  и базой 

для  П210Б 65  В 

для  П210В 45  В 


Напряжение  между  коллектором  и эмиттером: 


для  П210Б 50  В 

для  П210В 40  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 25  В 

Мощность  на  коллекторе 1 45  Вт 

Температура  перехода 70°  С 


Тепловое  сопротивление  переход — корпус  транзистора  1°  С/Вт 
Диапазон  рабочей  температуры,  окружающей  среды  ...  От  — 55 

до  +ео°с 


1 При  температуре  корпуса  транзистора  выше  25°  С мощность  расечи- 
тывают  по  формуле 

Рк.  макс  = (70-гк)-  Вт- 


О 0,1  0,2  0,3  В 


Входные  характеристи-  Выходные  характерно*  Зависимость  статичес- 
ки- тики.  кого  коэффициента  уси- 

ления тока  базы  от 
тока. 


П213,  П213А,  П213Б,  П214,  П214А,  П214Б, 
П214В,  П214Г,  П215 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
жесткие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  16,6  г. 

П 2 13- П 215 
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Электрические  параметры 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  5 д 

Ток  базы  05А 

Напряжение  между  коллектором  и базой  при  разом- 
кнутой цепи  эмиттера: 

для  П214,  П214А,  П214Б,  П214В,  П214Г  60  В 

для  П215 80  В 

для  П213,  П213А,  П213Б 45  В 

Напряжение  между  эмиттеоом  и базой: 

для  П214,  П2І4А,  П2І4Б,  П215,  П213  ....  15  В 

для  П214В,  П214Г,  П213А,  П213Б 10  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
К6  < 50  Ом: 

для  П214,  П214А,  П214Б,  П214В,  П214Г  55  В 

для  П215 70  В 

для  П213А,  П213Б  30  В 

для  П213  . 40  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 
разомкнутой  цепи  базы: 

для  П214,  П214А,  П214Б 45  В 

для  П215 60  В 

для  П213 30  В 

Мощность  на  коллекторе,  рассеиваемая  транзисто- 
ром с теплоотводом  1 при  45°  С 10  Вт 

Температура  перехода  85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  +70°  С 


1 Для  транзисторов  П213,  П214Б  значение  параметра  равно  11,5  Вт. 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
жесткие  выводы.  Масса  транзистора  не  более  17  г. 


П 216  -П  217 


Электрические  параметры 

Обратный  ток  коллектора  при  і/кб.  накс  не  более: 


для  П216Б 1,5  мА 

для  П216В,  П216Д  2,0  мА 
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для  П216Г 2,5  мА 

для  П217В,  П217Г 3,0  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Дэб.  макс  не  более.  . . . 0,75  мА 

Начальный  ток  коллектора1  при  макси  = 0 

не  более 20  мА 

Коэффициент  усиления  тока  базы  в режиме  малого 
сигнала  при  (/к  = 3 В,  /к  = 2 А,  } = 50  -5- 
300  Гц  не  менее: 

для  П216Б 10 

для  П216В  . . 30 

для  П216Г 5 

для  П216Д 15 — 30 

для  П217В,  П217Г 15—40 

Падение  напряжения  на  отпертом  транзисторе  при 

7К  = 2 А,  І(,—  300  мА  не  более2 0,5  В 

Выходная  проводимость  в схеме  с общей  базой 
не  более 1000  мкСм 


а Для  П216Б,  П216В,  П216Д,  П217В.  . 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора ' . . . 7,5  А 

Ток  базы  . 0,75  А 

Напряжение  между  коллектором  и базой  и коллек- 
тором и эмиттером: 

для  П216Б,  П216В  35  В 

для  П216Г,  П216Д 50  В 

для  П217В,  П217Г 60  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 15  В 

Мощность  на  коллекторе  при  Тк  < 25°  С 1 ....  24  Вт 

Температура  перехода 85°  С 


1 Значение  мощности  дается  при  наличии  дополнительного  теплоотвода. 

П302,  ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304,  П306,  П306А 

Транзисторы  кремниевые  сплавные  р-п-р. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и имеют  жесткие  выводы.  Масса  транзистора  не 
более  10  г. 
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Электрические  параметры 


Параметры 

П302 

ПЗОЗ 

ПЗОЗА 

П304 

пзоь 

11306А 

Статический  коэффициент 

усиления  тока  базы1  при 
І/К=Ю  В не  менее: 

при  20°  С 

10 

6 

6 

5 

7—30 

5—50 

п ри  — 55°  С 

Предельная  частота  уси- 

6 

3,5 

3,5 

3 

4 

3,5 

ления  тока  при  і/к  = 20  В1 
не  менее,  кГц 

200 

100 

100 

50 

50 

50 

Входное  напряжение  не 

более2,  В 

6 

10 

2,5—4 

10 

6 

4 

1 При  /э=  0,12  А для  П302  — ШОЗА:  1 _ = 0,1  А для  П306;  I = 0.05  А 
для  П306А.  * э 

* При  Пкэ=  10  В в 1к  = 0,3  А для  П302-П304;  = 15  В для  11306, 

П306А}  /к  = 0,3  А для  П306,  /к  = 0,2  А для  П306. 


Обратный  ток  коллектора  1 не  более: 

при  20°  С 100  мкА 

при  85  С • 1500  ѵікА 

Начальный  ток  коллектора  2: 

при  20°  С 1,0  мА 

„ при  85  С 6,0  мА 

Сопротивление  насыщения  3: 

при  температуре  20°  С не  более 20  Ом 

при  температуре  —55  и +85°  С 30  Ом 


1 При  предельных  значениях 

- При  К6  =»  1000  Ом  для  температуры  20  и — 55°  С;  — 100  Ом 
для  85°  С и предельных  значениях  С/  для  соответствующих  температур. 

• При  /к  =»  0,15  А,  16  = 0,05  А 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора: 

для  П306,  П306А 04А 

для  П302,  П303,  ПЗОЗА,  П304  0,5  А 

Ток  базы  1 0,2  А 

Ток  эмиттера  2 - 0 5 А 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером, 
коллектором  и базой: 
при  температуре  20  и 85°  С3: 

для  П302  35  В 

для  П303,  ПЗОЗА,  П306  60  В 

для  П304,  П306А  • 80  В 

при  температуре  — 55°  С: 

для  П302  30  В 

для  ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П306  50  В 


* Для  П306,  П306А  не  оговорен. 

Для  П306,  П 06А,  для  других  не  оговорен. 

3 При  й6<  100  Ом.  Ук  ыакс< 
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для  П304  65  В 

для  П306А 70  В 

Мощность  на  коллекторе 1 Вт 

Мощность  на  коллекторе,  рассеиваемая  прибором 
с дополнительным  теплоотводом: 

при  Тк  < 50°  С 10  Вт 

при  50°  С < Тк  < 85°  С ' 3 Вт 

Температура  перехода  120°  С 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус  10°  С/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход — среда  100°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 55 


до  +85°  С 

Примечания:  1.  При  температуре  корпуса  от  50  до  85°  С пре- 
дельная  мощность  определяется  по  формуле 

Як.макс  = °-1(120-Гк°С)-  Вт- 

2.  При  температуре  перехода  выше  85°  С предельное  напряжение  следует 
снижать  на  10%  на  каждые  10°  С. 


Раздел  двадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  БОЛЬШОЙ  МОЩНОСТИ 
СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ 


ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д 

Транзисторы  германиевые  сплавно-диффузионные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  28  г. 


Г твое 


Электрические  параметры 

Ток  коллектора  запертого  транзистора  при  V бЭ  = 

= 1 В и предельных  значениях  напряжения 
между  коллектором  и эмиттером  не  более  ....  15  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эв  = 1,5  В не  более  8 мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
при  /к  = 10  А 10 — 100 
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Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 15  А,  /д  = 2 А не 

более 0,6  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  в режиме 

насыщения  при  /к  = 15  А,  / 5=2  А не  более  1,0  В 

Время  переключения  не  более 5 мкс 

Предельная  частота  усиления  тока  при  (Ук  = 5 В, 

/к  = 1 А,  не  менее 10  МГц 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  в режиме  насыщения 15  А 

Ток  базы  . ЗА 

Напряжение  между  коллектором  и базой: 

для  ГТ806Г 50  В 

для  ГТ806А  75  В 

для  ГТ806Б  100  В 

для  ГТ806В  120  В 

для  ГТ806Д  140  В 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 1,5  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  запер- 
того транзистора  при  ІІ^3  = 1 В: 

для  ГТ806Г 50  В 

для  ГТ806А  75  В 

для  ГТ806Б 100  В 

для  ГТ806В 120  В 

для  ГТ806Д  140  В 

Мощность  на  коллекторе  при  температуре  корпуса: 

до  25°  С 30  Вт 

при  55°  С 15  Вт 

Температура  перехода 85°  С 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и кор- 
пусом   2°  С/Вт 

Температура  корпуса От  — 55 


до  +55°  С 

КТ801А,  КТ801Б 

Транзисторы  диффузионные  кремниевые  п-р-п.  Предназначены 
для  работы  в схемах  кадровой  развертки  телевизоров. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  со  стеклян- 
ными изоляторами  и гибкими  выводами.  Масса  транзистора  4 г. 


НТвО! 
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Электрические  параметры 


Начальный  ток  коллектора  при  = 100  Ом  1 не 
более: 

при  температуре  +20  и —20°  С 10  мА 

при  температуре  55°  С 20  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Нэе=  2,5  В не  более  2 мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
/к  = 1 А,  ик  = 5 В: 
при  температуре  20°  С: 

для  КТ801А 13—50 

для  КТ801Б 20—100 

при  температуре  50  и — 20°  С: 

для  КТ801А  не  менее 12 

для  КТ801Б  не  менее 17 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высо- 
кой частоте  при  /к  = 0,3  А,  II к = 10  В,  / = 

= 10  МГц  не  менее  1 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 1 А,  /б  = 0,2  А не 

более  2 В 

Входное  напряжение  при  /к  = 1 А,  Нкэ=  5 В 
не  более . 2 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 2 А 

Ток  базы  0,4  А 

Напряжение  между  эмиттером  и базой 2,5  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 


0,5  0, 7 0,9  1, 1 1,3  В 


Входные  характеристики.  Дана  зона 
разброса  для  95%  приборов. 


о г ч в в в 


Выходные  характеристики. 


> При  С/к9  = 80  В для  КТ-801  А:  Пкэ  = 60  В для  КТ801Б. 
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В&  < 100  Ом: 

для  КТ801А 80  В 

для  КТ801Б 60  В 

Мощность  на  коллекторе  при  55°  С 1 5 Вт 

Температура  перехода 150°  С 

Общее  тепловое  сопротивление 20°  С/Вт 


Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  85°  С 


1 Значение  предельной  мощности  дано  для  транзисторов  с теплоотводом. 


О 200  ЧОО  600  800  ЮООмА 


О 200  ЧОО  600  800МД 


Зависимость  статического  коэффициента  усиления  тока  базы  от  тока.  Дана 
зона  разброса  для  95%  приборов. 


КТ802А 

Транзистор  кремниевый  меза-планарный  п-р-п.  Предназначен  для 
работы  в выходном  каскаде  строчной  развертки  телевизоров. 

Выпускав  гея  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  25  г. 


КТ  в 02  Л 


X- 

** 

г 

■ - - 

_ Т1 1'  т~«  • Г 

3,8 

_ѵГ 

* 12,5  г 

377 


Электрические  параметры 


Параметры 

Минималь- 

ное* значе- 
ние 

Максималь- 

ное значение 

Обратный  ток  коллектора  при  і/к6=150  В,  мА  . . . 

__ 

60 

Начальный  ток  коллектора  при  0К9  = 130  В,  = 0, 

і 

14 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵ9 б = 3 В,  мА  

2,5 

37,5 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 
/к  — 2 А.  — 10  В 

15 

35 

Модуль  коэффициента  усиления  тоі.а  базы  на  часто- 
те 10  МГц  при  /к  = 0,5  А,  1/к=10  В 

1 

4,5 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 5 А,  І^  = 0,5  А,  В . . 

1 

5 

Напряжение  база— эмиттер  при  ІІК9  — 10  В,  /к  = 5 А, 

В 

1 

3 

Сопротивление  насыщения,  Ом 

1,0 

* В границы  минимальных  и максимальных  значений  параметра  укладыва- 
ется 80%  приборов. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  5 А 

Ток  базы  . . . ". • • ІА 

Напряжение  между  коллектором  и базой 150  В 


Входные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 
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о г 4 6 в л 


Зависимость  статического 
коэффициента  усиления  тока 
базы  от  тока. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента усиления  тока  базы 
от  тока. 


- 20  О 20.  40  60  80  °С 


О 10  20  30  40  50  В 


Зависимость  статического  Зависимость  емкости  коллек* 
коэффициента  усиления  тока  тора  от  напряжения, 

базы  от  температуры. 


Обратное  напряжение  между  эмиттером  и базой  1 ...  . ЗВ 
Импульсное  напряжение  между  коллектором  и эмиттером 
при  сопротивлении  в цепи  базы,  равном  нулю  2 ...  . 130  В 

Мощность  на  коллекторе  при  температуре  корпуса  25°  С 3 50  Вт 

Температура  перехода  150°  С 


1 При  использовании  транзистора  в выходном  каскаде  строчной  разверт- 
ки  допускается  напряжение  до  6 В. 

2 До  температуры  перехода  100°  С.  В интервале  температуры  перехода 
от  100  до  150°  С предельное  напряжение  снижается  на  10%  на  каждые  10°  С. 

3 При  температуре  корпуса  от  25  до  100°  С мощность  определяется  по 
формуле 

Рк.  макс  = <>"■*  (150 -Гк),  Вт- 
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КТ803А 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  22  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  і/э 6=  4 В не  более 50  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  і/кз=  60  В,  = 100  Ом 

и Тк=  100°  С не  более 5 мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  і/к  — 

= 10  В,  /к  = 5 А 10—70 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  (Ук  = 10  В, 

/э  = 0,5  А,  / = 10  МГц  не  менее 2 

Напряжение  эмиттер — коллектор  в режиме  насыщения 

При  /к  = 5 А,  /в  = 1 А не  более 2,5  В 

Входное  напряжение  при  ІУКЭ  = 10  В,  /к  = 5 А не  более  2,5  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 10  А 

Напряжение  коллектор — эмиттер 1 при  = 100  Ом 

и Г„<  100°  С 60  В 

Напряжение  коллектор — эмиттер  импульсное  при  і/бэ  == 

= —2  В,  тимп  <10  мс  и Г„  < 100°  С 80  В 

Напряжение  эмиттер — база 4 В 

Мощность  на  коллекторе  2 при  Тк  < 50°  С 60  Вт 

Температура  корпуса 100°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 60 

до  100° С 


1 При  температуре  перехода  от  100  до  150°  С снижается  линейно  на  10% 
на  каждые  10°  С.  Температура  перехода  рассчитывается  по  соотношению 

Гп  = Гк+1,66/>к,°с- 

* При  большей  температуре  снижается  в соответствии  с формулой 
Рк  = б0  — 0,6  (ГК°С  — 50),  Вт. 
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КТ805А,  КТ805Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п.  Предназначен^ 
для  работы  в выходных  каскадах  строчной  развертки  телевизоров 
системах  зажигания  автотракторных  двигателей. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  без  накидного  фланца  не  более  24  г 
масса  накидного  фланца  не  более  .10  г. 


Электрические  параметры 

Импульсный  начальный  ток  коллектора1  при  = 
= 10  Ом  не  более: 

при  20°  С 

при  юо°  с !!!!!! 

Обратный  ток  коллектора  при  (7кб  = 5 В не  более  '.  ! * 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  [/„'=' 
= 10  В,  /к  = 2 А не  менее: 

при  20°  С 

при  —55°  с | | * 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  при  (/„'=' 
= 10  В,  /к  = 1 А,  / = 10  МГц  не  менее  . . Г . . . . 

Напряжение  насыщения  между  базой  и эмиттером  и 
коллектором  и эмиттером  при  /к  = 5 А,  І6  = 0,5  А 
не  более: 

для  КТ805А 

для  КТ805Б 


60  мА 
70  мА 
100  мкА 


15 

5 

2 


2,5  В 
5,0  В 


1 Значение  параметра  дано  при  С/  = 160  В для  КТ805А  и 135 
КТ805Б.  3 


В для 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  длительности 
импульса  менее  200  мкс  и скважности  3 : 2 не 


более  в А 

Ток  базы  2 А 

Импульсный  ток  базы  при  длительности  импульса 

менее  20  мкс 25А 

Напряжение  между  эмиттером  и базой  і ...  . 5 В 


‘ в схеме  строчной  развертки  телевизора  допускается  обратное  импуль- 
сное напряжение  эмиттер— база  8 В при  длительности  импульса  до  40  мкс. 
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Импульсное  напряжение  между  коллектором  и 
эмиттером  при  длительности  импульса  менее 
500  мкс  с фронтом  нарастания  не  менее  15  мкс 
и при  #б  = Ю Ом1,2: 

для  КТ805А 160  В 

для  КТ805Б 135  В 

Мощность  на  коллекторе 3 при  Тк  <:  50°  С . . . . 30  Вт 

Температура  перехода 150°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —55 


до  +100°  С 


1 Для  КТ805А  в схеме  строчной  развертки  телевизора  допускается  им- 
пульсное напряжение  коллектор— эмиттер  180  В при  длительности  импульса 
до  15  мкс  и температуре  корпуса  до  70°  С. 

г До  температуры  перехода  100°  С.  В интервале  температуры  от  100 
до  150°  С напряжение  снижается  на  10%  на  каждые  10°  С от  значения  напря- 
жения при  100°  С. 

* В интервале  температуры  корпуса  от  50  до  100°  С допустимая  мощ- 
ность снижается  и вычисляется  по  формуле 


О /)  О 2,0  В 


150— 7’К°С 


Входные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента усиления  тока  базы 
от  частоты.  Дана  зона  раз- 
броса. 


Зависимость  статического  коэффициента 
усиления  тока  базы  от  тока.  Дана  зона 
разброса. 
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КТ807А,  КТ807Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п. 

Выпускаются  на  металлическом  фланце  с заливкой  кристалла 
пластмассой.  Масса  транзистора  не  более  2,5  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  і/э6=  4 В не  более 15  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  і/кз  = 100  В,  = 10  Ом 

не  более 5 мд 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  {/„„  = 

= 5 В,  /к  = 0,5  А: 

для  КТ807А 15—45 

для  КТ807Б 30—100 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  1К  = 0.5  А,  /6  = 0,1  А не  более  ...  1 В 


100 

80 

60 

40 

20 


&СТу 

✓''”1  ",4Чч 
КТ807(А,Б}\ ч 

/ 

1 

О кз- 

■5В 

шят  *** 

5 10  15  В - . О 0,2  0,4  0,6  А 

Входные  характеристи-  Выходные  характери-  Зависимость'статического 
ки-  стики.  коэффициента  усиления 

тока  базы  от  тока.  Дана 
зона  разброса  для  95% 
приборов. 
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Зависимость  напряжения  насыще- 
ния коллектора  от  температуры. 
Дана  зона  разброса  для  95%  при- 
боров. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тем- 
пературы. Дана  зона  разброса  для 
95%  приборов. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 0,5  А 

Ток  коллектора  импульсный 1,5  А 

Ток  базы 0,2  А 

Напряжение  эмиттер — база 4 В 

Напряжение  коллектор — эмиттер  при  < 10  Ом  и за- 
пирающем напряжении  эмиттер — база  0,5  В 100  В 

Мощность  на  коллекторе  при  Тк  70°  С 10  Вт 

Температура  перехода 120°  С 


КТ808А 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  высоковольтные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
жесткие  выводы.  Масса  (без  накидного  фланца)  не  более  22  г. 

КТ  ВОВ  А 


Начальный  ток  коллектора  при  ІІКЗ  = 120  В не 


более  . . 3 мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

1/к  = 3 В,  /,=  6 А . . . Ю-50 
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Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  ча- 
стоте 3,5  МГц  при  і/к  = 10  В,  /э=  0,5  А не 

менее  2 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/зб  = 4 В не  более  50  мА 
Напряжение  эмиттер— база  в режиме  насыщения 

при  /к  = 6 А,  /д  = 0,6  А не  более 2,5  В 

Емкость  коллектора  на  частоте  1 МГц  при  (Укб  = 

= 100  В не  более 500  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор — эмиттер 

при  Кд  = 10  Ом 120  В 

импульсное  1,2  250  В 

Напряжение  эмиттер — база  4 В 

Ток  коллектора 10  А 

Ток  базы  4 д 

Рассеиваемая  мощность  на  коллекторе 3 при  тем- 
пературе корпуса  не  более  50°  С: 

с теплоотводом 50  Вт 

без  теплоотвода  5 Вт 

Температура  перехода  150°  С 

Тепловое  сопротивление  между  переходом  и кор- 
пусом   2°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —60 


до  +100°  С 


1 При  длительности  импульса  не  более  500  мкс  и коэффициенте  запол- 
нения не  более  1,5. 

2 При  температуре  перехода  до  100°  С.  При  температуре  от  100  до  150°  О 
напряжение  коллектор— эмиттер  снижается  линейно  на  10%  на  каждые  10“  С. 

' При  температуре  корпуса  свыше  50“  С мощность  рассчитывается  по 
формуле 

„ 150  - Т 

Р 1»  Г)  _ 

к.  макс  2 ’ 

КТ809А 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п. 

Предназначены  для  работы  в выходных  каскадах  строчной  раз- 
вертки, в мощных  импульсных  усилителях  и других  схемах  промыш- 
ленной электроники  аппаратуры  широкого  применения. 


13 


Зак.  428 
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Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  22  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  усиления  тока  базы  5,5  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 

= 5 В,  /к  = 2 А 15-100 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  } = 3,5  МГц,  /к  = 0,5  А не  менее 1,5 

Обратный  ток  эмиттера  при  Нэб=  4 В не  более 50  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  Нкэ  = 400  В 6 мА 

Напряжение  коллектор — эмиттер  в режиме  насыщения 
при  /к=  2 А,  /б=  0,4  А 1,5  В 

Напряжение  база — эмиттер  в режиме  насыщения  при 
/к  = 2 А,  /6  = 0,4  А 2,3  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  коллектора  при  Тк  = — 60  •+■  +125°  С ЗА 

Ток  коллектора  импульсный  при  ти  < 400  мкс.  Ти  = 

= —60  +125°  С 5 А 

Ток  базы  при  Тк  = — 60°  +125°  С 1,5  А 

Напряжение1  коллектор — эмиттер  при  температуре  окру- 
жающей среды  —60  -т-  1 00°  С,  Рб  < ЮО  Ом 400  В 

Напряжение  эмиттер — база  при  температуре  окружаю- 
щей среды  — 60-^+125°  С 4 В 

Температура  перехода 150°  С 

Мощность 2 на  коллекторе  с теплоотводом  при  Т„  = 

= -60°  +50°  С 40  Вт 

Рабочая  температура  окружающей  среды — 60  -г- 


+ 125°  С 


1 При  температуре  100—160°  С напряжение  снижается  линейно  на 
10%  на  каждые  10°  С. 

2 При  температуре  корпуса  больше  50°  С мощность  снижается  в соот- 
ветствии с формулой 

160- Т 

р = к.  Вт. 

к.  макс  9,5  ’ ' 
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Раздел  двадцать  первый 

ТРАНЗИСТОРЫ  БОЛЬШОЙ  МОЩНОСТИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  И СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 


ГТ905А,  ГТ905Б 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р. 
Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе  (масса  не  более  7 г) 
и в металлостеклянном  корпусе  (масса  транзистора  без  крепежного 
фланца  не  более  4,5  г).  Масса  крепежного  фланца  не  более  1,5  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  не  более 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

і/к  = 10  В и /к  = 3 А 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  при  /к  = 3 А,  /д  = 0,5  А не 

более 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме 
насыщения  при  /к  = ЗА,  /д  = 0,5  А не  более 
Обратный  ток  эмиттера  при  (7эд  = 0,4  В не  более 
Временные  параметры  при  напряжении  источника 
питания  коллекторной  цепи  30  В,  /д  = 0,5  А, 
запирающем  токе  базы  0,5  А,  сопротивлении 
нагрузки  коллектора  10  Ом: 

время  выключения 

время  включения  

время  рассасывания  (для  ГТ905А) 

Модуль  коэффициента  усиления  трка  базы  на  вы- 
сокой частоте  (для  ГТ905Б)  при  = 10  В, 

/э  = 0,5  А,  / = 2 • 10’  Гц  не  менее 

Емкость  коллектора  при  1/кд  =30  В,  [ = ІО7  Гц 

не  более  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (/кб  = 
= 30  В,  І3  = 0,03  А,  / = ІО7  Гц  не  более  . . . 


2 мА 
35-100 

0,5  В 

0,7  В 
5 мА 


0,3  мке 
0,2  мкс 
4,0  мко 


3 

200  пф 
300  по 


13* 


387 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  постоянный ЗА 

Ток  коллектора  в режиме  переключения  при  дли- 
тельности импульса  менее  20  мкс  . 7 А 

Ток  базы  0,6  А 

Ток  базы  импульсный ІА 

Напряжение  коллектор — эмиттер  при  разомкнутой 

цепи  базы  и 7Э  = 3 А не  менее 65  В 

Напряжение  между  Коллектором  и эмиттером: 

для  ГТ905А  75  В 

для  ГТ905Б  60  В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  на 
запертом  транзисторе  (для  ГТ905А)  при  длитель- 
ности импульса  менее  20  мкс 130  В 

Мощность  на  коллекторе  с теплоотводом  при  тем- 
пературе корпуса  от  — 55  до  +30°  С 6 Вт 

Мощность  на  коллекторе  без  теплоотвода  при  тем- 
пературе от  — 55  до  +25°  С 1,2  Вт 

Температура  перехода 85°  С 

Общее  тепловое  сопротивление 50°  С/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус 9°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  корпуса От  — 55 


до  +60°  С 


в 

0,6 
0,0 
0,2 

О 0,2  0,0  0,6  0,  в й 


-^24 

7777 

у/, 

ГТ905Й 

Г Т 9056 

Т = 55°С 

Зй 



Входная  характеристика.  Дана 
зона  разброса. 


Входная  характеристика.  Дана 
зона  разброса. 


Начальный  участок  выходной  ха- 
рактеристики. Дана  зона  разброса. 
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Зависимость  напряжения  насыще* 
ния  от  тока  базы. 


/ — — Ш. 

О 20  40  60  808 


Зависимость  обратного  тока  коллекто- 
ра от  напряжения.  Дана  зона  разбро- 
са для  100%  приборов. 


О 20  40  60  В 


Зависимость  емкости  коллектор 
ра  от  напряжения.  Дана  зона 
разброса  для  95%  приборов. 


г 

1К.ИМГ 

ГТ905А 

\ 

ГТ 90 5 В 

^К3.\ 

1МЛ 

О 20  40  60  В 


Зависимость  модуля  коэффициента  Зона  устойчивой  работы  тран- 

усиления  тока  базы  от  тока.  'зисторов  в импульсном  режиме 

при  длительности  импульсов 
не  более  15  мкс. 


Зависимость  допустимой  импульсной 
мощности  от  напряжения.  Длитель- 
ность импульса  не  более  1 мс,  запи- 
рающий ток  базы  не  менее  0,1-  А 


II  I 1 Iм: 

о ю го  зо гг чо  зов 
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КТ902А 

Транзисторы  кремниевые  меза-плацарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  25  г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора  при  Цк6  = 70  В не  более  ...  10  мА 

Начальный  импульсный  ток  коллектора  при 

= ПО  В,  Я5  = 50  Ом  не  более 60  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/эб=  5 В не  более 100  мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  = 

= 10  В,  /к  = 2 А не  менее 15 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 


частоте  при  С/к  = 10  В,  /э  = 1 А,  / = 10  МГц  не 

менее 3 5 

Входное  напряжение  база— эмиттер  при  С/„ ' =10  В 

/к  = 2 А не  более ’ 2 В 

Напряжение  насыщения  коллектор — эмиттер  при  /„  = 

= 2 А,  /б=  0,4  А не  более 2 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 5 д 

Ток  базы  . . : 2 А 

Напряжение  эмиттер — база  1,2 ’ 53 

Напряжение  коллектор — база  1 ’ 65  в 

Импульсное  напряжение  коллектор— эмиттер  при 
/?б=  50  Ом,  длительности  импульса  менее  15  мкс  ПО  В 
Мощность,  рассеиваемая  на  коллекторе  в диапазоне 

температур  корпуса  от  —60  до  +50°  С 30  Вт 

Температура  перехода  150°  С 


' ПРИ  температуре  перехода  выше  120°  С 
экении  снижаются  линейно  и уменьшаются  в 
хода  150°  С. 


максимальные  значения  напря- 
2 раза  при  температуре  пере- 


Ч?и  Длительности  синусоидального  импульса  менее  40  мкс  допус- 
кается о. д „„„  — О Ь. 


390 


Выходные  характеристики. 


Входные  характеристики. 


О 4 8 12  16  20  В 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента усиления  тока  базы 
от  напряжения. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента усиления  тока  базы 
от  тока. 


О 20  40  60  В 


Зависимость  емкости  коллектора 
от  напряжения. 


Зависимость  емкости  эмиттера  от? 
напряжения. 
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Тепловое  сопротивление  переход — корпус  тран- 
зистора . . . 3,3°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 60 

до  + 120е  С 


Т902Д- 

^кэ.имп.макс 

А 

А 

и 

О 50  100  °С 


Зависимость  допустимой  мощности 
рассеяния  от  температуры  кор- 
пуса. 


Зависимость  допустимого  импульс- 
ного напряжения  на  коллекторе  от 
температуры  перехода. 


КТ903А,  КТ903Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  24  г. 


ктт 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  і/э 6 = 4 В не  более 50  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  0КЬ  = 70  В,  /?б  — 100  Ом 

не  более 10  мА 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  = 

= 10  В,  /к  = 2 А: 

для  КТ903А 15—70 

для  КТ903Б 40—180 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  Цк=  10  В,  /к  = 0,5  А,  ( = 30  МГц  не 

менее , 4 

Напряжение  коллектор — эмиттер  в режиме  насыщения 

при  /к  = 2 А,  /6  = 0,4  А не  более 2,5  В 

Емкость  коллектора  при  і/кб  = 30  В не  более 180  пФ 

Входное  напряжение  при  ІІКЭ=  10  В,  /к  = 2 А не  более  3 В 
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О 123458 

N. 


Выходные  характеристики. 


Входные  характеристики.  Даны 
зоны  разброса  для  100%  приборов. 


2 

О 20  30  40  50  60  В 


Зависимость  начального  тока  кол- 
лектора от  напряжения. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тока. 


Зависимость  начального  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента усиления  тока  базы  от  тем- 
пературы. 


80 

60 

40 


вст 

КТ 

903  1 

II 

<\э. 

Унэ 

Ч 8 12  16  20  В 


пФ 
300 
/ро 

О 10  20  30  ЧО  в 


С* 

V 

КТ 

303 

ч. 

Укб 

Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  емкости  коллектора 

фициента  усиления  тока  базы  от  напряжения, 

от  напряжения. 
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О 40  -00  °С  о 50  100  °с 


Зависимость  емкости  эмит- 
тера от  напряжения. 


Зависимость  допусти- 
мой мощности  рассея- 
ния от  температуры 
корпуса. 


Зависимость  допусти* 
мых  напряжений  на 
коллекторе  от  темпе- 
ратуры. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора  

Ток  коллектора  импульсный: 

при  тимп  <1  мкс 

при  тимп  < 10  мкс 

Напряжение  коллектор — база  1 

при  разомкнутой  цепи  эмиттера  и температуре 

от  — 40  до  +70°  С 

импульсное  

Напряжение  коллектор — эмиттер 

при  разомкнутой  цепи  базы  или  > 100  Ом 

импульсное 

Напряжение  эмиттер— база  при  отключенном  кол- 
лекторе   

Мощность  на  коллекторе: 

при  Тк  = 20°  С 

при  Гк  = 85°  С 

Импульсная  мощность  на  коллекторе: 

при  тимп  <10  мкс,  і/к  <30  В,  Тк=  20°  С 
при  тимп  < 10  мкс,  ІІК  <30  В,  Гц  =85°  С 
Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус  тран- 
зистора   

Температура  перехода  


3 А 

10  А 
5 А 


60  В 
80  В 

60  В 
80  В 

4 В 

30  Вт 
9 Вт 

60  Вт 
18  Вт 
От  —40 
до  +85°  С 

3,33°  С/Вт 
115°  С 


1 При  температуре  перехода  выше  70®  С напряжение  снижается  линейно 
на  10%  на  каждые  10°  С. 


КТ904А,  КТ904Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе,  изолирован- 
ном от  электродов,  с жесткими  выводами.  Масса  транзистора  не  более  6 г. 
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КТ90Ч 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  эмиттера  при  11  ь д = 4 В не  более 0,3  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  Нкэ  = 60  В не  более  1,5  мА 
Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  ІІК  — 28  В,  /к  = 200  мА,  /=  100  МГц: 

для  КТ904А  не  менее . . 3,5 

для  КТ904Б  не  менее  3 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  /к  = 200  мА  не  менее  40  В 
Критический  ток  коллектора — значение  тока  коллектора, 
при  котором  модуль  коэффициента  усиления  тока  базы 
падает  до  0,7  значения,  измеренного  в номинальном 
режиме  при  = 10  В,  } — 100  МГц  не  менее: 

для  КТ904А 400  мА 

для  КТ904Б . 300  мА 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Рв ых=  25  Вт, 
і/к  = 28  В,-  / = 400  МГц  не  менее: 

для  КТ904А 3 

для  КТ904Б , . 2,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  /э=  30  мА,  (7К  = 10  В,  }=  5 МГц  не 
более: 

для  КТ904А 15  пс 

для  КТ904Б 20  пс 

Емкость  коллектора  при  і/кб  ==  28  В,  (=5  МГц  не 
более 12  пф 


мД 

1,8 

1,8 

1,2 

0,8 

0,4 


О 

Входные  характеристики. 


О 10  20  В 


выходные  характеристики. 
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МЛ 
100 
10 
1,0 
0,1 
0,01 

о іо  го  зо  чо  50  во  7ов 


т ' г 1 

1нО'1кн 

КТ 30  4 

т= 

25  е 

С 

т 

г 

У 

Укб’Укэ 

Зависимость  обратного  или  началь- 
ного тока  коллектора  от  напряже- 
ния. 


Зависимость  обратного  или  началь- 
ного тока  коллектора  от  темпера- 
туры. 


1,2 
1,0 
0,8 
0,6 

О 200  400  600  800  1000 мл 


4 

//  топ  и. 

/ 

1/„= 



5 В 



і 

э 

Зависимость  статического  коэффи»  Зависимость  статического  коэффи* 

циента  усиления  тока  базы  от  тем-  циента  усиления  тока  базы  от  тока, 

пературы. 


Зависимость  граничной  частоты  от 
тока. 


Зависимость  емкости  коллектора 
от  напряжения. 


10  15  20  25  30  В 


Зависимость  выходной  мощности  от  Зависимость  выходной  мощности 

напряжения  источника  питания.  от  мощности  на  входе. 
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Вт 

ч 


р8ых 

р8х-- 

--ГВт 

КТ90Ч 

Г=Ч01 

1МГц 

27В 

тк 

-во  -за  о за  во  °с 

Зависимость  выходной  мощности 
от  температуры  корпуса. 


1,0 

0,3 

0,8 

СЛ 


п ^ 

у (18т)  . 

/ і ^ 

/ 

К 

Т90Ч 

А.  1 / 

100  МГц  /о 

00  МІ 

~и 

— 

/ 

і 

ЕН=27В 

1 

р8х 

ол  0,8  г, г г,б  вт 


Зависимость  коэффициента  полезно, 
го  действия  от  мощности  на  входе. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  коллектора 0,8  А 

Ток  коллектора  пиковый  1,5  А 

Ток  базы  0,2  А 

Напряжение  коллектор — база 60  В 

Напряжение  коллектор — эмиттер  при  /?б  < 100  Ом  60  В 

Напряжение  эмиттер— база 4 В 

Мощность,  рассеиваемая  на  коллекторе 5 Вт 

Температура  корпуса 85°  С 

Температура  перехода 120°  С 

Тепловое  сопротивление  переход — корпус 16°  С/Вт 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  — 40 

до  +85"  С 


КТ907А,  КТ907Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с винтом  и жест- 
кими выводами.  Масса  транзистора  не  более  5,3  г. 


Электрические  параметры 

Начальный  ток  коллектора  при  і/кз  = 60  В,  Яб .=  100  Ом 


не  более: 

при"  20°  С з мА 

при  85°  С 6 мА 

при  —40°  С 3 мА 
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Обратный  ток  эмиттера  при  С/дэ  — 4 В не  более: 

при  20°  С 350  мкА 

при  85°  С 700  мкА 

при  — 40°  С 350  мкА 

Критический  ток  коллектора  при  І/К9  = 10  В,  / = 100  МГц 
не  менее: 

для  КТ907А 1000  мА 

для  КТ907Б 800  мА 

Модуль  коэффициента  усиления  тока  базы  на  высокой 
частоте  при  Цкз  = 28  В,  /к  = 400  мА,  /=  100  МГц 
не  менее: 

для  КТ907А 3,5 

для  КТ907Б 3,0 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/к  = 10  В, 

^ь—  30  мА  не  более: 

для  КТ907А 15  по 

для  КТ907Б 25  пс 

Емкость  коллектора  при  ІІК $ = 30  В не  более 20  пф 

Напряжение  коллектора,  при  котором  наступает  пере- 
ворот фазы  базового  тока,  при  Іь  = 200  мА  не  менее  40  В 

Выходная  мощность  при  входной  мощности  4 Вт,  і/кэ  = 

= 28  В,  / = 400  МГц: 

для  КТ907А 9 Вт 

для  КТ907Б  . 7 Вт 

Коэффициент  полезного  действия  при  Ек  = 28  В,  / = 

= 400  МГц  не  менее 45% 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  между  эмиттером  и базой 4 В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  при 

/?б  = 100  Ом 60  В 

Импульсное  напряжение  между  коллектором  и 

эмиттером 70  В 

Ток  коллектора ІА 

Импульсное  значение  тока  коллектора ЗА 

Ток  базы  0,4  А 

Мощность  на  коллекторе  при  температуре  25°  С 1 13,5  Вт 

Температура  перехода  120°  С 

Температура  корпуса 85°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 


до  +85°  С 


1 При  температуре  корпуса  от  25  до  85°  С мощность  снижается  в соот- 
ветствии с формулой 
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КТ908А,  КТ908Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с жесткими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  22  г. 


НТ  308 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  усиления  тока  базы 30  МГц 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при 

І/.=  2 В,  /,=  10  А . 8-60 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/вб  — 5 В 50  мА 

Начальный  ток  коллектора  при  і/кв  = 100  В . . . 25  мА 

Напряжение  коллектор — эмиттер  в режиме  насы- 
щения при  /к  = ТО  А,  /б  = 2 А 1,5  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  1 коллектор — эмиттер 

для  КТ908А  при  < 10  Ом 100  В 

для  КТ908Б  при  Я6  <250  Ом 60  В 

Напряжение  эмиттер — база 5 В 

Ток  коллектора 10  А 

Ток  базы ' 5 д 

Температура  перехода  150°  С 

Температура  окружающей  среды —60  -=- 

, + 125°  С 

Мощность  на  коллекторе 2 при  температуре  кор- 
пуса до  50°  С 50  Вт 


1 При  температуре  окружающей  среды  — 60  + + 100°  С.  В случае 
повышеиия  температуры  от  100  до  125°  С напряжение  снижается  линейно 
на  10%  на  каждые  10“  С. 

2 При  температуре  окружающей  среды  — 60  ч-  + 125“  С.  При  темпера- 
туре корпуса  менее  50°  С.  В случае  повышения  температуры  больше  50°  О 
мощность  рассчитывается  по  формуле 

150  — Т 

р _І<  г> 

к.  макс  2 * т* 
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КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ911Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п. 
Выпускаются  в металлокерамическом  герметичном  корпусе  и 
имеют  полосковые  выводы  и монтажный  винт.  Масса  не  более  6 г. 


Электрические  параметры 


Обратный  ток  коллектора 

при  (7к6  = 55  В для  КТ911А,  КТ911Б  не  более  5 мкА 

при  і/кб  = 40  В для  КТ911В,  КТ911Г  не  более  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/в6  = 3 В не  более  2 мкА 

Модуль  коэффициента  тока  базы  на  частоте  400  МГц 
при  ІІК  = 10  В,  /к  = 100  мА: 

для  КТ9ПА,  КТ911В 2,5  4-5,2 

для  КТ911Б,  КТ911Г 2 ч-  3,8 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  ча- 
стоте 5 МГц  при  ІІК  = 10  В,  / к = 30  мА 
для  КТ911А,  КТ911Б  не  более  , 25  пс 

для  КТ911В  не  более <?  50  пс 

для  КТ911Г  не  более 100  пс 

Емкость  коллектора  на  частоте  5 МГц  при  і/кб  = 

= 28  В 3,5  — 10  пФ 

Выходная  мощность  при  = 28  В,  Р„х  = 0,4  Вт: 

на  частоте  1,8-10®  МГц  для  КТ911А 1 Вт 

на  частоте  ІО3  МГц  для  КТ911Б 1 Вт 

на  частоте  1,8- 103  МГц  для  КТ911В 0,8  Вт 

на  частоте  103  МГц  для  КТ911Г 0,8  Вт 

Критический  ток  коллектора  на  частоте  400  МГц, 
при  ІІКЭ  = 10  В не  менее: 

для  КТ911А 170  мА 

для  КТ911Б  150  мА 

для  КТ911В 160  мА 

для  КТ911Г  140  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Наппяжение  коллектор — база: 

для  КТ911А,  КТ911Б 55  В 

для  КТ911В,  КТ9ПГ  40  В 
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Напряжение  коллектор — эмиттер  (при  Яд  = 100  Ом) 

для  КТ911А,  КТ9НБ 40  В 

для  КТ911В,  КТ911Г 30  В 

Напряжение  эмиттер — база  ЗВ 

Ток  коллектора 400  мА 

Рассеиваемая  мощность1  на  коллекторе  при  Тк 

от  —40  до  +25°  С 3 Вт 

Температура  перехода  120  С 

Температура  корпуса 85°  С 

Диапазон  рабочей  температуры  окружающей  среды  От  —40 


1 Для  динамического  режима.  При  Тк  от  25  до  85°  С значение  мощности 
рассчитывается  по  формуле 

120—  Г 

Р - , Вт. 

к.  макс  = зз  * 


Раздел  двадцать  второй 

ТРАНЗИСТОРЫ  ПОЛЕВЫЕ 


КП  101  Г,  КП101Д,  КП  101  Е 


Кремниевые  планарные  полевые  транзисторы  с р-п  переходом  и 
каналом  р-типа. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  1 г. 


кп  юг 


Электрические  параметры 


Ток  затвора  при  Нзи  = 5 В,  Нси  = 0 не  более: 

для  КП101Г 

для  КП101Д,  КП101Е  

Статическая  крутизна  характеристики  при  Нси  = 
= 5 В,  0/зи  = 0,  / = 270  Гц  не  менее: 

для  КП101Г 

для  КП101Д,  КП101Е  

Напряжение  отсечки  тока  стока  при  Нси  = 5 В, 
/с  = 1 мкА  не  более: 

для  КП101Г 

для  КП101Д,  КП101Е  


10  нА 
50  нА 


0,15  мА/ В 
0,3  мА/В 


5 В 
10  В 
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Ток  стока  в режиме  насыщения  при  Цси  = 5 В, 

Входная  емкость  при  0ѴЛ  = 5 В,  /'=  6,5  МГц.  'не 

более  

Коэффициент  шума  при  йаі  = 5 В,  Ь,,,  .=  0 '/  =' 
= 1 кГц,  #г  = 1 МОм  не  более: 


для  КП101Г  . 
для  КП101Д  . 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  стока: 

для  КПІ01Г  ...... 

для  кпюід,  кпюіЕ  !.’!!!!!.’ 

Напряжение  стока  1 при  і/зи  =0 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  .... 


0,3  мА 
12  пф 


5 дБ 
10  дБ 


2 мА 
5 мА 
10  В 
От  — 40 
до  +85°  С 


1 Напряжение  на  стоке 
воре  — положительное. 


отрицательное  относительно  истока, 


на  зат- 


КП102Е,  КП102Ж,  КП102И,  КП102К,  КП102Л 


Кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  транзистопы  с 
переходом  и каналом  р-типа.  р 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  (масса  прибора  не  более 
0,8о  г)  и пластмассовом  корпусе  (масса  прибора  не  более  0,5  г). 


Затвор- 


Г 

— 

См 

4* 

! 

7-4 

ѵЬІІ 

‘сГ ‘ 

м 

Исток  Затвор 


2,5 


1,5 


Ѵ8 


-к-Л-*: 


■Сток 


0,15 


КС1102 
(Варианте) 


Электрические  параметры 


Параметры 

КП102Е 

КП102Ж 

КП102И 

КП  1 02  К 

КП102Л 

Ток  стока  при  V — 
= 10  В,  V гя  = 0,  мАИ  . 

0,18-0,55 

0,4— 1,0 

0,7— 1,8 

: і ,з — з,о 

2, 4-6,0 

Крутизна  характеристи- 

ки  тока  стока  при  0 = 

= ю В,  Узи  = 0,  мА/ В 

0,25-0,7 

0,3-0, 9 

0,35-1,0 

0,45-1,2 

0,55-1,3 

Напряжение  отсечки 

при  иСИ  = іо  в,  / = 
= 20  мкА,  В . 

2,8 

4,0 

5,5 

7,5 

10,0 
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Ток  затвора  при  ІІЗЯ  = 10  В не  более 1,5-10  9,  А 

Напряжение  шумов  * не  более 10  мкВ 

Емкость  входная  * не  более 10  пФ 

Емкость  проходная  * не  более 5 пФ 


Примечание.  Двойные  цифры  в таблице  соответствуют  наимень- 
шим и наибольшим  значениям  параметров. 


* при  нси  = ю в.  с/зи  = 0. 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  суммарное  сток — затвор 15  В 

Напряжение  исток — сток  1 при  і/зи  = 0 15  В 

Напряжение  затвор — исток  при  (/си  = 5 В ...  . 10  В 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 55 


до  +70°  С 


1 Напряжение  на  стоке  отрицательное  относительно  истока,  на  затворе  — 
положительное. 


КП103Е,  КП103Ж,  КП103И,  КП103К,  КП103Л, 

кпюзм 

Кремниевые  полевые  планарные  транзисторы  с р-п  переходом  и 
каналом  р-типа. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  (масса  прибора 
не  более  1 г)  и пластмассовом  корпусе  (масса  прибора  1 г). 

КП103 
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Электрические  параметры 


Параметры 

КП  ЮЗЕ 

КП103Ж 

КП  103  и 

КП  103  К 

КП103Л 

КП103М 

Ток  стока1,  мА 
Крутизна  характеры- 

0,3— 2,5 

0,35—3,8 

0,4-4 

1,0-5, 5 

2.7-10,5 

3,0—  12,0 

стики  тока  стока1, 

мА/В 

Напряжение  отсечки1 

0 

V 

1 

ю 

0,5— 2,8 

0,6— 2,9 

1—3 

1.2— 4,2 

1,3— 4,4 

при  1/сл  = 10  В. 

/ с ==  10  мкА,  В 

0,4  — 1,5 

0,5— ?, 2 

0,8— 3,0 

1,4— 4,0 

2,0— 6,0 

2. 8-7,0 

Ток  затвора  при  Ц,и  = 10  В;  Цси  = 0 В не  более 
Коэффициент  шума  2 при  (/СИ=5В  не  более  . . . 
на  частоте  1 кГц 

Емкость  входная  2 при  (Уси  = 10  В не  более  .... 
Емкость  проходная  2 при  6/си  = 10  В не  более 


20  нА 
3 дБ 

20  пФ 
8 нФ 


1 При  Уси  = ю в.  ит  = 0. 

Двойные  цифры  в таблице  означают 
параметров. 

2 При  ии  = 0. 


наименьшее  и наибольшее  значения 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Суммарное  напряжение  сток — затвор: 

для  групп  Е,  Ж,  И,  К 15  В 

для  групп  Л,  М і7  в 

Напряжение  сток— исток  1 \ ' ю в 

Рассеиваемая  мощность  120  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  55 


до  + 85-  С 


1 Напряжение  на  стоке  отрицательное  относительно  истока,  на  затворе  — 
положительное.  - к 


г 

наг 

03(Е-М) 

ч 

Ліси=5В 

и^и=о 

-1  МОм  - 

€ 

0,5  1 3 ГО  нГц 


Зависимость  фактора  шума  от  соп-  Зависимость  фактора  шума  от  час- 

ротивлення  источника  сигнала. 


тоты. 
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КП201Е,  КП201Ж,  КП201И,  КП201К,  КП201Л 

Кремниевые,  планарные  полевые  транзисторы  с р-п  переходом  и 
каналом  р-типа.  Напряжение  на  стоке  отрицательное  относительно 
истока,  на  затворе  — положительное. 

Транзисторы  бескорпусные.  Масса  прибора  не  более  5 мг. 


Электрические  параметры 


Параметры 

КГ1201Е 

КП201Ж 

кто  іи 

КП201К 

КП201Л 

Іок  стока  при  і/си  = 10  В, 
у3п  = 0'  мА 

0,3-0,65 

0,55—1,2 

1.0-2, 1 

1,7-3, 8 

3, 0-6,0 

Крутизна  характеристики 
при  і/си  = 10  В,  (/зи  = 0 не 
менее,  мА/В . 

0,4 

0,7 

0,8 

1,4 

1,8 

Напряжение  отсечки  при 
4/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА  не 
более,  В 

1,5 

2,2 

3,0 

4,0 

6,0 

Ток  затвора  при  Ц3„=Ъ  В,  (Ус„=  0 не  более  10  мА 
Коэффициент  шума  при  (Уси  = 5 В,  ІІ3»  = 0,  ( — 

= 1 кГц  не  более' 3 дБ 

Г. м кость  входная  при  1/см  = 10  В,  ІІза  — 0,  [ — 

= 40  кГц  не  более 20  пФ 

Пмкость  проходная  при  (/си=10  В,  і/зи  = 0, 

/ = 40  кГц  не  более 8 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток  (исток) — затвор  15  В 

Напряжение  сток — исток 10  В 
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Рассеиваемая  мощность  1 в условной  микросхеме  ....  60  мВт 


Температура  перехода 135°  С 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 40 

до  85°  С 


1 В интервале  температуры  от  35  до  85°  С рассеиваемая  мощность  рассчи- 
тывается по  формуле 


Р 


макс 


135—  Г 
1.75 


, мВт. 


МЛ/8 


-80  -40  О 40  80  °С 
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Зависимость  крутизны  от  темпе-  Зависимость  фактора  шума  от  час- 

ратуры.  тоты. 


КП301Б 


Кремниевые  МОП-транзисторы,  планарные,  полевые,  с изолирован- 
ным затвором  и индуцированным  каналом  р-типа. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,7  г. 


406 


Электрические  параметры 


Ток  затвора  при  Уси  = 0,  ІІза  = 30  В не  более 0,3  нА 

Начальный  ток  стока  1 не  более  0,5  мкА 

Ток  порога  1 при  Нзи  = 6,5  В не  менее 10  мкА 

Статическая  крутизна  характеристики 1 при  /с  = 5 мА, 

[ = 50  -г-  1500  Гц  не  менее 1,0мА/В 

Пороговое  напряжение  1 при  /с  = 0,3  мА 4,2  В 

Коэффициент  усиления  по  мощности 2 при  /=  ІО8  Гц, 

7?г  = 1 кОм 15  дБ 

Входная  и выходная  емкости  2 при  / = ІО7  Гц  не  более  3,5  пФ 

Проходная  емкость  2 при  /=  ІО7  Гц  не  более 1,0  пФ 

Коэффициент  шума 2 при  / = ІО8  Гц,  /?г  = 1 кОм  не 
более 9,5  дБ 


1 При  С/си  = 15  В. 

2 При  Пси  = 15  В.  /с  = 5 мА. 


Зависимость  крутизны  от  тока. 
Дана  зона  разброса  для  95%  при- 
боров. 


О 2 4 6 8 кОм 


Зависимость  фактора  шума  от  соп- 
ротивления источникасигнала.  Дана 
зона  разброса  для  95%  приборов. 


Зависимость  фактора  шума  от  час-  Зависимость  крутизны  от  темпе* 

тоты.  ратуры. 


В 
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КП301Б 

Ц 'си~ ^ 

'В,  ІС= 

0,3  мА 

т 

Зависимость  порогового  напряже- 
ния от  температуры. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор — исток 30  В 

Напряжение  сток — исток1 20  В 

Ток  стока 15  мА 

Рассеиваемая  мощность  2 при  20'  С 200  мВт 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 40 


до  +70°  С 


1 Напряжение  на  стоке  отрицательное  относительно  истока  и подложки* 
на  затворе  — также  отрицательное. 

2 В интервале  температур  от  20  до  55°  С рассеиваемая  мощность  рассчи- 
тывается по  формуле 

Ямякс  = 200  — 1.5  (Г  °С  — 20),  мВт 


КП302А,  КП302Б,  КП302В 

Кремниевые  планарные  полевые  транзисторы  с р-п  переходом 
и каналом  п-типа.  Напряжение  на  стоке  положительное  относительно 
истокд,  а на  затворе  — отрицательное. 

Выпускаются  в металлическом  корпусе  с гибкими  выводами.  Масса 
транзистора  не  более  1,5  г. 

Исток  М Н 302 


Электрические  параметры 


Ток  стока1  при  (7ЗИ  = 0,  (7СИ  = 7 В: 

для  КП302А 3—24  мА 

для  КП302Б 18—43  мА 

для  КП302В 33  мА 

Ток  затвора  при  Ц3„  = 10  В не  более  . . , . . . . 10  нА 

Крутизна  характеристики  при  (Уси  = 7 В,  (7ЗИ  = 0, 

/ = 50  -г-  1500  Гц  не  менее: 

для  КП302А 5 мА/В 

для  КП302Б 7 мА/В 

Напряжение  отсечки  при  ІІСИ  — 7 В,  !с  = 10  мкА 
не  более:  ѵ 

для  КП302А 5 В 

для  КП302Б 7 В 

для  КП302В ' 10  В 


1 При  Пси  = 10  В для  КП302В 
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Сопротивление  канала  при  Г/си  = 0,2  В,  ІІЗН  — О 


' для  КП302Б 150  Ом 

для  КП302В 100  Ом 

Емкость  входная1  при  = 10  В,  / = Ю7  Гц 

не  более 20  пФ 

Емкость  проходная1  при  (7СИ  = Ю В,  / = 107  Гц 

не  более 8 пФ 

Обратный  ток  перехода  сток— затвор  при  і/зс  = 

= 20  В не  более ' МКА 


1 При  /с  = 3,  18  и 33  мА  для  групп  А,  Б и В соответственно. 


Выходные  характеристики. 


Выходные  характеристики. 


Выходные  характеристи- 
ки. 
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Начальные  участки  выходных  ха- 
рактеристик. 


Начальные  участки  выходных  ха- 
рактеристик. 


Начальные  участки  вы- 
ходных характеристик. 
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Зависимость  крутизны 
от  температуры.  Дана 
зона  разброса. 


Зависимость  тока  стока  Зависимость  крутизны 
от  температуры.  Дана  от  напряжения  на  сто- 
зона  разброса.  ке. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор — исток: 

для  КП302А,  КП302Б Ю В 

для  КП302В 12  В 

Напряжение  сток  — исток 20  В 

Напряжение  сток  — затвор.  20  В 

Ток  стока: 

для  КП302А 24  мА 

для  КП302Б,  В 43  мА 

Ток  затвора  при  прямом  смещении 6 мА 

Рассеиваемая  мощность 1 300  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды ^ЮО^С 


1 В интервале  температуры  от  20  до  100°  С рассеиваемая  мощность  рас- 
считывается по  формуле 

Рмакс  = 300-  2(7'-20)'  МВТ- 


КПЗОЗА,  кпзозб,  кпзозв,  кпзозг,  кпзозд, 
КПЗОЗЕ,  кпзозж,  кпзози 


Кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  транзисторы 
с р-п  переходом  и каналом  л-типа.  Напряжение  на  стоке  положитель- 
ное относительно  истока,  на  затворе  — отрицательное. 

Выпускается  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 
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Ток  затвора  при  II 3„  = 10  В,  (Уси  = 0 не  более: 
для  КП303А,  КП303Б,  КПЗОЗВ,  КПЗОЗД, 

КПЗОЗЕ 1 нА 

для  КПЗОЗГ 0,1  нА 

для  КПЗОЗЖ,  КПЗОЗИ 5 нА 

Коэффициент  шума  1 при  і/си  = 10  В,  (Узи  = О, 

I = ІО8  Гц  не  более 4 дБ 

Электродвижущая  сила  шума 2 при  (/с„  = 10  В, 

і/зи  = 0,  і = ІО3  Гц  не  более:  

для  КПЗОЗА 30  нВ IV  Гц 

для  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ 20  нВ//Пі 

для  КПЗОЗЖ,  КПЗОЗИ 100  пВ/Г  Гц 

Среднеквадратичный  шумовой  заряд  (для  КПЗОЗГ) 
при  (Уси  = 10  В,  (7ЗП  =0,  Сг  = 10  нФ  не  более  0,6- ІО'10  Кл 

Емкость  входная  не  более 6 пФ 

Емкость  проходная  не  более 2 пФ 

Нестабильность  крутизны  характеристики  не  более  40% 


1 Значение  параметра  дано  для"  КПЗОЗД,  КПЗОЗЕ. 
а Значение  параметра  для  КПЗОЗА,  дано  при  НС1І=  10  В,  1/ди  = О, 
/ = 20  Гц. 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор  — исток 30  В 

Напряжение  сток  — затвор 30  В 

Напряжение  сток  — исток 25  В 

Ток  стока 20  мА 

Ток  затвора 5 мА 

Рассеиваемая  мощность  х: 

при  температуре  от  — 40  до  25°  С 200  мВт 

при  температуре  85°  С 100  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  — 40 

до  +85°  С 


1 В интервале  температуры  от  25  до  85°  С рассеиваемая  мощность  рас- 
считывается  по  формуле 

^макс  ~2°°  — Кб  (7  — 25),  мВт. 

КП304А 

Кремниевые  планарные  полевые  МОП-транзисторы  с индуцирован- 
ным каналом  р-типа. 

Напряжение  на  стоке  отрицательное  относительно  истока,  на  за- 
творе — отрицательное.  . 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  и имеют 
гибкие  выводы.  Масса  прибора  0,9  г. 

КПЗШіЛ  Корпус 
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Электрические  параметры 

Начальный  ток  стока  при  і/си  = 25  В 0,2  мкА 

Ток  затвора  при  (Узи  = 30  В,  Дси=0  не  более  20  нА 
Пороговое  напряжение  при  і/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА 


не  более 5 В 

Крутизна  при  1/си  = 10  В,  /с  = 10  мА,  / = 1 кГц 

не  менее 4 мА/В 

Емкость  входная  при  — 15  В 9 пФ 

Емкость  проходная  при  І/си  = 15  В 2 пФ 

Емкость  выходная  при  V си  = 15  В 6 пФ 

Сопротивление  канала  отпертого  транзистора  . . . 100  Ом 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Ток  стока л 30  мА 

Напряжение  сток  — исток 25  В 

Напряжение  затвор  — исток  или  затвор  — сток  . . 30  В 

Рассеиваемая  мощность  при  температуре  до  55°  С 200  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  —40 

до  +85°  С 

КП305Д,  КП305Е,  КП305Ж,  КП305И 

Кремниевые  планарные  МОП-транзисторы  с изолированным  за- 
твором и встроенным  каналом  п- типа.  Напряжение  на  стоке  положитель- 
ное относительно  истока,  на  затворе  — отрицательное. 

Выпускается  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  затвор  — исток  при  Дси  = 10  В, 
/с=  5 мА: 

для  КП305Д  

для  КП305(Е,  Ж)  

для  КП305И  

Крутизна  характеристики  при  і/си  = 10  В, 
/с  = 5 мА,  і = 1000  Гц: 

для  КП305Щ,  Ж)  

для  КП305Е  

для  КП305И  


0,2  ѵ 2 В 
—0,5  -ь  +0,5  В 
—2,5  ч 0,2  В 


5,2—10,5  мА/В 
4—8  мА/В 
4—10,5  мА/В 
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Ток  затвора  при  (7СИ  = О,  {/зи  = 15  В не  более 

для  КП305(Д,  Ж,  И)  

для  КП305Е  

Напряжение  отсечки  при  і/си  = 10  В,  /с  = 

= 10  мкА  не  более 

Емкость  входная  при  Нси  = 10  В,  /с  = 5 мА, 

[ = 10  мГц  не  более 

Емкость  проходная  при  і/си=10  В,  /с  = 

= 5 мА,  I = 10  МГц  не  более  

Коэффициент  шума  для  КП305Д  и КП305Ж 
при  С/си  = 15  В,  /с  = 5 мА,  I = 250  МГц- 
и при  усилении  по  мощности  не  менее 
13  дБ  не  более  ...» 


1 нА 

5- ІО-12  А 
6 В 
5 пФ 
0,8  пФ 


7,5  дБ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Ток  стока 15  мА 

Напряжение  затвор  — сток ±15  В 

Напряжение  затвор  — исток ±15  В 

Напряжение  сток  — исток  15  В 

Напряжение  сток  — подложка 15  В 

Рассеиваемая  мощность  1: 

при  температуре  от  —60  до  25°  С . 150  мВт 

при  температуре  125°  С ; 50  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 60 

до  125°  С 


1 В интервале  температуры  окружающей  среды  от  25  до  125°  С рассеи- 
ваемая мощность  снижается  линейно. 
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Зависимость  крутизны 
от  температуры. 


Зависимость  крутизны 
от  напряжения  на  зат- 
воре. 


Зависимость  крутизны 
от  тока  стока. 
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Зависимость  входной  емкости  от  напряже- 
ния на  затворе.  Дана  зона  разброса. 
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Зависимость  усиления  по 
мощности  от  частоты.  Дана 
зона  разброса. 


Зависимость  фактора  шума  от  частоты.  Дана 
зона  разброса. 


л 
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КП305А,  КП306Б,  КП306В 


Кремниевые  планарные  полевые  МОП-транзисторы  с двумя  изоли- 
рованными затворами  и встроенным  каналом  п-типа.  Исток  и подложка 
соединены  с корпусом. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  1 г. 


Истон-пвдложка.- 


кпзов 


Электрические  параметры 


Напряжение  затвор  1 — исток  при  1/сн  = 

= 15  В,  /с  = 5 мА,  С/32и  = 10  В: 

для  КП306А  . —0,5  +0,5  В 

для  КП306Б  . .' 0—2  В 

для  КП306В  — 3,5  -г  0 В 

Крутизна  характеристики  при  ІУСМ  =15  В, 

/с  = 5 мА,  (/32и  = 10  В,  /=1  кГц  . . . . 3—8  мА/В 

Напряжение  отсечки  при  ІІСИ  = 15  В,  (У32и  = 

= 10  В,  /с  = 10  мкА  не  более: 

для  КП306А,  КП306Б 4 В 

для  КП306В  6 В 

Ток  первого  затвора  при  (/з1„  = 20  В, 

і/си  = ^з2и  = 0 не  более 5 мА 

Емкость  входная  при  (Уси=  20  В,  /с  = 

= 5 мА,  Г/3211  = 10  В не  более 5 пФ 

Емкость  проходная  при  (Уси  = 20  В,  /с  = 

= 5 мА,  Нз2и  = 10  В не  более 0,07  пФ 

Коэффициент  шума  при  і/с„=  20  В,  /с  = 

= 5 мА,  І = 100  МГц,  1/32и=  10  В не 

более 7 дБ 

Входное  сопротивление  на  частоте: 

60  МГц  12  кОм 

100  МГц 5 кОм 

14  Зак,  428  417 


Характеристики  по  второму  затвору: 

крутизна  не  менее 2 мА/В 

входная  емкость  не  более 4 пФ 

проходная  емкость  не  более 1 пФ 

коэффициент  шума  не  более 10  дБ 

ток  затвора  2 не  более 5 нА 

квадратичный  участок  по  затвору  2 не 

менее . 1 В 

емкость  между  затворами  1 и 2 не  более  0,01  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  затвор  1 — исток 20  В 

Напряжение  затвор  2 — исток 20  В 

Напряжение  затвор  1 — сток  . . . 20  В 

Напряжение  затвор  2 — сток 20  В 

Напряжение  затвор  1 — затвор  2 25  В 

Напряжение  сток  — исток 20  В 

Ток  стока 20  мА 

Рассеиваемая  мощность  1: 

при  температуре  от —60  до  35°  С 150  мВт 

при  температуре  125°  С 50  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  —60 

до  125°  С 


Переходная  характеристика  по  Переходная  характеристика  по 
первому  затвору.  второму  затвору. 

1 В интервале  температуры  окружающей  среды  от  35  до  125®  С рассеи- 
ваемая мощность  снижается  линейно 
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Зависимость  проходной  емкости  пер-  Зависимость  проходной  емкости 
вый  затвор — сток  от  напряжения  на  первый  затвор— сток  от  напряжения 
втором  затворе.  на  стоке. 


Зависимость  усиления  по  мощности  от  Зависимость  усиления  по  мощности 
тока  стока.  от  напряжения  на  втором  затворе. 


14* 
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Зависимость  усиления  по  мощности  от 
частоты. 


Зависимость  фактора  шума  от  на- 
пряжения на  втором  затворе. 


КП350А,  КП350Б,  КП350В 

Кремниевые  планарные  полевые  МОП-транзисторы  с двумя  изоли- 
рованными затворами  и встроенными  каналом  п-типа. 

Напряжение  на  стоке  положительное  относительно  истока,  на 
затворах  — отрицательное. 

Выпускаются  в металлическом  герметичном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Масса  транзистора  не  более  1 г. 


КП350 


Электрические  параметры 


Крутизна  характеристики  при  і/32ц  = 5 В,  = 10  В, 

/с  = 10  мА,  /==0,05—1,5  кГц  не  менее: 

при  температуре  от  — 40  до  20°  С 6 мА/В 

при  температуре  85°  С 4 мА/В 

Начальный  ток  стока  при  II  са  = 15  В не  более: 

для  КП350А,  КП350Б 3,5  мА 

для  КП350В 6 мА 

Напряжение  отсечки  при  (/з2и  = 6 В,  і/си  = 15  В,  /с  = 

= 0,1  мА  не  более 6 В 

Ток  затвора  при  1/з1и  = — 15  В,  ІУз2и  = 15  В не  более  5 нА 
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Коэффициент  шума1  при  І132п  — б В,  і/сн  = 10  В.  /с  = 

= !0  мА,  ! = 4-  ІО3  Гц  не  боЛее 6 дБ 

Емкость  входная  при  6/си  = 10  В,  Пз1и  = ІІ32 и = 0, 

I = 107  Гц  не  более 6 пф 

Емкость  выходная  при  (УСИ=10В,  ІІЗІМ  = (У32и  = 0, 

(—  ІО7  Гц  не  более 6 пф 

_ Емкость  проходная  при  і/си=10  В,  Г/з1и  — і/з2и  = 0, 

ІО7  Гц  не  более 0,07  пФ 

Проводимость  выходная  при  і/си  = 10  В,  (У32и  — 6 В, 

/с  = 10  мА  не  более  250  мкС  м 

Рабочая  частота  для  КП350А  не  менее 250  МГц 


1 При  I — 10®  Гц  для  КП350Б,  КП350В 


Выходные  характеристики  в режи- 
ме обогащения. 


Выходные  характеристики  в режи- 
ме  обеднения. 


Выходные  характеристики  в режи- 
ме обогащения. 
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Выходные  характеристики  в режи- 
ме обеднения. 
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Зависимость  напряжения  отсечки 
от  температуры. 


Зависимость  усиления  по  мощности 
от  частоты. 


Зависимость  фактора  шума  от  час- 
тоты. 


Зависимость  фактора  шума  от  на- 
пряжения на  стоке. 


422 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор  1 — исток 15  В 

Напряжение  затвор  2 — исток 15  В 

Напряжение  сток — исток  15  В 

Напряжение  затвор  / — сток 20  В 

Напряжение  затвор  2 — сток 15  В 

Ток  стока  . 30  мА 

Рассеиваемая  мощность  1: 

при  температуре  от  —40  до  25°  С ". 200  мВт 

при  температуре  85°  С 100  мВт 

Диапазон  температуры  окружающей  среды От  — 40 

до  85°  С 


1 В интервале  температуры  окружающей  среды  от  25  до  85°  С рассей, 
ваемая  мощность  снижается  линейно. 


Часть  четвертая 


СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ  МИКРОСХЕМ 


Раздел  двадцать  третий 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  ЛОГИЧЕСКИЕ 
МИКРОСХЕМЫ 

МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КЮ4 

Диодно-транзисторные  логические  схемы,  изготовленные  по  планар- 
но-эпитаксиальной технологии  на  основе  кремния. 

Корпус  — плоский  стеклянный  с 14  выводами.  Масса  0,35  г. 


Состав  серии 

К1ЛИ041  — двухвходовой  логический  элемент  И. 

К1ЛИ042  — трехвходовой  логический  элемент  И. 

К1ЛИ043  — четырехвходовой  логический  элемент  И. 

К1ЛИ044  — два  трехвходовых  логических  элемента  И. 

К1ЛИ045  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И. 

К1ЛБ041  — логический  элемент  И-НЕ  с расширением  по  И и ИЛИ. 
К1ЛБ042  — двухвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с расширением 
по  И и ИЛИ. 

К1ЛБ043  — трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с расширением 
по  И и ИЛИ. 
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К1ЛБ044  — четырехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с расшире- 
нием по  И и ИЛИ. 

К1НД041  — трехвходовая  диодная  сборка. 

К1НД042  — четырехвходовая  диодная  сборка. 

К1НД043  — две  трехвходовые  диодные  сборки. 

К1НД044  — две  четырехвходовые  диодные  сборки. 


Эксплуатационные  данные 
Диапазон  рабочей  температуры 


От  —10 
до  +85°  С 


К1ЛИ04Г 

Двухвходовой  логический  элемент  И. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В±  10% 

Обратное  напряжение  входных  диодов  не  бо- 
лее   4,5  В 

Прямое  напряжение  на  входных  диодах  0,55—0,9  В 

Прямое  напряжение  на  переходе  база  — эмит- 
тер транзистора 0,55 — 0,9  В 

Входной  ток  схемы  не  более 2,2  мА 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 
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К1ЛИ042 


Трехвходовой  логический  элемент  И. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛИ041. 


К1ЛИ043 


Четырехвходовой  логический  элемент  И. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛИ041. 


К1ЛИ044 

Два  трехвходовых  логических  элемента  И. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛИ041. 
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Входы  Входы 


К1ЛИ045 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  И. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛИ041. 


К1ЛБ041 

Логический  элемент  И-НЕ  с расширением  по  И и ИЛИ. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания  (±10%) +6,3  В 

—2,4  В 
+3,0  В 

Мощность  потребления  не  более 20  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,6  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,5  В 

Время  задержки  включения  при  Сн  = 50  пФ  не  более  130  нс 
Время  задержки  выключения  при  С„  = 50  пФ  не  более  170  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 5 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 4 

Коэффициент  объединения  по  входу  ИЛИ  не  более  ....  -3 

Напряжение  помехи  не  более . 0,5  В 


К1ЛБ042 

Двухвходовой  логический  элемент  И-НЕсрасширением  по  И и ИЛИ. 
Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛБ041. 


К1ЛБ043 

Трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с расширением  по  И и ИЛИ. 
Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛБ041. 


Еп1(+6,ЗВ)  Еп3(+3,0В) 
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К1ЛБ044 

Четырехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с расширением  по 
И и ИЛИ. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  схемы  К1ЛБ041. 


К1  НД042 

Четырехвходовая  диодная  сборка. 

К1НД043 

Две  трехвходовые  диодные  сборки. 


К1НД044 

Две  четырехвходовые  диодные  сборки. 

К1НД0Ч2 

К1НД0Ч1  до- ІЗ— , К1НД0ЧЗ 

50 — И — 700— І<| — 50— К 5 0 — К — 700— М — 50-М — ' 

700 — К] 770— КЪ—  700— («3—  50— і<^—  770— М—  ѴО— ' 

77  О — И — 70-4<1—  770— М—  40 — К1 70— К}—  7ѴО— (<І— 

Во — — — 80—— — 80—— — 7о— — — во—— — 70 


К1НД0ЧЧ 

9о — х — го— «і — 


Электрические  параметры 


Обратное  напряжение  на  диодах  не  более 4,5  В 

Прямое  напряжение  на  диодах 0,55 — 0,9  В 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К106 


Транзисторно-транзисторные  логические  полупроводниковые  схе- 
мы, выполненные  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  на  основе 
кремния. 

Корпус  — прямоугольный  стеклянный  с 14  выводами.  Масса 
0,35  г. 


К1ЛБ06П  - 
К1ЛБ062) 
К1ЛБ0631  - 
К1ЛБ064) 
К1ЛБ0651 
К1ЛБ066)  ' 
К1ЛБ067І 
К1ЛБ068)  ' 
К1ЛБ069  1 
К1 ЛБ  0610/ 
К1ЛР06П  - 
К1ЛР062) 
К1ЛР063І  - 
К1ЛР064) 

кілпобп 

К1ЛП062І  ■ 

кілпобзі 

К1ЛП064)  " 
К1ЛП0651 
К1ЛП066[  ' 
К1ЛП067І 
К1ЛП068)  ■ 
К1ТР06П  - 
К1ТР062) 
К1ТР0631  - 
К 1 ТР064  Г 


Состав  серии* 

- два  логических  элемента  ЗИ-НЕ,  оба  расширяемые 
по  ИЛИ. 

- два  логических  элемента  2И-НЕ,  оба  расширяемые 
по  ИЛИ. 

- логический  элемент  8И-НЕ,  расширяемый  по  ИЛИ. 

- логический  элемент  6И-НЕ,  расширяемый  по  ИЛИ. 

- логический  элемент  4И-НЕ,  расширяемый  по  ИЛИ. 

- логический  элемент  8И-2ИЛИ-НЕ,  расширяемый  по 
ИЛИ. 

-логический  элемент  6И-2ИЛИ-НЕ,  расширяемый  по 
ИЛИ. 

- восьми  входовой  расширитель  по  ИЛИ. 

- шестивходовой  расширитель  по  ИЛИ. 

- два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

- два  трехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

- триггер  с раздельными  входами  с логическими  элемен- 
тами на  входе  ЗИ-НЕ,  расширяемыми  по  ИЛИ. 

- триггер  с раздельными  входами  с логическими  элемен- 
тами на  входе  2И-НЕ,  расширяемыми  по  ИЛИ. 


Схемы  даны  только  для  элементов  с наибольшем  числом  входов. 
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К1ИС061А  — двухразрядный  сумматор. 

К1ИР061А  — восьмиразрядный  последовательный  регистр. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +85°  С 

К1ЛБ061,  К1ЛБ062,  К1ЛБ063,  К1ЛБ064 


Два  логических  элемента  И-НЕ  с возможностью  расширения  по 
ИЛИ. 


Напряжение  источника  питания +5В±ю% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ061,  К1ЛБ063  18  мВт 

для  К1ЛБ062,  К1ЛБ064  7 мВт 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛБ061,  К1ЛБ063  50  нс 

для  К1ЛБ062,  К1ЛБ064  120  но 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,1  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более: 


для  К1ЛБ061,  К1ЛБ063  0,35  В 

для  К1ЛБ062,  К1ЛБ064  0,3  В 

Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

для  К1ЛБ061,  К1ЛБ062  . 3 

для  К1ЛБ063,  К1ЛБ064  2 

Коэффициент  разветвления  по  выходу .10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ065,  К1ЛБ066,  К1ЛБ067,  К1ЛБ068, 
К1ЛБ069,  К1ЛБ06І0 


Логический  элемент  И-НЕ,  расширяемый  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания -4-5  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ065,  К1ЛБ067,  К1ЛБ069  Ій  мВт 

для  К1ЛБ066,  К1ЛБ068,  К1ЛБ0610 7 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более: 

для  К1ЛБ065,  К1ЛБ067,  К1ЛБ069  0,35  В 

для  К1ЛБ066,  К1ЛБ068,  К1ЛБ0010 0,3  В 
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Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛБ065,  К1ЛБ097,  К1ЛБ069  60  нс 

для  К1ЛБ066,  К1ЛБ068,  К1ЛБ0610  140  нс 

Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

К1ЛБ065,  К1ЛБ066  8 

К1ЛБ067,  К1ЛБ068  6 

К1ЛБ069,  К1ЛБ0610 4 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . . 10 

Напряжение  помехи  не  более  . . . . ; 0,4  В 


К1ЛР061,  К1ЛР062,  К1ЛР063,  К1ЛР064 

Логический  элемент  И-ИЛИ-НЕ  с расширением  по  ИЛИ. 


14 

1 — ■ 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +5  в ± 10% 

Мощность  потребления  и?  более: 
для  К1ЛР061,  К1ЛР063  . . 
для  К1ЛР062,  К1ЛР064 
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24  мВт 
10  мВт 


Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛР061,  К1ЛР063  60  нс 

для  К1ЛР062,  К1ЛР064  . 140  нс 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более: 

для  К1ЛР061,  К1ЛР063  0,35  В 

для  К1ЛР062,  К1ЛР064  0,3  В 

Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

для  К1ЛР061,  К1ЛР062  4 

для  К1ЛР063,  К1ЛР064  2 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


К1ЛП061,  К1ЛП062,  К1ЛП063,  К1ЛП064 

Расширители  по  ИЛИ. 


і 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  . . . 
Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

для  К1ЛП061,  К1ЛП062  

для  К1ЛП063,  К1ЛП064  


+5  В ± 10% 

8 

6 
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Время  задержки  распространения  при  подключе- 
нии к логическим  схемам  не  более: 


серии  К1ЛП061,  К1ЛП063  160  нс 

серии  К1ЛП062,  К1ЛП064  250  но 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛП065,  К1ЛП066,  К1ЛП067,  К1ЛП068 

Расширители  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания -|-5  в гЬ  10% 

Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

для  К1ЛП065,  К1ЛП066  4 

для  К1ЛП067,  К1ЛП068  з 

Время  задержки  распросгранения  при  подключении 
к логическим  схемам  не  более: 

серии  К1ЛП065,  К1ЛП067  140  нс 

серии  К1ЛП066,  К1ЛП068  170  но 
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К1ТР061,  К1ТР062,  К1ТР063,  К1ТР064 

Триггер  с раздельными  входами  и возможностью  расширения  по 
ИЛИ. 


Е„і(+5В) 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +5  В±  10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ТР061,  К1ТР063  — . . . 36  мВт 

для  К1ТР062,  К1ТР064  14  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более: 

для  К1ТР06І,  К1ТР063  0,35  В 

для  К1ТР062,  К1ТР064  0,3  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ТР061,  К1ТР063  ; . . . 50  нс 

для  К1ТР062,  К1ТР064  120  нс 

Коэффициент  объединения  по  входу  И: 

для  К1ТР061,  К1ТР062  3 

для  К1ТР063,  К1ТР064  2 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  9 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 
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К1ИР061 


Таблица,  истинности. 


іп 

іп+8 

А 

в 

5 

0 

0 

0 

0 

\ 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

/00  е* 


К1ИС061А,  К1ИС061Б 

Двухразрядный  сумматор. 

Электрические  параметры 


К1ИС061А 

Напряжение  источника  питания +5В±  10% 

Мощность  потребления  Ю0  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не 

менее 27В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не 

более  . . ^ 0,28  В 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 

Время  распространения  сигнала  не  бо- 
лее   60  нс 


К1ИР061А,  К1ИР061Б 

Восьмиразрядный  последовательный  регистр. 

Электрические  параметры 


К1ИР061А 

Напряжение  питания +5  В ±10% 

Мощность  потребления 100  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не 

менее 27В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  бо- 
лее   0,28  В 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 

Время  распространения  сигнала  не  более  60  нс 


К1ИС061Б 

+5В±10% 
100  мВт 

2,2  В 

0,5  В 
0,5  В 

100  нс 


К1ИР061Б 
+5  В ± ЮУо 
100  мВт 

2,2  В 

0,5  В 
0,5  В 
100  нс 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КЮ8 

Логические  элементы  на  МОП-транзисторах.  Изготовлены  по  пла- 
нарно-эпитаксиальной технологии  на  кристалле  кремния. 

Корпус  — прямоугольный,  стеклянный,  с 14  выводами.  Масса  0,35  г. 


К1ЖЛ081  — многофункциональный  логический  элемент. 
К1КТ081  — многоканальный  коммутатор. 

К1ЛР081  — кворум-элемент. 

К1ТК081  — двойной  триггер. 
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Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания — 27  В±  10% 

Рабочий  диапазон  температуры От  — 45 

до  +85°  С 


К1ЖЛ081 


Многофункциональный  логический  элемент. 
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■*яО  'А О °оО 


Электрические  параметры 

‘ 

Мощность  потребления  не  более  . . 98  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 9,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  —0,7  В 

Ток  утечки  по  входам  не  более 0,2  мкА 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  6,0  мкс 


К1КТ081 


Многоканальный  коммутатор. 


Электрические  параметры 


Напряжение  коммутации  0-і 10  В 

0-Н+  Ю В 

Сопротивление  открытого  канала  не  более 250  Ом 

Сопротивление  закрытого  канала 2 • ІО7  Ом 


К1ЛР081 

Кворум-элемент. 
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боо 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 50  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 22  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 1,0  В 

Ток  утечки  по  входам  не  более 0,2  мкА 

Время  задержки  включения  не  более  11  мкс 

Время  задержки  выключения  3 мкс 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 

К1ТК081 


Двойной  триггер. 


Земля 

? 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  100  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 Не  менее  ....  — 9,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 0,7  В 

Напряжение  помехи  не  более і’  В 

Частота  переключения  До  100  кГц 

Максимальная  тактовая  частота  не  более  100  кГц 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КПЗ 

Резисторно-транзисторные  логические  схемы  с малым  потребле- 
нием мощности,  выполненные  по  планарно-эпитаксиальной  техноло- 
гии на  кристалле  кремния.  Корпус  — плоский  металлостеклянный 
с 14  выводами.  Масса  0,45  г. 

4 


К1ЛБ131 

К1ЛБ132 

К1ЛБ133 


К1ЛБ134 

К1ЛБ135 

К1ИЛ131 

К1ТР131 

К1ЛС131 


четыре  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 
два  четырехвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 
двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и трехвхо- 
довой элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагрузочной  спо- 
собностью. 

трехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной 
нагрузочной  способностью. 

двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и три  двух- 
входовых логических  расширителя  по  ИЛИ. 
полусумматор. 

триггер  и двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 
четырехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  —10 
до  +70°  С 


К1ЛБ131 


Четыре  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 
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Напряжение  источника  питания  4В±  10% 

Мощность  потребления  не  более 3,2  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  на  один  базовый 

элемент  не  более .' 500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  4 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,25  В 

Выходной  ток 82—150  мкА 

Входной  ток  не  более г 20,5  мкА 


К1ЛБ132 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 


ѵ 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  4 В±  10% 

Мощность  потребления  не  более  1,7  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . , . . 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  на  базовый  эле- 
мент не  более 500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,25  В 

Выходной  ток 82—150  мкА 

Входной  ток  не  более- 20,5  мкА 


К1ЛБ133 

Двухвходовон  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и трехвходовой  логи- 
ческий элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагрузочной  способностью. 


Напряжение  источника  питания +4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  (вывод  10  соединен 

с выводом  9) 7,2  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  (вывод 

10  соединен  с выводом  9) 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,55  В 

Время  переключения  из  состояния  0 в состояние  1 

не  более 500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  50 

Напряжение  помехи  не  более 0,8  В 

Выходной  ток 82—150  мкА 

Входной  ток  не  более 20,5  мкА 
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К1ЛБ134 


Трехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагру- 
зочной способностью. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  (вывод  10  соединен 

с выводом  9) 7,2  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  (вывод  10 

соединен  с выводом  9) 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,55  В 

Время  переключения  из  состояния  0 в состояние  1 

не  более  . 500  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  50 

Напряжение  помехи  не  более 0,8  В 

Выходной  ток  не  более  20,5  мкА 


К1ЛБ135 

Двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и три  двухвходовых 
логических  расширителя  по  ИЛИ. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  -|-4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более 0,8  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  на  базовый 

элемент  не  более 500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,25  В 

Выходной  ток 82—150  мкА 

Входной  ток  не  более 20,5  мкА 


К1ИЛ131 


Полусумматор. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более 4,2  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 
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Время  задержки  распространения  на  базовый 

элемент  не  более  . . . 500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,25  В 

Выходной  ток  по  выходу  13  82 — 150  мкА 

Входной  ток  не  более  20.5  мкА 


КІТРіЗІ 


Триггер  и двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


1 V 


Электрические  параметры. 

Напряжение  источника  питания  +4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более ....  3,1  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  на  элемент 

не  более '000  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,25  В 

Выходной  ток  по  выходу  13 - • 82 — 150  мкА 

Входной  ток  не  более 19,5  мкА  __ 
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ѵ К1ЛС131 

Четырехвходовой  элемент  ИЛИ-И  и двухвходовон  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Напряжение  источника  питания 4 В±  10% 

Мощность  потребления  не  более 3,7  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  500  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 4 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,25  В 

Выходной  ток 82—150  мкА 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КП4 

Резисторно-транзисторные  логические  полупроводниковые  крем- 
ниевые схемы,  выполненные  по  совмещенной  технологии.  Предназна- 
чены для  вычислительных  устройств  и обработки  цифровой  информа- 
ции с малым  потреблением  мощности  от  источников  питания. 


15  Зак.  428 
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ЬоО- 


Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 12  выводами. 
Масса  1,6  г. 

Цветная  точка  на  крышке  указывает  первую  ножку. 


Мет  на  на  нрышке  корпуса 


■I 


10 


К1ЛП141  (А,  Б)  — четыре  логических  элемента  НЕ-НЕТ. 

К1ЛП142  (А,  Б)  — четыре  расширителя  по  НЕТ. 

К1ЛП143  (К  Б)  — шестивходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕТ. 

К1ЛП144  (А,  Б)  — два  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕТ. 

К1ЛП145  (А,  Б)  — два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

К1ЛБ141  (А,  Б)  — два  четырехвходовых  логических  элемента 
ИЛИ-НЕ.  / 

К1ЛБ142  (А,  Б)  — двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ  с повы- 
шенной нагрузочной  способностью. 

К1ЛБ 143  (А,  Б)  — двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и 
двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ  с повы- 
шенной нагрузочной  способностью. 

К1ИЛ141  (А,  Б)  — полусумматор  и двухвходовой  логический  эле- 
мент ИЛИ-НЕ.' 

К1ИР141  (А,  Б)  — разряд  двухтактного  регистра  сдвига. 

К1ТР141  (А,  Б)  — триггер  с раздельными  входами. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  —10 
до  +70°  С 


К1ЛШ41А,  К1ЛП141Б 


Четыре  логических  элемента  НЕ-НЕТ. 
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Расширительные  Выходы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛП141 А 2,3  мВт 

для  К1ЛП141Б 3,4  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛП141А 650  нс 

для  К1ЛП141Б 600  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Выходной  ток: 

для  К1ЛП141А 70—110  мкА 

для  К1ЛП141Б.  100—180  мкА 

Входной  ток: 

для  К1ЛП141А 6—34  мкА 

для  К1ЛП141Б 6—48  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 


К1ЛП142А,  К1ЛП142Б 

Четыре  расширителя  по  НЕТ.  Используется  с другими  логиче- 
скими схемами. 

15* 
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Электрические  параметры 


Входной  ток: 

для  К1ЛП142А 6—34  мкА 

для  К1ЛП142Б 6—48  мкА 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  .....  0,2  В 


К1ЛП143А,  К1ЛПШВ 

Шестивходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕТ. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  -)-4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛП143А 1,15  мВт 

для  К1ЛП143Б 1,7  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . . 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛП143А 1300  нс 

для  К1ЛП143Б 1200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Входной  ток: 

для  К1ЛП143А 6 — 17  мкА 

для  К1ЛШ43Б 6 — 24  мкА 
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Выходной  ток: 

для  К1ЛП143А 60-160  мкА 

для  К1ЛП143Б 85—193  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 


К1ЛП144А,  К1ЛП144Б 

Два  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕТ. 
Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  -)-4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛП144А 2,5  мВт 

для  К1ЛП144Б 3,6  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 6,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛП144А 1300  нс 

для  К4ЛП144Б 1200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  4 

Входной  ток: 

для  К1ЛП144А  6—17  мкА 

для  К1ЛП144Б 6—24  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ЛП144А.  . 60—116  мкА 

для  К1ЛП144Б 86—193  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 
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К1ЛП145А,  К1ЛП145Б 


Два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ.  Используется  с дру- 
гими логическими  схемами  серии. 
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Электрические  параметры 


Входной  ток: 

для  К1ЛП145А 6—17  мкА 

для  К1ЛП145Б в— 24  мкА 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,2  В 


К1ЛБ141А,  К1ЛБ141Б 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +4  в±  10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ141А ^2  мВт 

для  К1ЛБ141Б \^  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  более  . . . . 6,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛБ141А  650  нс 

для  К1ЛБ141Б 600  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Входной  ток: 

для  К1ЛБ141А 6—17  мкА 

для  К1ЛБ141Б 6—24  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ЛБ141А 70—110  мкА 

для  К1ЛБ141Б 100-180  мкД 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 
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К1ЛБ142А,  К1ЛБ142Б 


Двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ  с повышенной  нагрузоч- 
ной способностью. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +4  В сЬ  10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ142А 2,3  мВт 

для  ІЦЛБ142Б 3,4  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛБ142А 1300  нс 

для  К1ЛБ142Б  1200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  10 

Входной  ток: 

для  К1ЛБ142А 6 — 51  мкА 

для  К1ЛБ142Б . 6—72  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ЛБ142А 26 — 330  мкА 

для  К1ЛБ142Б 38 — 540  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 
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К1ЛБ143А,  К1ЛБ143Б 


Двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и двухвходовой  логи- 
ческий элемент  ИЛИ  с повышенной  нагрузочной  способностью. 


Контрольные  Выходы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В±  10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ143А 35  мВт 

для  К1ЛБ143Б 39  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  1,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ЛБ143А 1300  нс 

для  К1ЛБ143Б 1200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  80 
Входной  ток: 

для  К1ЛБ143А 6 — 17  мкА 

для  К1ЛБ143Б 6 — 24  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ЛБ143А 70—110  мкА 

для  К1ЛБ143Б 100 — 180  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 


457 


I 


К1ИЛН1А,  К1ИЛ141Б 


Полусумматор  и двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ИЛ141А 2,9  мВт 

для  К1ИЛ141Б 4,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ИЛ141А 1300  нс 

для  К1ИЛ141Б 1200  нс 

Входной  ток: 

для  К1ИЛ141А 6-32  мкА 

для  К1ИЛ141Б 6 — 46  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ИЛ141А 43—116  мкА 

для  К1ИЛ141Б 62—193  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 


- 


458 


К1ИР141А,  К1ИР141Б 


Разряд  двухтактного  регистра  сдвига. 

Ея+ЧВ 

10  ІО  12  1 110  60  ВО  70 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  +4  В ± 10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ИР141А 4,8  мВт 

для  К1ИР141Б 7,1  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ИР141А 1950  нс 

для  К1ИР141Б 1800  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Входной  ток: 

для  К1ИР141А 6—32  мкА 

для  К1ИР141Б 6 — 46  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ИР141А 42—112  мкА 

для  К1ИР141Б 62—193  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 
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К1ТР141  А,  К1ТРИ1Б 


Триггер  с раздельными  входами. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В±  10% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ТР141А 2,4  мВт 

для  К1ТР141Б , 3,6  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,2  В 

Время  задержки  распространения  не  более: 

для  К1ТР141А 1300  нс 

для  К1ТР141Б 1200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Входной  ток: 

для  К1ТР14ГА 6—34  мкА 

для  К1ТР141Б  6—48  мкА 

Выходной  ток: 

для  К1ТР141А 60—116  мкА 

для  К1ТР141Б 86—193  мкА 

Напряжение  помехи  не  более 0,2  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КП5 

Резистивно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по  сов- 
мещенной технологии  на  кристалле  кремния,  с изоляцией  элементов 
диффузионным  переходом. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  с малой  потребляемой  мощностью. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  0,45  г. 

Состав  серии 

К1ЛБ151  — четыре  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 
К1ЛБ152  — два  четырехвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 
К1ЛБ153  — двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и трехвхо- 
довой логический  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагру- 
зочной способностью. 


і 
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К1ЛБ154  — трехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной 
нагрузочной  способностью. 

К1ЛП151  — двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и три  двух- 
входрвых  логических  расширителя  по  ИЛИ. 

К1ЛС151  — четырехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-И  и двух- 
входовой логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 

КНР  151  — триггер  и двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания  ' +4  В±  10% 

Рабочий  диапазон  температуры От  — 10 

до  +70°  С 


К1ЛБ151 

Четыре  двухвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 


13  12  11  ю 
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Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 
Время  задержки  распространения  не  более 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Статическая  помехоустойчивость  не  менее 


12  мВт 
0,78  В 
0,22  В 
150  нс 
4 

0,15  В 


К 1 «Л  Б 152 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 
Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ’ ' ‘ ' 
Время  задержки  распространения  не  более  . 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Статическая  помехоустойчивость  не  менее 


5,5  мВт 
0,78  В 
0,22  В 
150  нс 
4 

0,15  В 


К1ЛБ153 


ческ.цГэТм0еТилинрСКеЙ  9ЛШеНТ  ИЛИ‘НЕ  И ^«входовой  логи- 
ческии  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагрузочной  способностью. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  (вывод  10  соединен  с выво- 
дом 9)  не  более  

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ". 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 


26,2  мВт 
2,4  В 
0.35  В 
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Время  переключения  из  состояния  :<лог  0»  в состоя- 


ние «лог  Ь не  более 220  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  50 
Статическая  помехоустойчивость  не  менее 0,7  В 


К1ЛБ154 

Трехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  с повышенной  нагру- 
зочной способностью. 

Электрические  параметры  аналогичны  параметрам  К1ЛБ153. 


10 
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К1ЛП151 

Двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и три  двухвходовых 
логических  расширителя  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 3 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0.78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  150  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее 0,15  В 


К1ЛС151 

Четырехвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ  и двухвходовой 
логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более И мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,22  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  300  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее 0,15  В 


К1ТР151 


Триггер  и двухвходовой  логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  41  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  0,78  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,22  В 

Время  задержки  распространения  не  более 300  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  4 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее 0,15  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К120 

Логические  схемы  на  основе  МОП-транзисторов.  Изготовлены 
по  планарной  технологии  на  кристалле  кремния. 

Корпус  — прямоугольный  стеклянный  с 14  выводами.  Масса  0,3  г. 


Состав  серии 

К1ЛЛ201  — два  элемента  ИЛИ  на  шесть  входов  и на  два  входа. 
К1ЛБ201  — три  двухвходовых  элемента  ИЛИ-НЕ-НЕ. 

К1ЛБ202  — три  трехвходовых  элемента  ИЛИ-НЕ-ИЛИ. 
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ѵі'йппп1  — РегистР  статический  реверсивный  двухразрядный. 
К1ИР202  — регистр  статический  трехразрядный. 

К1ИЕ201  — счетчик  одноразрядный  реверсивный,  со  сквозным  пере- 
ѵ шгопі  носом,  установочным  и вентильным  входами. 

ѵіілгтппі  сумматор  комбинационный  с управляющими  входами, 
ѵітлп  п — Дешифратор  на  три  переменных. 

К1ИД202  — дешифратор  со  стробированием. 

К1ИШ201  — шифратор. 

К1ЛП201  — три  повторителя,  два  инвертора. 


* 

а 

0 

Ій 

0 

0 

0 

0 

1<=  5 

0 

0,18 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры  От  45 

и до  -}"850  С 

Напряжение  источников  питания: 

вьшод  8 —12,6  В=Ь  10% 

ВЫВ°Д  7 —27  В ± 10% 


К1ЛЛ201 


Два  элемента  ИДИ:  на  шесть  входов  и на  два  выхода. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 14  мвт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более —ЗВ 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . ! 800  нс 

Напряжение  помехи  не  более  10В 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  ...........  10 
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К1ЛБ201 


Три  двухвходовых  элемента  ИЛИ-НЕ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 28  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1 В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . . . 800  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 


К1ЛБ202 

Три  трехвходовых  элемента  ИЛИ-НЕ-ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более . 21  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ........  — 3 В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  ....  800  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 


468 


К1ИР201 

Регистр  реверсивный  двухразрядный. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 28  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ........  — 3 В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  . . . . 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 


К1ИР202 

Регистр  статический  трехразрядный. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 21  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более —3  В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  . . . 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 
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К1ИЕ201 


Счетчик  одноразрядный,  реверсивный,  со  сквозным  переносом, 
установочным  и вентильным  входами. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 35  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 3 В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу '.  . 10 

Напряжение  помехи  не  более 1 В 

К1ИС201 

Сумматор  комбинационный  с управляющими  входами. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 42  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее * — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более • — 3 В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  . 1 В 

К1ИД201 

Дешифратор  на  три  переменных. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 70  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

. Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 3 В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 
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К1ИД202 

Дешифратор  со  стробированием. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 42  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 3 В 

Частота  переключения  не  более 200  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 


К1ИШ201 

Шифратор. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  . ; 21  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более . — 3 В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  ....  800  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 
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К1ИШ201 
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К1ЛП201 


Три  повторителя,  два  инвертора. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 64  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 10  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 3 В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  ....  800  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  1 В 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КІ21 

Диодно-транзисторные  логические  схемы,  выполненные  по  пла- 
нарно-эпитаксиальной _ технологии  на  основе  кремния. 

Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 12  выводами.  Масса  1,5  г. 


05  Ф9,5 


Состав  серии 

К1ЛБ211  (А,  Б,  В,  Г)  — трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ. 
К1ЛБ212  (А,  Б)  — трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ 
с повышенной  нагрузочной  способностью. 
К1ЛП211  — два  трехвходовых  расширителя. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  30 

до  +70°  С 


К1ЛБ2ПА,  К1ЛБ211Б,  К1ЛБ211В,  К1ЛБ211Г 

Трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ. 

Еп1=+5В  Е„г=  + ЗВ 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания 5 В ±5% 

3 В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 12  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,2  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,35  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  60  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1 ЛБ21  ІА 5 

для  К1ЛБ211Б 4 

для  К1ЛБ211В 3 

для  К1ЛБ211Г 2 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ...  6 

Напряжение  помехи  не  более . 0,35 


К1ЛБ212А,  К1ЛБ212Б 

Трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с повышенной  нагру- 
зочной способностью. 


Напряжение  источника  питания  * +5  В±  10% 

Мощность  потребления  не  более 19  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,5  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  120  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБ212А 16 

для  К1ЛБ212Б 12 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ...  6 

Напряжение  помехи  не  более 0,35  В 
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К1ЛП211 


Два  трехвходовых  расширителя  по  И *. 


я 


а б Корпус 


( 


Электрические  параметры 

Прямое  напряжение  на  диоде  не  более  

Обратный  ток  диода  не  более 

Максимальное  напряжение  на  входе  не  более  . . . 
Время  восстановления  обратного  сопротивления 
не  более 


0,85  В 
1,5  мкА 
6 В 

5 нс 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К128 

Диодно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по  пла- 
нарно-эпитаксиальной технологии  на  кристалле  кремния,  с окнсной 
изоляцией  элементов. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  высокого  быстродействия. 

Корпус  — прямоугольный  стеклянный  с 14  выводами.  Масса  0,35  г. 


0,18 


0,9 


о 

-т4! 

а 
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К1ЛС281  (А,  Б,  В)  — двухвходовой  логический  элемент  И и двух- 
входовой логический  элемент  И-ИЛИ,  оба 
расширяемые  по  И. 


* Логическая  функция  И выполняется  при  совместном  использовании 
с микросхемами  К1ЛБ211,  К1ЛБ2І2 
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К1ЛР281  (А,  Б,  В)  — двухвходовой  логический  элемент  И-ИЛИ  и 
двухвходовой  логический  элемент  И-ИЛИ-НЕ, 
оба  расширяемые  по  И и по  ИЛИ. 

К1ЛП281  — логический  элемент-расширитель  по  И,  логи- 
ческий расширитель  по  И-ИЛИ. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания  +3  В ± 10% 

Рабочий  диапазон  температуры От  — 45 

до  +85°  С 


К1ЛС281  А,  К1ЛС281Б,  К1ЛС281В 

Двухвходовой  логический  элемент  И и двухвходовой  логический 
элемент  И-ИЛИ,  оба  расширяемые  по  И. 


5 П 11 


Амплитуда  положительных  тактовых  импульсов  +5,8  В ± 10% 


Амплитуда  отрицательных  тактовых  импульсов  — 5В±10% 

Мощность  потребления  не  более 70  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 -не  менее  ....  2,2  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,55  В 


16  Зак.  428 
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Частота  тактовых  импульсов  не  более: 

К1ЛС281А  5 мГц 

К1ЛС281Б  10  мГц 

К1ЛС281В  16  мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  6 

Коэффициент  объединения  по  И не  более 6 

Коэффициент  объединения  по  ИЛИ  не  более  ...  4 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее 0,3  В 


К1ЛР281А,  К1ЛР281Б,  К1ЛР281В 

Двухвходовой  логический  элемент  И-ИЛИ  и двухвходовой  логи- 
ческий элемент  И-ИЛИ-НЕ,  оба  расширяемые  по  И и по  ИЛИ. 


Амплитуда  положительных  тактовых  импульсов  +5,8  В ±10% 
Амплитуда  отрицательных  тактовых  импульсов  — 5В±10% 


Мощность  потребления  не  более  70  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,2  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,55  В 

Частота  тактовых  импульсов  не  более: 

К1ЛР281А 5 

К1ЛР281Б Ю 

К1ЛР281В 16 

Коэффициент  объединения  по  И не  более 6 

Коэффициент  объединения  по  ИЛИ  не  более  ...  4 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее  .....  0,3  В 
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К1ЛП281 

Логический  расширитель  по  И,  логический  расширитель  по  ИЛИ. 


Электрические 

параметры 

Амплитуда  такто- 
вых импульсов.  . 

5,8  В ± 10% 

Обратное  напряже- 
ние диодов  не 
более  

4,5  В 

Прямое  падение 

напряжения  на 
диодах  не  более 

0,6  — 0,9  В 

Обратный  ток  дио- 
дов не  более  . . 

15  мкА 

Входной  вытекаю- 
щий ток  ..... 

3 — 5,6  мА 

МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КІЗО 

Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния,  для 
изоляции  элементов  используется  диффузионный  р-п  переход.  Пред- 
назначены для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств  дискрет- 
ной  автоматики  высокого  быстродействия. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный.  Масса  0,45  г. 


0,9 


.0,18 

Г 


2,2 


К1ЛБ301  — два  логических  элемента  4И-НЕ. 

К1ЛБ302  — логический  элемент  8И-НЕ. 

К1ЛБ303  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 

К1ЛБ304  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 

К1ЛБ306  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с большим  коэффици- 
ентом разветвления. 

К1ЛР301  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ  (один  расширя- 
емый по  ИЛИ).  * 


16* 
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К1ЛР303  — логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛР304  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  рас- 
ширения по  ИЛИ, 

К1ЛП301  — два  четырехвходовых  логических  расширителя  по  ИЛИ 
К1ТК301  — У /(-триггер. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания  +5  В ± 5% 

Диапазон  рабочей  температуры От  —10 

до  70е  С 


К1ЛБ301 


Два  логических  элемента  4И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 100  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  . . . . ■ 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 
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К1ЛБ302 


Логический  элемент  8И-НЕ. 


+53 


Мощность  потребления  не  более . 49  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 

К1ЛБ303 

Четыре  логических  элемента  2И-НЕ.  х 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 200  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее - 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу . 10 

Напряжение  помехи  не  более  . . 0,4  В 
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К1ЛБ303 


К1ЛБ304 

Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 152  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4 
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К1ЛБ306 


Два  логических  элемента  4И-НЕ  с большим  коэффициентом  раз- 
ветвления. 
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К1ЛР301 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 137  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ......  . 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 1'2  чс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 20 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛР301  - 

Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ  (один  расширяемый  по 
ИЛИ). 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 116  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 11  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  11  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 


К1ЛР303 

Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью  рас- 
ширения по  ИЛИ. 


п п 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 79  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 1 1 но 

Время  задержки  выключения  не  более 11  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 


К1ЛР304 

Логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  расширения 


Мощность  потребления  не  более 58  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 1 1 нс 

Время  задержки  выключения  не  более 11  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


кілпзоі 

Два  четырехвходовых  логических  расширителя  по  ИЛИ. 

Электрические  параметры 


Напряжение  выходного  сигнала  0 на  входе  не  более  ...  1,2  В 

Выходной  ток  при  сигнале  1 не  более 15  мкА 

Входной  ток  при  сигнале  1 не  более 0,05  мА 

Входной  ток  при  сигнале  0 не  более 2 мА 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 
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Входы  К 


К1ТК301 


.//(-триггер. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  болей  . 142  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  (от  входа  синхронизации) 

не  более  27  нс 

Время  задержки  включения  (от  входа  установок),  не  более  24  нс 

Частота  переключения 18  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

г Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К131 

Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния,  с изо- 
ляцией элементов  диффузионным  р-п  переходом.  Предназначены  для 
цифровых  вычислительных  машин  и устройств  дискретной  автоматики 
высокого  быстродействия. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый.  Масса  1 г. 


Состав  серии 

К1ЛБ311  — два  логических  элемента  4И-НЕ. 

К1ЛБ312  — логический  элемент  8И-НЕ. 

К1ЛБ313  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 

К1ЛБ314  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 

К1ЛБ316  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с большим  коэффици- 
ентом разветвления. 

К1ЛР311  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ  (один  расширяемый 
по  ИЛИ). 

К1ЛР313  — логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛР314  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛП311  — два  четырехвходовых  логических  расширителя  по  ИЛИ. 

К 1 Т КЗ  1 1 — УК-триггер. 


ч 
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Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания  -4-5  В ± 5% 

Диапазон  рабочей  температуры От  —10 

до  70°  С 


К1ЛБ311 


Два  логических  элемента  4И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 84  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЛБ312 

Логический  элемент  8И-НЕ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 42  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 
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К1ЛБ313 
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Четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 178  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЛБ314 


Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 


Гп=+5В 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  боЛее  . . . . 125  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЛБ316 


Два  логических  элемента  4И-НЕ  с большим  коэффициентом  раз- 
ветвления. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 115  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  . . 12  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 20 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


К1ЛР311 

Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ  (один  расширяемый 
по  ИЛИ). 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 97  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 1 1 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  . 1 1 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,5  В 
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К1ЛР313 


Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью  расши- 
рения по  ИЛИ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более • • • • 65  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 11  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 1 1 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЛР314 


Логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  расширения 
по  ИЛИ. 


Мощность  потребления  не  более , 47  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 1 1 нс 

Время  задержки  выключения  не  более 1 1 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


кілпзп 


Два  четырехвходовых  логических  расширителя  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 1,2  В 

Входной  ток  при  сигнале  1 не  более 0,05  мА 

Входной  ток  при  сигнале  0 не  более 2,0  мА 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 

Выходной  ток  при  сигнале  1 не  более 15  мкА 


498 


К 1 т КЗ  1 1 

У/С-триггер. 


Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . 
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Время  задержки  включения  (от  входа  синхронизации) 


не  более 27  нс 

Время  задержки  выключения  (от  входов  установок) 

не  более  . 24  нс 

Частота  переключения  не  более 15  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,5  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К133 

Транзисторно-транзисторные  логические  схемы. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  0,32  г. 


К1ЛБ331 — два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ,  один 
расширяемый  по  ИЛИ. 

К1ЛБ.332  — восьмивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 

К1ЛБЗЗЗ  — четыре  двухвхрдовых  логических  элемента  И-НЕ. 

К1ЛБ334  — три  трехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 

К1ЛБ336  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с боль- 
шим коэффициентом  разветвления  на  выходе. 

К1ЛБ337  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с откры- 
тым коллекторным  выходом  и повышенной  нагрузочной 
способностью  (элементы  индикации). 

К1ЛБ338  — четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с откры- 
тым коллекторным  выходом  (элементы  контроля). 

К1ЛП331  — два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

К1ЛПЗЗЗ  — восьмивходовой  расширитель  по  ИЛИ. 

К1ЛР331 — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ,  один  расширя- 
емый по  ИЛИ. 

К1ЛРЗЗЗ  — логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛР334  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  рас- 
ширения по  ИЛИ. 

К1ТК331  — //(-триггер. 

К1ТК332  — два  ©-триггера. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От— 30 

до +70°  С 
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К1ЛБ331 


Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ,  один  расши- 
ряемый по  ИЛИ. 


=+5,0  В 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  -|-5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 63  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . ".  . . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ332 


Восьмивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 34  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  І5  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  . 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБЗЗЗ 

Четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более  116  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБЗЗЗ,  К1ЛБ334  10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более: 

для  К1ЛБЗЗЗ 2 

для  К1ЛБ334  3 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ЛБ334 


Три  трехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 
Электрические  параметры  — см.  К1ЛБЗЗЗ 


Еп=+5В 
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К1ЛБ336 


Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с большим  коэф- 
фициентом разветвления  на  выходе. 


\ 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 95  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . , . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  30 

Коэффициент  объединения  по  выходу  И не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ЛБ337 


Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом  и повышенной  нагрузочной  способностью 
(элементы  индикации). 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 84  мВт 

Выходной  ток  при  сигнале  1 не  более 0,2  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  более 0,4  В 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ338 


Четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом  (элементы  контроля). 
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- — Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  . 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . . 

Выходной  ток  при  сигнале  1 не  более ,. 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 
Напряжение  помехи  не  более 


+5  В±  5% 
1 16  мВт 
0,4  В 
0,2  мА 
2 

0,4  В 


кілпззі 


Два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . . 
Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . . 

Выходной  ток  при  сигнале  1 не  более 

Напряжение  помехи  не  более  


+5  В ± 5% 
0,4  В 
2,4  В 
150  мА 
0,4  В 


кілпззз 


Восьмивходовой  расширитель  по  ИЛИ. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  КІЛПЗЗІ. 
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К1ЛР331 

Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ,  один  расширяемый 
по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +5  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более: 

для  К1ЛР331  76  мВт 

для  К1ЛРЗЗЗ  71  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  ........  15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛР331,  К1ЛРЗЗЗ 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более: 

для  К1ЛР331 8 

для  К1ЛРЗЗЗ . 9 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛРЗЗЗ 


Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью  расши- 
рения по  ИЛИ. 

Электрические  параметры  те  же,  что  и для  К1ЛР331. 
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Логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  расшире- 
ния по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 63  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее ! 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Напряжение  помехи  не  более.  04В 
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К1ТК331 
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_ 


■пічншэ  лэ  дохд 


У/С -триггер. 


К1ТК331 


Электрические  параметры 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  включения  от  входа  синхронизации 

не  более  

Время  задержки  включения  от  входов  установки  не  более 


2,4  В 
0,4  В 

40  нс 
36  нс 


К1ТК332 


Два  О-триггера. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более ПО  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  по  счетному  входу  не  более  45  нс 
Время  задержки  выключения  по  счетному  входу  не  более  40  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К134 


Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния,  с окисной 
изоляцией  элементов. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  с малой  потребляемой  мощностью. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  0,35  г. 


ДО 

0 

0 

0,9 

0 

а 

'гг 

К1ЛБ341  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 

К1ЛБ342  — два  логических  элемента  4И-НЕ  и логический  элемент  НЕ. 
К1ЛР341  — логический  элемент  2-2И-2ИЛИ-НЕ  и логический  эле- 
мент 2-4И-2ИЛИ-НЕ. 

К1ЛР342  — логический  элемент  2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ. 

К1ЖЛ341  — многоцелевой  элемент  цифровых  структур. 

К1ТК341  - У /(-триггер. 

К1ТК342  — У /(-триггер. 

К1ТК343  — два  УК-триггера. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 45 

до  +85°  С 

Напряжение  источника  питания  -|-5  В сЬ  5% 
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К1ЛБ341 

Четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 8 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,1  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 200  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  . . ' 2 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


К1ЛБ342 


Мощность  потребления  не  более 6 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 
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Время  задержки  включения  не  более 200  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 200  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЛР341 

Логический  элемент  2-2И-2ИЛИ-НЕ  и логический  элемент 
2-4И-2ИЛИ-НЕ. 


Мощность  потребления  не  более 5 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 200  нс 


17  Зак.  428 


513 


Время  задержки  выключения  не  более 200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  4 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


Логический  элемент 


К1ЛР342 


2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 4 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более ОД  В 

Время  задержки  включения  не  более 200  но 

Время  задержки  выключения  не  более 200  нс 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К1ЖЛ341 


Многоцелевой  элемент  цифровых  структур. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Длительность  выходного  импульса  (при  Сэкв=30  пФ  + 5%) 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . . . . . 


8 мВт 
2,1  В 
0,4  В 

200— 1000  нс 
2 


К1ТК341 

/К- триггер. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более ° мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Частота  переключения  не  более 1>0  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,2  В 


17* 
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К1ТК342 

//'(-триггер. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 8 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2, 1 В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  0,4  В 
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Частота  переключения  не  более 1,0  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,2  В 


Два  //(-триггера. 


К1ТК343 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 16  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,1  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Частота  переключения  не  более 1,0  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,2  В 
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Входы  <7 


К1ТК343 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К136 


Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния,  с изо- 
ляцией элементов  диффузионным  переходом. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  с малой  потребляемой  мощностью. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  0,3  г. 


Состав  серии 

К1ЛБ361  — два  логических  элемента  4И-НЕ. 
К1ЛБ362  — логический  элемент  8И-НЕ. 

К1ЛБ363  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 
К1ЛБ364  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 
К1ЛР361  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ. 
К1ЛР363  — логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ. 
К1ЛР364  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ. 
К1ТК361  — триггер. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°  С 

Напряжение  источника  питания +5  В ±5% 


К1ЛБ361 

Два  логических  элемента  4И-НЕ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 9,45  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более . 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ЛБ362 


Логический  элемент  8И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  5 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 85  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ363 

Четыре  логических  элемента  2И-НЁ. 
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Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более  .... 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 

Напряжение  помехи  не  более 


19,4  мВт 
2,4  В 
0,3  В 
45  нс 
45  нс 
10 

0,4  В 


К1ЛБ364 

Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 14,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,4  В 


К1ЛР361 


Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ. 
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Мощность  потребления  не  более 13,6  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 60  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛР363 

Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 13  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 105  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 
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Мощность  потребления  не  более 6,8  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 60  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу Ю 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ТК361 


►огьіо 


524 


Триггер. 


К1ТК361 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  брдее 18,9  мВт 

Ток  потребления  не  более  3,6  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  от  входа  синхронизации 

не  более ^ 100  нс 

Время  задержки  включения  от  'входов  установки  не  более  100  нс 

Рабочая  частота  не  более 3 МГц 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К137 

Логические  схемы  на  переключателях  тока  (эмиттерно-связанная 
логика).  Изготовлены  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  на 
кристалле  кремния,  с изоляцией  элементов  диффузионным  переходом. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  высокого  быстродействия. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


Состав  серии 


К 1 ЛБ371 ) — логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью 
К1ЛБ3719|  расширения  по  ИЛИ  и сопротивлениями  нагрузки  на 
выводах. 

К1ЛБ3721  — два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ  с сопротивлениями 
К1ЛБ379)  нагрузки  на  выходах. 

К1ЛБ375  — логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с повышенной 
нагрузочной  способностью  и сопротивлениями  нагрузки 


на  выходах. 

К1ЛБ376)  — логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ  с сопротивле- 
К1ЛБ3717/  ниями  нагрузки  на  выходах. 
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К1ЛБ378  - 

К1ЛБ3710  — 
К1ЛБ3716  — 

К1ЛБ3718  — 
К1ЛП37П 
К1ЛП372) ' 
К1ИЛ371  - 
К1ИЛ373  — 
К1ТР371  - 

К1ТР373  — 
К1ТР374  - 


логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью 

расширения  по  ИЛИ. 

два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ. 

логический  элемейт  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с повышенной 

нагрузочной  способностью 

логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ. 

два  трехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

полусумматор  с сопротивлениями  нагрузки  на  выходах, 
полусумматор. 

триггер  синхронный  с сопротивлениями  нагрузки  на 
выходах. 

триггер  синхронный 
Э -триггер. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

, до +70°  С 

Напряжение  источника  питания  —5  В гЬ  '5% 


К1ЛБ371,  К1ЛБ3719 

Логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью  расшире- 
ния по  ИЛИ  и сопротивлениями  нагрузки  на  выходах. 


Ток  потребления: 

для  К1ЛБ371  . 15  мА 

для  К1ЛБ3719  35  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  н-  —0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 —1,9  ~ 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более  ......  6 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  6 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 
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К1ЛБ372,  К1ЛБ379 


Два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ  с сопротивлениями  нагрузки 
на  выходах. 


П 


Электрические  параметры 


Ток  потребления: 

для  К1ЛБ372  25  мА 

для  К1ЛБ379  45  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -і 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 -М,9  -* 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 6 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  6 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ЛБ375 

Логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с повышенной  нагрузочной 
способностью  и сопротивлениями  нагрузки  на  выходах. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  50  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -і 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 7 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  7 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  100 

Напряжение  помехи  не  более  . 160  мВ 
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К1ЛБ376,  К1ЛБ3717 


Логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ  с сопротивлениями  на- 
грузки на  выходах. 


Ток  потребления: 

для  К1ЛБ376  15  мА 

для  К1ЛБ3717  35  мА 

Напряжение  выходной  сигнала  1 — 0,95  0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 6 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  6 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 
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К1ЛБ378 


Логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью  расшире- 
ния по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  

Напряжение  выходного  сигнала  1 

Напряжение  выходного  сигнала  0 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более  .... 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Напряжение  помехи  не  более.  ......... 


15  мА 

—0,95  -ь  —0,7  В 
—1,9  —1,45  В 

6 нс 
6 нс 
15 

160  мВ 


К1ЛБ3710 

Два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления  25  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 —0,95  -і 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — ] ’э  -= 1Д5  в 

Время  задержки  включения  не  более ’ 6 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  6 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ЛБ3716 


Логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с повышенной  нагрузочной 
способностью. 


Ток  потребления 30  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 —0,95  -і 0,7  В 

Напряжение -выходного  сигнала  0 — 1,9 -і 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более ’ 7 нс  ’ 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  7 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  100 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ЛБ3718 

Логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления 15  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -і 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 1,9  -= 1,45  В 
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Время  задержки  включения  не  более 6 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  6 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  .....  15 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ЛП371,  К1ЛП372 

Два  трехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 


12  2 


Электрические  параметры 


Входное  напряжение: 

К1ЛП371  —0,74  -ь  0,81  В 

К1ЛП372  —0,71  ч-  0,84  В 

Входной  ток  при  «лог  1»  на  входе  не  более  0,2  мА 


К1ИЛ371 


Полусумматор  с сопротивлениями  нагрузки  на  выходах. 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления 45  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -* 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 8 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  8 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Коэффициент  объединения  по  выходу  не  более  1 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ИЛ373 

Полусумматор. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  28  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  ч-  — 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 8 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  8 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Коэффициент  объединения  по  выходу  не  более  1 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 
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К1ТР371 


Триггер  синхронный  с сопротивлениями  нагрузки  на  выходах. 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления 55  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -= 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9-= 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 7 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  7 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  100 

Напряжение  помехи  не  более 160  мВ 


К1ТР373 


Триггер  синхронный. 


Ток  потребления 38  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -=-  —0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  -= 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 7 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  7 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  100 

Напряжение  помехи  не  более.  160  мВ 


К1ТР374 

І)-триггер. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 55  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,7  н-  0,95)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,45  -г-  1,9)  В 

Время  задержки  включения  не  более 7 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  7 нс 

Входной  ток  при  «лог  1»  на  входе  не  более  0,2  мА 

Статическая  помехоустойчивость  не  менее  . . . 160  мВ 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 100 

Коэффициент  объединения  по  входу 2 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К138 

Логические  схемы  на  переключателях  тока  (эмиттерно-связанная 
логика).  Изготовлены  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  на 
кристалле  кремния,  с изоляцией  элементов  диффузионным  р-п  пере- 
ходом. Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и уст- 
ройств дискретной  автоматики  высокого  быстродействия. 

Корпус — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


535 


Состав  серии 


К1ЛБ381  — логический  элемент  8ИЛИ-НЕ/8ИЛИ. 
К1ЛБ382  — два  логических  элемента  4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. 
К1ЛБ383  — четыре  логических  элемента  2ИЛИ-НЕ. 
К1ЛБ384  — четыре  логических  элемента  2ИЛИ. 

К1ЛП381  — дифференциальный  приемник  сигнала  с линии. 
К1ТР381  — /?5-триггер. 

К1ТР382  — О-триггер. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°  С 

Напряжение  источника  питания —5  В ± 10% 


К1ЛБ381 


Логический  элемент  8ИЛИ-НЕ/8ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления 11  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,8ч-0,96)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,6-5-1,85)  В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . . 5 нс 

Выходной  ток  не  более 20  мА 

Напряжение  помехи  не  более 100  мВ 
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К1ЛБ382 


Два  логических  элемента  4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. 


п 


Электрические  параметры 


Ток  потребления 22  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,8-5-0,96)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,6-5-1,85)  В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  4,5  нс 

Выходной  ток  не  более 20  мА 

Напряжение  помехи  не  более 100  мВ 


К1ЛБ383 

Четыре  логических  элемента  2ИЛИ-НЕ. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления 44  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,8-5-0,96)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,6-5-1,85)  В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . . 3,5  нс 

Выходной  ток  не  более  . 20  мА 

Напряжение  помехи  не  более  100  мВ 


537 


К1ЛБ384 


Четыре  логических  элемента  2ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления 44  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,8-5-0,96)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,6-5-1,85)  В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . . 3,5  нс 

Выходной  ток  не  более 20  мА 

Напряжение  помехи  не  более.  . . .• 100  мВ 
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6 и 6 іг 


7оЕп=-5В  90  ю 6 


К1ЛП381 


Дифференциальный  приемник  сигнала  с линии. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  40  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0, 8-5-0, 96)В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1 ,6-5-1. 85)В 

Среднее  время  задержки  распространения  не  более  . . 5 нс 

Входной  ток  не  более  20  мА 

Напряжение  помехи  не  более  . . . . 100  мА 
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6* 


От  Оч 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления 30  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — (0,84-0, 96)В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — (1,6-М),96)В 

Время  задержки  включения  не  более 7 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  7 нс 

Выходной  ток  не  более  20  мА 

Напряжение  помехи  не  более 100  мВ 


К1ТР382  - 


О-триггер. 


Ток  потребления ' 30  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 -(0,84-0,96)  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 -(1,64-0,96)  В 

Время  задержки  включения  не  более 10  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 10  нс 

Выходной  ток  не  более 20  мА 

Напряжение  помехи  не  более 100  м^ 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К155 


Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния  с изоля- 
цией элементов  р-п  переходом. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


К1ЛБ551  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 

К1ЛБ552  — восьмивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 

К1ЛБ553  — четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 

К1ЛБ554  — три  трехвходовых  элемента  И-НЕ. 

К1ЛБ556  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с боль- 
шим коэффициентом  разветвления  на  выходе. 

К1ЛБ557  — два  четырехвходовых  элемента  И-НЕ  с открытым  кол- 
лекторным выходом  и повышенной  нагрузочной  способ- 
ностью (элементы  индикации). 

К1ЛБ558  — четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с откры- 
тым коллекторным  выходом  (элементы  контроля). 

К1ЛР551  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ,  один  расширя- 
емый по  ИЛИ. 

К1ЛР553  — логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛР554  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью 
расширения  по  ИЛИ. 

К1ЛП551  — два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

К1ЛП553  — восьмивходовой  расширитель  по  ИЛИ. 

К1ТК551  — У /(-триггер  с логикой  на  входе  ЗИ. 

К1ТК552  — два  Ь-триггера. 

К1ЖЛ551  — формирователь  разрядной  записи,  усилитель  воспроиз- 
ведения’ и схема  установки  нуля. 

К1ИЕ551  — декадный  счетчик  с фазоимпульсным  представлением 
информации. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры  . . . 
Напряжение  питания 
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От  —10 
до  +70°  С 
+5В±  5% 


К1ЛБ551 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 


Электрические  параметры 

Потребляемая  мощность  (на  один  логический  элемент) 


не  более 39  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более . 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более . 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 4 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ552 


Восьмивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 


■Е„  = +5В 


г— 

3— 

& 

ч— 

5 — 

в— 

11— 

12— 

0 — 8 
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Электрические  параметры 


Потребляемая  мощность  не  более  21  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Бремя  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  . 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более 8 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ553 


Четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 


14 


Электрические  параметры 


Потребляемая  мощность  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее . . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 
Напряжение  статической  помехи  не  более  . . . 


78  мВт 
2,4  В 
0,4  В 
15  нс 
22  нс 
10 
2 

0,4*  В 


К1ЛБ554 


Три  трехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 
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Потребляемая  мощности  не  более 57  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее : . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 3 

Напряжение  статической  помехи  не  более '0,4  В 


К1ЛБ556 


Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с большим  коэф- 
фициентом разветвления  на  выходе. 


12 

11 


18  Зак.  423 
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Электрические  параметры 


Потребляемая  мощность  не  более 92  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 30 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 4 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ557 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом  и повышенной  нагрузочной  способностью 
(элементы  индикации). 

= +5В 


Электрические  параметры 

Потребляемая  мощность  не  более . 

Выходной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 

при  сигнале  0 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 

К1ЛБ558 

Четыре  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом  (элементы  контроля). 

Электрические  параметры 


Потребляемая  мощность  не  более 79  мВт 

Выходной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 0,2  мА 

при  сигнале  0 16  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 


1 1* 

2- 
Ч- 


5 — [*П 

й _г 


79  мВт 

0,25  мА 
30  мА 
0,4  В 
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Выход 


Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ,  один  расширяемый  по 
ИЛИ. 


Е„=+5В 


& 

1 

13- 


ю- 


& 

1 

т 

Потребляемая  мощность  не  более 58  мВт? 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более 8 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


18* 
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К1ЛР553 


Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ  с возможностью  расши- 
рения по  ИЛИ. 


К1ЛР554 


Логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ  с возможностью  расшире- 
ния по  ИЛИ. 

Электрические  параметры 


Потребляемая  мощность  не  более  58  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Входной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 0,04  мА 

при  сигнале  0 —1,6  мА 
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Время  задержки  включения  не  более 15  но 

Время  задержки  выключения  не  более 22  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


8 

1 ■ 

8 

К1ЛП551 

Два  четырехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 
Выход 


Электрические  параметры 

Вносимая  задержка  распространения  при  подключении 


к схеме  К1ЛБ551  не  более  5 но 

Максимальное  число  входов  4 

Входной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 0,04  мА 

при  сигнале  0- —1,6  мА 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ЛП553 


Восьмивходовой  расширитель  по  ИЛИ. 


Вносимая  задержка  распространения  при  подключении 


к схеме  К1ЛБ553  не  более 5 нс 

Максимальное  число  входов  . . . . т» 8 

Входной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 0,04  мА 

при  сигнале  0 — 1,6  мА 

Напряжение  статической  помехи  не  более  0,4  В 


К1ТК551 

Л (-триггер  с логикой  на  входе  ЗИ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 105  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  от  входов  синхронизации 

и установки  не  более  . . . ѵ 40  нс 

Время  задержки  выключения  не  более * 40  нс 

Частота  переключения  не  более 10  МГц 

Напряжение  статической  помехи  не  более 0,4  В 


К1ТК552 

Два  19-триггера. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 157,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 
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К1ТК551 


551 


и.  о счетный. 


Время  задержки  включения  не  более 60  но 

Время  задержки  выключения  не  более 50  нс 

Частота  переключения  не  более  10  МГц 

Напряжение  статической  помехи  не  более  . 0,4  В 


К1ЖЛ551 


Формирователь  разрядной  записи,  усилитель  воспроизведения 
и схема  установки  нуля. 


Напряжение  выходного  сигнала  0 усилителя  считывания 

не  более 

Выходной  ток  усилителя  считывания  при  сигнале  1 не 

более  

Напряжение  сигнала  0 на  разрядной  шине  не  более  . . . 
Напряжение  сигнала  1 на  разрядной  шине  не  более  . . . . 
Напряжение  сигнала  0 на  шине  установки  нуля  неболее.  . . 

Напряжение  сигнала  1 на  шине  установки  нуля  не  более  . . 
Ток  потребления  в режимах  записи  и считывания  не  более 


0,4  В 


0,1  мА 
0,95  В 
1,8  В 
0,95  В 
1,8  В 
35  мА 
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К1ИЕ551 

Декадный  счетчик  с фазоимпульсным  представлением  информа- 
ции. 

Электрические  параметры 


Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее . . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Входной  ток  не  более: 

при  сигнале  1 0,04  мА 

при  сигнале  0 ' — 1,6  мА 

Максимальная  частота  входного  сигнала 10  МГц 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К 158 

Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  на  кристалле  кремния,  с изо- 
ляцией элементов  диффузионным  р-п  переходом. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  с малой  потребляемой  мощностью. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


Состав  серии 

К1ЛБ581-^два  логических  элемента  4И-НЕ. 
К1ЛБ582  — логический  элемент  8И-НЕ. 

К1ЛБ583  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 
К1ЛБ584  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 
К1ЛР581  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ. 
К1ЛР583  — логический  Элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ. 
К1ЛР584  — логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ. 
К1ТК581  — триггер. 

Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°  С 

Напряжение  источника  питания +5  В ±5% 
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К1ИЕ551 
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К1ЛБ581 


Два  логических  элемента  4И-НЕ. 


Мощность  потребления  не  более 9,45  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу Ю 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 


К1ЛБ582 

Логический  элемент  8И-НЕ. 


Еп=+5В 


1- 

г- 

і- 

а- 

5- 

6- 
11- 
12- 


и. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 4,98  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 85  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛБ583 


Четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 


Еп=+5В 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 19,4  мВ 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  более 2,4  Вт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более , 0,4  В 


К1ЛБ584 

Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 
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ЕП  =+5В 


1 — 

г — 

8 

( 

3 

Л-  Ц 

8 

< 

Д.  10 

8 

< 

и — 

5 

11 — 

Электрические  параметры 


.Мощность  потребления  не  более 14,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее . 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 45  нс 

Коэффициент  разветвления 10 

Напряжение  помехи  не  более 1 0,4  В 


К1ЛР581 

Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ-НЕ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 13,62  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ........  0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  60  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  . 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 
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К1ЛР583 


Логический  элемент  2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 13,1  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее.  .......  2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0ІЗ  В 

Время  задержки  включения  не  более 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  115  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

' Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ЛР584 

Логический  элемент  4-4И-2ИЛИ-НЕ. 

Е„=+5В 


8 

1 

8 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 6,82  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более . 60  нс 

Время  задержки  выключения  не  более > 60  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К1ТК581 


Триггер. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  включения  от  входа  синхронизации 

не  более 

Время  задержки  включения  от  входов  установки  не  более 

Рабочая  частота  не  более  ...  

Коэффициент  разветвления  по  выходу 

Напряжение  помехи  не  более 


18,9  мВт 
2,4  В 
0,3  В 

100  нс 
100  нс 
3 МГц 
10 
0,4  В 
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К1ТК581 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К172 


Полупроводниковые  логические  микросхемы  на  основе  МОП- 
транзисторов.  Предназначены  для  применения  в электронных  кла- 
вишных вычислительных  машинах. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


Состав  серии 


К1ЛБ721  — два  логических  элемента  4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. 
К1ЛБ722  — логический  элемент  10ИЛИ-НЕ/10ИЛИ. 

К1ЛИ721  — четыре  двухвходовых  логических  элемента  И. 
К1ЛР721  — два  логических  элемента  2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ. 
К1ТР721  — триггер  двухступенчатый  с входной  логикой. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  температуры  окружающей  среды  ....  От  —10 

до  +70°  С 

Напряжение  источника  питания — 27  В±  10% 


К1ЛБ721 

і 

Два  логических  элемента  4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 80  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  —7,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 2,3  В 

Время  задержки  распространения  при  Си=  100  пФ 

не  более  . 1 мкс 

Напряжение  помехи  не  более 1 В 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 
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Еп=(~27В) 
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К1ЛБ722 


Логический  элемент  10ИЛИ-НЕ/10ИЛИ. 


ЕП=(-27В) 


Мощность  потребления  не  более  60  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 7,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 2,3  В 

Время  задержки  распространения  при  Си=100  пФ 

не  более  1 мкс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 1 В 


К1ЛИ721 

Четыре  двухвходовых  логических  элемента  И. 


Е„—(~27В) 


Мощность  потребления  не  более 160  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 7,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 2,3  В 

Время  задержки  распространения  при  Сн=100  пФ 

не  более  1 мкс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 1,0  В 
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К1ЛР721 


Два  логических  элемента  2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 80  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 7,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 2,3  В 

Время  задержки  распространения  при  Сн= 1 00  пФ 

не  более  1 мкс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 1,0  В 


К1ТР721 

Триггер  двухступенчатый  с входной  логикой. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 80  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 7,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не, более  ....  — 2,3  В 

Напряжение  помехи  не  более  1,0  В 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  15 

Частота  переключения  не  более  200  кГц 

Время  задержки  распространения  при  Сн=100пФ 

не  более  1,2  мкс 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К187 

Логические  схемы  на  переключателях  тока  (эмиттерно-связанная 
логика).  Изготовлены  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  на 


5І5 


кристалле  кремния,  с изоляцией  элементов  диффузионным  р-п 
переходом. 

Предназначены  для  цифровых  вычислительных  машин  и устройств 
дискретной  автоматики  высокого  быстродействия. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 


Состав  серии 

К1ЛБ8731  — логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью 
К1ЛБ8711)  — расширения  по  ИЛИ  и с сопротивлениями  нагрузки 
на  выходах. 

К1ЛБ8741  — два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ  с сопротивлениями 
К1ЛБ8713)  нагрузки  на  выходах. 

К1ЛБ8771  — логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ  с сопротивлениями 
К1ЛБ8715)  нагрузки  на  выходах. 

К 1 ТР872) 

К1ТР875І  — синхронный  П-триггер. 

К1ЛП872І  — два  трехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°  С 

Напряжение  источника  питания  (вывод  7) — 5 В ± 5% 


К1ЛБ873,  К1ЛБ8711 


Логический  элемент  ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ  с возможностью  расшире- 
ния по  ИЛИ  и с сопротивлением  нагрузки  на  выходах. 


8 — 
9 — 
10 — 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более: 

для  К1ЛБ873  9 мА 

для  К1ЛБ8711 15  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  В 0,7  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  ч 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 1 1 нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  9 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 70  мВ 


К1ЛБ874,  К1ЛБ8713 


Два  логических  элемента  ЗИЛИ-НЕ  с сопротивлением  нагрузки 
на  выходах. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления: 

для  К1ЛБ874  13,5  мА 

для  К1ЛБ8713  20  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -г-  — 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  ч 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 11  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  9 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 70  мВ 


К1ЛБ877,  К1ЛБ8715 


Логический  элемент  5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ  с сопротивлениями  на- 
грузки на  выходах. 

Электрические  параметры 

Ток  потребления: 

для  К1ЛБ877  9 мА 

для  К1ЛБ8715 15  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  ч 0,7  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 — 1,9  -5 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 11  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  9 нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 70  мВ 

14 


14 


К1ТР872,  К1ТР875 


Синхронный  О-триггер. 


П 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления: 

для  К1ТР872  24  мА 

для  К1ТР875  . . . т 24  мА 

Напряжение  выходного  сигнала  1 — 0,95  -г 0,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 —1,9  —1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 14  нс 

Время  задержки  выключения  не  более  ....  10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  15 

Напряжение  помехи  не  более 70  мВ 


К1ЛП871,  К1ЛП872 


Два  трехвходовых  расширителя  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 

(при  использдвании  совместно  с логическими  схемами  серии) 


Входное  напряжение: 

для  К1ЛП871 

для  К1ЛП872  

Входной  ток  «лог  1»  не  более 


—0,76  -н  —0,81  В 
—0,72  -4-  —0,82  В 
0,16  мА 


х 

МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К194 


Диодно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по  пла- 
нарно-эпитаксиальной технологии  на  кристалле  кремния,  с изоляцией 
элементов  диффузионным  р-п  переходом. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 
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Состав  серии 


К1ЛБ941  (А,  Б)  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением 
по  И. 

К1ЛБ942  (А,  Б)  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением 
по  И и открытым  коллекторным  выходом. 

К1ЛБ943  (А,  Б)  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 

К1ЛБ944  (А,  Б)  — три  логических  элемента  ЗИ-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом. 

К1ЛБ945  (А,  Б)  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 

К1ЛБ946  (А,  Б)  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с открытым 
коллекторным  выходом. 

КІЛБ947  (А,  Б)  — шестивходовой  логический  элемент  И для  работы 
на  низкоомную  нагрузку. 

К1ЛБ948  (А,  Б)  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением 
по  И и с повышенной  нагрузочной  способностью. 

К1ЛБ949  (А,  Б)  — два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением 
по  И,  с повышенной  нагрузочной  способностью 
и открытым  коллекторным  выходом. 

К1ЛБ9410  (А,  Б)  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с повышенной 
нагрузочной  способностью. 

К1ЛБ9411  (А,  Б)  — четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с повышен- 
ной нагрузочной  способностью  и открытым  кол- 
лекторным выходом. 

К1ЛБ9412  (А,  Б)  — логический  элемент  8И-НЕ. 

К1ЛБ9413  (А,  Б)  — логический  элемент  8И-НЕ  с открытым  коллек- 


торным выходом. 

К1ТК941  (А,  Б)  — 7 /(-триггер. 

К1ЛИ941  — два  четырехвходовых  логических  элемента  И 
с расширением. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания +5  В ± 5% 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°  С 


К1ЛБ941А,  К1ЛБ941Б 

Два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением  по  И. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более  .... 

Коэффициент  разветвления,  по  выходу  не  менее 

для  К1ЛБ941А  

для  К1ЛБ941Б 

Напряжение  помехи  не  бол^е 


44  мВт 
2,7  В 
0,4  В 

45  нс 
65  нс 

8 

4 

0,7  В 
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К1ЛБ942А,  К1ЛБ942Б 

Два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением  по  И и открытым 
коллекторным  выходом. 


Мощность  потребления  не  более 44  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 65  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  менее: 

для  К1ЛБ942А  . 8 

для  К1ЛБ942Б 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 
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К1ЛБ943А,  К1ЛБ943Б 


Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более' 66  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее . 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 65  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  менее: 

для  К1ЛБ943А 8 

для  К1ЛБ943Б 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 


К1ЛБ944А,  К1ЛБ944Б 

Три  логических  элемента  ЗИ-НЕ  с открытым  коллекторным  вы- 
ходом. 

Электрические  параметры 

Электрические  параметры  схемы  К1ЛБ944  (А,  Б)  аналогичны 
электрическим  параметрам  схемы  К1ЛБ943  (А,  Б). 
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К1ЛБ945А,  А1ЛБ945Б 

Четыре  логических  элемента  2И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 88  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более ОД  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 65  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  КІЛБ945А 8 

для  К! ЛБ945Б  4 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 
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К1ЛБ946А,  К1ЛБ946Б 


Четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с открытым  коллекторным 
выходом. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБ945А 

для  К1ЛБ945Б  

Напряжение  помехи  не  менее  


88  мВт 
2,7  В 
0,4  В 
45  нс 
65  нс 

8 

4 

0,7  В 


К1ЛБ947А,  К1ЛБ947Б 


Шестивходовой  логический  элемент  И для  работы  на  низкоомную 
нагрузку. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  менее: 

для  К1ЛБ947А 

для  К1ЛБ947Б 

Напряжение  помехи  не  более 


60  мВт 
2,7  В 
0,4  В 
50  нс 
100  нс 

16 

8 

0,7  В 
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1 - 
2- 

3- 

4- 

5- 

6- 


К1ЛБ948А,  К1ЛБ948Б 

Два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширением  по  И и с повышен- 
ной нагрузочной  способностью. 


О 


я 

10- 

12- 

12- 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 60  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 50  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 100  нс 
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Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  менее: 


для  К1ЛБ948А 20 

для  К1ЛБ948Б 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 


К1ЛБ949А,  К1ЛБ949Б 


Два  логических  элемента  4И-НЕ  с расширение^  по  И,  с повышен- 
ной нагрузочной  способностью  и открытым  коллекторным  выходом. 


Мощность  потребления  не  более 60  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  44 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . . 4 . . . 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  . , 50  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 100  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБ949А 20 

для  К1ЛБ949Б  10 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 


■> 


К1ЛБ9410А,  К1ЛБ9410Б 

Четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с повышенной  нагрузочной 
способностью. 


Электрические  параметры 

Электрические  параметры  схемы  К1ЛБ9410  (А,  Б)  аналогичны 
электрическим  параметрам  схемы  К1ЛБ9411  (А,  Б). 
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К1ЛБ9411А,  К1ЛБ9411Б 

Четыре  логических  элемента  2И-НЕ  с повышенной 
способностью  и открытым  коллекторным  выходом. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более  ■ 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБ94ПА 

для  К1ЛБ9411Б 

Напряжение  помехи  не  более 


нагрузочной 


1 16  мВт 
2,7  В 
0,4  В 
50  нс 
100  нс 

20 

10  , 
0,7 'В 


19  Зак,  428 
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К1ЛБ9412А,  К1ЛБ9412Б 

Логический  элемент  8И-НЕ. 

Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 22  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более 45  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 65  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К1ЛБ9412А 8 

для  К1ЛБ9412Б 4 

Напряжение  помехи  це  более 0,7  В 
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1 — 

г- 
4 

5 — 

з 

іо— 
12- 

и— 


К1ЛБ9413А,  К1ЛБ9413Б 

Логический  элемент  8И-НЕ  с открытым  коллекторным  выходом. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  22  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,7  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  выдержки  включения  не  более 45  нс 

Время  выдержки  выключения  не  более  . 65  нс 


19» 
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Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 


для  К1ЛБ9413А 8 

для  К1ЛБ9413Б . 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,7  В 


К1ТК941А,  К1ТК941Б 


.//(-триггер. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 45  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,5  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,4  В 

Время  задержки  включения  не  более ПО  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 140  нс 

Тактовая  частота  не  более 3 мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

К1ТК941А ■ 8 

К1ТК941Б 4 
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Входы  ^ 


К1ЛИ941 

Два  четырехвходовых  логических  элемента  И с расширением. 


Электрические  параметры 


Прямое  падение  напряжения 0,7  -4-  0,85  В 

Обратный  ток  диода  не  более 1,0  мкА 


Раздел  двадцать  четвертый 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  ЛИНЕЙНО-ИМПУЛЬСНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К101 

Транзисторные  прерыватели  предназначены  для  коммутации  сла- 
бых электрических  сигналов  переменного  и постоянного  токов.  Состоят 
из  двух  идентичных  транзисторных  структур  п-р-п  типа,  имеющих 
общий  коллектор,  изготовленных  методом  планарной  технологии 
на  основе  кремния. 

Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 8 выводами.  Масса  не 
более  1,5  г. 


581 


Состав  серии 


К1КТ011А,  К1КТ011Б 


Предельные  эксплуатационные  данные 


. 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  + 70°  С 

Максимальный  ток  коллектора 10  мА 

Максимальный  прямой  ток  через  переход  база — 

эмиттер 10  мА 

Обратное  напряжение  на  коллекторных  переходах  3,5  В 

Обратное  напряжение  на  эмиттерных  переходах: 
для  К1КТ011А,  К1КТ011Б 6,5  В 


(К) 


Электрические  параметры 

Остаточное  напряжение  между  эмитте- 
рами 

при  /бі  + /ба  = 2 мА/ эі52  = 0 не 


более: 

для  ЮКТ011А  100  мкВ 

для  К1КТ011Б  300  мкВ 

Ток  утечки  между  эмиттерами 

не  более 40  нА 

Динамическое  сопротивление 
между  эмиттерами  не  более  120  Ом 


Зависимость  тока  утечки  от  иапря« 
жения. 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К118 

Усилители  и формирователи  сигналов. 

Корпус  — пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1 г. 
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_ 


Состав  серии 

К1УС181  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  — двухкаскадный  усилитель 

К1УТ181  (А,  Б,  В)  — однокаскадный  дифференциальный  уси- 
литель. 

К1УТ182  (А,  Б,  В)  — каскодный  усилитель. 

К1ТШ181  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  — триггер  Шмитта. 

К1УБ181  (А,  Б,  В,  Г)  — видеоусилитель. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От 10 

до  +70°С 


К1УС181А,  К1УС181Б,  К1УС181В,  К1УС181Г, 
К1УС181Д 


Двухкаскадный  усилитель. 

Электрические  параметры 

Напряжение  источников 
питания  (±10%): 
для  К1УС181  (А,  Б).  . +6,3  В 
для  К1УС181  (В,  Г,  Д)  +12,6  В 
Входное  сопротивление 

не  менее 2 кОм 

Коэффициент  усиления  на 
частоте  12  кГц  не  ме- 
нее: 


для 

К1УС181 А . . . . 

250 

для 

К1УС181Б.  . . . 

400 

для 

К1УС181В.  . . . 

350 

ДЛЯ 

К1УС181Г . . . . 

500 

ДЛЯ 

К1УС181Д.  . . . 

800 
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К1УТ181А,  К1УТ181Б,  К1УТ181В 


Однокаскадньм  дифференциальный  усилитель. 


Еп  (+6,3 В) 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  (±10%)- 

для  К1УТ181А ±4  В 

для  К1УТ181  (Б,  В) ±6,3  В 

Входное  сопротивление  не  менее: 

для  К1УТ181  (А,  В) 6 кОм 

для  К1УТ181Б 3 кОм 

Напряжение  входного  сигнала: 
синфазное • 

для  К1УТ181А +2  В 

для  К1УТ181  (Б,  В) ±3  В 

дифференциальное 

для  К1УТ181А — 2— + 1 В 

для  К1УТ181  (Б,  В)  — 3 ИВ 

Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ181  (А,  Б) 10  мкА 

для  К1 УТ 181 В 20  мкА 

Разность  входных  токов  не  более 

для  К1УТ181  (А,  Б) 2 мкА 

для  К1УТ181В 4 мкА 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УТ181А 15 

для  К1УТ181  (Б,  В) 22 


К1УТ182А,  К1УТ182Б,  К1УП82В 

Каскодный  усилитель. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (±10%): 

для  К1УТ182А +4  В 

для  К1УТ182  (Б,  В) +6,3  В 

Входное  сопротивление  не  менее 1 кОм 

Напряжение  входного  сигнала  не  более: 

для  К 1УТ 182  (А,  Б) 100  мВ 

для  К1УТ182Б 50  мВ 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УТ182А 15 

для  К1УТ182Б 25 

для  К1УТ182В 40 


К1ТШ181А,  К1ТШ181Б, 
К1ТШ181В,  К1ТШ181Г,  К1ТШ181Д 

Триггер  Шмитта. 


\ 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (+10%): 


для  К1ТШ181А . +ЗВ 

для  К1ТШ181  (Б,  В) ±4  В 

для  К1ТШ181  (Г,  Д1 +6,3  В 

Максимальный  ток  входного  сигнала: 

для  К1ТШ181  (А,  В,  Д) 20  мкА 

для  К1ТШ181  (Б,  Г)  40  мкА 

Напряжение  выходного  сигнала,  В:  Мин.  Макс. 

для  К1ТШ181А —0,4  +3,05 

для  К1ТШ181  (Б,  В) —0,4  +4,05 

для  К1ТШ181  (Г,  Д) —0,4  +6,35 

Напряжение  срабатывания 

для  К1ТШ181  (А,  Б,  В) 0—0,35  В 

для  К1ТШ181  (Г,  Д) 0-0,4  В 


К1УБ181А,  К1УБ181Б,  К1УБ181В,  К1УБ181Г 

Видеоусилитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (±10%): 

для  К.  1 У Б 1 8 1 (А,  Б)  + 6,3  В 

для  К1УБ181  (В,  Г) +12,6  В 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УБ181А 900 

для  К1УБ181Б 1300 

для  К 1 У Б 1 8 1 В ; 1500 

для  К1УБ181Г 2000 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КП9 


Аналоговые  и аналого-импульсные  схемы.  Изготовлены  на  кри- 
сталле кремния  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  с окисной 
изоляцией  элементов. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  о 14  выводами. 
Масса  0,45  г. 


Состав  серии 

К1УС191  — усилитель  входной  низкой  частоты. 

К1УС192  — усилитель  низкой  частоты. 

К1УТ191  — усилитель  постоянного  тока. 

К1УБ191  — видеоусилитель. 

К1УЭ191  — эмиттерный  повторитель. 

К1ГФ191  — элемент  блокинг-генератора  ждущего. 

К1ГФ192  — мультивибратор  с самовозбуждением. 

К1ПП191  — диодный  мост. 

К1МА191  — регулирующий  элемент  АРУ. 

К1ДА191  — детектор  АРУ. 

К1ТШ191  (А,  Б)  — чувствительный  триггер  Шмитта. 
К1КП191  — коммутатор. 

К1СВ191  — пропускатель  линейный. 

КЮС191  (А,  Б)  — активные  элементы  схемы  частотной  селекции. 
К1СС192  — активные  элементы  схемы  частотной  селекции. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 40 

до  85°С 


К1УС191,  К1УС192,  К1УТ191 

Усилитель  входной  низкой  частоты.  Усилитель  низкой  частоты. 
Усилитель  постоянного  тока. 
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К1УС191  К1УС192 


К1УТ191 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +6,3  В ±10% 

—6,3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более: 

для  К1УС191 2 мА 

для  К1УС192,  К1УТ191 2,5  мА 

Коэффициент  усиления  на  частоте  10  кГц: 

для  К1УС191,  К1УТ191 2-5 

для  К1УС192 ѵ . . ю ± 30% 

Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более: 

для  К1УС191,  К1УТ191 0,5  В 

для  К1УС192 1 В 

Входное  сопротивление  для  К1УС191,  К1УТ191 

не  менее ~ 4 Ом 

Напряжение  выходного  сигнала  при  коэффициенте 
нелинейных  искажений  не  более  10%  не  менее  0,7  В 


Видеоусилитель. 


К1УБ191 


Б 88 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более 6 мА 

Коэффициент  усиления  импульсов  длительностью 
1 — 2 мкс  с частотой  следования  2 кГц  не  менее  4 10 

Амплитуда  входного  импульса 0,1 — 1 В 

Полярность  Отрицательная 

Длительность  входного  импульса 0,3—500  мкс 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 2 В 


К1УЭ191 

Эмиттерный  повторитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +3  В ±10% 

—3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более 1,3  мА 

Коэффициент  передачи  на  частоте  1 кГц  не  менее  0,7 

Частота  входного  сигнала От  20  Гц 

до  2 МГц 

Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более 1,5  В 

Входное  сопротивление 10  кОм 

Напряжение  выходного  сигнала  при  коэффициенте 

нелинейных  искажений  не  более  10%  не  менее  0,5  В 

Остаточное  напряжение  на  выходе От  0,2  В 

до  —0,2  В 


К1ГФ191 

Элемент  ждущего  блокинг-генератора. 

Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания +6,3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более , - 3 мА 

Амплитуда  входного  импульса 3,5  В 
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Полярность Положительная 

Частота  следования  входного  импульса  не  более  100  кГц 

Длительность  входного  импульса 0,2 — 0,4  мкс 

Длительность  фронта  входного  импульса  не  более  0,1  мкс 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 4 В 

Длительность  выходного  импульса 0,3 — 1,4  мкс 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,3  мкс 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,5  мкс 

Помехоустойчивость  не  хуже 0,5  В 

Сопротивление  нагрузки  1 кОм 


К1ГФ192 


Мультивибратор  с самовозбуждением. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более 6 мА 

Длительность  фронта  входного  импульса  не  более  0,5  мкс 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 1 В 

Длительность  выходного  импульса От  7 до  25  мкс 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,5  мкс 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  1,8  мкс 
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К1ПП191 


Диодный  мост. 


Электрические  параметры 

Входной  ток  не  более 

Сопротивление  нагрузки  

Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более  


10  мА 
1,5  кОм 

10  В 


К1МА191 

Регулирующий  элемент  АРУ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 

Частота  входного  сигнала  не  более 

Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более - 

Коэффициент  передачи  при  регулирующем  токе 


Глубина  регулирования  коэффициента  передачи  при 
/рег  = 100  мкА  не  менее 


—6,3  В ±10% 
200  кГц 

0,5  В 

2-9 

5 
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Детектор  АРУ. 


КЩА191 


—6,3  В ±10% 

2 мА 

0,6 

3 В 

От  5 Гц 
до  40  кГц 

Чувствительный  триггер  Шмитта. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания 

Ток  потребления  не  более ' ' 

Коэффициент  передачи  в режиме  выпрямления 

на  частоте  10  кГц  не  менее 

Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более  

Диапазон  частот  входных  сигналов 


К1ТШ191А,  К1ТШ191Б 


Напряжение 


Электрические  параметры 

источников  питания; 


для  К1ТШ191А 

для  К1ТШ191Б 

Ток  потребления  по  цепи  питания  не  более  . . . . 
Диапазон  частот  входных  сигналов 


Напряжение  (эффективное  значение)  входного  сиг- 
нала не  более: 

синусоидальное  

постоянное [ 



Гистерезис 

Напряжение  выходного  сигнала  не  менее; 

в режиме  срабатывания 

полярность 

в режиме  отпускания 

полярность ' ’ \ 

Порог  срабатывания ’ ] ’ 

Порог  отпускания * . * * * 


±3  В ±10% 
+6,3  В ±10% 
5 мА 
От  0 

до  100  кГц 


2 В 

От  —2,5 
До  +2,5  В 
0,15  В 

1,3  В 

Положительная 
0,7  В 

Отрицательная 
0±  0,25  В 
0 ± 0,25  В 


К1КП191 

Коммутатор. 

Электрические  параметры 

Напряжение  источника 


питания +3  В ±10% 

Ток  потребления  не  более: 

в открытом  состоянии  3 мА 

в закрытом  состоянии  10  мкА 

Входной  ток  не  более  . . 1 мА 

Напряжение  входного  си- 
гнала не  более 

в открытом  состоянии  2 — 3 В 

в закрытом  состоянии  0 ч 3 В 


К1СВ191 

Пропускатель  линейный. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания — 6,3  В ±10% 

Коэффициент  передачи . . . 0,65 

Напряжение  пьедестала  на  выходе 0,4  В 


К1СС191А,  К1СС191Б 

Активные  элементы  схемы  частотной  селекции. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +12  В ±10% 

Входное  сопротивление  не  менее: 

для  К1СС191А 300  кОм 

для  К 1 СС 1 9 1 Б 150  кОм 

Коэффициент  передачи  не  менее 0,95 


К1СС192 

Активные  элементы  схемы  частотной  селекции. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +12  В ±10% 

Входной  ток  не  более 1 мА 

Напряжение  входного  сигнала  не  более ЗВ 

Коэффициент  передачи 0,95 

Диапазон  частот  входных  сигналов От  5 Гц 

до  20  кГц 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К122 

Усилительные  схемы  для  линейных  и пороговых  устройств.  Кор- 
пус— круглый  металлостеклянный  с 12  выводами.  Масса  1,5  г. 


Состав  серии 

К1УБ221  (А,  Б,  В,  Г)  — видеоусилитель. 

К1УС221  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  — двухкаскадный  усилитель  переменного 

тока. 

К1УС222  (А,  Б,  В)  — каскодный  усилитель. 

К1УТ221  (А,  Б,  В)  — однокаскадный  дифференциальный  уси- 
литель. 

К1ТШ221  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  — триггер  Шмитта. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 45 

до  +85°С 


К1УБ221А,  К1УБ221Б,  КЛУБ221В,  К1УБ221Г 

Видеоусилитель. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (±10%): 

для  К1УБ221  (А,  Б)  +6,3  В 

для  К1УБ221  (В,  Г) +12,6  В 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УБ221 А 900 

для  К1УБ221Б  1300 

для  К1УБ221В  1500 

для  К1УБ221Г  2000 

Постоянное  напряжение  на  выходе  не  более: 

для  К1УБ221  (А,  Б)  5,5  В 

для  К1УБ221  (В,  Г)  11В 


К1УС221А,  К1УС221Б,  К1УС221В,  К1УС221Г, 
К1УС221Д 


Двухкаскадный  усилитель  переменного  тока. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (±10%): 

для  К1УС221  (А,  Б) +6,3  В 

для  К1УС221  (В,  Г,  Д)  +12,6  В 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УС221А  250 

для  К1УС221Б  400 

для  К1УС221В  350 

для  К1УС221Г 500 

для  К1УС221Д  800 

Входное  сопротивление  не  менее 2 кОм 

Постоянное  напряжение  на  выходе  не  более: 

для  К1УС221  (А,  Б) 2,8  В 

для  К1УС221  (В,  Г,  Д)  9,6  В 


К1УС222А,  К1УС222Б,  К1УС222В 

Каскодный  усилитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  (±10%): 

для  К1УС222А  +4  В 

для  К1УС222  (Б,  В) +6,3  В 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УС222А  . 15 

для  К1УС222Б  25 

для  К1УС222В  40 

Напряжение  входного  сигнала  не  более: 

для  К1УС222  (А,  Б) 100  мВ 

для  К1УС222В  50  мВ 

Входное  сопротивление  не  менее 1 кОм 
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К1УТ221А,  К1УТ221Б,  К1УТ221В 


Однокаскадный  дифференциальный  усилитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  (±10%): 

дЛя  К1УТ221А 

для  К1УТ221  (Б,  В) 

Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ221.  (А,  Б) 

для  К1УТ221В  . 

Коэффициент  усиления  на  частоте  12  кГц  не  менее: 

для  К1УТ221А 

для  К1УТ221  (Б,  В) 

Входное  сопротивление  не  менее: 

для  К1УТ221  (А,  В) 

для  К1УТ221Б 

Напряжение  входного  сигнала: 
синфазное 

для  К1УТ221А 

для  К1УТ221  (Б.  В) 

дифференциальное 

для  К1УТ221А 

для  К1УТ221  (Б.  В) 

Разность  входных  токов  не  более: 

для  К1УТ221  (А,  Б) 

для  К1УТ221В 


±4  В 
±6,3  В 

10  мкА 
20  мкА 

15 

22 

6 кОм 
3 кОм 


±2  В 
±3  В 

От  —2  до  +1  В 
От  —3  до  +1  В 

2 мкА 
4 мкА 


598 


К1ТШ221А,  К1ТШ221Б,  К1ТШ221В, 
К1ТШ221  Г,  К1ТШ221Д 


Триггер  Шмитта. 


3 

о 


Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания  (±10%): 


для  К1ТШ221А. ±3  В 

для  К1ТШ221  (Б,  В) ±4  В 

для  К1ТШ221  (Г,  Д) ±6,3  В 

Максимальный  ток  входного  сигнала: 

для  К1ТШ221  (А,  В,  Д) 20  мкА 

для  КИШ221  (Б,  Г)  40  мкА 

Напряжение  выходного  сигнала,  В:  Мин.  Макс. 

для  К1ТШ221А —0,4  +2,7 

для  К1ТШ221  (Б,  В)  . . . ; —0,4  +3,7 

для  КИШ221  (Г,  Д) +1,2  +6,0 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К123 

Полупроводниковые  интегральные  предварительные  усилители 
низкой  частоты. 

Корпус  — прямоугольный  стеклянный  с 14  выводами.  Масса 
0,6  г. 


0,18 
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Состав  серии 


К1УС231А,  К1УС231Б,  К1УС231В 


Интегральный  усилитель  низкой  частоты. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 45 

до  4"  85°С 

Напряжение  источника  питания +6,3  В ±10% 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более  

Мощность  потребления  не  более 

Полоса  пропускаемых  частот 

Неравномерность  частотной  характеристики  не  более 
Коэффициент  усиления  на  частоте  1 кГц  при  сопро- 
тивлении нагрузки  0,5  кОм: 

для  К1УС231А 

для  К1УС231Б  

для  К1УС231В 

Напряжение  выходного  сигнала 

Напряжение  входного  сигнала  не  более 

Входное  сопротивление  не  менее  

Выходное  сопротивление  не  более 

Коэффициент  нелинейных  искажений  при  ІІяъи  = 
. 0,5  В: 

для  К1УС231  (А,  Б)  не  более 

для  К1УС231  (В)  не  более 


15  мА 
100  мВт 
От  0,02 
до  100  кГц 
1,4  дБ 


От  300  до  500 
От  100  до  350 
От  30  до  50 
От  0,3  до  0,6  В 
0,5  В 
10  кОм 
200  Ом 


2% 

5% 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К124 


Аналоговые  ключи  для  коммутации  электрических  сигналов. 
Изготовлены  на  кристалле  кремния  по  планарно-эпитаксиальной  тех- 
нологии с изоляцией  элементов  диффузионным  переходом.  V 

Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 8 выводами.  Масса  1,5  г. 

Состав  серии 


К1КТ241 


Интегральный  прерыватель. 

«9,5 


Ѵ,В 


Г 

©-Ча— 1 
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Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры 

Электрические  параметры 

Остаточное  напряжение  между  эмиттерами  при 

/бг+  / 62=2  мА,  / эі 92  =~  0 не  более 

Ток  утечки  между  эмиттерами  при  (/э1э2=  ±30  В, 

С^кбі  ~ С^кб2  — 0 

Сопротивление  между  эмиттерами  при  /бі+  / б2  = 
= 2 мА,  /э1э2=:100  мкА  не  более 


От  —10 
до  70°С 


300  мкВ 
50  нА 
100  Ом 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  КИО 

Усилители  постоянного  или  переменного  тока.  Предназначены 
для  использования  в аналоговых  вычислителях,  в качестве  нуль- 
органов  аналого-цифровых  преобразователей.  Изготовлены  по  пла- 
нарно-эпитаксиальной технологии  на  основе  кристалла  кремния 
со  скрытым  слоем  в коллекторе. 

Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 12  выводами.  Масса  1,5  г. 
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Состав  серии 

К1УТ401  (А,  Б)  — операционные  усилители  постоянного  или  пере- 
К1УТ402  (А,  Б)  менного  тока. 

Предельные  эксплуатационные  данные  серии 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°С 

Напряжение  синфазного  сигнала: 

для  К1УТ401А ±3,0  В 

для  К1УТ401Б ±6,0  В 

Напряжение  дифференциального  сигнала ±1,5  В 

Максимальный  выходной  ток 20  мА 

Максимальный  входной  ток 16  мкА 

Максимальные  напряжения  источников  питания 
(с  учетом  пульсации): 

для  К1УТ401А ±7,5  В 

для  К1УТ401Б ±15,0  В 


К1УТ401А,  К1УТ401Б 


Операционный  усилитель.  Полоса  частот  до  20  МГц. 


Напряжение  источников  питания  (±5%): 

для  К1УТ401А 

для  К1УТ401Б 

Потребляемый  ток  не  более: 

для  К.1УТ401А 

для  К1УТ401Б 

Коэффициент  усиления: 

для  К1УТ401А 

для  К1УТ401Б 


±6,3  В 
±12,6  В 

4,2  мА 
8,0  мА 

От  400  до  4500 
От  1300  до  12000 


С02 


Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ401А 8 мкА 

для  К1УТ401Б 12  мкА 

Разность  входных  токов  не  более 3 мкА 

Напряжение  смещения  нуля  не  более ±10  мВ 

Напряжение  выходного  сигнала  не  менее: 

для  К1УТ401А ±2,8  В 

для  К1УТ401Б ±5,7  В 


мВ 

II  II  1 г 

4 

3 

о, 

К1УТЦОІ6- 

1І,2 

= _/ 

КН 

6)0  с 

2 

Н1У 

Т40 

14 

і 

я 

ПІ 

2 

= 1 

1 

С,ЗВ 

і 

- 

Іі 

л1_ 

Г 

-60  -гО  О 25  40  60  85 100  °С 


Зависимость  напряжения  смещения 
нуля  от  температуры. 


Зависимость  коэффициента  усиле- 
ния от  температуры 


Зависимость  коэффициента  усиления 
от  напряжения  источника  питания. 


Зависимость  уровней  ограничения 
от  напряжения  источника  питания. 


нОм 

40 

го 


■квх 

_Н 

15 

Т‘ 

Ю 

/' 

\ 

V 

ч 

иП7,2 

Ом 

400 

200 


-*вых 


Н1УТ401- 


спГ,2 


О 4 8В  0 4 8 128 


Зависимость  входного  и выходного  Амплитудная  характеристика, 
сопротивления  от  напряжения  источ- 
ника питания. 
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Зависимость  коэффициента  нели- 
нейных искажений  от  выходного 
напряжения. 

г 


К1УТ402А,  К1УТ402Б 


Операционный  усилитель. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания  (±5%): 

для  К1УТ402А 

для  КГУТ402Б 

Потребляемый  ток  не  более: 

для  К1УТ402А 

для  К1УТ402Б 


±12,6  В 
±6,3  В 

8 мА 
5 мА 


еоі 


Коэффициент  усиления  при  А*  = 1 кОм- 
для  К1УТ402А 

для  К1УТ402Б 

Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ402А 

для  К1УТ402Б ; ; ; ; 

Разность  входных  токов  не  более 

Напряжение  смещения  нуля  не  более  . , 
Напряжение  выходного  сигнала: 

для  К1УТ402А 

для  К1УТ402Б 

Сопротивление  нагрузки  не  менее 


От  20  000  до 
200  000 

От  3000  до  35  000 

0,7  мкА 
0,7  мкА 
0,5  мкА 
+ 10  мВ 

До  ±10  В 
До  ±3  В 
1 кОм 


Данные  резисторов  и конденсаторов  для  схем  включения  К1УТ402 
в режимах  повторителя  и масштабного  усилителя  приведены  в 
табл.  24-1. 


Таблица  24-1 


Корректирующие  элементы 

Коэффициент  передачи 

-н 

-1 

-10 

-100 

Си  пФ 

6800 

3300 

2200 

2200 

С*2,  П Ф 

33  000 

33  000 

33  000 

33  000 

С3,  мкФ 

1 

0,1 

0,25 

С4,  пФ 

2200 

1200 

750 

750 

С5,  пФ 

15  000 

6800 

6800 

6800 

С„,  пФ 

100 

100 

100 

100 

7?і,  кОм 

10 

10 

10 

10 

/?2.  кОм 

— 

20 

11 

10 

/?з,  кОм 

10 

20 

НО 

1000 

/?4,  ОМ 

200 

200 

200  ' 

200 

Ом 

100 

100 

100 

100 

кОм 

1 

1 

1 

1 
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80000 

60000 

шоо 


Зависимость  коэффициен-  Зависимость  коэффициен-  Зависимость  напряжения 
та  усиления  от  напряже-  та  усиления  от  темпера-  смещения  нуля  от  темпе- 
ния  источника  питания.  туры.  ратуры. 


к 

К1ѴТШ 

1 

Г 

ч\ 

Чвых- 

= -і 

ТТЛ 

Г 

N I II ! I — I — I — 1-і — I 

юч  10 5 ЮБ  Гц 


' Частотные  характеристики  разомк- 
нутой обратной  связи  и с коррек- 
циями для  режимов  Я = ± 1, 
Я = -10,  Я = -100. 


Частотная  характеристика  при  ра- 
зомкнутой обратной  связи. 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К142 


Наборы  диодов,  диодные  матрицы  и стабилизаторы  напряжения. 
Изготовлены  на  кристалле  кремния  по  планарно-эпитаксиальной  тех- 
нологии. Предназначены  для  построения  вторичных  источников  пита- 

ния.  , 

Корпус  — металлостеклянный  с 16  выводами.  Масса  1,4  г. 


I 1 . 

{ п п п п п п п ха-]  ^ 

^ ІО 

к\ 

- V 1 

/ 77  

1-Н 

16  15  74  151211 10  9 


Ііі 


ІГу  1 


'О 

о 


Ё 

- 

7 

2 5 656  7 

8 

1х\25=8,15 

" 12 

0,5 
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Состав  серии 


К1НД421  — диодный  мост 

К1НД422  — диодная  матрица  из  четырех  диодов  с общим 
катодом 

К1НД423  — диодная  матрица  из  четырех  диодов  с общим 
анодом 

К1НД424  — две  пары  последовательно  включенных 
диодов 

К1НД425  — четыре  изолированных  диода 
К1ЕН421  (А,  Б,  В,  Г)  \ 

К1ЕН422  (А  Б,  В Г)  ) ста°илизаторы  напряжения 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  —45 

до  85°0 


К1НД421,  К1НД422,  К1НД423,  К1НД424, 
К1НД425 


Электрические  параметры  диодов  микросхем 


Средний  обратный  ток  при  і/0 бр.макс  не  более  . . . 
Среднее  прямое  напряжение  при  /пр.макс  не  более 
Максимальное  импульсное  обратное  напряжение 1 
синусоидальной  формы  с частотой  50  Гц  ...  . 
Максимальный  средний  прямой  ток 1 


100  мкА 
1,2  В 

50  В 
500  мА 


*о — -|<] — 05 
М — о ч- 


1 Для  одного  диода  микросхемы  при  условии,  что  остальные  три  диода 
находятся  в нерабочем  состоянии. 
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К1ЕН421А,  К1ЕН421Б,  К1ЕН421В,  К1ЕН421Г 


Стабилизатор  напряжения. 


Минимальное  входное  напряжение 

Максимальное  входное  напряжение 

Минимальное  выходное  напряжение 

Максимальное  выходное  напряжение 

Коэффициент  нестабильности  по  напряжению  не 
более: 

для  К1ЕН421А 

для  К1ЕН421Б 

■ для  К1ЕН421В,  К1ЕН421Г 

Коэффициент  нестабильности  по  току  не  более: 

для  К1ЕН421А 

для  К1ЕН421Б 

для  К1ЕН421В 

для  К1ЕН421Г 


9 В 
20  В 
3 В 
12  В 


0.3% /В 
0,1% /В 
0,5% /В 


0,5% 

0,2% 

2% 

1% 


К1ЕН422А,  К1ЕН422Б,  К1ЕН422В,  КІЕН422Г 


Стабилизатор  напряжения. 


Электрические  параметры 


Максимальное  входное  напряжение 40  В 

Минимальное  выходное  напряжение 12  В 

Максимальное  выходное  напряжение 30  В 
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Коэффициент  нестабильности  по  напряжению  не 


более: 

для  К1ЕН422А 0,3%/В 

для  К1ЕН422Б 0,1% /В 

для  К1ЕН422В,  К1ЕН422Г 0,5%/В 


Коэффициент  нестабильности  по  току  не  болееі 

для  К1ЕН422А 

для  К1ЕН422Б 

для  К1ЕН422В 

для  К1ЕН422Г 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К149 


Токовые  ключи  для  переключения  электрических  сигналов.  Наго- 
товлены на  кристалле  кремния  по  планарно-эпитаксиальнои  техно- 
логии с окисной  изоляцией  элементов. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянныи  о 14  выводами. 
Масса  0,45  г. 


0,9 


2,2 


Состав  серии 

К1КТ491А,  К1КТ491Б,  К1КТ491В 


Токовый  ключ. 


20  Зав.  4!» 


009 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания: 

• для  К1КТ491А -И  В ±10% 

для  К1КТ491Б  . . . +5  В ±10% 

для  К1КТ491В +12,6  В ±20% 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 45 

до  85  °С 

Электрические  параметры 

Мощность  рассеяния  на  корпусе  не  более 0,4  Вт 

Ток  переключения  не  более 120  мА 

Входное  напряжение  открытой  схемы  при  /вх  = 

= 5 мА  не  более 1,9  В 

Наибольшее  входное  обратное  напряжение  ....  —4  В 

Выходное  напряжение  открытой  схемы  не  более  . . . 0,8  В 

Выходной  ток  закрытой  схемы  не  более 50  мкА 

Время  задержки  включения  не  более . 150  нс 

Входной  ток  не  более 50  мкА 

Время  задержки  выключения 400  нс 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К153 

Операционные  усилители.  Изготовлены  на  кристалле  кремния  по 
планарно-эпитаксиальной  технологии  с окисной  изоляцией  элементов. 
Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 8 выводами.  Масса  1,5  г. 


Состав  серии 


К1УТ531А,  К1УТ531Б 

Операционный  усилитель. 

Эксплуатационные  данные 


+ 15  В ±10% 
—15  В ±10% 

От  —45 
до  85+ 

От  —10 
до  85СС 

610 


Напряжения  источников  питания 


Диапазон  рабочей  темпераіуры: 
для  схем  группы  А . . . . 

для  схем  группы  Б . . , , 


КоЦэфициент  усиления  по  напряжению: 


для  К1УТ531Б От  ІО1  до  ІО5 

Напряжение  синфазного  сигнала  при  Рг  = 10  Ом  До  ±8  В 
Напряжение  дифференциального  сигнала  при 

<=;  10  Ом  До  ±5  В 

Минимальное  напряжение  источников  питания  о 

учетом  пульсаций  ± 9 В 

Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ531А 1,5  мкА 

для  К1УТ531Б  2,0  мкА 

Ток  потребления  не  более 0 мА 

Напряжение  смещения  нуля  не  более 7,5  мВ 

Разность  входных  токов  не  более 0,5  мкА 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К167 

Усилители  на  МОП-транзисторах.  Изготовлены  на  кристалле 
кремния  по  планарно-эпитаксиальной  технологии 

Корпус  — круглый  мегаллостеклянный  с 8 выводами.  Масса  1,0  г. 


20* 


Ы1 


ФЯ.5 


Состав  серии 


К1УС671 

Усилитель  низкой  частоты. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания — 12  В ±10% 

Диапазон  рабочей  температуры  . . . . От  — 45 

до  7 О С 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 5 мА 

Коэффициент  усиления  500—1300 

Верхняя  граничная  частота  полосы  пропускания 

не  менее 100  кі  ц 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более.  . . 5% 

Коэффициент  шума  при  ^=10  кГц 6,5  дб 

Входная  емкость  не  более 60  нФ 

Выходное  сопротивление  не  более 20  кОм 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К173  * 

Интегральные  полупроводниковые  усилители  низкой  частоты  для 
аппаратуры  связи. 

Корпус  — круглый  металлосгеклянный  с 12  выводами.  Масса  1,о  г. 


* Сняты  с производства. 
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К1УС731  (А,  Б,  В)  — усилитедь  низкой  частоты. 

К1УС732  (А,  Б,  В)  — усилитель  низкой  частоты. 

Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 30 

до  +50  С 


Схемы  серии  и их  электрические  параметры 


К1УС731А,  К1УС731Б,  К1УС731В 

Усилитель  низкой  частоты. 


(ИЗ 


1500 


Электрические  параметры 


Напряжения  источников  питания ±12, С В ±10% 

Диапазон  рабочих  частот 30 — 20  000  Гц 

Коэффициент  усиления  по  напряжению: 

для  К1УС731  (А,  Б) 200 

для  К1УС731В 80 

Входное  сопротивление  не  менее 10  кОм 

Коэффициент  нелинейных  искажений: 

для  К1УС731А 0,5% 

для  К1УС731Б 3% 

для  К1УС731В 10% 

Мощность  выходная  на  /?н  = 30  Ом: 

для  К1УС73І  (А,  Б) 1 Вт 

для  К1УС731В 0,5  Вт 


К1УС732А,  К1УС732Б,  К1УС732В 

Усилитель  низкой  частоты. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания + 12,6  В ±10% 

Диапазон  рабочих  частот 30—20  000  Гц 

Коэффициент  усиления  по  напряжению  не  менее: 

для  К1УС732  (А,  Б) 50 

для  К1УС732В 20 

Входное  сопротивление  не  менее 1 кОм 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более.  . . 10% 

Мощность  выходная  не  менее: 

для  К1УС732  (А,  Б) 1Вт 

для  К1УС732В 0,5  Вт 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К177 


Усилители  постоянного  тока.  Изготовлены  на  кристалле  кремния 
по  планарно-эпитаксиальной  технологии  с окисной  изоляцией  элемен- 

Корпус  — прямоугольный  стеклянный  с 14  выводами.  Масса  1,0  г. 


16 


и 


Состав  серии 

КІУТ77ІА,  К1УТ771Б 


Дифференциальный  усилитель, 

К1УС771 

Двухтактный  усилитель  напряжения. 

Эксплуатационные  данные 

Напряжение  источника  питания: 

для  К1УТ771А,  К1УТ771Б 

для  К1УС771 • 

Диапазон  рабочей  температуры 


+6,3  В±10% 
+ 12,6  В ±10% 
От  — 45 
до  85°  С 
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Электрические  параметры 


Ток  потребления  при  Евх  — 0 не  более: 

для  КІУТ771А,  К1УТ771Б 4 мА 

для  К1УС771 5 мА 

Коэффициент  усиления  по  напряжению  на  частоте 
1 кГц: 

для  К1УТ771А  К1УТ771Б 35-80 

для  К1УС771  80—150 

Входной  ток  не  более: 

для  К1УТ771А  5 мкА 

для  К1УТ771Б 2,5  мкА 

Напряжение  смешения  нуля  для  К1УТ771А, 

К1УТ771Б  не  более 15  мВ 

Максимальное  выходное  напряжение  на  частоте 

1 кГц  для  К1УТ771  А,  К1УТ771Б  не  менее  . . 5,5  В 

Входное  сопротивление  на  частоте  1 кГц  для 

К1УС771  не  менее 40  кОм 

Выходное  сопротивление  на  частоте  1 кГц  для 

К1УС771  не  более 50  Ом 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К190 

Аналоговые  ключи  на  МОП  транзисторах.  Изготовлены  на  крис- 
талле кремния  по  планарной  технологии 

Корпус  — крѵглый  металлостеклянный  с 12  выводами  Масса  1,5  г. 


фЭ,5 


Состав  сепии 


К1КТ90І,  К1КТ902 

Коммутатор. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабоней  температуры От  — 45 

до  85°С 

Электрические  параметры 


Пороговое  напряжение  при  токе  стока  0,01  ЧіА 

не  менее — 6 В 

Ток  затвора  при  напряжении  на  затворе  —30  В 

не  более 30  нА 

Ток  закрытого  канала  при  напряжении  на  стоке 

— 25  В не  более 100  нА 

Суммарный  ток  закрытых  каналов  при  напряжении 

на  стоке  —25  В не  более 250  нА 

Ток  истока  при  напряжении  на  подложке  25  В 

не  более  200  нА 

Сопротивление  открытого  канала  при  напряжении 

на  зажоре  — 20  В и токе  стока  1 мА  не  более  300  Ом 
Сопротивление  открытого  канала  при  напряжении 

на  затворе  — 10  В и токе  стока  I мА  не  более  700  Ом 
Входная  емкость  при  напряжении  на  стоке  — 15  В 

и частоте  10е  Гц  не  более . . . 5,5  пФ 

Проходная  емкость  при  напряжении  на  стоке  — 15  В 

и частоте  10е  не  более 1,5  пФ 

Выходная  емкость  при  напряжении  на  стоке  — 15  В 

и частоте  10е  Гц  не  более 3,5  пФ 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К19« 

Усилители  и транзисторные  сборки.  Изготовлены  на  кристалле 
кремния  по  планарно-эпитаксиальной  технологии  с окисной  изоляцией 
элементов. 

Корпус  — прямоугольный  меі  аллостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  1,5  г. 
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Состав  серии 

К1УТ981  (А,  Б)  — многофункциональный  усилитель. 
К1УС981  (А,  Б,  В)  — универсальный  линейный  каскад. 
К1НТ981  (А.  Б)  т 


К1НТ982  (А 
К1НТ983  (А 
К1НТ984  (А,  Б) 
К1НТ985  (А,  Б) 
К1НТ986  (А.  Б) 
К1НТ987  (А,  Б) 
К1НТ988  (А,  Б) 


^ — сборки  транзисторов  п-р-п. 


— сборки  транзисторов  р-п-р. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


К1УТ981А,  К1УТ981 Б 


От  —45 
до  85°С 


Многофункциональный  усилитель. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания ±6,3  В ±10% 

-6,3  В ±10% 

Ток  потребления  при  (7ВХ  = 0 не  более 5 мА 

Входной  ток  при  0ВХ  — 0 не  более . 10  мкА 

Разность  входных  токов  смещения  при  (7ВХ  = 0: 

для  К1УТ981А 3 мкА 

для  К1УТ981Б 8 мкА 

Коэффициент  передачи  по  напряжению  на  частоте 

10  кГц  при  1/в ы*і  = 0,7  В,  (Увх2  = 0 20—70 

Максимальный  размах  неискаженного  выходного 
напряжения  при  (Увх2  = 0,  / = 10  кГи,  к/  ^ 10% 

не  менее 2,5  В 

Напряжение  смещения  нуля  при  1/вых1  = 1/ВЬІХ2 
не  более: 

для  К1УТ981А 8 мВ 

для  К1УТ981Б 15  мВ 


К1УС981А,  К1УС981Б,  К1УС981В 

Универсальный  линейный  каскад. 


Напряжение  источников  питания: 

для  К1УС981А,  В +6,3  В ±10% 

—6,3  В ±Ю% 

для  К1УС981Б .*  +6,3  В ±10% 

Коэффициент  усиления  на  частоте  10  кГц  при 
Увы х = 8,8  В,  Т^рег  “ К5  В: 

для  К1УС981А,  Б 4 

для  К1УС981В 2 
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Ток  потребления  на  частоте  10  кГц  при  Цвк  = 1 не 

более 7 мА 

Коэффициент  шума  при  /?г  = 1,2  кОм,  Крег  = 

= — 1,5  В,  [ — 1 кГц  не  более: 

для  К1УС981А 30  дБ 

Коэффициент  передачи  при  ІІВХІ  = 0,5  В,  ІІвхг  = 

= 1 В,  і=  10  кГц  не  более 1 


К1НТ981А,  К1НТ981Б,  КШТ982А,  К1НТ982Б, 
К1НТ983А,  К1НТ983Б,  К1НТ984А,  К1НТ984Б 

Сборки  транзисторов  п-р-п. 


К1НТ981 


К1НТ982 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  І3  = 

— 0,5  мА,  Цк  = 3 В: 

для  К1НТ981  А,  К1НТ982А,  К1НТ983А,  К1НТ984А  20—100 
для  К1НТ981Б,  К1НТ982Б,  К1НТ983Б,  К1НТ984  Б 60-250 
Обратный  ток  коллектора  при  ІІК§  = 6 В не  более  ....  0,5  мкА 

Напряжение  между  базой  и эмиттером  в режиме  насыще- 
ния при  /к  = 3 мА,  /(5=  0,5  мА  не  более 1 В 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в режиме  на- 
сыщения при  Ік—  ЗмА,  /б  = 0,5  мА  не  более 0,7  В 

Максимальное  различие  коэффициентов  усиления  транзи- 
сторов дифференциальной  пары  при  ІІК  = 3 В,  /9  = 

= 0,5  мА 

для  К1НТ981  (А,  Б),  К1НТ982  (А,  Б) 15% 


620 


К1НТ985А,  К1НТ985Б,  К1НТ986А,  К1НТ986Б 
К1НТ987А,  К1НТ987Б,  К1НТ988А,  К1НТ988Б 


Сборки  транзисторов  р-п-р. 


К1НТ985 


К1НТ986 


К1НТ987 


іо  іі  г з э 


О о о 6 

т 

(У  іф 

о 

о 

іг  і87 


5 В 
о 9 


6 

ч 


К1НТ988 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  усиления  тока  базы  при  ІІК  = 
= 3,3  В,  19  = 0,5  мА: 

для  групп  А,  более  

для  групп  Б,  более  

Обратный  ток  коллектора  при  ІІК$  = 6 В не  более  . . . . 
Напряжения  между  базой  и эмиттером,  коллектором 
и эмиттером  в режиме  насыщения  при  1К  = 3 мА,  / б *= 

= 0,5  мА  не  более 

Максимальное  отличие  коэффициентов  усиления  транзи- 
сторов дифференциальной  пары  при  І1Л  = 3 В,  /$  = 
= 0,5  мА 

для  К1НТ985  (А,  Б)  и К1НТ986  (А,  Б)  не  более 
Максимальное  различие  напряжений  между  базой  и эмит- 
тером транзисторов  дифференциальной  пары  при  і/к  — 
= 3 В,  /э  = 0,5  мА  не  более: 

для  К1НТ985  (А,  Б) 

для  К1НТ986  (А,  Б) 


20 

60 

0,5  мкА 


1 В 


15% 


10% 
, 4% 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К504 

Усилители  на  полевых  транзисторах  с р-п  переходом  и транзистор- 
ные сборки.  Изготовлены  на  кристалле  кремния  по  планарно-эпитак- 
сиальной технологии. 

Корпус  — круглый  металлостеклянный  с 8 выводами.  Масса  1,5  г. 


К5УС041  (А,  Б,  В)  — усилитель. 

К5УС042  (А,  Б,  В)  — усилитель. 

К5НТ041  (А,  Б,  В)  — слаботочная  согласованная  пара  полевых  тран- 
зисторов. 

К5НТ042  (А,  Б,  В)  — слаботочная  согласованная  пара  полевых  тран- 
зисторов. 

К5НТС43  (А,  Б,  В)  — сильноточная  согласованная  пара  полевых 
транзисторов. 

К5Н1044  (А,  Б,  В)  — сильноточная  согласованная  пара  полевых 
транзисторов. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  —45 

до  85°С 


К5УС041А,  К5УС041  Б,  К5УС041В,  К5УС042А, 
К5УС042Б,  К5УС042В 

Усилитель 


Эксплуатационные  данные 

Напряжение  источника  питания — 12  В 

Коэффициент  усиления  при  ІІих  = 1 мВ,  /?ах  = 100  Ом, 

{ = 1 кГц: 

для  серии  А 10 — 60 

для  серии  Б 40 — 120 

для  серии  В 80 — 260 
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Ток  потребления  при  напряжении  питания  — 12  В не  более  10  мА 
Максимальный  сигнал  на  выходе  при  /?„  = 3 кОм,  / = 

= 1 кГц  не  менее: 

для  серии  А 0,2  В 

для  серии  Б,  В 0,5  В 

Напряжение  шума  при  /?г  = 0 в диапазоне  частот  от  5 Гц 
до  10  кГц  не  более: 

для  К5УС041  3 мкВ 

для  К5УС042  . 10  мкВ 


К5УС0Ч1 , 
К5УС0Ч2 


К5НТ041  А,  К5НТ041  Б,  К5НТ041В,  К5НТ042А, 
К5НТ042Б,  К5НТ042В,  К5НТ043А,  К5НТ043Б, 
К5НТ043В,  К5НТ044А,  К5НТ044Б,  К5НТ044В 

Слаботочная  согласованная  пара  полевых  транзисторов.  Слаботоч- 
ная согласованная  пара  полевых  транзисторов.  Сильноточная  согла- 
сованная пара  полевых  транзисторов.  Сильноточная  согласованная 
пара  полевых  транзисторов. 


К5НТ0Ч1- 

К5НТ0ЧЧ- 


«о 


во 


05 

04 

| 05 

0 1 

02 
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Электрические  параметры 


Начальный  ток  стока  при  Пси  = — 10  В,  — 0: 

для  К5НТ041А,  К5НТ042А 0,1— 0,7  мА 

для  К5НТ041Б,  К5НТ042Б 0,4— 1,5  мА 

для  К5НТ041В,  К5НТ042В 1—2  мА 

для  К5НТ043А,  К5НТ044А 1,5— 7,5  мА 

для  К5НТ044Б,  К5НТ044Б 5-15  мА 

для  К1НТ044В,  К5НТ044В 10—20  мА 

Напряжение  отсечки1  при  /с  = 1 мкА,  0/си  = 

= — 5 В не  более 5 В 

Крутизна  при  {/си  = —10  В,  (7ЗИ  = 0,  I—  270  Гц 
не  менее 

для  К5НТ041А,  К5НТ042А 0,3  мА/В 

для  К5НТ041Б,  К5НТ042Б 0,5  мА/В 

для  К5НТ041В,  К5НТ042В 0,8  мА/В 

для  К5НТ043А,  К5НТ044А 1,5  мА/В 

для  К5НТ043Б,  К5НТ044Б 3 мА/В 

для  К5НТ043В,  К5НТ044В 5 мА/В 

Ток  затвора  при  Цзя  = 5 В не  более 2 нА 

Напряжение  смещения  нулевого  уровня  при  /с  = 

= 100  мкА,  (Уси  = —5  В не  более 

для  К5НТ041  (А,  Б,  В) 30  мВ 

Напряжение  смещения  нулевого  уровня  при  Ѵс„  — 

— — 5 В и токе  питания  100  мкА  не  более 

для  К5НТ043  (А,  Б,  В)  30  мВ 

Отношение  крутизны  транзисторов  в паре  при  (7СИ  = 

= — 10  В,  Ьзи  = 0,  / = 270  Гц  не  менее 
для  К5НТ042  (А,  Б,  В)  и К5НТ044  (А,  Б,  В)  0,85 

Отношение  начальных  токов  стока  транзисторов 
в паре  при  С/си  = — 10  В,  II  3„  = 0 не  менее 
для  К5НТ042  (А,  Б В)  и К5НТ044  (А,  Б,  В)  0,85 


1 При  ;с=  10  мкА  для  К5НТ043  (А,  Б,  В)  и К5НТ044  (А,  Ь,  В). 


Раздел  двадцать  пятый 

ГИБРИДНЫЕ  ЛОГИЧЕСКИЕ  МИКРОСХЕМЫ 

МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К201 


Резисторно-транзисторные  логические  схемы. 

Корпус  — металлополимерный  с 12  выводами.  Масса  не  более  1,5  р. 


Метка  на  крышке 


-Ф  Ф 

іг 

Ф-  Ф 

11 

Ф Ф 

Ф-  Ф-  -Ф-  Ф. 

10  Э в 7 
, 11,8 

5,0 


11,0 
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Состав  серии 


К2ЛБ011  — логический  элемент  НЕ/И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 
К2ЛБ013  } — логический  элемент  НЕ/ИЛИ-НЕ. 

К2ЛБ015  логический  элемент  НЕ/И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 

К2ЛБ017  логический  элемент  НЕ/ИЛИ-НЕ. 
К2ЛС011  — логический  элемент  И-ИЛИ. 

К2НТ011  | 

К2НТ012  > — транзисторная  сборка. 

К2НТ013  } 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры 


К2ЛБ01 1 

Логический  элемент  НЕ/И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 
Напряжение  выходного  сигнала  1 ....... 

Время  задержки  распространения  не  более  . . 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . 
Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  . . 
Напряжение  помехи  не  более 


От  +1 
до  +50°С 


4 В ±10% 
15  мВт 
0,3  В 
0,7 — 1,3  В 
270  нс 
10 
6 

0,3  В 
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К2ЛБ012 

К2ЛБ013 

Логический  элемент  НЕ/ИЛИ- НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 

Мощность  потребления  не  более 

Параметры  входного  сигнала: 

нижний  уровень  напряжения 

верхний  уровень  напряжения 

длительность 

Параметры  выходного  сигнала: 

ток  коллектора  запертого  инвертора  

напряжение  на  выходе  отпертого  инвертора  в ре- 
жиме насыщения 

время  задержки  распространения 

Коэффициент  разветвления  по  выходу: 

для  К2ЛБ012 

для  К2ЛБ013 

Напряжение  помехи  не  более 


+ 4 В ±10% 
30  мВт 

0,3  В 
0,7— 1,3  В 
0,5  мкс 

22  мкА 

0,3  В 
270  но 

5 

14 

0,3  В 


К2ЛБ014,  К2ЛБ015 

Логический  элемент  НЕ/И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания  

Мощность  потребления  не  более: 

для  К2ЛБ014 

для  К2ЛБ015 

Параметры  входного  сигнала: 

нижний  уровень  напряжения 

верхний  уровень  напряжения 

длительность • • • • 


+ 4 В ±10% 

25  мВт 
20  мВт 

0,3  В 
0,7— 1,3  В 
0,5  мко 
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Параметры  выходного  сигнала: 

ток  коллектора  запертого  инвертора:  , 

для  К2ЛБ014 * 44  мкА 

для  К2ЛБ015 22  мкА 

напряжение  на  выходе  отпертого  инвертора 

в режиме  насыщения 0,3  В 

время  задержки  распространения  .......  270  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В 


К2ЛБ016,  К2ЛБ017 

Логический  элемент  НЕ/ИЛИ-НЕ. 


Еп(+ЧВ) 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более 38  мВт 

Параметры  входного  сигнала: 

нижний  уровень  напряжения 0,3  В 

верхний  уровень  напряжения  0,7 — 1,3  В 

длительность 0,5  мкс. 
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Выходы 


Параметры  выходного  сигнала: 

ток  коллектора  запертого  инвертора 22  мкА 

напряжение  на  выходе  отпертого  инвертора 

в режиме  насыщения 0,3  В 

время  задержки  распространения 270  не 

Коэффициент  разветвления  по  выходу: 

для  К2ЛБ016 5 

для  К2ЛБ017  И 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В 


К2ЛС01 1 

Логический  элемент  И-ИЛИ 


Напряжение  источника  питания  . . +4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более 30  мВт 

Параметры  выходного  сигнала: 

ток  коллектора  запертого  инвертора 22  мкА 

напряжение  на  выходе  отпертого  инвертора 

в режиме  насыщения . 0,3  В 

время  задержки  распространения 350  но 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В 


К2НТ011,  К2НТ012,  К2НТ013 

Транзисторная  сборка. 

Электрические  параметры 


Напряжение  коллектор  — база  не  более +5  В 

Мощность  рассеивания  не  более 15  мВт 

Предельное  напряжение  коллектор  — эмиттер  при 
сопротивлении  между  базой  и эмиттером  3 кОм  -)-5  В 
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Напряжение  эмиттер  — база  

Ток  коллектора  не  более  

Обратный  ток  коллектора  не  более 

Напряжение  между  коллектором  и эмиттером  в ре- 
жиме насыщения  не  более 

Статический  коэффициент  усиления  тока- 

для  К2НТ011 

для  К2НТ012 

чля  К2НТ013  

— ©:  °і 

ко Ф — % 

>° 

*° 

МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К202 

Диодно-транзисторные  гибридные  толстопленочные  логические 
схемы. 

Корпус  — металлополимерный  с 12  выводами.  Масса  1,5  г. 


К2ЛП021,  К2ЛП022  — диодная  сборка. 

К2ЛН021,  К2ЛН022  — логический  элемент  2НЕ. 

К2УИ021  — усилитель  мощности. 

К2НД021,  К2НД022  — диодная  матрица. 

К2ЛС021,  К2ЛС022  — логический  элемент  2 (2И)-ИЛИ. 
К2ЛС023,  К2ЛС024  — логический  элемент  2 (2И)-ИЛИ. 
К2ЛС025,  К2ЛС026  — логический  элемент  2 (2И)-ИЛИ. 

Предельные  эксплуатационные  данные.  Диапазон  От  — 10 
рабочей  температуры до  50°С 


+3,5  В 
15  мА 
5 мкА 

0,3  В 

13 

22 

35 
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К2ЛП021 


Диодная  сборка. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  — 4 В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  23  мВт 

Обратный  ток  диода  не  более 3 мкА 

Прямое  напряжение  на  диоде: 

при  /пр  = 10  мкА  не  менее  0,4  В 

при  /пр  ='  1 мА  не  более 0,7  В 

Обратное  напряжение  не  более 8 В 


К2ЛП022 

Диодная  сборка. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  — 4 В ±10% 

Мощность  потребления  не  более 16  мВт 

Обратный  ток  диода  не  более 3 мкА 

Прямое  напряжение  на  диоде: 

при  І„ р = 10  мкА  не  менее  0,4  В 

при  /пр  = 1,0  мА  не  более 0,7  В 

Обратное  напряжение  не  более 8 В 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
не  более 20  нс 


630 


К2ЛН021,  К2ЛН022 

Логический  элемент  2НЕ. 

К2ЛН021 
К2ЛН022 

Вход  2 
о 


ЕпМ,0В) 
о 


(-0,25В) 


02 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Напряжение  источника  смешения  (вывод  /)....  —0,25  В ±15% 

Мощность  потребления  не  более 22  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 1,35  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 0,33  В 

Время  задержки  распространения  не  более 200  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛН021  3 

для  К2ЛН022  5 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В. 
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К2УИ021 


Усилитель  мощности. 


Е„(+Ч,0В) 


Электрические  марамеіры 


Напряжение  источников  питания 

Напряжение  источников  смещения 

Мощность  потребления  ре  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Коэффициент  разветвления  по  каждому  выходу 

не  более  

Напряжение  помехи  не  более 


-М  В ±10% 
—4  В ±10% 
—0,25  В ±15% 
41  мВт 
—1,35  В 
—0,33  В 

15 

0,3  В 


К2НД021,  К2НД022 


Диодная  .матрица 
кг  Н ДО  21 


20 

— м— 

ІЧІ 

0 1 

ІѴІ 

6 0 

\?\ 

120— 

ил 

■ 0 11 

К2НДС22 


\ 


■09 


Электрические  параметры 


Обратный  гок  диода  не  более 0,5  мкА 

Прямое  напряжение  на  диоде: 

при  токе  /пр  = 1 мА  не  более 0,7  В 

при  токе  /пр  = 0,01  мА  не  более 0І4  В 

Обратное  напряжение  не  более Ю В 

Время  восстановления  обратного  сопротивления 
не  более 20  нс 


К2ЛС021,  К2ЛС022 

Логический  элемент  2(2И-ИЛИ). 


К2ЛС021 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

,,  -4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения —0,25  В ±15% 

Мощность  потребления  не  более  ’ 19  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее —1,35  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 0ДЗ  В 

Время  задержки  распространения не  более  200 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛС021  . . 3 

для  К2ЛС022  5 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В 


К2ЛС023,  К2ЛС024 


Логический  элемент  2(2И)-ИЛИ. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания  +4  В ±10% 

-4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 0,25  В ±15% 

Мощность  потребления  не  более 67  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее —1,35  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 0,33  В 

Время  задержки  распространения  не  более 200  нс 

- Коэффициент  разветвления  по  каждому  выходу 
не  более: 

для  К2ЛС023  3 

для  К2ЛС024  5 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  8 

Напряжение  -Помехи  не  более 0,3  В 


К2ЛС025,  К2ЛС026 

Логический  элемент  2(2И)-ИЛИ. 

К2ЛС025 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

,,  -4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 0,25  В ±15% 

Мощность  потребления  не  более 21  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  более — 1,35  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — ОДЗ  В 

Время  задержки  распространения  не  более 150  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛС025  1 3 

для  К2ЛС026  5 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,3  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К204 

Импульсно-потенциальные  логические  гибридные  толстопленоч- 
ные схемы  с резистивно-емкостными  связями. 

Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 14  выводами. 
Масса  1,1  г. 


Состав  серии 

К2ТК041  — триггер  с раздельным  и со  счетным  входами. 
К2ЛБ041  — логический  элемент  ИЛИ-НЕ/И-НЕ. 
К2ЛБ042  — логический  элемент  И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 
К2НК041  — набор  элементов  комбинированный. 

К2ЛИ041  — логический  элемент  И. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  —30 
до  + 50°С 


Схемы  серии  и их  электрические  параметры. 


К2ТК041 


Триггер  с раздельным  и со  счетными  входами. 
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Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  37  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  —0,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  +2,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  250  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 400  нс 

Напряжение  помехи  по  шине  питания  не  более  ...  0,9  В 

Частота  входного  сигнала  не  более 500  кГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  8 


К2ЛБ041 

Логический  элемент  ИЛИ-НЕ/И-НЕ. 

- Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  68  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 це  более  ....  — 0,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  +2,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  100  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 100  нс 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  3 

Коэффициент  объединения  по  выходу  не  более  ...  10 

Напряжение  помехи  по  шине  питания  не  более  ...  0,9 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более 56  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  — 0,3  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  I не  менее  ....  +2,4  В 

Время  задержки  включения  не  более  100  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 150  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  10 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  5 

Напряжение  помехи  по  шине  питания  не  более  . . . 0,9  В 


К2НК041 

Набор  элементов  комбинированный. 

Выходы 

/ Л \ 


Электрические  параметры 


Напряжение  управления +0,3  и +3  В 

Амплитуда  напряжения  выходного  сигнала  не  менее  1,4  В 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  1 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  8 

Амплитуда  напряжения  помехи  не  более 0,6  В 

Амплитуда  входного  импульса  не  менее 3,5  В 

Длительность  Входного  импульса  не  менее 1 мкс 


К2ЛИ041 

Логический  элемент  И. 


<м 


Электрические  параметры 


Напряжение  управления , . _о,3  и -фЗ  В 

Мощность  потребления  не  более  . . . 18  мВт 

Амплитуда  напряжения  выходного  сигнала  не  менее  1,4  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу От  1 до  2 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  4 

Амплитуда  напряжения  помехи  не  более 0,8  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К205 

Серия  резервированных  логических  элементов  с резисторными 
связями.  Выполнены  по  гибридной  тонкопленочной  технологии. 

Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 14  выводами. 
Масса  1,1  г. 


Состав  серии 

К2НК051  — импульсно-потенциальная  схема  совпадения. 
К2ЛБ051  — логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 

К2ЛБ052,  К2ЛБ053  — логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 

К2ЛН051  — логический  элемент. ИЛИ-НЕ. 

К2ТС051  — половина  триггера. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  —30 

до  +50°0 


К2НК051 


Импульсно-потенциальная  схема  совпадения. 
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я?'/ 


о Вход  1 
импульсный. 


11 

о 


Электрические  параметры 


Амплитуда  напряжения  выходного  сигнала  не  менее  1,1В 

Ток  нагрузки  не  более 5 мА 

Напряжение  помехи  не  более 0,1  В 


К2ЛБ051 


Логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Напряжение  источника  питания  

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . . . 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  распространения  не  более  . . . . 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Напряжение  помехи  не  более 


+4  В ±10% 
50  мВт 
1,4  В 
0,3  В 
250  но 
2 

0,1  В 


К2ЛБ052,  К2ЛБ053 

Логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 4-4  в ±10% 

Мощность  потребления  не  более 25  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  .....  0ІЗ  В 

Время  задержки  распространения  не  более 250  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛБ052  2 

для  К2ЛБ053  3 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


К2ЛН051 

Логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  4-4  в ±10% 

Мощность  потребления  не  более  8 мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 3,0  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более о, 4 В 

Время  задержки  распространения  не  более 250  но 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  2 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


у221  Зак.  428 
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Входы 

потенци- 

альные 


К2ТС051 

Половина  триггера. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +4  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  . 25  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  250  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  2 

Напряжение  помехи  не  более 0,1  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К215 

Диодно-транзисторные  быстродействующие  логические  гибрид- 
ные толстопленочные  схемы. 

Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 12  выводами. 
Масса  1,5  г. 


К2УИ151  — усилитель  мощности. 

К2ЛН151  — логический  элемент  2НЕ. 
К2ЛС151  — логический  элемент  2 (2И)-ИЛИ. 
К2ЛС152  — логический  элемент  2 (2И)-ИЛИ. 
К2ПН151,  К2ПН152  — преобразователь  напряжения. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  —10 
до  50°С 


К2УИ151 


Усилитель  мощности. 


Ѵа21* 
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Еп(+т 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 0,25  В ±15% 

Потребляемая  мощность  не  более 48  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  — 1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более —0,33  В 

Время  задержки  распространения  не  более 30  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  5 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К2ЛН151 

Логический  элемент  2НЕ. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 0,25  В ±15% 

Потребляемая  мощность  не  более . 35  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 0,33  В 

Время  задержки  распространения  сигнала  не  более  38  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  5 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К2ЛС151 

Логический  элемент  2(2И)-ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 0,25  В ±15% 

Потребляемая  мощность  не  более 22,0  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 0,33  В 

Время  задержки  распространения  сигнала  не  более  25  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  5 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  ИЛИ  не  более  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К2ЛС152 


Логический  элемент  2(2И)-ИЛИ. 
21  Зак,  428  645 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

„ -4  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения —0,25  В ±15% 

Потребляемая  мощность  не  более 30,0  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  —1,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — О.’ЗЗ  В 

Время  задержки  распространения  сигнала  не  более  25  нс 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  5 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  ИЛИ  не  более  8 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 


К2ПН151 

Преобразователь  напряжения. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания -)-4  В ±10% 

Г,  -4  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 28,0  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более ' 0,33  В 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 3^45  В 

Максимальный  ток  нагрузки  не  более ю’мА 

Коэффициент  объединения  по  входу  И не  более  ...  6 

Напряжение  помехи  не  более  0,4  В 

Время  задержки  распространения  сигнала  не  более  . 125  нс 
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К2ПН152 

Преобразователь  напряжения. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +4  В ±10% 

—4  В ±10% 

Потребляемая  мощность  (на  один  логический  эле- 
мент) не  более 73  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 1,8  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 0,33  В 

Напряжение  помехи  не  более 0,4  В 

Время  задержки  распространения  не  более 150  нс 


21* 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К2І7 

Диодно-транзисторные  логические  гибридные  тонкопленочные 
схемы. 

Корпус  — металлостеклянный.  Масса  1,5  г. 


К2ЛП171  — сдвоенный  расширитель. 

К2ЛП172  — расширитель. 

К2ЛП173  — диодная  сборка. 

К2ТК171  (А,  Б)— .триггер  со  счетным  и раздельными  входами. 
К2ЛБ171  (А,  Б)  — логический  элемент  И-НЕ/ИЛИ-НЕ 
К2ЛБ172  (А,  Б) — логический  элемент  ЗИ-НЕ. 

К2ЛБ173,  К2ЛБ173А  — логический  элемент  И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 
К2ЛБ174  (А,  Б)  — логический  элемент  И-НЕ. 

К2НТ171  — транзисторная  сборка. 

К2НТ172  — транзисторная  сборка. 

К2НТ173  — транзисторная  сборка. 

К2ЛР171  — низкочастотный  логический  элемент 
И-ИЛИ-НЕ. 

К2ТР171  (А,  Б)  — триггер  с раздельными  входами. 
Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры От  — 30  до  70°  С 


К2ЛП171 

Сдвоенный  расширитель. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  . 18,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 5,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 40  нс 
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К2ЛП172 

Расширитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6  В ±10% 

Мощность  потребления  не,  более 9 мВт 

Вносимая  задержка  распространения  при  подключе- 
нии к схеме  К2ЛБ173  не  более 4 нс 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  5,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более 12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 35  но 


К2ЛП173 

Диодная  сборка. 

Ч 
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Электрические  параметры 

Обратный  ток  диода  при  напряжении  11 0 бр  = 4 В 

не  более 1 мкА 

Прямое  напряжение  на  диоде  при  /пр  = 1 мА  не  бо- 
лее   0,8  В 

Потребляемая  мощность  не  более 11  мВт 

К2ТК171А,  К2ТК171Б 


Триггер  со  счетным  и раздельными  входами. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +6  В ±10% 

+3  В ± 1 0% 

Мощность  потребления  не  более  при: 

+6  В 52  мВт 

+3  В 7,3- мВт 
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Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,6  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Частота  входного  сигнала  не  более: 

для  К2ТК171А 3'  МГц 

для  К2ТК171Б 5 МГц 

Коэффициент  разветвления  (при  нагрузке  схемой 

К2ЛБ171)  по  выходу  не  более 4 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


К2ЛБ171А,  К2ЛБ171Б 

Логический  элемент  И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +6  В ±10% 

+3  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  при: 

+6  В 13  мВт 

■4"3  В 7,3  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,6  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 

Время  задержки  включения  не  более  12  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 35  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛБ171А 4 

для  К2ЛБ171Б 6 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  8 

Напряжение  помехи  не  более  . . . 0,5  В 

Коэффициент  объединения  по  коллектору  не  более  8 


К2ЛБ172А,  К2ЛБ172Б 

Логический  элемент  ЗИ-НЕ. 


651 


Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания 

Мощность  потребления  не  более  при: 

+6  В 

-ьз  в 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  включения  не  более  

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более- 

для  К2ЛБ172А 

для  К2ЛБ172Б . . | ^ 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  .... 

Напряжение  помехи  не  более 

Коэффициент  объединения  по  коллектору  (на  одной 
схеме)  не  более 


4-6  В ±10% 
+3  В ±10% 

26  мВт 
14,6  мВт 
2,6  В 
0,3  В 
12  нс 
35  нс 

4 

6 

3 

0,5  В 
8 


К2ЛБ173,  К2ЛБ173А 

Логический  элемент  И-НЕ/ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . . ! 

Время  задержки  включения  не  более 

Время  задержки  выключения  не  более- 

для  К2ЛБ173  . . , 

для  К2ЛБ173А ! ! ! ! ! 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . . . 
Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  . . 
Напряжение  помехи  не  более ’ | 


+ 6 В ±10% 
+3  В ±10% 
35  мВт 
2,6  В 
0,3  В 
20  нс 

35  нс 
60  нс 
8 
6 

0,5  В 
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Входы  Входы  Входы 


Логический  элемент  И-НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +6  В ±10% 

+3  В ±10% 

Мощность  потребления  при: 

+ 6 В 36  мВт 

+3  В 22  мВт 
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Выходы 


Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  .... 

Время  задержки  включения  не  более  

Время  задержки  выключения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ЛБ174А 

для  К2ЛБ174Б 

К2НТ171,  К2НТ172,  К2НТ173 

Транзисторная  сборка. 


1 2 
о 

9 5 

о о 

7 8 

о о 

10  11 
о 

У 

У 
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У 

о 

о 

о 

о 

12  5 6 9 


2,6  В 
0,3  В 
12  нс 
35  нс 

4 

6 


Электрические  параметры 

Предельное  напряжение  коллектор  — эмиттер  не  бо- 
лее   

Ток  коллектора  не  более 

Статический  коэффициент  усиления  тока  базы: 

для  К2НТ171 

для  К2НТ172 

для  К2НТ173 

Напряжение  коллектор  — эмиттер  в режиме  насы- 
щения не  более  

Обратный  ток  коллектора  не  более 

Время  рассасывания  не  более 


10  В 
20  мА 

30—90 

50—150 

70—280 

0,33  В 
1 мкА 
25  но 


К2ЛР171 


Низкочастотный  логический  элемент  И-ИЛИ-НЕ. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источников  питания 

Мощность  потребления  не  более  при: 

+ 6 В 

+3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  включения 

Время  задержки  выключения 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . . . 
Коэффициент  объединения  по  входу  ИЛИ  не  более 
Напряжение  помехи  не  более 


+ 6 В ±Ю% 
+3  В ±10% 

29  мВт 
7,3  мВт 
2,6  В 
0,3  В 

40—100  нс 
30 — 100  нс 

8 

8 

0,5  В 
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К2ТР171А,  К2ТР171Б 


Триггер  с раздельными  входами. 


Е„г(+3,0В) 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания +6  В ±10% 

+3  В ±10% 

Мощность  потребления  не  более  при: 

+6  В . 31  мВт 

+3  В . 7,3  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее >2,6  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,3  В 
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Частота  входного  сигнала  не  более 6 МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более: 

для  К2ТР171 А 4 

для  К2ТР171Б 6 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К223 


Эмиттерно-связанные  логические  схемы.  Изготовлены  по  тонко- 
пленочной технологии. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 18  выводами. 
Масса  4 г. 


Состав  серии 


К2ЛБ231  — логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 

К2ЛБ233  } — логический  элемент  ИЛИ/ИЛИ-НЕ. 

К2ИЕ231  — разряд  счетчика  (разряд  регистра  сдвига). 
К2ИД231  — дешифратор. 

К2ИЛ231  — полусумматор. 

К2ТК231 — триггер  с комбинированным  запуском. 
К2ТР231  — триггер. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры От  — 10 

до  +70°С 

Напряжение  источника  питания — 4 В ±10% 


К2ЛБ231 

Логический  элемент  ИЛИ-НЕ. 


656 


гЧ  гЧ  ЧЧ 


ѵ-  ■ 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 128  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  I не  менее — 0,85  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 20  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


К2ЛБ232, 

К2ЛБ233 

Логический  элемент  ИЛИ/ИЛИ-НЕ. 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 112  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  I не  менее — 0,85  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 15  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 15  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


К2ИЕ231 


Разряд  счетчика  (разряд  регистра  сдвига). 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  . ...  . 185  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 0,85  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1,45  В 

Время  задержки  включения  не  более 50  нс 

Время  задержки  выключения  не  более 35  нс 

Частота  переключения  не  более 20  мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более 0,15 


059 
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К2ИД231 


Дешифратор. 


Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . 
Время  задержки  включения  не  более  .... 
Время  задержки  выключения  не  более  . . . 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 
Напряжение  помехи  не  более 


171  мВт 
—0,85  В 
—1,45  В 
10  нс 
15  нс 
10 

0,15  В 


К2ИЛ231 


Полусумматор. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . 
Время  задержки  включения  не  более: 

полусуммы 

переноса  


250  мВт 
—0,85  В 
— 1.45  В 


35  нс 
20  но 
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Время  задержки  выключения  не  более: 

полусуммы 35  нс 

переноса 15  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 10 

Напряжение  помехи  не  более  0,15  В 
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Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 300  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее — 0,85  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1,45  В 

Частота  переключения  не  менее 50  мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более 2 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


К2ТР231 


Триггер. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 128  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  — 0,85  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более — 1,45  В 
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Частота  переключения  не  более 30  мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ......  10 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


Частота  переключения  не  более 30  мГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ......  10 

Напряжение  помехи  не  более 0,15  В 


Транзисторно-транзисторные  логические  схемы.  Изготовлены  по 
многослойной  толстопленочной  технологии. 

Предназначены  для  цифровых  измерительных  приборов  и аналого- 
цифровых  преобразователей. 

Корпус  — прямоугольный  металлокерамический  с 50  выводами. 
Масса  12  г. 


1 


50  ЗВ 16  55  92  40  30  35  35  52  30  28  2В 
53  57  05  43  51  39  3735  33  31  20  27 
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X -триггер 
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Состав  серии 


К2ИЕ302  (А,  Б)  — четырехразрядный  реверсивный  счетчик  с парад 
дельным  переносом- 

К2ИР301  (А,  Б)  — два  четырехразрядных  регистра  хранения. 
К2ИР302  (А,  Б)  — четырехразрядный  реверсивный  регистр  сдвига. 
К2ИП301  — четырехразрядное  устройство  поразрядного  урав 
новешивания. 

К2ПК301  — преобразователь  двоичного  кода  в десятичный. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочей  температуры  . . . От  — 10 

до  +70°С 

Напряжение  источника  питания  +5  В ±10% 


К2ИЕ302А,  К2ИЕ302Б 


Четырехразрядный  реверсивный  счетчик  с параллельным  пере 
носом. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более 1,4  Вт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,35  В 

Частота  установки  не  более 5 мГц 

Выходная  частота  счета  не  более 

для  К2ИЕ302А 0,5  мГц 

для  К2ИЕ302Б 0,8  мГц 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 


К2ИР301  А,  К2ИР301Б 


Два  четырехразрядных  регистра  хранения. 


Электрические  параметры 


Мощность  потребления  не  более  . 1,7  Вт 

Напряжение,  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . 0,35  В 

Частота  установки  не  более: 

для  К2ИР301А  5 мГц 

для  К2ИР301Б  8 мГц 

Частота  счета  не  более 10  мГц 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 
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К2ИР301 
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К2ИР302А,  К2ИР302Б 

Четырехразрядный  реверсивный  регистр  сдвига. 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 1,0  Вт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,35  В 

Частота  сдвига  не  более: 

для  К2ИР302А  5 мГц 

для  К2ИР302Б  . 8 мГц 

Напряжение  помехи  не  более  . 0,5  В 

К2ИП301 

Четырехразрядное  устройство  поразрядного  уравновешивания. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более  . ; 1,5  Вт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,35  В 

Частота  установки  не  более 5 мГц 

Частота  сдвига  не  более  4 мГц 

Частота  считывания  не  более 10  мГц 

Напряжение  помехи  не  более  0,5  В 

К2ПК301 

Преобразователь  двоичного  кода  в десятичный. 

Электрические  параметры 

Мощность  потребления  не  более 190  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,35  В 

Максимальное  коммутируемое  напряжение  не  более  ....  200  В 

Напряжение  помехи  не  более 0,5  В 
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К2ПК301 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К243 


Т ранзисторно-транзисторные  быстродействующие  логические  гибрид- 
ные схемы,  выполненные  по  тонкопленочной  технологии. 

Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 12  выводами. 
Масса  1,5  г. 


Состав  серии 


К2ЛЁ431  — шестивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 

К2ЛБ432  — два  трехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 

К2ЛБ433  — трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  и трехвходовой 
расширитель  по  ИЛИ. 

К2ЛБ434  — два  двухвходовых  логических  элемента  И-НЕ  и двух- 
входовой расширитель  по  ИЛИ. 

К2ЛБ435  — двухвходовой  логический  элемент  И-НЕ  и два  двухвхо- 
довых расширителя  по  ИЛИ. 

К2ЛБ436  — трехвходовой  логический  элемент 
нагрузочной  способностью. 

К2ЯП431  — два  элемента  памяти. 

К2ЛН431  — пять  логических  элементов  НЕ 
ным  выходом. 

К2ЛН432  — пять  логических  элементов  НЕ. 

К2ЛН433  — три  логических  элемента  НЕ. 

К2УП431  — усилитель  магистральный. 


И-НЕ  с повышенной 


с открытым  коллектор- 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  +1 
до  50’О 


К2ЛБ431 

Шестивходовой  логический  элемент  И-НЕ. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания 

Потребляемая  мощность  не  более 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  . . 
Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  . . . 
Время  задержки  распространения  не  более  . . . 

Ток  потребления  не  более  

Помехоустойчивость  не  менее 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  . . 
Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . 

К2ЛБ432 

Два  трехвходовых  логических  элемента  И-НЕ. 


+3  В : 

19  мВт 

2.3  В 
0,25  В 

10  нс 

5.4  мА 
0,25  В 

6 

6 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  -)-3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 40  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более  ....  10  нс 

Ток  потребления  не  более 10,6  мА 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  3 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


К2ЛБ433 

Трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  и трехвходовой  расшири- 
тель по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  43В  ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 24  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Ток  потребления  не  более 6,1  мА 

Коэффициёнт  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  3 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 
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К2ЛБ434 


Два  двухвходовых  элемента  И-НЕ  и двухвходовой  расширитель 
по  ИЛИ. 


Напряжение  источника  питания  +3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 43  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Ток  потребления  не  более 11,5  мА 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  2 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


К2ЛБ435 


Двухвходовой  логический  элемент  И-НЕ  и два  двухвходовых 
расширителя  по  ИЛИ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  ......  +3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 28,5  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Ток  потребления  не  более 6,8  мА 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  2 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


Трехвходовой  логический  элемент  И-НЕ  с повышенной  нагру- 
зочной способностью. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +4  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 33  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,6  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Ток  потребления  не  более .■  7,5  мА 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  16 

Коэффициент  объединения  по  входу  не  более  ....  3 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 
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Входы 


К2ЯП431 


Два  элемента  памяти. 


Еп(ЧОВ) 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 19  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ....  2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Максимальная  рабочая  частота  переключения  ...  15  МГц 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


К2ЛН431 

Пять  логических  элементов  НЕ  с открытым  коллекторным  выхо 

дом: 


12''  Выходы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  ±3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 23  мВ  г 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  10 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


К2ЛН432 

Пять  логических  элементов  НЕ. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 65  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 0,25  В, 
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Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  10 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 


оа 


ф і-^1  «^2 


К2ЛН433 


Три  логических  элемента  НЕ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  -(-3  в ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 50  мВт 


Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее 2,3  В 
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Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более  ....  0,25  В 

Время  задержки  распространения  не  более 10  нс 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  ...  6 

Помехоустойчивость  не  менее 0,25  В 

К2УП431 

Усилитель  магистральный. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания 

Потребляемая  мощность  не  более . . 

Напряжение  выходного  сигнала  1 не  менее  ..... 

Напряжение  выходного  сигнала  0 не  более 

Время  задержки  распространения  не  более 

Коэффициент  разветвления  по  выходу  не  более  . . . 


+6  В ±10% 
4-4  В ±10% 
65  мВт 
2,1  В 
0,3  В 
20  но 
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МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К264 

Усилители  индикации  для  микрокалькуляторов  Изготовлены 
по  гибридной  тонкопленочной  технологии. 

Корпус  — прямоугольный  металлополимерный  с 12  выводами. 
Масса  1,5  г. 
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Состав  серии 

К2ЛН641 


Три  усилителя  индикации. 


Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источника  питания — 48  В ±10% 

Напряжение  источника  смещения — 24  В ±10% 

Диапазон  рабочей  температуры От  1 до  55°С 

Электрические  параметры 

Мощность,  потребляемая  от  источника  питания  ...  162 — 323  мВт 
Мощность,  потребляемая  от  источника  смещения  65 — 75  мВт 

Входной  ток  открытого  ключа 3 мкА 

Входной  ток  закрытого  ключа ; . . . 1,2  мкА 

Ток  нагрузки  при  скважности  не  менее  9: 

постоянный 8 мА 

импульсный 18  мА 


22  Зак.  428 
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Параметры  входного  сигнала: 

нижний  уровень — 1,5  ч 2,5  В 

верхний  уровень 1,5 — 4 В 

длительность  импульса 40  мкс 

Частота 1 МГц 

Параметры  выходного  сигнала: 

верхний  уровень — 0,5  В 

нижний  уровень — 40  В 


Раздел  двадцать  шестой 

ГИБРИДНЫЕ  ЛИНЕЙНО-ИМПУЛЬСНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К218 


Линейно-импульсные  гибридные  тонкопленочные  схемы. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  1,8  г. 


=— 1-  Г 

ЧІ 

^5 

К2УИ181  — импульсный  усилитель  на  положительную  полярность. 
К2УИ182  — импульсный  усилитель  на  отрицательную  полярность. 
К2УИ183  — импульсный  биполярный  усилитель. 

К2УС181  — усилитель  промежуточной  частоты. 

К2ДА181  — детектор  амплитудный. 

К2ТК181  — триггер  с комбинированным  запуском. 

К2ГФ181  — мультивибратор  автоколебательный. 

К2ГФ182  — мультивибратор  ждущий. 

К2ЛБ181  — схема  совпадения  импульсов  положительной  полярности. 
К2ЛН181  — инвертор  положительных  импульсов. 

К2ЛН182  — инвертор  отрицательных  импульсов. 

К2ЛН183  — инвертор  отрицательных  импульсов  малых  амплитуд. 
К2УЭ181  — эмиттерный  повторитель  на  положительную  полярность. 
К2УЭ182  — биполярный  эмиттерный  повторитель. 
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Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры 


От  —30 
до  + 70°С 


К2УИ181 


Импульсный  усилитель  на  положительную  полярность. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ±10% 

Потребляемая  мощность  не  более 22  мВт 

Входное  сопротивление  не  менее 0,8  кОм 

Амплитуда  входного  импульса  не  более 1,0  В 

Длительность  входного  импульса: 

с навесным  конденсатором 500  мкс 

без  навесного  конденсатора 0,3 — 1,0  мко 

Нелинейность  амплитудной  характеристики  при 

Увы*  = (0,2  + 0,8)  У вых.макс  и Д„=400  Ом  10% 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,1  мкс 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,1  мкс 

Коэффициент  усиления  не  менее 3 

Сопротивление  нагрузки 400  Ом  ±5% 

Емкость  нагрузки  До100пФ±10% 


К2УИ182 


Импульсный  усилитель  на  отрицательную  полярность. 


22» 
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Входы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  

Потребляемая  мощность  не  более 

Входное  сопротивление  не  менее 

Амплитуда  входного  импульса  не  более 

Длительность  входного  импульса: 

с навесным  конденсатором  

без  навесного  конденсатора  

Нелинейность  амплитудной  характеристики 

при  ^вых  ==  (0,2  -ь  0,8)  1УВЫХ.  макс  и /?н  = 
= 400  Ом  не  более 


Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более 
Длительность  спада  выходного  импульса  не  более 

Коэффициент  усиления  не  менее 

Сопротивление  нагрузки  ...  

Емкость  нагрузки  


К2УИ183 

Импульсный  биполярный  усилитель. 


+ 6,3  В ± 10% 
31,5  мВт 
0,6  кОм 
1 В 

500  мкс 
0,3 — 1,0  мкс 


10% 

0,1  мкс 
0,1  мкс 
3 

400  Ом  ± 5% 
До  100  пФ±:  10% 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  

Потребляемая  мощность  не  более 

Входное  сопротивление  не  менее 

Амплитуда  входного  импульса  не  брлее 

Длительность  входного  импульса: 

с навесным  конденсатором  

без  навесного  конденсатора  ...  

Нелинейность  амплитудной  характеристики  при 
(/вых  = (0,2  -г  0,8)  І/Вых.  макс  и /?н  ” 400  Ом 

не  более  

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более 
Длительность  спада  выходного  импульса  не  более 

Коэффициент  усиления  не  менее 

Сопротивление  нагрузки  

Емкость  нагрузки . 


+6,3  В±:  10% 
48,5  мВт 
0,8  кОм 
0,25  В 

500  мкс 
0,3— 1,0  мкс 


10% 

0,1  мкс 
0,1  мко 
3 

400  Ом  ± 5% 
До  100  пФ±  10% 


К2УС181 

Усилитель  промежуточной  частоты. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 62  мВт 

Коэффициент  усиления  не  менее 5 

Неравномерность  частотной  характеристики  не  более  2,3  дБ 

Линейный  участок  амплитудной  характеристики 
не  более: 

по  входу 30  мВ 

по  выходу  200  мВ 
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К2ДА181 


Детектор  амплитудный. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более ’ із^  мВт 

Длительность  входного  импульса 4 мкс 

Коэффициент  передачи  на  несущей  частоте 0,5 1 2 

Линейный  участок  амплитудной  характеристики  по 

выходу  при  Яп  = 1,2  кОм  не  менее 400  мВ 

Сопротивление  нагрузки 1_2  кОм 


К2ТК18І 

Триггер  с комбинированным  запуском. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В±  10% 

Потребляемая  мощность  не  более 21  мВт 

Амплитуда  входного  импульса  2,5— 6,0  В 

Полярность  входного  импульса Отрицательная 

Длительность  входного  импульса  не  менее 0,3  мкс 

Длительность  фронта  входного  импульса  не  более  0,5  мкс 

Частота  следования  входных  импульсов  не  более  2 МГц 

Напряжение  помехи  не  более 0,8  В 

Амплитуда  выходного  импульса  0 не  более ОД  В 

Амплитуда  выходного  импульса  1 не  менее  ....  3,8  В 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,25  мкс 
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Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,15  мкс 

Сопротивление  нагрузки 820  Ом  ±5% 

Емкость  нагрузки До  100  пФ  ± 5% 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  4-6  3 ВгЬ  10% 

Потребляемая  мощность  не  более  . . . . '35  М0Т  ' 

Частота  следования  выходных  импульсов  с навес- 
ными элементами  , . . От  50  Гц 

- до  0,6  МГц 

Амплитуда  выходных  импульсов  не  менее 2 8В 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,2  мкс 
Длительность  фронта  выходного  импѵльса  не  более  І 0 мкс 
Период  повторения  выходных  импульсов: 

с навесными  конденсаторами  не  менее  .....  4 мкс 

без  навесного  конденсатора 0 6—1  5 мкс 

Сопротивление  нагрузки ' о’кПм’-ь 

Емкость  нагрузки  . | ; ! ДоІОоѴф 


К2ГФ182 

Мультивибратор  ждущий. 


Выходы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 4-6,3  В±  10% 

Потребляемая  мощность  не  более ' 76  мВт 

Амплитуда  входного  импульса  2,5 6,0  В 

Полярность  входного  импульса  . Отрицательная 

Длительность  входного  импульса  не  менее 0,3  мкс 

Частота  следования  входных  импульсов  не  более  250  кГц 

Напряжение  помехи  не  более 08В 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 2,8  В 

Длительность  выходного  импульса: 

с навесным  элементом  не  более 2,0  мкс 

без  навесного  элемента 0,8—1  5 мкс 

Длительности  спада  выходного  импульса  не  более  0,15’ мкс 
Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  1,0  мкс 

Сопротивление  нагрузки 2 кОм  ± 5% 

Емкость  нагрузки  До100пФ=Ь5% 
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К2ЛБ181 

Схема  совпадения  импульсов  положительной  полярности. 

Выходы 


Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания -и 6,3  В ± 10% 

н -г  1,2  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 48,5  мВт 

Амплитуда  входного  импульса  2 — 6 В 

Длительность  входного  импульса: 

с навесным  элементом 500  мкс 

без  навесного  элемента 0,3  мкс 

Амплитуда  выходного  импульса  1 не  менее  .....  3,0  В 

Амплитуда  выходного  импульса  0 не  более 0,2  В , 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,2  мкс 

Сопротивление  нагрузки  820  Ом 

Емкость  нагрузки  До  100  пФ 


К2ЛН181 

Инвертор  положительных  импульсов. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В±  10% 

Потребляемая  мощность  не  более 0,48  мВт 

Амплитуда  входного  импульса 2,5 — 6 В 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 4,0  В 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,15  мкс 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,2  мкс 

Нагрузочная  способность  Три  инвертора 

К2ЛН182 

К2ЛН182 


Инвертор  отрицательных  импульсов. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В =Ь  10% 

Потребляемая  мощность  не  более 27,8  мВт 

Амплитуда  входного  импульса  2,7 — 6,0  В 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 3,5  В 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  0,15  мкс 

Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,25  мкс 

Нагрузочная  способность  Три  инвертора 

К2ЛН181 

К2ЛН183 


Инвертор  отрицательных  импульсов  малых  амплитуд. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В±  10% 

Потребляемая  мощность  не  более 27,5  мВт 

Амплитуда  входного  импульса . . . 1,1 — 4 В 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 3,5  В 
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Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более 
Длитепьность  спада  выходного  импульса  не  более 
Нагрузочная  способность 


0,15  мкс 
0,25  мкс 
Три  инвертора 
К2ЛН181 


К2УЭ181 


Эмиттерный  повторитель  на  положительную  полярность. 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания 

Потребляемая  мощность  не  более 

Сопротивление  входное  не  менее  

Амплитуда  входного  импульса  не  более 

Длительность  входного  импульса 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более 
Длительность  спада  выходного  импульса  не  более 

Коэффициент  передачи  не  менее  

Сопротивление  нагрузки  

Емкость  нагрузки  


+ 6,3  В ± 10% 
6,9  мВт 
3 кОм 
4 В 

0,3— 1,5  мкс 
0,1  мкс 
0,1  мкс 
0,8 

400  Ом 
До  100  пФ 
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К2УЭ182 

Биполярный  эмиттерный  повторитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более ’ЗЗ  мВт 

Сопротивление  входное  не  менее 3 кОм 

Амплитуда  входного  импульса  не  более 0,8  В 

Длительность  входного  импульса  0,3— 1,5  мкс 

Длительность  фронта  выходного  импульса  не  более  ’ 0,1  мкс 
Длительность  спада  выходного  импульса  не  более  0,1  мкс 

Коэффициент  передачи  не  менее  ’ 0,8 

Сопротивление  нагрузки \ 400  Ом 

Емкость  нагрузки  ’ | До  100  пФ 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К224 

Гибридные  микросхемы,  предназначенные  для  работы  в радиове- 
щательной и телевизионной  приемно-усилительной  аппаратуре. 

Корпус  — прямоугольной  металлополимерный  с 9 выводами. 
Масса  3 г. 
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Состав  серии 


К2УБ241  — предварительный  видеоусилитель. 

К2УС241  — каскодный  усилитель. 

К2УС242  — усилитель  универсальный. 

К2УС243  — усилитель  универсальный. 

К2УС244  — предварительный  УНЧ,  работающий  на  согласующий 
трансформатор. 

К2УС245  — предварительный  УНЧ,  работающий  на  бестрансформа- 
торный выходной  усилитель. 

К2УС246  — усилитель  регулируемый. 

К2УС247  — усилитель  выходной  ПЧ  изображения. 

К2УС248  — усилитель  ПЧ  звукового  канала. 

К2УС249  — усилитель  универсальный. 

К2ЖА241  — смеситель  и гетеродин  тракта  УКВ— ЧМ. 

К2ЖА242  — смеситель  и гетеродин  тракта  АМ. 

К2ЖА243  — детектор  АМ  и усилитель  АРУ  в трактах  АМ. 

К2ЖА244  — усилитель-ограничитель. 

К.2ДС241  — детектор  частотный. 

К2УП241  — смеситель  в трактах  АМ  и УКВ — ЧМ. 

К2ПП241  — маломощный  стабилизатор  напряжения. 

К2ТС241  — триггер  универсальный  (для  развертки). 

К2КТ241  — электронный  ключ. 


Эксплуатационные  данные 


Температура  окружающей  среды 


От  —30 
до  50°С 


К2УБ241 

Предварительный  видеоусилитель. 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания  . . . 
Ток  потребления  не  более 
Диапазон  рабочих  частот 
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12  В =Ь  10% 

15  мА 

25  Гц  — 6,5  МГц 


Неравномерность  частотной  характеристики  не  бо- 

„ леА 10  дБ 

Коэффициент  усиления  на  частоте  6,5  МГц  не  менее  2 


К2УС241 


Каскодный  усилитель. 


Электрические  параметры 


Ток  потребления 2 4 мА 

Мощность  потребления 20—50  мВт 

Напряжение  источника  питания  +5,4  12  В 

Напряжение  смещения +3,6  В ± 5% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики: 

на  частотах  0,15—30  МГц 30  мА/ В 

на  частотах  30—110  МГц 12  мА/В 

Входное  сопротивление  на  частоте  10  МГц  не  менее  150  Ом 


К2УС242 

Универсальный  усилитель. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 1,8  мА 

Мощность  потребления,  не  более ' . . . . 15  мВт 

Напряжение  источника  питания  +3,6  ч-  90  В 

Напряжение  смещения  . +3,0  В±  5% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  часто- 
те 10  МГц  не  менее 25  мА/В 

Диапазон  рабочих  частот 0,15 33,0  МГц 

Входное  сопротивление  на  частоте  10  МГц  не  менее  ’ 150  Ом 
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Схема  измерения  потребляемого  Схема  измерения  крутизны  вольт-ам- 

тока.  перной  характеристики. 


К2УС243 

Универсальный  усилитель. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 1,8  мА 

Мощность  потребления  не  более  25  мВт 

Напряжение  источника  питания  +3,6  9,0  В 

Напряжение  смещения +3,0  В ± 5% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики: 

на  частотах  6 — 30  МГц  не  менее 25  мА/В 

на  частотах  30 — ПО  МГц  не  менее  10  мА/В 

Входное  сопротивление  на  частоте  10  МГц  не  менее  150  Ом 
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Схема  измерения  потреб- 
ляемого тока. 


Схема  измерения  крутиз- 
ны вольт-амперной  ха- 
рактеристики. 


К2УС244 

Предварительный  УНЧ,  работающий  на  согласующий  транс- 
форматор. 

Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 6 мА 

Напряжение  питания  . 1 +5,4  + 9,0  В 

Диапазон  частот 80  Гц  — 20  кГц 

Коэффициент  усиления  не  менее 100 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  .. . . 5% 

Входное  сопротивление  не  менее  20  кОм 
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0)0  т 


К2УС245 


Предварительный  УНЧ,  работающий  на  бестрансформаторный 
выходной  усилитель.  / 


Электрические  параметры  1 


Ток  потребления  в режиме  покоя  не  более  ....  5,5  мА 

Мощность  потребления  не  более 80  мВт 

Напряжение  питания  +5,4  -г-  12,0  В 

Коэффициент  усиления  не  менее 140 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  . . . 3% 

Входное  сопротивление  не  менее 15  кОм 


1 Параметры  указаны  при  совместной  работе  с выходным  усилителем. 


К2УС246 

Усилитель  регулируемый. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  питания 

Гок  потребления  не  более  

Диапазон  рабочих  частот 

Неравномерность  частотной  характеристики  в рабо- 
чем диапазоне  частот  не  более  . . . . , 

Номинальное  значение  крутизны  вольт-амперной 
характеристики  на  частоте  35  МГц  не  менее  . . . 
Диапазон  регулировки  крутизны  не  менее 


12  В ± 10% 
8 мА 

30—45  МГц 

1 дБ 

26  мА/В 
40  дБ 


К2УС247 

Усилитель  выходной  ПЧ  изображения. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  питания 12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 28  мА 

Рабочий  диапазон  частот 30 — 45  МГц 

Неравномерность  частотной  характеристики  в ра- 
бочем диапазоне  частот  не  более 3 дБ 

Номинальное  значение  крутизны  вольт-амперной 
характеристики  на  частоте  35  МГц  не  менее  ....  70  мА/В 


К2УС248 

Усилитель  ПЧ  звукового  канала. 


Выход 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания 12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 15  мА 

Диапазон  рабочих  частот 4 — 10  МГц 

Неравномерность  частотной  характеристики  в ра- 
бочем диапазоне  частот  не  более 3 дБ 

Номинальное  значение  крутизны  вольт-амперной 
характеристики  на  частоте  6,5  МГц  не  менее  . . . 1000  мА/В 


К2УС249 

Усилитель  универсальный.  ■ 

Электрические  параметры 


Напряжение  питания 12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 4 мА 

Диапазон  рабочих  частот 0,5 — 50  МГц 
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Неравномерность  частотной  характеристики  в ра- 
бочем диапазоне  частот  не  более  

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте 6,5  МГц  не  менее 


6 дБ 
20  мА/В 


К2ЖА241 

Смеситель  и гетеродин  тракта  УКВ-ЧМ. 


і 1 


Ток  потребления  не  более  . ...  3 мА 

Мощность  потребления  не  более 30  мВт 

Напряжение  питания 4В±  25% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте 10  МГц  не  менее  4 мА/ В 

Диапазон  рабочих  частот: 

гетеродина 65—120  МГц 

смесителя 10— 110  МГц 

Входное  сопротивление  на  частоте  10  МГц  не  менее  150  Ом 
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Схема  измерения  крутизны  Схема  измерения  напряжения 
вольт-амперной  характеристики  гетеродина  и тока, 

смесителя. 


К2ЖА242 


Смеситель  и гетеродин  тракта  АМ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания: 

смесительного  каскада +3,6  ч-  9,0  В 

гетеродинного  каскада +4,0  В ± 25% 

Напряжение  смещения  смесительного  каскада  . . . +3,0  В ± 5% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики: 

смесителя  не  менее  18  мА/В 

гетеродина 14  мА/В 

Диапазон  рабочих  частот: 

смесителя 0,15—30,0  МГц 

гетеродина 0,5 — 30  МГц 
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Ток  потребления  не  более:  ' 

смесителя 1,8  мА 

гетеродина 2,0  мА 

Входное  сопротивление  на  частоте  10  МГТі  не  менее  500  Ом 


Схема  измерения  потребляв-  Схема  измерения  крутизны  вольт-ампер- 
мых  токов.  ной  характеристики. 


К2ЖА243 


Детектор  АМ  и усилитель  АРУ  в трактах  АМ. 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания +3  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более 10  мВт 

Коэффициент  передачи  детектора  при  Рн  = 20  кОм 
не  менее 0,3 
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Входное  сопротивление  на  частоте  465  кГц  не  менее  500  Ом 
Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  . . . 3% 

Рабочая  частота 465  кГц 


К2ЖА244 

Усилитель-ограничитель. 

Регулировка. 


Напряжение  питания 12  В гЬ  10% 

Ток  потребления  не  более 10  мА 

Диапазон  рабочих  частот 3 — 6 МГц 

Неравномерность  частотной  характеристики  в рабо- 
чем диапазоне  частот  не  более 3 дБ 

Номинальное  значение  крутизны  вольт-амперной 
характеристики  на  частоте  4,5  МГц  не  менее  ...  2 мА/В 


К2ДС241 

Детектор  частотный. 


/ 


Электрические  параметры 

Коэффициент  передачи  при  нагрузке  20  кОм  не  менее  0. 15 

Диапазон  частот 5—110  МГц 


К2УП241 

Смеситель  в трактах  АМ  и УКВ-ЧМ. 
Е/і  (+5+9  В) 


705 


Электрические  параметры 


Ток  потребления  не  более 3,5  мА 

Напряжение  источника  питания +5,4  -г  9 В 

Напряжение  смещения . . +3,0  В ± 5% 

Мощность  потребления  не  более  20  мВт 

Диапазон  частот 0,15 — ПО  МГц 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  в диапа- 
зоне частот  30 — ПО  МГц  5 мА/В 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  в диапа- 
зоне частот  0,1 5 — 30  МГц  не  менее 10  мА/В 

Относительный  разброс  крутизны  смесительных 

каскадов ±10% 


К2ПП241 

Маломощный  стабилизатор  напряжения. 

Электрические  параметры 


Входное  напряжение 5,4 — 12  В 

Стабилизированное  напряжение 3,3 — 3,9  В 

Коэффициент  стабилизации  не  менее 5 

Ток  потребления  не  более 2,5  мА 

Максимальный  ток  нагрузки  4 мА 


Напряжение  стабилизации  определяется  внешними 
опорными  элементами 


706 


Схема  измерения  коэффи- 
циента стабилизации  и стаби- 
лизированного напряжения. 


Электрические  параметры 

Напряжение  питания 12  В ± 10% 

Диапазон  рабочих  частот " 10—20  кГц 

Чувствительность  по  входу  6 (порог  срабатывания)  4 В 

Амплитуда  выходного  импульса  не  менее 5 В 

Длительность  фронтов  выходных  импульсов  ....  5 мкс 

Ток  потребления  не  более 10  мА 
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Электронный  ключ. 


К2КТ241 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания 12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 15  мА 

Диапазон  рабочих  частот 3 — 6 МГц 

Коэффициент  передачи  на  частоте  4,5  МГц  не  менее  0,8 

Коэффициент  подавления  соседнего  канала  на  ча- 
стоте 4,5  МГц  не  менее 40  дБ 

Неравномерность  частотной  характеристики  в рабо- 
чем диапазоне  частот  не  более 3 дБ 

Диапазон  управляющих  напряжений 0 — 1,5  В; 

7—12  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К226 

• 

Усилители,  изготовленные  по  гибридной  тонкопленочной  техно- 
логии. 

Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 15  выводами. 
Масса  4,5  г. 


1 234557 
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Состав  серии 


К2УС261  (А,  Б,  В),  К2УС262  (А,  Б,  В), 
К2УС263  (А,  Б,  В),  К2УС264  (А,  Б,  В), 
К2УС265  (А,  Б,  В) 

Усилители  низкой  частоты 

Эксплуатационные  данные 


Напряжение  источников  питания: 

для  К2УС261  (А,  Б,  В),  К2УС265  (А,  Б,  В), 
К2УС262  (А,  Б,  В)  . . . . 

для  К2УС263  (А,  Б,  В),  К2УС264  (А,  Б,  В)  . . . 

Диапазон  рабочей  температуры 


+ 12,6  В ± 10% 
—6,3  В ± 10% 
+6В±  10% 
-9В±  10% 
От  —45 
до  55°  С 


Электрические  параметры 

Мощность  потребления: 

для  К2УС26І  (А,  Б,  В),  К2УС265  (А,  Б,  В) 

от  источника  питания  12,6  В 

от  источника  питания  — 6,3  В . . 
для  К2УС262  (А,  Б,  В) 

от  источника  питания  12,6  В 

от  источника  питания  —6,3  В 

для  К2УС263  (А,  Б,  В) 

от  источника  питания  6 В 

от  источника  питания  — 9 В . . 
для  К2УС264  (А,  Б,  В) 

от  источника  питания  6 В 

от  источника  питания  — 9 В ; ’ [ 

Коэффициент  нелинейных  искажений 

при  /?н=  3 кОм,  і/„ых  = 1,5  В не  более  . . . 
Ослабление  на  боковых  частотах  20  Гц  и 100  кГц 

не  более  

Входное  сопротивление  при  Свх  = 20  пФ,  '/  == 

= 100  Гц  не  менее 

Выходное  сопротивление  1 не  более  

Входная  емкость  2 не  более \ \ 

Коэффициент  усиления: 

для  К2УС261А 

для  К2УС261Б 

для  К2УС261В 

для  К2УС262А 

для  К2УС262Б 

для  К2УС262В 

для  К2УС263А,  К2УС263Б,  К2УС263В  . ! ! ! ! 
для  К2УС264А,  К2УС264Б,  К2УС264В  .... 


г 60  мВт 
55  мВт 

50  мВт 
45  мВт 

15  мВт 
45  мВт 

10  мВт 
25  мВт 

5% 

3 дБ 

10  МОм 
100  Ом 
20  нФ 

276—324 

250—310 

290—350 

27,6—32,4 

25—31 

29—35 

270—330 

9-11 


‘ Для  схем  К2УС264  (А.  Б,  В)  значение  параметра  300  пФ 

* Ддя  с* *ем  К2УС261  (А,  Б.  В),  К2УС265  (А,  Б,  В),  К2УС262  (А,  Б,  В). 
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для  К2УС265А 

для  К2УС265Б 

для  К2УС265В ;;;;;;; 

Уровень  собственных  шумов  в полосе  частот  20  Гц 

20  кГц  при  входе,  закороченном  емкостью  4700  пФ 
для  К2УС261А,  К2УС262А,  К2УС263А, 

К2УС264А 

для  К2УС261Б,  К2УС261В,  К2УС262Б,'  ’ 
К2УС262В,  К2УС263Б,  К2УС264Б, 

К2УС265Б,  К2УС265В  ... 
для  К2УС263В,  К2УС264В  .... 


92-108 

80—105 

92—120 


5 мВ 


12  мВ 
18  мВ 


К2УС2Б1,  К2УС265 
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Х2УС263 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К228 

Линейно-импульсные  гибридные  тонкопленочные  микросхемы. 
Корпус  — прямоугольный  металлостеклянный  с 14  выводами. 
Масса  2,0  г. 

Состав  серии 

К2УС281  — усилитель  универсальный. 

К2УС282  — усилитель  регулируемый. 

К2УС283  — усилитель  каскодный. 

К2УС284  — усилитель  балансный. 
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К2СА281  — схема  сравнения  токов. 

К2КД281  — ключ  диодный. 

К2НК281  — матрица  комбинированная. 
К2НЕ281  — сборка  конденсаторная. 

К2ПД281  \ к 

К2ПД282  I — пРе°бРазователь  декодирующий. 


Эксплуатационные  данные 

Диапазон  рабочей  температуры  От  45 

до  +70°С 

К2УС281 

Усилитель  универсальный. 


Вход  Выход 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ± 10% 

Напряжение  смещения — 6,3  В±  10% 

Потребляемая  мощность  не  более 70  мВт 
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Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  5 МГц 10  мА/В  ± 10% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  60  МГц  не  менее  7,5  мА/В 

Ток  коллектора 2,9 — 4,3  мА 

Входное  сопротивление  на  частоте  60  МГц  не  менее  200  Ом 
Выходное  сопротивление  на  частоте  60  МГц  не  менее  10  кОм 


К2УС282 

Усилитель  регулируемый. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В±  10% 

Напряжение  смещения — 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более ’ 70  мВт 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  5 МГц 10  мА/В±  10% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  60  МГц  не  менее 7,5  мА/В 

- Пределы  изменения  крутизны  вольт-амперной  ха- 
рактеристики на  частоте  входного  сигнала  60  МГц 

не  менее 40  дБ 

Раствор  регулировочной  характеристики  по  управ- 
ляющему напряжению  между  уровнями  от  1 до 

40  дБ  не  более ±1,25  В 

Входное  сопротивление  на  частоте  60  МГц  не  менее  200  Ом 

Выходное  сопротивление  не  менее * 100  кОм 

Ток  коллектора 2,8— 4,8  мА 


К2УС283 

Усилитель  каскодный. 


23  Зак.  428 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В ± 10% 

Напряжение  смещения — 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 70  мВт 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  5 МГц 10мА/В±  10% 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  60  МГц  не  менее  7,5  мА/В 

Входное  сопротивление  на  частоте  60  МГц  не  менее  200  Ом 

Выходное  сопротивление  не  менее 100  кОм 

Ток  коллектора 2,8 — 4,8  мА 


Выход 


К2УС283 


1 

о 

Вход 

■€Л 

1 15 

— ° 

п 

О— 

1 

— 1 

Выход 

5 

іг 

Т 

7 

У 8 

і о 

Л Е„(+6,ЗВ) 

о 

— I 

и з 

з 

V 

~Вход 
о — 

13 

ь 

Выход 

(-6,3В) 

К2УС284 


К2УС284 

Усилитель  балансный. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +6,3  В ± 10  % 

Напряжение  смещения 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 85  мВт 

Крутизна  вольт-амперной  характеристики  на  ча- 
стоте входного  сигнала  5 МГц  не  менее 5,0  мА/В 

Входное  сопротивление  каждого  входа  усилителя 

на  частоте  60  МГц  не  менее 200  Ом 

Выходное  сопротивление  каждого  усилителя  не  ме- 
нее   50  кОм 

Разбаланс  выходных  напряжений  на  частоте  5 МГц 

не  более 6% 

Ток  коллектора 2,0— 2,8  мА 
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К2СА281 


Схема  сравнения  токов. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания.  +6,3  В±  10% 

Напряжение  смещения — 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 65  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  не  более —0,4  В 

Напряжение  выходного  сигнала  не  менее +2,3  В 

Чувствительность  по  входному  току  при  изменении 
выходного  напряжения  от  +2,3  до  —0,4  В (ток 

срабатывания)  не  более 20  мкА 

Уровень  постоянного  напряжения  на  входе 1,3— 1,4  В 


К2КД281 

Ключ  диодный. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В ± 10% 

Напряжение  смещения — 6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 100  мВт 

Напряжение  выходного  сигнала  при  отпертом  ключе  0,15 — 0,17  В 
Коэффициент  передачи  в отпертом  состоянии  при 
сопротивлении  нагрузки  300  Ом  на  частоте  15  МГц  0,8  ± 0,1 
Отношение  коэффициентов  передачи  в отпертом  и 
запертом  состояниях  не  менее: 

на  частоте  15  МГц 40  дБ 

на  частоте  60  МГц  . . . і 30  дБ 

Уровень  ограничения  выходного  сигнала  при  Кн  = 

= 0,3  кОм  не  менее 0,4  В (действ.) 


23* 
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Сопротивление  нагрузки 300  Ом 

Уровни  напряжений  управляющих  сигналов: 

верхний +2,5  В 

нижний +0,5  В 


К2НК281 

Матрица  комбинированная. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +6,3  В ± 10% 

Относительный  разброс  прямого  напряжения  на 

диодах  при  прямом  токе  1 мА  не  более 15% 

Относительный  разброс  сопротивлений  резисторов 

не  более 1,1% 

Прямой  ток  каждого  диода  не  более 5 мА 
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К2НЕ281 


Сборка  конденсаторная. 


1 
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Электрические  параметры 


Емкость  каждого  конденсатора  не  менее 800  пф 

Рабочее  напряжение  конденсаторов  не  более  ....  15  В 

Тангенс  угла  потерь 0,035 


К2ПД281,  К2ПД282 


Преобразователь  декодирующий. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания: 

для  К2ПД281  _6,3  В дЬ  10% 

для  К2ПД282  +6,3  В ± 10% 

Потребляемая  мощность  не  более 50  мВт 
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Токи  разрядов: 

1- й  разряд 

2- й  разряд  ....... 

3- й  разряд 

4- й  разряд 

5- й  разряд 

6- й  разряд 

7- й  разряд 

Управляющее  напряжение 


Токи 

/,  = Ія  =Ь  3% 

/2  = /а  ± 3% 

/„  = (1,8  -п-  2,29),  мА 
' /4=  1/2- /3±  3% 

/5  = 1/4-  /3±  5% 
/,=  1/8- /3±  10% 

/ = 1/16- /а  ± 20% 
±1  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К237 

Гибридные  микросхемы. 

Корпус  — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  3 г. 


Состав  серии 


К2ЖА371  — усилитель  ВЧ  и преобразователь  в трактах  АМ. 
К2ЖА372  — усилитель  ПЧ,  детектор  и АРУ. 

К2ЖА373  — совмещенные  оконечный  усилитель  записи  и усилитель 
с выпрямителем  для  индикатора  уровня  записи. 

К2УС371  — усилитель  низкой  частоты. 

К2УС372  — усилитель  низкой  частоты. 

К2УС373  — усилитель'  записи  и воспроизведения  для  магнитофонов. 
К2ГС371  — стабилизатор  напряжения  питания  и транзисторы  гене- 
ратора тока  стирания  и подмагничивания. 


Эксплуатационные  данные 


Диапазон  рабочих  температур 


718 


От  —30 
до  + 70°О 


К2ЖА371 


Усилитель  ВЧ  и преобразователь  в трактах  АМ. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  усиления  в режиме  преобразования  100 — 250 

Коэффициент  шума  в режиме  преобразования  не  бо- 
лее . . 6 дБ 

Напряжение  гетеродина  на  частоте  15  МГц 300 — 450  мВ 

Потребляемый  ток  не  более 3 мА 

Напряжение  питания +5±і,4  В 

Уменьшение  усиления  в режиме  преобразования: 
на  частоте  15  МГц  по  отношению  к усилению 

на  частоте  150  кГц  не  более 5 дБ 

Мощность  потребления  не  более 25  мВт 


К2ЖА372 

Усилитель  ПЧ,  детектор  и АРУ. 
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К2ЖА372 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания 

Потребляемый  ток  не  более 

Мощность  потребления  не  более  

Коэффициент  нелинейных  искажений  выходного 

напряжения  детектора  не  более  

Входное  сопротивление  

Изменение  выходного  напряжения  НЧ  детектора 
при  изменении  напряжения  ВЧ  на  входе  усили- 
теля ПЧ  от  50  до  3000  мкВ  не  более 


+ 5±і.,  В 
4 мА 
25  мВт 

3% 

430—1000  Ом 


6 дБ 


К2ЖА373 

Совмещенные  оконечные  усилитель  записи  и усилитель  с выпря- 
мителем для  индикатора  уровня  записи. 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания +5±?;§  В 

Мощность  потребления  не  более 22  мВт 

Потребляемый  ток  не  более  4 мА 

Коэффициент  усиления 6 — 7 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  . . . 0,6% 
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К2ЖА373 


К2УС371 


Усилитель  низкой  частоты. 


Электрические  параметры 

Напряжение  питания +9І^,4  В 

Мощность  потребления  не  более 50  мВт 

Номинальное  выходное  напряжение  на  нагрузке 
6,5  Ом  . . - - - Ь, 8 В 


721 


Номинальное  входное  напряжение 15 — 30  мВ 

Ток  покоя  не  более 5,0  мА 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  . . . 0,3% 

Частотная  характеристика  (при  неравномерности 
пЬ6  дБ) 60—10  000  Гц 


К2УС372 

Усилитель  низкой  частоты. 

К2УС372 


Электрические  параметры 


Напряжение  питания +12±5,8  В 

Мощность  потребления  не  более 225  мВт 

Номинальное  входное  напряжение 25 — 50  мВ 

Номинальное  выходное  напряжение 3,5  В 

Коэффициент  нелинейных  искажений  (при  і!вых  = 

= 3,5  В)  не  более 1% 

Частотная  характеристика  при  неравномерности 
сііб  дБ 50 — 15  000  Гц 
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К2УС373 

Усилитель  записи  и воспроизведения  для  магнитофонов. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  питания +5і°:*  В 

Мощность  потребления  не  более 14  мВт 

Потребляемый  ток  не  менее 2,5  мА 

Коэффициент  усиления  не  менее 1800 

Эквивалентное  напряжение  шумов  на  выходе  при 

закороченном  входе  не  более . . 2 мВ 

Коэффициент  нелинейных  искажений  не  более  . . . 0,7% 


К2ГС371 


Стабилизатор  напряжения  питания  и транзисторы  генератора 
тока  стирания  и подмагничивания. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  питания 

Мощность  потребления  не  более 
Потребляемый  ток  не  более  . . 
Стабилизированное  напряжение 


+9-І  В 
300  мВт 
30  мА 
4,4— 5,4  В 


МИКРОСХЕМЫ  СЕРИИ  К245 


Усилители,  преобразователи,  генераторы.  Изготовлены  по  гибрид- 
ной тонкопленочной  технологии.  Предназначены  для  унифицированных 
черно-белых  и цветных  телевизоров. 

Корпус — прямоугольный  пластмассовый  с 14  выводами.  Масса  1,0г. 


ВпІ 

ы 

ьл 

! 

1 

® і 

ірі 

Р1 

РИ 

7 7 


Состав  серии 

К2УП451  — входной  усилитель  ПЧ  изображения  с регулируемым 
коэффициентом  усиления. 

К2УП452  — оконечный  усилитель  ПЧ  изображения  с видеодетек- 
тором и детектором  разностной  частоты. 

К2УП453  — усилитель-ограничитель  разностной  частоты  с частотным 
детектором  и предварительным  усилителем  низкой  час- 
тоты. 

К2УП454  — усилитель  ПЧ  изображения  с элементом  автоматической 
регулировки  усиления. 

К2УП455  — усилитель  ПЧ  изображения  с предварительным  видео- 
усилителем. 
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К2ПН451  — ключевая  схема  автоматической  регулировки  усиления. 
К2ПН452  — автоматическая  регулировка  усиления. 

К2СА451  — селектор  строчных  синхроимпульсов  с автоматической 
подстройкой  частоты  и фазы. 

К2СА452  — селектор  кадровых  синхроимпульсов  с предварительным 
усилителем  кадровой  развертки. 

К2ГФ451  — задающий  генератор  строчной  развертки. 

К2ГФ452  — задающий  генератор  строчной  развертки. 


Эксплуатационные  данные 
Диапазон  рабочей  температуры . 


От  —10 
до  70°С 


К2УП451 


Входной  усилитель  ПЧИ  с регулируемым  коэффициентом  усиления. 


Напряжение  источника  питания +12  В±  10/6 

Ток  потребления  не  более 12  мА 

Коэффициент  усиления  не  менее 40  дБ 

Глубина  регулировки  усиления  не  менее 46  дБ 

Неравномерность  амплитудно-частотной  характери- 
стики в диапазоне  частот  30 — 40  МГц  не  более  3 дБ 

Диапазон  изменения  регулирующего  напряжения 
АРУ • • • 1-6  в 
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К2УП452 


Оконечный  усилитель  ПЧИ  с видеодетектором  и детектором  раз- 
ностной частоты. 

2 3 Ц 5 


Напряжение  источника  питания  

Ток  потребления  не  более  

Входное  сопротивление  на  частоте  35  МГц 

Входная  емкость 

Коэффициент  передачи  на  частоте  35  МГц: 

при  = 6,2  кОм,  Сн  = 68  пФ,  [т  = 1000  Гц, 

т = 50% 

Напряжение  видеосигнала  на  выходе  при  = 

= 6,2  кОм,  Сн  = 68  пФ  не  менее 

Напряжение  видеосигнала  на  выходе  при  коэффи- 
циенте нелинейных  искажений  до  5%  при  Кн  = 

= 6,2  кОм,  Сн  = 68  пФ  

Неравномерность  частотной  характеристики  (отно- 
сительно частоты  1 МГц)  в полосе  частот  100  Гц  — 
6 МГц  при  = 6,2  кОм,  Сн  = 68  пФ  не  более 


+ 12  В ± 10% 
12  мА 

2,8  ± 0,56  кОм 
11  =±=  4 пФ 


40  дБ 
5 В 


2,5—4  В 


4 дБ 


К2УП453 


Усилитель-ограничитель  разностной  частоты  с частотным  детек- 
тором и предварительным  усилителем  низкой  частоты. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источников  питания + 12  В±  10% 

„ +24  В ± 10% 

Іок  потребления  не  более: 

от  источника  12  В . 6 і^А 

от  источника  24  В 2 мА 

Коэффициент  усиления  предварительного  усили- 
теля низкой  частоты  не  менее 50  дБ 

Коэффициент  усиления  усилителя  разностной  ча- 
стоты не  менее 60  дБ 

Глубина  регулировки  усиления  для  усилителя  раз- 
ностной частоты  не  менее 30  дБ 

Пороговая  чувствительность  усилителя  разностной 

частоты  6,5  МГц  не  более 1 мВ 

Глубина  регулировки  усиления  для  усилителя  раз- 
ностной частоты  не  менее 30  дБ 

Коэффициент  подавления  паразитных  амплитудно- 
модулированных  сигналов  усилителя  разностной 
частоты  при  іт  = 1000  Гц,  т = 30%  не  менее  . . 46  дБ 

Полоса  пропускания  усилителя  разностной  частоты 

не  менее 250  кГц 

Напряжение  на  выходе  предварительного  усили- 
теля низкой  частоты  при  [ = 1003  Гц  и коэффи- 
циенте нелинейных  искажений  до  2%  не  менее  4,2  В 


К2УП454 

Усилитель  промежуточной  частоты  изображения  с элементом 
автоматической  регулировки  усиления. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  12  В ± 10% 

Ток  лотребления  не  более  12  мА 

Коэффициент  усиления  на  частоте  35  МГц  не  менее  40  дБ 
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Неравномерность  амплитудно-частотной  характери- 
стики в диапазоне  частот  30—40  МГц  не  более  3 дБ 

Напряжение  на  входе  не  более 100  мВ 

Изменение  усиления  при  изменении  регулирующего 

напряжения  от  18  до  4 В не  менее 46  дБ 

Изменение  амплитудно-частотной  характеристики 
при  изменении  регулирующего  напряжения  от 
1 до  4 В не  более ±3  дБ 


Усилитель  промежуточной  частоты  изображения  с предваритель- 
ным видеоусилителем. 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 12  мА 

Коэффициент  усиления  усилителя  промежуточной 
частоты  изображения  на  частоте  35  МГц  не  менее  30  дБ 
Неравномерность  амплитудно-частотной  характери- 
стики в диапазоне  частот  от  30  до  40  МГц  не  более  3 дБ 

Коэффициент  передачи  предварительного  видеоуси- 
лителя: 

на  входе  видеоусилителя 6 дБ 

на  входе  АРУ 0,8—0,95  дБ 

на  входе  селектора  . * . 0,7— 0,9  дБ 
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п 13 12  11  10  9 


Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания 12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 3,5  мА 

Напряжение  на  входе: 

начало  срабатывания  не  более ЗВ 

полная  отработка  не  более  3,5  В 
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Стробирующий  импульс 

минимальный  

максимальный  . 

Напряжение  регулирования  для  усилителя 
промежуточной  частоты  изображения: 

начальное . 

конечное  

для  ПТК 

начальное 

конечное  


3 В 
12  В 


5,7— 6,5  В 
2—3  В 

9—10  В 
2—3  В 


К2ПН452 

Автоматическая  регулировка  усиления. 


Напряжение  источника  питания  4-12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 11  мА 

Стробирующий  импульс 10 — 14  В 

Напряжение  регулирования 

для  УПЧ  при  Кн=  5,1  кОм: 

начальное  4 — 6,5  В 

конечное 0,5 — 1 В 

для  селектора  каналов  при  Кн  = 10  кОм: 

начальное  9 — 12  В 

конечное 3 — 5 В 

Входное  сопротивление  на  частоте  3 МГц  не  менее  3 кОм 

Входная  емкость  на  частоте  3 МГц  не  более 12  пФ 

Диапазон  напряжения  видеосигнала  на  входе  ....  0,8 — 2,5  В 
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К2СА451 


Селектор  строчных  синхроимпульсов  с автоматической  подстрой- 
кой частоты  и фазы. 


14 
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Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более  . . 5,5  мА 

Входное  сопротивление 15  ± 8 кОм 

Входная  емкость.  .......... 2 — 5 пФ 

Напряжение  на  входе 0,5 — 5 В 

Выходное  сопротивление 45  ± 9 кОм 

Входное  сопротивление  (по  входу  импульса  обрат- 
ного хода) 750  ± 150  Ом 

Полоса  захвата  не  менее  ±1  кГц 

Полоса  удержания  не  менее ±1  кГц 

Параметры  импульсов  обратного  хода  развертки: 

полярность ' Отрицательная 

амплитуда 12  ±2,4  В 

длительность 20 — 25  мкс 


К2СА452 

Селектор  кадровых  синхроимпульсов  с предварительным  усиле- 
нием кадровой  развертки. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания +12  В ± 10% 

Ток  потребления  не  более 8 мА 
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Селектор  синхроимпульсов 


Входное  сопротивление.  . 80 ± 15  кОм 

Входная  емкость  2—4  пФ 

Напряжение  на  входе 0,5 — 5 В 

Выходной  сигнал: 

полярность Положительная 

амплитуда  1 — 4 В 

длительность 50 — 300  мкс 


Усилитель  кадрового  гасящего  импульса 


Входное  сопротивление  20  ±5  кОм 

Полярность  импульса  Положительная 

Амплитуда  импульса 9 — 12  В 

Длительность  импульса 0,5 — 3 мкс 


Предварительный  усилитель  кадровой  развертки 


Входное  сопротивление 1,2  ±0,2  кОм 

Сопротивление  нагрузки  не  менее 2,2  кОм 

Коэффициент  усиления  при  Ка  =ь  2,4  кОм 8—12 

Напряжение  на  выходе  при  Ки  = 2А  кОм  не  менее  8 В 
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К2ГФ451 


Задающий  генератор  строчной  развертки. 


12  11 10  3 


Электрические  параметры 

Напряжение  источника  питания +6  В ± 20% 

Ток  потребления  не  более 7 мА 

Входное  сопротивление  для  сигналов  АПЧ  и АПФ 

не  менее  8 кОм 

Выходное  сопротивление  не  более 2,7  кОм 

Напряжение  на  выходе  в режиме  холостого  хода 

не  менее 5 В 

Регулируемая  длительность  импульсов 22  ± 2 мкс 

Регулируемая  частота  следования  импульсов  ....  9 — 19  кГц 

Крутизна  регулировочной  характеристики  не  менее  5 кГц/В 


К2ГФ452 

Задающий  генератор  строчной  развертки. 

Электрические  параметры 


Напряжение  источника  питания  +12  В±  10% 

Ток  потребления  не  более 15  мА 

Напряжение  на  выходе  при  Яа  = 2,4  кОм  не  менее  5 В 

Диапазон  регулирования  частоты  следования  им- 
пульсов 30—55  Гц 
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Параметры  импульсов  гашения  обратного  хода: 

форма  . Л.  

полярность  

амплитуда  при  Рн  = 51  кОм  не  менее  . . . 
длительность  (регулируемая) 


Прямоугольная 

Отрицательная 


10  В 


0,5—3  мс 


Приложение 


Обозначения  различных  величин  и параметров 
полупроводниковых  приборов  и интегральных  микросхем 

Ниже  приводятся  обозначения  основных  параметров  приборов  п 
интегральных  микросхем  в соответствии  о действующими  стандар- 
тами, а также  наиболее  часто  используемые  в международной  доку- 
ментации и других  изданиях. 

При  использовании  латинских  индексов  для  обозначения  импульс- 
ных значений  добавляют  индекс  «Л4».  Например  — импульсная 
мощность  на  коллекторе. 

Для  обозначения  амплитудных  значений  добавляют  индекс  «яг». 
Например  Іет  — амплитудный  ток  эмиттера. 

Для  обозначения  максимально  (минимально)  допустимых  значе- 
ний добавляют  индексы  шах,  шіп.  Например  ТатЬ  шах  — максимально 
допустимая  температура  окружающей  среды. 


Обозначения  различных  величин  параметров  диодов  и тиристоров 

Напря  жения 

Дпр  V р — постоянное  прямое  напряжение 
Добр  Д/г  — постоянное  обратное  напряжение 
Д„  Дг  — напряжение  стабилизации 
ДДСТ  ДДг — разброс  напряжения  стабилизации 
6ДСТ  бД^  — нестабильность  напряжения  стабилизации  во  времени 
ТКН  аст  аиг  — температурный  коэффициент  напряжения  стабилиза- 
ции 

Д откр  Дост  Д Г — остаточное  напряжение 
Д у, от  ДСпр  Д от~  напряжение  спрямления 
Дп  Дп  Др  — напряжение  пика 
Дв  Д„  — напряжение  впадины 
Дрр  Д рр  — напряжение  раствора 
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Токи 


/ Ір — постоянный  прямой  ток 
/обр  Іц  — постоянный  обратный  ток 
б/обр  81  р — нестабильность  обратного  тока 
/вп  ср  ^выпр  /о  — средний  выпрямленный  ток 
;обр.ср  /й(ДК)  — средний  обратный  ток 
/пР.  ср  !Р(АѴ)  ~~  средний  прямой  ток 
/ Іг  — ток  стабилизации 
/с  7 2 шіп  — минимальный  ток  стабилизации 

^ст  макс  7 2 тах — максимальный  ток  стабилизации 
’73кР  7ут  1 о ~ ток  Утечки 
Уу,от  7спР  7ог—  ток  спрямления 
7уд  7выкл  7л  - ток  выключения 
/п  /п  7р  — ток  пика 
/„  7ср  — ток  впадины 
7вкл  7<во)  — ток  включения 

Частотные  параметры 

Д/  — диапазон  частот 
С„  С а — емкость  перехода  диода 
Сл  С/0(  — общая  емкость  диода  » 

Кс  — коэффициент  перекрытия  по  емкости 
/уст  Туст  Цг  — время  установления  прямого  сопротивления 
7 вое  хвосст  ігг  — время  восстановления  обратного  сопротивления 
/вкл  твкл  и — время  включения  тиристора 
*выкл  Твыкл  — время  выключения  тиристора 
<2ПК  <2п  0.$  — заряд  переключения 
<2  — добротность  варикапа 

Сопротивления 

Тдиф  Ка,  г — дифференциальное  сопротивление 

гст,  г2  — дифференциальное  сопротивление  стабилитрона 

Мощности 

РНакс  Ртах  — максимально  допустимая  мощность 
Ри.макс  Римп.  макс  Рм  тах  максимально  допустимая  импульсная  мощ- 
ность 

* 

Обозначения  различных  величин  и параметров  транзисторов 
Токи 

7К  7к  7 С — ток  коллектора 
7 б /б  / в — ток  базы 
7э  7Э  I е — ток  эмиттера 
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/КБО  7 ко  7 СВО  — обратный  ток  коллектора 
/эбо  7 „о  ! ЕВО  — обратный  ток  эмиттера 

/ кэо  1СЕ0  — начальный  ток  коллектора  при  токе  базы,  равном 
нулю 

7КЭК  7К  н ^СЕЗ  — начальный  ток  коллектора 

7кэх  7к  з I Сех  — ток  коллектора  запертого  транзистора 

7К,  и 7К  имп  7сѵи — импульсный  ток  коллектора 

I I г,  — ток  стока 
с и 

I /д  — ток  затвора 
/с  нач  /д55  — начальный  ток  стока 

Напряжения 

^КБО  проб  ^Кб.  проб  исво(ВК)  ~ пРобивное  напряжение  коллектор  — 

база  при  разомкнутой  цепи  эмиттера 
иэьо  проб  иьб.  проб  и ево  (ВЦ)  ~ пР°бивное  напряжение  эмиттер— база 

при  разрмкнутой  цепи  коллектора 

^кэк  проб  ^кэ.проб  иСЕ8(ВЕ)  ~ пробивное  напряжение  коллектор  — 

эмиттер  при  короткозамкнутой  цепи 
эмиттер  — база 

Цкб  Ѵсв  — напряжение  между  коллектором  и 
базой 

1/и  ѴСЕ  — напряжение  между  коллектором  и 
эмиттером 

ІІэй  V ЕВ  — напряжение  между  эмиттером  и базой 
77 кэо  гр  ^кэ, о ^СЕО  — напряжение  между  коллектором  и 
эмиттером  при  отключенной  базе  и 
заданном  токе  эмиттера 
V а — напряжение  коллектора,  при  котором 
наступает  переворот  фазы  базового 
тока 

V КЭ  нас  ^кн  ^СЕ  заі — напряжение  насыщения  между  кол- 
лектором и эмиттером 

77  бэ  нас  77 б н 77 ВЕ  заі — напряжение  насыщения  между  базой 
и эмиттером 

1/,б  пл  V рщі  — плавающий  потенциал  эмиттер — база 
</„  V ігѴ  ІІ ВЕ  — входное  напряжение 

і/зи  77 а з — напряжение  затвор  — исток 
Уси  — напряжение  исток  — сток 
I! зс  і/дд  — напряжение  сток  — затвор 
^зи  пор  ѴпоР  иаз  (ІН)  — пороговое  напряжение 
ѵзи  отс  Ь'отс  иоз  (о//)  — напряжение  отсечки 

Ек  Ес  — напряжение  источника  питания  кол- 
лекторной цепи 
Л-параметры 

йш  Кіе  — входное  сопротивление  в режиме  ма- 
ч лого  сигнала 
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Л11Э  Нпп  — входное  сопротивление  в режиме  большого  сиг* 
нала 

й12Э  Ние  — коэффициент  обратной  связи  по  напряжению 
в режиме  малого  сигнала 

,Ч2ХЭ  Н,ае  — коэффициент  усиления  (передачи)  тока  в режиме 
малого  сигнала 

Л21Э  КпР  — коэффициент  усиления  (передачи)  тока  в режиме 
большого  сигнала 

Вст  — статический  коэффициент  усиления  тока  базы 
/?22э  ІЧ-іе  — выходная  проводимость  в режиме  малого  сигнала 
|/і21э|  і кпе  | — модуль  коэффициента  усиления  (передачи)  тока 
базы  на  высокой  частоте 

Частотные  параметры 

/а  Інль  — предельная  частота  усиления  тока 

/гр  /т  — граничная  частота  усиления  тока  базы 
/макс  /тах  — максимальная  частота  генерации 
Ск  Сс  — емкость  коллектора 
, С3  СЕ  — емкость  эмиттера 
Сп  — входная  емкость 
С22  — выходная  емкость 
С12  — проходная  емкость 

тк  г^Ск  гЬ’ЬСс  — постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высо* 
кой  частоте 

ти  ір  — длительность  импульса 
^рас  тр  1$  — время  рассасывания  носителей 
*вкл  твкл  іоп  — время  включения 
*выкл  Твыкл  іоіі  — вРемя  выключения 

Сопротивления 

/?6  Лв  — сопротивление  в цепи  базы 
гб  гьь  — сопротивление  базы 
г11ас  г&а1  — сопротивление  насыщения 

Мощности 

Р — мощность,  рассеиваемая  в приборе 
Рк  Рс  — мощность  на  коллекторе 
Р К и Рк  имп  Рем  — импульсная  мощность  на  коллекторе 
РВЫх  Р0щ  — выходная  мощность 
Ку  р Кы  Ср  — коэффициент  усиления  по  мощности 

у-п  араметры 

Ѵп  — полная  входная  проводимость 
Гі2  — полная  проводимость  обратной  передачи 
У21  — полная  проводимость  прямой  передачи 
|У21|  — модуль  полной  проводимости  прямой  передачи 
Ѵ.21Г  — статическая  крутизна  характеристики 

5 — статическая  крутизна  характеристики  полевых  транзисторов 
У 2 2 — полная  выходная  проводимость  в схеме  с общим  эмиттером 
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Прочие  параметры 

К ш Г — коэффициент  шума 
КНИ  — коэффициент  нелинейных  искажений 


Тепловые  параметры  полупроводниковых  приборов 

Ѳокр  Іа  Т Т атъ  — температура  окружающей  среды 
®кор  Тк  Т’сазе  — температура  корпуса 
Ѳпер  I]  Т„  Т ! — температура  перехода 
^пер-окр  К.  п-с  8-ікіа  ~~  обш-ее  тепловое  сопротивление  диода  или 
транзистора 

^пер-кор  Ят.  п-к  ^ін/с  — тепл0006  сопротивление  переход  — корпус 
транзистора 

Кт.  к.с  КІНса  — тепловое  сопротивление  корпус — окружающая 
среда 

Обозначения  параметров  логических  интегральных 
микросхем 


Токи 


/]|  — входной  ток  в состоянии  логического  О 
— входной  ток  в состоянии  логической  1 
/“  — выходной  ток  в состоянии  логического  О 

/>ыХ  — выходной  ток  в состоянии  логической  1 
/ут  — ток  утечки  запертой  схемы 

/дин  — т°к,  потребляемый  от  источника  питания  в динамическом 
режиме 

/щ  /ц  — ток’  потребляемый  от  источника  питания  в состояниях  логи- 
ческих 0 и 1 в статическом  режиме 


Напряжения 


Ц"вх  — входное  напряжение  в состоянии  логического  О 
I!'  — входное  напряжение  в состоянии  логической  1 
1/Ц  — выходное  напряжение  в состоянии  логического  О 

// вых  — выходное  напряжение  в состоянии  логической  1 
//пор1  //пор  — пороговые  входные  напряжения  в состоянии  логических 
1 и О 

//цом>  //пом — напряжения  помех  в состояниях  логических  0 и 1 
Ёп  — напряжение  источника  питания 
/?см  — напряжение  смещения 

//макс  — максимально  допустимое  входное  или  выходное  напря- 
жение в состоянии  логического  О 


//мин  — минимально  допустимое  входное  или  выходное  напряже» 
ние  в состоянии  логической  1 
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Мощности 

Р • Р мощность,  рассеиваемая  микросхемой  в состояниях  логиче- 
ских 0 и 1 в статическом  режиме 
^ср  средняя  мощность,  потребляемая  микросхемой  от  источника 
питания  в статическом  режиме 
°дин  мощность,  потребляемая  микросхемой  в динамическом  режиме 


Временные  параметры 

— время  задержки  включения 
Ч'  — время  задержки  выключений 

*з.  сР  — среднее  время  задержки  распространения 

— время  включения 
^°1  — время  выключения 

( макс  максимальная  частота  деления  триггера 


Коэффициенты  объединения  и разветвления 

N — коэффициент  разветвления  по  выходу  (нагрузочная  способность) 
М — коэффициент  объединения  по  входу  И 
— коэффициент  объединения  по  входу  ИЛИ 
і-зых  — коэффициент  объединения  по  выходу  (максимально  допустимое 
количество  объединяемых  выходов,  по  которым  реализуется 
функция  ИЛИ)  •' 


Алфавитно-цифровой  указатель  приборов, 
помещенных  в справочнике 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

Диоды 

Д206 

38 

Д1006 

45 

Д207 

38 

Д 1007 

45 

АДИО 

О0 

Д208 

38 

Д1008 

45 

АД516 

87 

Д209 

38 

Д1009 

46 

АИ101 

1 87 

Д210 

38 

Д1010 

46 

АИ201 

188 

Д21 1 

38 

ДЮ11 

46 

АИ301 

189 

Д217 

39 

ДКВ1 

228 

АИ402 

191 

Д218 

39 

ДКВ2 

228 

АЛ  102 

201 

Д219С 

139 

ДКС1 

229 

АЛ  103 

203 

Д220С 

139 

ДКС2 

229 

АЛ  106 

204 

Д223С 

139 

ДКС7 

230 

АЛ  107 

206 

Д219 

94 

квюі 

175 

АЛ  108 

208 

Д220 

94 

КВ  102 

175 

АЛ  109 

210 

Д223 

82 

К'ВЮЗ 

177 

АЛ  301 

211 

Д226 

40 

КВ  104 

178 

ГД  107 

35 

Д229 

40 

КВ105 

179 

ГД  402 

71 

Д242 

42 

КВ  106 

180 

ГД403 

72 

Д243 

42 

КВ  107 

182 

ГД  507 

89 

Д245 

42 

КВ  109 

183 

ГД508 

90 

Д246 

42 

квпо 

184 

ГД511 

92 

Д247 

42 

квот 

186 

ГИ103 

198 

Д248 

42 

КД  102 

47 

ГИ304 

193 

Д302 

43 

кд  юз 

48 

ГИ305 

194 

ДЗОЗ 

43 

КД  104 

49 

ГИ307 

200 

Д304 

43 

КД  105 

50 

ГИ401 

195 

Д305 

43 

КД  109 

51 

ГИ403 

197 

даю 

66 

КД202 

53 

Д2 

73 

дзп 

97 

КД203 

54 

Д7 

36 

Д312 

99 

КД204 

56 

Д9 

74 

Д402 

231 

КД205 

58 

дю 

76 

Д404 

231 

КД206 

59 

дп 

77 

Д603 

233 

КД208 

61 

Д12 

77 

Д604 

234 

КД209 

62 

Д13 

77 

Д808 

141 

КД  401 

83 

Д14 

77 

Д809 

141 

КД  407 

84 

Д18 

93 

Д810 

141 

КД409 

85 

Д20 

78 

Д81 1 

141 

КД  503 

100 

ДЮ1 

79 

Д813 

141 

КД504 

102 

ДЮ2 

79 

Д814 

144 

КД509 

103 

ДЮЗ 

79 

Д815 

145 

КД510 

104 

ДЮ4 

80 

Д816 

148 

КД512 

106 

ДЮ5 

80 

Д817 

148 

КД513 

107 

ДЮ6 

80 

Д818 

150 

КД514 

109 

Д202 

37 

Д901 

172 

КД518 

НО 

Д203 

37 

Д902 

174 

КД519 

111 

Д204 

37 

Д1004 

45 

КД520 

112 

Д205 

37 

Д1005 

45 

КД522 

113 
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Продолжение. 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

КД901 

115 

КС547В 

167 

ГТ905 

387 

КД  903 

116 

КС568В 

167 

КП101 

401 

КД904 

117 

КС596В 

167 

КП  102 

402 

КД906 

118 

КС620 

170 

КП  103 

403 

КД907 

120 

ксбзо 

170 

КП201 

405 

КД908 

122 

КС650 

170 

КП301 

406 

КД909 

123 

КС  680 

170 

КП302 

408 

КД911 

124 

КУЮ1 

217 

кпзоз 

411 

КД913 

125 

КУ103 

219 

КП304 

413 

КД914 

126 

КУ201 

220 

КП305 

414 

КД917 

127 

КУ202 

221 

кпзоб 

417 

КД918 

129 

КУ204 

223 

КП350 

420 

КД919 

130 

КУ208 

225 

КТ  104 

256 

КДС111 

132 

КУ210 

227 

КТ  117 

241 

КДС523 

133 

кцюб 

63 

КТ118 

242 

КДС525 

135 

КЦ201 

64 

КТ  119 

243 

КДС526 

138 

КЦ401 

66 

КТ  120 

244 

КЛ101 

213 

КЦ402 

67 

КТ201 

257 

КЛ 104 

214 

КЦ403 

67 

КТ203 

258 

КН  102 

215 

КЦ404 

67 

КТ301 

281 

КС  133  А 

152 

КЦ405 

67 

КТ306 

312 

КС  139  А 

152 

КЦ407 

69 

КТ307 

283 

КС  147  А 

152 

КТ312 

285 

КС  156  А 

154 

іранзисторы 

КТ315 

288 

КС  162  А 

156 

ГТ  108 

236 

ктзіб 

314 

КС  168  А 

154 

ГТ  109 

237 

КТ319 

290 

КС  168В 

156 

ГТ115 

240 

КТ324 

316 

КС  170  А 

156 

ГТ305 

260 

КТ325 

318 

КС  175  А 

156 

ГТ308 

263 

КТ326 

319 

КС  182  А 

156 

ГТ309 

266 

КТ331 

292 

КС  1 9 1 А 

156 

ГТ310 

269 

КТ332 

293 

КС196 

158 

ГТ311 

304 

КТ337 

320 

КС210Б 

156 

ГТ313 

306 

КТ339 

321 

КС211 

160 

ГТ320 

270 

КТ342 

,323 

КС213Б 

156 

ГТ321 

274 

КТ345 

324 

КС433А 

162 

ГТ322 

276 

КТ347 

294 

КС439А 

162 

ГТ323 

279 

КТ349 

295 

КС447А 

162 

ГТ328 

308 

КТ350 

296 

КС456А 

162 

ГТ329 

309 

КТ351 

297 

КС468А 

162 

ГТЗЗО 

310 

КТ363 

325 

КС482А 

164 

ГТ346 

311 

КТ373 

298 

КС515А  . 

164 

ГТ402 

327 

КТ601 

338 

КС518А 

164 

ГТ403 

329 

КТ602 

339 

КС520В 

167 

ГТ404 

331 

КТ603 

342 

КС522А 

164 

ГТ612 

362 

КТ604 

345 

КС527А 

164 

ГТ701 

363 

КТ605 

347 

КС531В 

167 

ГТ703 

365 

ктбоб 

350 

КС533А 

169 

ГТ806 

374 

КТ607 

351 
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Продолжение 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

КТ608 

352 

П29 

258 

К123 

599 

КТ610 

354 

ПЗО 

258 

К124 

601 

КТ611 

356 

П210 

368 

К128 

480 

ктбіб 

357 

П213 

369 

К130 

483 

КТ617 

358 

П214 

369 

КІ31 

492 

КТ618 

359 

П215 

369 

кізз 

500 

КТ704 

367 

П216 

371 

К134 

510 

КТ801 

375 

П217 

371 

К136 

519 

КТ802 

377 

П302 

372 

К137 

525 

КТ803 

380 

ПЗОЗ 

372 

К138 

535 

КТ805 

381 

П304 

372 

К140 

601 

КТ807 

383 

П306 

372 

К142 

606 

КТ808 

384 

П401 

299 

К149 

609 

КТ809 

385 

П402 

299 

К153 

610 

КТ902 

390 

П403 

299 

К155 

542 

КТ903 

392 

П416 

301 

К158 

554 

КТ904 

394 

П422 

302 

К 1 67 

611 

КТ907 

397 

П423 

302 

К 172 

561 

КТ908 

399 

П601 

333 

К173 

612 

КТ9І1 

400 

П602 

333 

К177 

615 

Л1П20 

245 

П605 

334 

К187 

565 

МП21 

245 

П606 

334 

К190 

616 

МП25 

246 

П607 

360 

К194 

569 

МП26 

246 

П608 

360 

К198 

617 

МП35 

248 

П609 

360 

К201 

624 

МПЗб 

248 

П701 

336 

К202 

629 

МП37 

248 

К204 

635 

МП38 

248 

Интегральные 

К205 

639 

МП39 

249 

микросхемы 

К215 

643 

МП40 

249 

кюі 

581 

К217 

648 

МП41 

249 

КЮ4 

424 

К223 

656 

МП42 

251 

КЮ6 

430 

К230 

663 

МП111 

252 

КПЗ 

443 

К243 

672 

МП112 

252 

КП4 

449 

К218 

682 

МП113 

252 

Кі  15 

460 

К224 

692 

МП  114 

253 

К118 

582 

МП  115 

253 

КІ  19 

587 

К226 

708 

МП116 

253 

К120 

465 

К228 

711 

П27 

255 

К 12 1 

478 

К237 

718 

П28 

255 

К122 

595 

К245 

725 

744 
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